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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 2 pazdziernika 2002 r.

w sprawie wykazu towaréw o znaczeniu strategicznym.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. o obrocie z zagranicg towarami, technologia-
mi i ustugami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czenstwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynaro-
dowego pokoju i bezpieczenstwa oraz o zmianie nie-
ktéorych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250,
22001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365)
zarzadza sig, co nastepuje:

8 1. Ustala sie wykaz towaréw podwodjnego zasto-
sowania, na obrét ktérymi jest wymagane zezwolenie,
obejmuijacy:

1) ,Liste eksportowo-tranzytowa” — okreslajacg to-
wary podwdjnego zastosowania eksportowane
i objete procedura tranzytu, stanowigcag zatacznik
nr 1 do rozporzadzenia;

2) ,Liste importowa” — okreslajacg importowane to-
wary podwdjnego zastosowania, stanowigca za-
tacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Ustala sie wykaz uzbrojenia, na obrdét ktorym
jest wymagane zezwolenie, obejmujacy:

1) ,Liste eksportowo-tranzytowa” — okreslajgca
uzbrojenie eksportowane i objete procedura tran-
zytu, stanowigcg zatacznik nr 3 do rozporzadzenia;

2) ,Liste importowa” — okreslajagca importowane
uzbrojenie, stanowigcg zatacznik nr 4 do rozporza-
dzenia.

§ 3. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazéw towarow
0 znaczeniu strategicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 65,
poz. 660).

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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Zatacznik nr 1

LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA

okreslajgea towary podwéjnego zastosowania eksportowane i objete procedurs tranzytu

UWAGI OGOLNE DO LISTY EKSPORTOWO-TRANZYTOWEJ

1.

W przypadku towaréw, ktdre sg zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan woj’skowych,
nalezy sprawdzi¢ takze odpowiednig listg(y) uzbrojenia. Odsytacz, ktéry méwi “SPRAWDZ TAKZE
LISTY (WYKAZY) KONTROLNE UZBROJENIA®, odnosi si¢ do tych samych list.

Obowigzek kontroli nalozony niniejszym wykazem nie moze by¢ obchodzony przez eksport
jakichkolwiek débr niepodlegajacych kontroli (wigcznie z fabrykami) zawierajacych jeden lub wiecej
komponentéw podlegajacych kontroli, gdy kontrolowany komponent lub komponenty sg
zasadniczymi elementami tych débr i mozliwe jest ich wydzielenie i zastosowanie do innych celéw.
N.B.:Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany komponent lub komponenty majgq byé uwazane za
elementy zasadnicze, konieczne jest rozwazenie czynnikéw: ilosci, wartosci, zawartosci
technologicznego know-how i innych szczegélnych okolicznosci, ktére mogq zdecydowad, Ze
kontrolowany komponent lub komponenty sq zasadniczymi elementami dostarczanych débr.

Kontrola transferu technologii w niniejszym wykazie ograniczona jest do form uchwytnych.
Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmuja zaréwno dobra nowe, jak i uzywane.
Kazda z wystgpujacych w Liscie kategorii jest podzielona na nastgpujgce grupy:

Systemy, urzadzenia 1 cze$ci,

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne,

Materiaty,

Oprogramowanie,
Technologie.

SESRoR- RS

W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowane w ‘stowniku’, wspdlnym dla Listy eksportowo-
tranzytowej 1 importowe;.

Uwagg ogélng do technologii i Uwagg ogdlng do oprogramowania, umieszczone przy LiScie
eksportowo-tranzytowej, stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do importu towaréw i technologii
wymienionych w Li§cie importowe;.

Uwaga do technologii jadrowej:

(Czytal tqcznie z grupq E kategorii 0)

“Technologia” bezposrednio zwigzana z jakimikolwiek towarami wymienionymi w Kategorii 0 objeta
Jjest kontrolg zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

“Technologia”, ktéra jest “niezbgdna” do “rozwoju”, “produkeji” lub “uzytkowania” towaréw objetych
kontrolg, pozostaje pod taka samg kontrolg nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towaréw taka
kontrolg nieobjetych.
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Zgoda na eksport okreslonych towaréw upowaznia réwniez do eksportu do tego samego uzytkownika
minimalnej “technologii” wymaganej dla instalacji, dziatania, utrzymania i naprawy tych towaréw.

Kontrole transferu “technologii” nie majg zastosowania do informacji “be¢dacych wiasnoscig publiczng”
lub zwigzanych z “podstawowymi badaniami naukowymi”.

Uwaga ogélna do technologii:
(Czytal tqcznie z grupq E kategorii od 1 do 9)

Eksport “technologii”, ktéra jest “niezbedna” do “rozwoju”, “produkcji” lub “uzytkowania” towaréw

wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych w kazdej z tych
kategorii.

“Technologia”, ktéra jest “niezbedna” do “rozwoju”, “produkciji” lub “uzytkowania” towaréw objetych

kontrolg, pozostaje pod takg sama kontrolg nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towardw taka
kontrolg nieobj¢tych.

Kontrolg eksportu nie obejmuje si¢ minimalnej “technologii” wymaganej do instalacji, dziatania,
utrzymania i naprawy towar6w niekontrolowanych lub takich, ktére uzyskaly odrgbnie zgode na
eksport.

N.B.: Powyisze nie zwalnia od kontroli ,,technologii” wyszczegdlnionych w pozycjach 1E002.e.,
LEO02.f., SE002.a. i 8EO02.b.

Kontrola transferu “technologii” nie ma zastosowania do informacji “bc;dqcyc‘h wiasnos$cig publiczng”,

zwigzanych z “podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji koniecznych przy
sktadaniu wnioskéw patentowych.

Uwaga ogélna do oprogramowania:

(Niniejsza uwaga jest nadrz¢dna w stosunku do zastrzezen okreslonych w grupie D kategorii od 0 do 9.)

Nie podlega kontroli “oprogramowanie” z kategorii 0 do 9 niniejszej listy, ktore jest:
a. ogdlnie dostgpne poprzez:
1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punktach sprzedazy detalicznej bez Zzadnych ograniczen w
wyniku:
a. bezposrednich transakcji sprzedazy,
b. transakcji realizowanych na zamoéwienie pocztowe,
¢. transakcji realizowanych na zamdwienie telefoniczne i

2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez uzytkownika bez koniecznosdci dalszej pomocy
sprzedawcy;

N.B. Punkt a. Uwagi ogélnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli “oprogramowania”
wymienionego w kategorii 5 — czes¢ 2 (,, Bezpieczenstwo informacji”).

b. uznawane za “bedace wlasnoscia publiczng”.
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KATEGORIA 0 - MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE

0A Systemy, urzadzenia i czesci

0A001 Nastgpujace "reaktory jadrowe" oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytkowania z nimi urzadzenia i podzespoly:

a.

»Reaktory jadrowe” zdolne do pracy w taki sposdb, zeby mogla w nich przebiegaé kontrolowana, samopodtrzymujgca sie
reakcja laficuchowa;

Metalowe zbiorniki lub gléwne czg¢éci do nich, takze wykonane prototypowo w warsztatach, specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do umieszczania w nich rdzenia "reaktora jadrowego", w tym gdérne pokrywy zbiornika ci$nieniowego reaktora;

. Urzadzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zatadunku i wyladunku elementéw paliwowych

reaktoréw jadrowych”;

Prety regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w "reaktorze
jadrowym", odpowiednie elementy no$ne lub zawieszenia, mechanizmy napg¢du oraz prowadnice rurowe do pretéw
regulacyjnych;

Przewody ci$nieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chtodziwo
w "reaktorze jadrowym", wytrzymate na cinienia eksploatacyjne powyzej 5,1 MPa;

Cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci rur lub zespoléw rur specjalnie zaprojektowanych lub wykonanych z
przeznaczeniem do "reaktoréw jadrowych", w ktdérych stosunek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi ponizej 1:500;

Pompy pierwdtnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chlodziwa w
"reaktorach jadrowych";

»Zespoly wewnetrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w "reaktorze jadrowym",
w tym elementy no$ne rdzenia, kanaly paliwowe, oslony termiczne, przegrody, siatki dystansujace rdzenia i ptyty rozpraszajgce;

UWAGA: W pozycji 04001.h. , zespoly wewnetrzne reaktora” oznaczajq dowolng wigkszq strukture wewngtrz zbiornika
reaktora wypelniajqcq jednq lub wigcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania
elementéw paliwowych, kierowanie przepltywem chlodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnianie oston radiacyjnych
zhiornika reaktora i oprzyrzqdowania wewngtrzrdzeniowego.

Wymienniki ciepla (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym
reaktora jadrowego”;

Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do okreslenia
poziomu strumienia neutronéw wewnatrz rdzenia ,,reaktora jadrowego”.

0B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkeyjne

0B001 Nastgpujace instalacje do separacji izotopéw z "uranu naturalnego", "uranu zubozonego" i "specjalnych materialéw
rozszczepialnych" oraz urzgdzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

a.

Nastgpujace instalacje specjalnie przeznaczone do separacji izotopéw "uranu naturalnego", "uranu zubozonego" oraz
"specjalnych materialéw rozszczepialnych™:

Instalacje do rozdzielania gazéw metoda wirowania;

Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazéw;

Instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;

Instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemiczne;j;

Instalacje do rozdzielania technika wymiany jonéw;

Instalacje do rozdzielania izotopdw w postaci par metalu za pomoca "laseréw";
Instalacje do rozdzielania izotopéw w postaci molekularnej za pomoca "laseréw";
Instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

Instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi,

WX AW~

b. Nastepujace wiréwki gazowe oraz zespoly i urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w procesach

wzbogacania metodg wirowania gazow:

UWAGA: W pozycji 0B001.b. ‘material o wysokim stosunku wytrzymatosci mechanicznej do gestosci' oznacza jeden z
ponizszych:
a. stal maraging o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 2 050 MPa lub wigkszej;
b. stopy aluminium o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 460 MPa lub wigkszej; lub
c. “materialy widkniste lub widkienkowe” o "module wiasciwym” powyzej 3,18 x 10° m i "wytrzymalo$ci wlasciwej
na rozciqganie” powyzej 76,2 x 10° m;
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10.

11.

12.

13.

Wiréwki gazowe;

. Kompletne zespoly rotoréw;

Cylindryczne zespoly rotoréw o gruboéci 12 mm lub mniejszej, $rednicy od 75 do 400 mm, wykonane z ‘materiatéw
o wysokim stosunku wytrzymato$ci mechanicznej do gestosci’;

Pierscienie lub mieszki ze §ciankami o grubosci 3 mm lub mniejszej i $rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone do
lokalnego osadzenia cylindra wirnika albo do polaczenia ze soba wielu cylindréw wirnikéw, wykonane z ‘materiatéw
o wysokim stosunku wytrzymatos$ci mechanicznej do ggstoscei’;

Deflektory o $rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone do instalowania wewnatrz cylindra wirnika od$rodkowego,
wykonane z ‘materialéw o wysokim stosunku wytrzymalo$ci mechanicznej do gestosci’;

Pokrywy gérme lub dolne o $rednicy od 75 mm do 400 mm pasujace do koficéw cylindra wirnika, wykonane z ‘materialéw
o wysokim stosunku wytrzymato$ci mechanicznej do gestosci’;

Lozyska na poduszce magnetycznej skladajgce si¢ z pierScieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej
z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg”, lub chronionej takimi materiatami, zawierajgcej wewnatrz czynnik
tlumiacy i posiadajace magnes sprz¢zony z nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie gdrnej wirnika,
Specjalnie wykonane lozyska skladajace si¢ z zespolu czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;

Pompy molekularne zawierajace cylindry z wewngtrznymi, obrobionymi technikg skrawania lub wytloczonymi, spiralnymi
rowkami i wewnetrznymi wywierconymi otworami;

Pier§cieniowe stojany silnikéw do wysokoobrotowych wielofazowych silnikéw histerezowych (lub reluktancyjnych) do
pracy synchronicznej w prézni z czgstotliwoscia 600-2000 Hz i mocg od 50 do 1000 woltoamperdw;

Obudowy (komory) wirdwek, w ktérych znajduja si¢ zespoly wirnikéw cylindrycznych wirdwki gazowej, sktadajace sig¢ ze
sztywnego cylindra ze §ciankami o grubodci do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi koficami i wykonane z ,,materialéw
odpomych na korozyjne dzialanie UFs” lub tez zabezpieczone takimi materiatami;

Zbieraki skladajace si¢ z rurek o $rednicy wewngtrznej do 12 mm, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UFs z wirnika
wirdwki na zasadzie rurki Pitota, wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFs” lub tez zabezpieczone
takimi materiatami;

Przemienniki czgstotliwosci (konwertory lub inwentory) specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
zasilania stojandéw silnikéw wiréwek gazowych do wzbogacania, posiadajace wszystkie nast¢pujace cechy charakterystyczne
i specjalnie do nich przeznaczone podzespoly:

a. Wyjscie wielofazowe o czgstotliwosci od 600 do 2000 Hz;

b. Regulacja czestotliwosci z doktadnoscia lepsza niz 0,1 %,

c. Znieksztalcenia harmoniczne ponizej 2 %; oraz

d. Sprawno$¢ powyzej 80 %;

¢. Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji metoda dyfuzji
gazowej: :

1.

Przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, polimerowych lub ceramicznych ,materiatow
odpomych na korozyjne dzialanie UF,”, posiadajace pory o $rednicach od 10 do 100 nm, gruboéé 5 mm lub mniejsza oraz, w
przypadku elementéw cylindrycznych, $rednicg¢ 25 mm lub mniejsza;

Obudowy dyfuzoréw gazowych wykonane lub chronione ,;materiatami odpomymi na korozyjne dzialanie UF¢”;

Spre¢zarki (wyporowe, odérodkowe 1 osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objetosciowej pojemnosci ssania UFg wynoszacej
1 m*/min lub wigcej oraz o ci$nieniu wylotowym do 667,7 kPa, wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie
UF,” albo chronione takimi materiatami;

Uszczelnienia wirujagcych watéw spr¢zarek lub dmuchaw wymienionych w pozycji 0B001.c.3., skonstruowane w taki
spos6b, zeby objetosciowe natgzenie przeptywu gazu buforowego przez nieszczelnosci wynosito ponizej 1000 cm*/min;

. Wymienniki ciepla wykonane z aluminium, miedzi, niklu lub jego stopédw zawierajacych ponad 60 % wagowych niklu, albo

z kombinacji tych metali, takie jak rury platerowane, przeznaczone do pracy w warunkach podcié$nienia przy zachowaniu
nat¢zenia przeplywu przez nieszczelnosci na takim poziomie, ze ogranicza ono wzrost ci$nienia do mniej niz 10 Pa na
godzine przy réznicy ci$nieft rzedu 100 kPa;

Zawory mieszkowe o $rednicy od 40 do 1500 mm wykonane z ,,materiatdéw odpornych na korozyjne dzialanie UF¢” albo
chronione takimi materialami;

d. Nastgpujace urzadzenia i podzespoly specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do aerodynamicznego
wzbogacania materiatéw:

1.

2.

Dysze separujace skladajace si¢ ze szczelinowych, zakrzywionych kanaléw o promieniu krzywizny ponizej 1 mm, odporne
na korozyjne dziatanie UF4, zawierajace w $rodku ostre krawgdzie rozdzielajace gaz plynacy w dyszach na dwa strumienie;
Cylindryczne lub stoZkowe rury napgdzane stycznym strumieniem wlotowym (rurki wirowe) wykonane z ,materialéw
odpornych na korozyjne dzialanie UF” lub tez zabezpieczone takimi materialami, majgce $rednicg od 0,5 cm do 4 cm
i stosunek dlugosci do érednicy 20:1 lub mniejszy oraz jeden lub kilka stycznych wlotéw;

Sprezarki (wyporowe, odérodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objetoéciowej pojemnosci ssania 2 m>/min,
wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF” albo zabezpieczone takimi materialami oraz wirujace
uszczelnienia watéw do nich;

Wymienniki ciepla wykonane z ,;materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFy” lub zabezpieczone takimi materiatami;
Obudowy aerodynamicznych elementéw rozdzielajacych, wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF¢”
albo zabezpieczone takimi materiatami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielajace;

Zawory mieszkowe wykonane z ,materialéw odpomnych na korozyjne dzialanie UF’ albo zabezpieczone takimi
materiatami, majace $rednice od 40 do 1500 mm;

Instalacje przetwércze do oddzielania UFg od gazu nosnego (wodoru lub helu) do zawartoéci 1 ppm UFg lub mniejszej, w
tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepla i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C) lub mniejszych;

b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120 °C) lub nizszych;
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c. Dysze rozdzielajace lub zespoly rurek wirowych do oddzielania UF¢ od gazu no$nego;
d. Wymrazarki UF zdolne do pracy w temperaturach 253 K (-20 °C) lub nizszych;

e. Nastepujace urzadzenia i podzespoly do nich, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania
materialéw technika wymiany chemicznej:

1.

6.

Cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu
urzadzenia rzedu 30 sekund lub krétszym oraz odporne na st¢zony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych, takich jak polimery fluorowgglowe lub szklo, albo pokryte takimi materiatami);

. Cieczowo-cieczowe kontaktory od$rodkowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu

urzadzenia rzgdu 30 sekund lub krétszym oraz odporne na st¢zony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych, takich jak polimery fluoroweglowe lub szklo, albo pokryte takimi materiatami);

Elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dziatanie roztworéw kwasu solnego, do obnizania warto$ciowosci uranu;
Urzadzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierajace U™ ze strumieni substancji organicznych,
wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materiatléw lub chronione takimi materiatami
(na przyklad szklo, polimery fluorowgglowe, polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany zywica);

Urzgdzenia do sporzadzania pSiproduktéw do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystosci, sktadajace sig
z zespoléw do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz
ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U lub U™ do U™,

Urzadzenia do utleniania uranu ze stanu U** do U™,

f. Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materialéw
technikg wymiany jonéw:

1.

Szybko reagujace zywice jonowymienne, zywice blonkowate lub porowate makrosiatkowe, w ktérych grupy chemiczne
biorgce aktywny udzial w wymianie znajduja si¢ wyltacznie w powloce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury
noénej, oraz inne materialy kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci czastek lub widkien, ze Srednicami
rzedu 0,2 mm lub mniejszymi, odporne na stgzony kwas solny i wykonane w taki sposéb, ze ich pélczas wymiany wynosi
ponizej 10 sekund, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C),

Kolumny jonitowe (cylindryczne) o $rednicy powyzej 1000 mm, wykonane z materialdéw odpornych na st¢zony kwas solny,
lub chronione takimi materialami (np. tytan lub tworzywa fluorowgglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od
373 K (100°C) do 473 K (200°C) i przy ci$nieniach powyzej 0,7 MPa;

Jonitowe urzgdzenia zwrotne (urzgdzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do
regeneracji substancji do chemicznej redukcji lub utleniania, stosowanych w jonitowych kaskadach do wzbogacania
materialéw;

g. Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopéw w
postaci pary metalu za pomoca "laseréw" (AVLIS):

1.

2.

Duzej mocy dziala elektronowe wytwarzajgce strumien elektrondw w reakeji zdzierania albo skaningowe dziala elektronowe
o mocy wyj$ciowej powyzej 2,5 kW/cm, przeznaczone do urzadzen do przeprowadzania uranu w stan pary;

Systemy manipulowania cieklym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopéw skladajace sig¢ z tygli,
wykonanych z materialdéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i cieplo (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem
itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materialami oraz
instalacji chlodniczych do tygli;

N.B.: Sprawdz takze pozycje¢ 2A225.

Urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakcji koficowych, wykonane z materialéw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne uranu w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub wylozone takimi
materialami;

Obudowy moduldéw urzadzen rozdzielajacych (zbioriki cylindryczne lub prostopadloscienne) przeznaczone na Zrédta par
uranu metalicznego, dziata elektronowe oraz urzadzenia do gromadzenia produktu i frakcji koficowych;

“Lasery” lub systemy “laseréw” do rozdzielania izotopéw uranu wyposazone w stabilizatory czgstotliwodci przystosowane
do pracy przez dluzsze okresy czasu, '
N.B.: Sprawdz takze pozycje 6A005 i 6A205.

h. Nast¢pujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopéw w
postaci molekulamej za pomocg "laserdw" (MLIS) lub reakcji chemicznej wywolanej selektywng laserows aktywacja izotopdw

(C
1

2.

oo

RISLA):
. NaddZwigkowe dysze rozpregzne do chlodzenia mieszanin UFs z gazem no$nym do temperatur 150 K (-123°C) lub nizszych,

wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF4”;

Urzadzenia do gromadzenia pigciofluorku uranu (UFs), skladajace si¢ z kolektoréw filtracyjnych, udarowych tub
cyklonowych Iub ich kombinacji, wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF;/UFy”;

Sprezarki wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFs” albo zabezpieczone takimi materiatami oraz
uszczelnienia wirujgcych waléw do nich;

Urzadzenia do fluorowania UF; (statego) do UF¢ (gazowego);

Urzadzenia przetwéreze do oddzielania UFg od gazu noénego (np. azotu lub argonu), w tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepla i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120°C) lub mniejszych;

b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120°C) lub nizszych;

c. Wymrazarki UF4 zdolne do pracy w temperaturach 253 K (-20°C) lub nizszych;

“Lasery”” lub systemy “ laseréw” do rozdzielania izotopéw uranu wyposazone w stabilizatory czgstotliwosci przystosowane
do pracy przez dluzsze okresy czasu;

N.B.: Sprawdz takze pozycje 6A005 i 6A205.



Dziennik Ustaw Nr 182 — 11532 — Poz. 1518

0B002

0B003

i

Nast¢pujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do plazmowego rozdzielania

materiatéw:

1. Zrédla mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonéw, o czestotliwoéci wyjéciowej powyzej 30 GHz i $redniej
mocy wyjsciowej powyzej S0 kW;

2. Wysokoczgstotliwosciowe cewki do wzbudzania jonéw pracujagce w zakresie czgstotliwosci powyzej 100 kHz i zdolne do
pracy w warunkach $redniej mocy powyzej 40 kW,

3. Urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowej;

4. Systemy manipulowania cieklym metalem dla stopionego uranu lub jego stopéw skiadajace si¢ z tygli, wykonanych
z materialéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepto (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit
powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiatami oraz instalacji
chlodniczych do tygli;

N.B.: Sprawdz takie pozycj¢ 2A225.

5. Urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakcji koficowych, wykonane z materialéw odpornych na dzialanie cieplne
i korozyjne par uranu, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru ub tantal lub zabezpieczone takimi materiatami;

6. Obudowy moduléw separatoréw (cylindryczne) na Zrédlo plazmy uranowej, cewki na prady wysokiej czgstotliwosci oraz
kolektory do produktu i frakcji koficowych, wykonane z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. ze stali
nierdzewnej).

Naste¢pujgce urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materiatéw

metodami elektromagnetycznymi:

1. Zrédia jonéw, pojedyncze lub wielokrotne, skladajace si¢ ze #rédla pary, jonizatora oraz akceleratora wiazki wykonane
z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wigzki
jondw o catkowitym natg¢zeniu 50 mA lub wigkszym;

2. Plytkowe kolektory jonéw do gromadzenia wzbogaconych lub zubozonych wigzek jondéw uranu, sktadajace si¢ z dwéch lub
wigcej szczelin i kieszeni i wykonane z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);

3. Obudowy prézniowe do elektromagnetycznych separatoréw uranu wykonane z materialéw niemagnetycznych (np. z grafitu
lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ci$nieniach 0,1 Pa lub nizszych;

4. Elementy biegunéw magneséw o $rednicy powyzej 2 m;

5. Wysokonapigciowe zasilacze do Zrédet jondw, posiadajace wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:

a. Zdolne do pracy w trybie ciggtym;

b. Napigcie wyjsciowe 20 000 V lub wigksze;

¢. Natezenie pradu na wyjsciu 1A lub wigksze; oraz

d. Regulacja napigcia z dokiadnoscig lepsza niz 0,01 % w ciggu 8 godzin;
N.B.: Sprawdz takie pozycje 3A227.

6. Zasilacze magneséw (wysokiej mocy, pradu stalego) majace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a. Zdolno$é do pracy w trybie cigglym z pragdem wyjsciowym o natezeniu SO0 A Iub wigkszym i napigciu 100 V
lub wigkszym; oraz

b. Regulacja natgzenia lub napigcia pradu z dokladnoscia lepsza niz 0,01 % w ciggu 8 godzin.

N.B.: Sprawdz takze pozycje 3A226.

Nastgpujace specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urzgdzenia i podzespoly do instalacji separacji
izotopdw wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF” lub chronione
materiatami tego typu:

a.

b.

Autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF¢ do instalacji do wzbogacania;
Desublimatory lub wymrazarki do odprowadzania UFj z instalacji przetwérezych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;
Instalacje do produktu lub frakcji koficowych do transportu UFg do zbiornikow;

Instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF¢ z procesu wzbogacania drogg sprezania i przetwarzania UFg
w ciecz lub cialo stale;

Instalacje rurociggowe i zbiorniki specjalnie przeznaczone do transportu i manipulowania UFs w procesach rozdzielania
izotopéw metodg dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady aerodynamiczne;j;

1. Prézniowe instalacje rur rozgaleznych lub zbiomikéw o wydajnoéei ssania wynoszacej 5 m® na minutg lub wigcej; lub
2. Pompy prézniowe specjalnie przeznaczone do pracy w atmosferze UFg;

Spektrometry masowe (Zrédia jondw), specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do biezacego (on-line)
pobierania prébek surowca, produktu lub frakcji koficowych ze strumieni zawierajgcych UFq, posiadajace wszystkie
wymienione ponizej cechy:

1. Jednostkowa rozdzielczo$é masy atomowej powyzej 320;

2. Zrédla jonéw wykonane lub powlekane nichromem lub monelem albo niklowane;

3. Elektronowe Zrédla jonizacyjne; i

4. Wyposazone w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopows.

Nast¢pujace instalacje do przetwarzania uranu i urzadzenia specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do nich:

a.

Instalacje do przetwarzania koncentratéw rudy uranowej na UOs;
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0B004

0B005

0B006

h.

i

Instalacje do przetwarzania UO; na UF;

Instalacje do przetwarzania UO; na UO,;

Instalacje do przetwarzania UO, na UF;

Instalacje do przetwarzania UF, na UFg;

Instalacje do przetwarzania UF, na metaliczny uran;
Instalacje do przetwarzania UF¢ na UO;;

Instalacje do przetwarzania UF¢ na UF,;

Instalacje do przetwarzania UO, na UCly,

Nastepujace instalacje do produkcji lub stgzania cigzkiej wody, deuteru i zwiazkéw deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane
i wykonane urzadzenia:

a. Nast¢pujace instalacje do produkcji cigzkiej wody, deuteru i zwigzkéw deuteru:

b.

1. Instalacje do produkcji metoda wymiany woda - siarkowodér;
2. Instalacje do produkcji metoda wymiany amoniak - wodér;

Nast¢pujace urzadzenia i podzespoty:

1. Kolumnowe wymienniki typu woda - siarkowoddér wykonane z oczyszczonej stali weglowej (np. ASTM A516), majace
4rednicg od 6 m do 9 m i zdolnoéé do pracy przy ci$nieniach réwnych lub wigkszych niz 2 MPa oraz posiadajace naddatek
korozyjny o warto$ci 6 mm lub wigkszy;

2. Jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np. 0,2 MPa), odsrodkowe dmuchawy lub kompresory wymuszajace cyrkulacjg
gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierajacego wigcej niz 70% H,S), o przepustowoséci réwnej lub wigkszej niz
56 m>/sekunde podczas pracy przy ci$nieniach zasysania réwnych lub wigkszych niz 1,8 MPa, posiadajace uszczelnienia
umozliwiajace pracg¢ w Srodowisku wilgotnego H,S;

3. Kolumnowe wymienniki typu amoniak - wodér o wysokoéci réwnej lub wigkszej niz 35 m i $rednicy od 1,5 m do 2,5 m,
zdolne do pracy przy ci$nieniach wigkszych niz 15 MPa;

4. Konstrukcje wewnetrzne kolumn wiacznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do

produkcji cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodor;

5. Instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ciénieniach réwnych lub wigkszych niz 3 MPa przy produkcji
cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodor;

6. Podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do biezacej (on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach,
w ktérych stezenia deuteru sa réwne lub wigksze niz 90 %;

7. Palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w cigzkg wodg przy uzyciu procesu wymiany amoniak - woddr;

8. Kompletne systemy wzbogacania cigzkiej wody lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone do zwigkszania
koncentracji deuteru w ci¢zkiej wodzie do poziomu reaktorowego;

Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwarzania elementéw paliwowych do "reaktoréw jadrowych” oraz specjalnie dla nich
zaprojektowane lub przystosowane urzadzenia.

UWAGA: Instalacje do wytwarzania elementéw paliwowych do "reaktoréw jgdrowych” obejmujgce urzqdzenia, ktére:

a. Pozostajq w bezposrednim kontakcie z materiatami jgdrowymi albo bezpoSrednio je przetwarzajg lub sterujq
procesem ich produkcji;

b. Uszczelniajg materialy jadrowe wewnqtrz ich koszulek;

c. Kontrolujq szczelno$¢ koszulek; lub

d. Kontrolujq koicowg obrobke paliwa statego.

Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w réznym stopniu) elementéw paliwowych "reaktoréw jadrowych" oraz
specjalnie dla nich przeznaczone lub wykonane urzadzenia i podzespoly.

UWAGA: Pozycja 0BO06 obejmuje:

a. Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w réinym stopniu) elementéw paliwowych "reaktoréw
Jadrowych”, w tym urzqdzenia i podzespoly, ktére zazwyczaj wchodzq w bezposredni kontakt z materiatami
jadrowymi, stuzq do ich bezposredniego przetwarzania lub sterowania ich przeptywem,

b. Maszyny do rozdrabniania lub lruszenia elementéw paliwowych, 1. zdalnie sterowane urzqdzenia do cigcia,
rozdrabniania lub krojenia napromieniowanych (wypalonych w réinym stopniu) zespoldw, wiqzek lub pretéw
paliwowych "reaktoréw jgdrowych”;

¢. Urzqdzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. pierscieniowe lub plaskie zbiorniki o mafych Srednicach),
specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowanego (wypalonego w
réznym stopniu) paliwa do "reaktoréw jgdrowych”, odporne na dziatanie gorqcych, silnie irqcych plynéw oraz
przystosowane do zdalnego zaladunku i obstugi;

d. Ekstraktory przeciwprgdowe i urzqdzenia do separacji metodq wymiany jonéw, specjalnie przeznaczone lub
wykonane z przeznaczeniem do przerobu napromieniowanego (wypalonego w réznym stopniu) "uranu naturalnego”,
"wranu zubozonego” lub "specjalnych materiatéw rozszczepialnych”;
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e. Zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposéb, ze sq podkrytyczne i odporne na
Zrqce dzialanie kwasu azotowego;
Uwaga: Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogq miec nastgpujqce wiasciwosci:
1. Scianki lub struktury wewnetrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym
dla wszystkich skltadowych pierwiastkéw w sposéb zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);
2. maksymalng Srednicg rzedu 175 mm w przypadku zbiornikéw cylindrycznych; lub
3. maksymalng szerokosé¢ 75 mm w przypadku zbiornikéw plytowych lub pierscieniowych.
1. Instrumenty do sterowania procesem przetwarzania, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
monitorowania lub sterowania przerobem napromieniowanego (wypalonego w réznym stopniu) "uranu naturainego”,
"uranu zubozonego" lub "specjalnych materialéw rozszczepialnych”;

0C  Materialy

0C001

0C002

0C003

0Co004

0C005

,Uran naturalny" lub "uran zubozony" lub tor w formie metalu, stopu, zwigzku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego
materiatu zawierajgcego jeden lub wigcej z powyzszych materialéw; ’

UWAGA: Pozycja 0CO0I nie obejmuje kontrolg:

a. Czterech graméw lub mniej "uranu naturalnego” lub "uranu zubozonego", jezeli znajduje si¢ w czujnikach
instrumentow pomiarowych;

b. "Uranu zubozonego"” specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu nastepujgcych produktéw cywilnych
spoza dziedziny jqdrowej:
1. Ostony;
2. Wypetnienia;
3. Balasty o masie nieprzekraczajqcej 100 kg;
4. Przeciwwagi o masie nieprzekraczajgcej 100 kg;

c. Stopéw zawierajgcych mniej niz 5% toru;

d. Produktéw ceramicznych zawierajgcych tor, ale wykonanych do zastosowar poza dziedzing jgdrowq.

"Specjalne materialy rozszczepialne".

UWAGA: Pozycia 0C002 nie obejmuje kontrolg czterech "graméw efektywnych” lub mniej, w przypadku ich stosowania w
czujnikach instrumentéw pomiarowych.

Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne zwiazki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w ktérych stosunek liczby atoméw
deuteru do atoméw wodoru jest wigkszy niz 1:5000. i

Grafit klasy jadrowej, o stopniu .zanieczyszczenia ponizej 5 czg¢$ci na milion ‘ekwiwalentu boru’ oraz ggstosci wigkszej
niz 1,50 g/em’.
N.B.: Sprawdz takze poz. 1C 107.

UWAGA 1:  Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrolg:
a. wyrobdéw grafitowych o masie mniejszej niz 1 kg, réinych od specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do
wykorzystania w reaktorach jgdrowych,
b. proszku grafitowego.

UWAGA 2: W pozycji 0C004 ‘ekwiwalent boru’ (BE) zdefiniowany jest jako suma BE; dla domieszek (z pominigciem BE: dla
wegla, poniewaz wegiel nie jest uwazany za domieszkg) z uwzglednieniem boru, gdzie:
BE; (ppm) = CF x stegzenie pierwiastka Z okreslane w ppm (czesciach na milion)
gdzie CF jest wspofczynnikiem przeliczeniowym
o, Ap

oz A,

a op i 0z sq przekrojami czynnymi na wychwyt neutronéw termicznych (w barnach) odpowiednio dia boru
pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z, a Ag i Az sq masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i
pierwiastka Z.

Specjalnie wzbogacone zwigzki lub proszki do wyrobu przegréd do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne dziatanie UF, np. nikiel
lub stop zawierajacy 60% wagowych lub wiecej niklu, tlenek aluminium i catkowicie fluorowane polimery weglowodorowe
0 procentowym stopniu czystoSci w proporcjii wagowej 99,9 lub powyzej i $redniej wielkodci czastek ponizej
10 mikrometréw, mierzonej wedlug normy Amerykariskiego Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM) B330 i wysokim stopniu
jednorodnoéci wymiarowej czastek.

0D  Oprogramowanie

0D001

OE

0E001

"Oprogramowanie" specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do- "rozwoju", "produkcji" lub "uzytkowania"
towaréw wymienionych w tej kategorii.

Technologia
"Technologie" wedlug Uwagi do technologii jadrowej, do "rozwoju", "produkcji” lub "uzytkowania" towaréw wymienionych w tej

kategorii.
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KATEGORIJA 1 - MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, "MIKROORGANIZMY" I "TOKSYNY"

1A

Systemy, urzadzenia i czesci

1A001 Nastepujace elementy wykonane ze zwigzkéw ﬂuoroWéh:

a. Uszczelnienia, uszezelki, masy uszczelniajgce lub przepony w uktadach paliwowych, przeznaczone dla przemystu lotniczego lub

kosmicznego, w ktérych ponad 50 % zawartosci wagowej stanowi jeden z materialdéw objetych kontrolg wedlug pozycji
1.C009.b lub1C009.c.;

Polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimeréw fluorku winylidenu, wymienionych w pozycji 1C009.a:
1. w postaci arkuszy albo folii; 1
2. o gruboséci wigkszej od 200 mikrometréw;

Uszczelnienia, uszezelki, gniazda zaworéw, przepony albo membrany wykonane z elastomeréw fluorowych zawierajacych co
najmniej jeden monomer eteru winylowego, specjalnie opracowane do “samolotéw”, rakiet kosmicznych lub pociskéw
rakietowych.

UWAGA: W pozycji 14001 .c. "pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy obiektow latajqcych

w powietrzu.

1A002 Wyroby albo laminaty "kompozytowe":
N.B.: Sprawdi takze pozycje 1A202, 94010 i 9A110.

1A003

1A004

a.

Posiadajace "matrycg" organiczng i wykonane z materialéw objetych kontrola wedtug pozycji 1C010.c., 1C010.d. lub 1C010.e.;
albo

Posiadajace "matrycg" metalowg lub weglows 1 wykonane z:
1. Weglowych "materiatéw widknistych lub widkienkowych" o:

a. "module wlaéciwym" powyzej 10.15 x 10%m; i

b. "wytrzymaloéci wlasciwej na rozciaganie” powyzej 17.7 x 10* m; lub
2. Materialéw wymienionych w pozycji 1C010.c.

UWAGI: 1. Pozycja 14002 nie dotyczy wyrobéw kompozytowych ani laminatéw wykonanych z zywic epoksydowych

impregnowanych weglowymi "materiatami wiéknistymi lub wiékienkowymi”, przeznaczonych do naprawy elementéw
lub laminatéw samolotowych, pod warunkiem ze ich wielko$¢ nie przekracza 1 m’.
2. Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolg catkowicie lub czesciowo wykonczonych towardw, specjalnie przeznaczonych
do nastepujqcych, wylqcznie cywilnych, zastosowan:
a. sprzet sportowy,
b. przemyst samochodowy,
c. przemyst obrabiarkowy,
d. zastosowania medyczne.

Wyroby z substancji polimerowych niefluorowanych, okreslonych w pozycji 1C008.a.3., w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg:

a.

b.

o grubosci powyzej 0,254 mm; lub

powlekane lub laminowane weglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

UWAGA: Pozycja 14003 nie obejmuje kontrolg wyrobéw powlekanych lub laminowanych miedziq, przeznaczonych do produkcji

elektronicznych ptytek drukowanych.

Nast¢pujace urzadzenia, wyposazenie i cz¢sei ochronne i detekeyjne, rézne od objgtych kontrolg na podstawie Wykazu uzbrojenia:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 2B351 i 2B352.

a.

maski przeciwgazowe, pochlaniacze 1 wyposazenie dekontaminacyjne do nich, przeznaczone lub zmodyfikowane dla ochrony
przed czynnikami biologicznymi i materialami promieniotwérczymi “przystosowanymi do uzycia w dziataniach wojennych” lub
przed chemicznymi §rodkami bojowymi, a takze czgéci specjalnie do nich zaprojektowane;

. ubrania, rgkawice 1 obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed czynnikami

biologicznymi i materialami promieniotwdrczymi “przystosowanymi do uzycia w dzialaniach wojennych” lub przed
chemicznymi $rodkami bojowymi;

jadrowe, biologiczne i chemiczne systemy detekcji specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub
identyfikacji czynnikéw biologicznych 1 materialéw promieniotwérczych “przystosowanych do uzycia w dzialaniach
wojennych” oraz chemicznych $rodkéw bojowych, i specjalnie zaprojektowane dla nich czgéci;

UWAGA: Pozycja 14004 nie obejmuje kontrolg.

a. Osobistych monitorujgcych dozymetréw promieniowania jgdrowego;

b. Urzqdzen i wyposazenia, ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do spetniania ochrony przed typowymi cywilnymi
zagrozeniami przemystowymi, np. w gornictwie, przemysle wydobywczym, rolnictwie, przemysle farmaceutycznym,
medycynie, weterynarii, ochronie srodowiska, zagospodarowaniu odpadéw lub w przemysle spozywczym.
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1A005

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

1B

1B001

Kamizelki i okrycia kuloodporne oraz specjalnie zaprojektowane do nich czg$ci, rézne od wykonanych wedlug norm lub
technicznych wymagan wojskowych oraz od ich odpowiednikéw o poréwnywalnych parametrach.
N.B.: Sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.

UWAGI: 1. Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolg indywidualnych okry¢ kuloodpornych, ani akcesoriéw do nich, kiedy stuzq one
ich uzytkownikowi do osobistej ochrony.
2. Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolg kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych do ochrony czofowej wylgcznie
zaréwno przed odfamkami, jak i wybuchami tadunkéw i urzqdzen niewojskowych.

Elementy z przesycanego pirolizowanego materiatu typu wegiel-wegiel przeznaczone do pojazdéw kosmicznych wymienionych w
pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.

Elementy kompozytowe, rézne od wymienionych w pozycji 1A002, w postaci rur i majace obydwie z nastgpujacych cech:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 9A010 i 9A110.

a. Srednice wewngtrzng od 75 mm do 400 mm; i
b. Sg wykonane z jednego z "materiatéw widknistych lub wibkienkowych" wymienionych w pozycji 1C010.a., 1C010. b. albo
1C210.a. lub z materiatéw weglowych wyspecyfikowanych w pozyciji 1C210.c.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakeji wymiany izotopéw wodoru pomig¢dzy
wodorem a woda w celu separacji trytu z cigzkiej wody albo w celu produkcji cigzkiej wody.

Wyspecjalizowane wktady do oddzielania ci¢zkiej wody od wody zwyklej, majace obydwie z nast¢pujacych cech:
a. Sg wykonane 7 siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwigkszenia nasigkliwosci; i
b. Sg przeznaczone do stosowania w prézniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkla olowiowego lub podobnych materialéw), majace wszystkie
z nastgpujgcych cech oraz specjalnie do nich skonstruowane ramy:

a. Powierzchnie w obszarze nieradioaktywnym powyzej 0,09 m%;

b. Gestosé powyzej 3 g/lem® ; i

¢. Gruboéé 100 mm lub wigkszg.

Uwaga techniczna;
Na uzytek poz. 14227, termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie
najnizszym w danym zastosowaniu.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastgpujace urzadzenia do produkeji widkien, materialéw do prasowania laminatéw zbrojonych, preform lub "kompozytéw"
wymienionych w pozycji 1A002 lub 1C010 oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 1B101 i 1B201.

a. Maszyny nawojowe do wibkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wiecej osiach ruchami zwigzanymi
Z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem wldkien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw
"kompozytowych" lub laminatéw z "materialéw wibknistych lub wibkienkowych";

b. Maszyny do ukladania ta§m albo mat z wibkien, z koordynowanymi 1 programowanymi w dwdch lub wigeej osiach ruchami
zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim poloZzeniu i ukladaniem tasm, mat lub plyt, specjalnie skonstruowane
z przeznaczeniem do "kompozytowych" elementéw konstrukcyjnych ptatowca samolotu lub pocisku rakietowego;

UWAGA: W pozycji 1B001.b. "pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy obiektéw
latajqcych w powietrzu.
c. Wielokierunkowe, wiclowymiarowe maszyny tkackie albo maszyny do przeplatania, wilacznie z zestawami adaptacyjnymi
i modyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania, przeplatania lub oplatania widkien w celu wytworzenia elementéw
"kompozytowych";

UWAGA: Pozycja 1B00Il.c. nie obejmuje kontrolg maszyn tekstylnych niezmodyfikowanych do wspomnianych powyzej
zastosowar koricowych;

d. Nastgpujgce urzgdzenia specjalnie skonstruowane albo przystosowane do produkcji widkien wzmocnionych:

1. Urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, widkno z celulozy regenerowanej, pak albo
polikarbosilan) we widkna weglowe lub widkna weglika krzemu, wiacznie ze specjalnymi urzgdzeniami do naprezania
wldkien podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwigzkéw chemicznych na ogrzanych podiozach widknistych
w celu wyprodukowania wibkien z weglika krzemu;

3. Urzadzenia do mokrego prz¢dzenia ogniotrwatych materialéw ceramicznych (takich jak tlenek aluminiowy);

4. Urzadzenia do przetwarzania za pomocg obrébki cieplnej widkien macierzystych zawierajgcych aluminium we widkna
aluminiowe;
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1B002

1B003

1B101

1B102

1B115

e. Urzadzenia do produkcji materiatéw do prasowania laminatéw zbrojonych, wymienionych w pozycji 1C010.e., metoda topienia
termicznego (hot melt);

f. Urzgdzenia do badah nieniszczacych, umozliwiajace kontrol¢ wad w trzech wymiarach, metoda tomografii ultradZzwigkowej
albo rentgenowskiej i specjalnie skonstruowane do materialéw "kompozytowych”;

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i skonstruowane specjalnie z
przeznaczeniem do produkcji stopéw metali, proszkéw ze stopéw metali lub materialéw stopowych wg jednego z proceséw
wymienionych w pozycji 1C002.c.2.

N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 1B102.

Narzgdzia, matryce, formy lub osprzet o specjalnej konstrukeji, do przetwarzania tytanu albo aluminium lub ich stopéw w "stanie
nadplastycznym" albo metodg "zgrzewania dyfuzyjnego" z przeznaczeniem do produkeji:

a. Konstrukeji lotniczych 1 kosmicznych;
b. Silnikéw lotniczych i kosmicznych; lub
c. Specjalnie skonstruowanych zespoléw do wspomnianych powyzej konstrukcji lub silnikéw.

Nastgpujace urzadzenia, rézne od wymienionych w pozycji 1B001, do “produkcji” kompozytéw konstrukeyjnych oraz specjalnie do
nich skonstruowane elementy i akcesoria:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 1B201.

UWAGA: Do wymienionych w 1B101 elementow i akcesoriow naleiq formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzqdowanie do
wstgpnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementéw kompozytowych, laminatéw i
wytworzonych z nich wyrobéw.

a. Maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi
Z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw
kompozytowych lub laminatéw z materiatléw widknistych lub widkienkowych;

b. Maszyny do ukladania tasm z koordynowanymi i programowanymi w dwdch lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi
z ustawianiem w odpowiednim polozeniu i ukladaniem ta$m, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do "kompozytowych"
elementow konstrukcyjnych ptatowca samolotu lub pocisku rakietowego;

c. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstruowane albo przystosowane do “produkcji” “
widkienkowych™:

1. Urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, wiékno z celulozy regenerowanej albo
polikarbosilan) wiacznie ze specjalnymi urzadzeniami do napr¢zania widkien podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwigzkéw chemicznych na ogrzanych podlozach widknistych;
oraz

3. Urzadzenia do mokrego przgdzenia ogniotrwatych materialéw ceramicznych (takich jak tlenek aluminiowy);

materialdw widknistych Iub

d. Urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obrébki powierzchniowej widkien albo do
wytwarzania materialéw do prasowania laminatéw zbrojonych i preform wymienionych w pozycji 9C110.

UWAGA: Do urzqdzeh ujetych w 1B101.d. zalicza si¢ rolki, naprezacze, zespoly powlekajqce, urzqdzenia do cigcia i formy
zatrzaskowe.

,»Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkéw metali, rézne od wymienionych w poz. 1B002 i specjalnie zaprojektowane
elementy do nich:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 1B115.b.

a. nadajgce si¢ do “produkcji”’, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych lub pylistych materialéw wymienionych w pozycjach:
1C011.a., 1C011.b, 1C111.a.1,, I1C111.a.2,, lub w Wykazie uzbrojenia;
b. specjalnie zaprojektowane elementy do ,, rzadzer produkeyjnych” wyszczegdlnionych w poz. 1B002 lub 1B102.a.

UWAGA: Pozycja 1B102 obejmuje:
a. Generatory plazmowe (na zasadzie luku elektrycznego wysokiej czestotliwosci) nadajgce sig do otrzymywania
pylistych lub sferycznych proszkéw metali, z organizacjq procesu w Srodowisku argon-woda.
b.  Urzgdzenia elektroimpulsowe nadajqce sig do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszkéw metali, z organizacjg
procesu w srodowisku argon-woda.
¢.  Urzgdzenia nadajqce sie do "produkcji” sferycznych proszkéw aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu w
atmosferae obojgtnej (np. azocie).

Urzadzenia, rézne od wymienionych w 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i skiadnikéw paliw oraz specjalnie do nich

skonstruowane podzespoty:

a. ,,Urzadzenia produkcyjne” do “produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw ptynnych i skladnikéw paliw
wymienionych w pozycji 1C011.a, 1C011.b. 1 1C111 lub w Wykazie uzbrojenia;
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1B116

1B117

1B118

1B119

1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

1B229

b. ,,Urzadzenia produkcyjne” do “produkeji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania,
wytlaczania lub testowania odbiorczego paliw statych i sktadnikéw paliw wymienionych w pozycji 1C011.a, 1CO11.b. 1 1C111 lub
w Wykazie uzbrojenia.

UWAGA 1:  Pozycja 1BI115.b nie obejmuje mieszarek okresowych, mieszarek ciggtych lub miynéw wykorzystujqcych energie
plynéw. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek cigglych lub miynéw wykorzystujqcych energie pltynéw
sprawd? pozycje 1B117, 1B118i I1BI119.

UWAGA 2:  Urzqdzenia specjalnie skonstruowane do produkcji wyrobéw militarnych wymagajq kazdorazowo sprawdzenia Wykazu
uzbrojenia.

UWAGA 3: Pozycja 1BI115 nie obejmuje kontrolg urzqdzeri do "produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego weglika
boru.

Dysze o specjalnej konstrukeji, przeznaczone do wytwarzania materiatéw pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na
trzpieniu albo innym podlozu, z gazéw macierzystych rozkladajgcych si¢ w zakresie temperatur od 1 573 K (1300 °C) do 3173 K
(2900 °C) przy cisnieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

Mieszarki okresowe umozliwiajace mieszanie prézniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktdrych mozna regulowaé
temperatur¢ w komorze mieszania, majace wszystkie z nastgpujacych cech, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. calkowita wydajno$¢ objetosciowa 110 litréw Tub wigksza; i

b. co najmniej jeden wal mieszajacy/ugniatajacy osadzony mimosrodowo.

Mieszarki ciagle umozliwiajgce mieszanie prézniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktérych mozna regulowaé temperature
w komorze mieszania, majace wszystkie z nastgpujacych cech, 1 specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. dwa lub wigcej waldéw mieszajacych/ugniatajacych osadzonych mimoérodowo; i

b. mozliwoéé otwierania komory mieszalniczej.

Mlyny wykorzystujace energi¢ plynéw, nadajace si¢ do rozdrabniania i mielenia substancji wymienionych w pozycjach 1C011.a,
1C0O11.b. 1 1C111 lub w Wykazie uzbrojenia, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

Maszyny do nawijania widkien i zwiazane z nimi wyposazenie, r6zne od wymienionych w pozycji 1B001 lub 1B101, jak nastepuje:
a.  Maszyny do nawijania wldkien, majace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. koordynacj¢ i programowanie ruchdw zwiazanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, w dwdch lub wigeej
osiach;
2. sa specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobdéw kompozytowych lub laminatéw z "materiatéw
wibknistych lub wibkienkowych"; i
3.  sazdolne do nawijania cylindrycznych wirnikéw o $rednicy od 75 mm do 400 mm i dtugo$ci 600 mm lub wigkszej;
b.  Sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania wiékien wymienionych w 1B201.a,;
c.  Trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania widkien wymienionych w 1B201.a.

Ogniwa elektrolityczne do produkeji fluoru o wydajnoéei wigkszej niz 250 graméw fluoru na godzing.

Elektromagnetyczne separatory izotopdw, skonstruowane z przeznaczeniem do wspdlpracy z jednym lub wielu Zrédiami jondw
zdolnymi do uzyskania wigzki jonéw o catkowitym nat¢zeniu rzgdu 50 mA lub wigcej, albo wyposazone w takie Zrédto lub Zrédta.

UWAGA: Pozycja 1B226 obejmuje nastgpujqce separatory:
a. zdolne do wzbogacania izotopow trwatych;
b. ze Zrédiami i kolektorami jonéw zaréwno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w ktérych zespoly te
znajdujq sig na zewngtrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku, w ktérych gaz do syntezy (azot lub woddr) jest
odprowadzany z wysokociénieniowej kolumny wymiennej amoniakowo-wodorowej, a zsyntetyzowany amoniak wraca do
wspomnianej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. skonstruowane z przeznaczcniem do pracy przy temperaturach wewngtrznych 35 K (-238°C) lub mniejszych;
b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ci$nieniach wewngtrznych od 0,5 do 5 MPa (5 do 50 atmosfer);
c. skonstruowane zaréwno:
1. z drobnoziamistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartosci siarki i o wielko$ci ziarna 5 lub wigkszym wedhtug
norm ASTM (lub réwnowaznych); lub
2. réwnowaznych materialéw kriogenicznych dostosowanych do dzialania w atmosferze H,S; oraz

d. o $rednicach wewnetrznych 1 m lub wigkszych i dlugosciach efektywnych 5 m lub wigkszych.

Kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodér oraz ‘kontaktory wewnetrzne’ do nich, jak nastepuje;
N.B.: W przypadku kolumn specjalnie skonstruowanych lub spreparowanych do produkcji cigzkiej wody patrz 0B004.
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1B230

1B231

1B232

1B233

a. Kolumny péikowe do wymiany typu woda-siarkowodor, majgce wszystkie z nastgpujacych cech:
1. przeznaczenie do pracy przy ci$nieniu nominalnym 2 MPa lub wyzszym;

2. sa wykonane z drobnoziarnistej stali weglowej o wielko$ci ziarna 5 lub wigkszym wedtug norm ASTM (lub
réwnowaznych); i
3. majg Srednicg 1,8 m lub wigksza;

b. ‘Kontaktory wewnetrzne’ dla kolumn pétkowych do wymiany typu woda-siarkowodér zdefiniowanych w poz. 1B229.a.

Uwaga techniczna:
‘Kontaktory wewnegtrzne’ w kolumnach sq segmentowymi pétkami o zespotowej Srednicy roboczej 1,8 m Iub wighszej,
skonstruowanymi w sposéb ulatwiajgcy kontakt czynnikéw w przeplywie przeciwprgdowym, wykonanymi ze stali nierdzewnej o

zawartosci wegla 0,03% Ilub mniejszej. Mogq one mieé postaé pétek sitowych, pélek zaworowych, pétek dzwonowych Ilub
rusztowych.

Pompy do przetlaczania roztworéw Katalizatora z amidku potasu rozciericzonego lub stgzonego w ciektym amoniaku (KNH,/NH;),
posiadajgce wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. szczelnosé dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte);
b. wydajno$é powyzej 8,5 m*/godz; oraz

c. nadajace sig¢ do:

1. stezonych roztwordéw amidku potasu (1 % lub powyzej) - ci$nienie robocze 1,5-60 MPa (15-600 atmosfer); lub
2. do rozcienczonych roztworéw amidku potasu (ponizej 1 %) - ci$nienie robocze 20-60 MPa (200-600 atmosfer).

Nastgpujgce urzadzenia i instalacje do obrdbki trytu lub ich podzespoly:

a. Urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stgzania lub manipulowania trytem;

b. Nastgpujace urzadzenia instalacji lub fabryk trytu:

1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chlodzenia do temperatury 23 K (-250°C) lub ponizej, o wydajnosci
odprowadzania ciepla powyzej 150 watéw; lub

instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopéw wodoru za pomocg wodorkéw metali jako $rodkéw do
magazynowania lub oczyszczania.

2.

Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-spr¢zarka majgce obydwie z wymienionych nizej cech:
a. przeznaczone do dzialania przy temperaturze wylotowej ponizej 35 K (-238°C) lub nizszej; i

b. posiadajace przepustowos$é wodoru réwna 1000 kg/godz. lub wigksza.

Nastepujgce urzgdzenia i instalacje do separacji izotopéw litu lub ich podzespoty:

a. Urzadzenia i instalacje do separacji izotopéw litu;

b. Nastepujace podzespoly do separacji izotopéw litu:

1. Kolumny z wypelnieniem do wymiany cieczowo - cieczowej specjalnie przeznaczone do amalgamatéw litu;
2. Pompy do pompowania rtgci oraz (lub) amalgamatu litu;
3. Cele do elektrolizy amalgamatu litu;

4. Aparaty wyparne do zaggszczonych roztworéw wodorotlenku litu.

1C  Materialy

Uwaga techniczna:
Metale i stopy:

Jezeli nie stwierdzono inaczej, terminy ‘metale’ i ‘stopy’ uzywane w pozycjach od 1C001 do 1C012 dotyczq nastgpujgcych
wyrobdw surowych i pélfabrykatéw:

Wyroby surowe:

Anody, kule, prety (fgcznie z pretami karbowanymi i ciggnionymi), kesy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, krysztaly, kostki,
struktury, ziarna, sztaby, bryly, pastylki, suréwki, proszki, poditadki, Sruty, plyty, owale osadnicze, gqbki i drqgzki;
Pétfabrykaty (zaréwno powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i niepoddane Zadnej z tych obrébek):

a. Przerobione plastycznie lub obrobione materialy wyprodukowane poprzez walcowanie, wycigganie, wytlaczanie,
prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kqtowniki, ceowniki, kola, tarcze, pyly, platki, folie, odkuwki, piyty,
proszki, wytloczki, wypraski, wstegi, pierscienie, prety (w tym prety spawalnicze, walcéwki i druty walcowane),
ksztattowniki, arkusze, tasmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty
ciggnione i tfoczone;

b. Materialy odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokile, formy metalowe, gipsowe i inne, w tym odlewanie poa
cisnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.

Przedmioty nie powinny by¢ zwalniane z kontroli poprzez eksport form niewymienionych, uwazanych za produkty finalne, ale
bedqgce w rzeczywistosci formami surowymi lub potfabrykatami.
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1C001

1C002

Nastepujace materialy specjalnie opracowane z przeznaczeniem na pochlaniacze fal elektromagnetycznych albo polimery
przewodzace samoistnie:

N.B.:

Sprawdz takze pozycje 1C101.

a. Materialy pochlaniajace fale o czgstotliwosciach powyzej 2 x 10® Hz, ale ponizej 3 x 10'? Hz;
UWAGI:

1

2.

Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrolg:

a. Pochianiaczy typu wlosowego, wykonanych z widkien naturalnych albo syntetycznych, w ktérych pochtanianie osigga sig
innym sposobem niz magnetyczny;

b. Pochianiaczy niewykazujgcych strat magnetycznych oraz takich, ktérych powierzchnia, na ktérq pada promieniowanie,
nie jest planarna, w tym ostrostupow, stozkéw, klinéw i powierzchni zwichrowanych;

¢. Pochtaniaczy planarnych posiadajgcych wszystkie ponizsze cechy:

1. Wykonanie z jednego z ponizszych materiatow:

a. ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych albo nieelastycznych) wzmacnianych weglem albo
z materialéw organicznych, wlgcznie z materiatami wigzqcymi, dajqcych wiecej niz 5 % echa w poréwnaniu
z metalami, w pasmie o szerokosci wyziszej 0 # 15 % od czgstotliwo$ci centralnej padajqcej fali, i nieodpornych
na temperatury przekraczajgce 450 K (177°C), lub

b. z materialéw ceramicznych dajgcych ponad 20% echa wigcej w poréwnaniu z metalami, w pasmie o szerokosci
wyzszej o 2 15 % od czestotliwosci centralnej padajqgcej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczajgce
800K (527°C);

Uwaga techniczna: ,

1. Prébki do badania stopnia pochtaniania materiatéw wymienionych w Uwadze 1.c.1. do pozycji 1C001.a. powinny
byé kwadratami o boku réwnym co najmniej 5 dlugosciom fali o czestotliwosci centralnej i umieszczone w polu
dalekim elementu promieniujgcego fale elektromagnetyczne.

2. Wytrzymato$é na rozcigganie ponizej 7 x 10° N/m?; oraz

3. Wytrzymatosé na Sciskanie ponizej 14 x 10° Nim?;

d. Pochianiaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, charakteryzujqcego sie:
1. Cigzarem wlasciwym powyzej 4,4; oraz
2. Maksymalng temperaturqg roboczq 548 K (275°C);

Zadne sformutowanie w pozycji 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materialéw magnetycznych uzywanych jako pochianiacze
fal w farbach.

b. Materialy pochlaniajace fale o ‘czestotliwoéciach w zakresie od 1,5 x 10" Hz do 3,7 x 10" Hz i nieprzezroczyste dla
promieniowania widzialnego;

¢. Materialy polimerowe przewodzace samoistnie, o objgtosciowej przewodnosci elektrycznej powyzej 10 000 S/m (simenséw na
metr) albo opornoéci powierzchniowej ponizej 100 oméw/m?, ktérych podstawowym skiadnikiem jest jeden z nastepujacych
polimeréw:

Rl alhadi e

Polianilina;

Polipirol;

Politiofen;
Polifenylenowinylen; lub
Politienylenowinylen.

Uwaga techniczna:
Objetosciowq przewodnosé elektryczng oraz opornosé powierzchniowq nalezy okreslaé zgodnie z normq ASTM D-257 albo jej
odpowiednikami.

Nastepujace stopy metali, proszki stopdw metali albo materialy stopowe:

N.B.:

SprawdZ takze pozycj¢ 1C202.

UWAGA: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolg stopéw metali, proszkéw stopéw metali ani materialéw stopowych do podiozy

powlekanych.

Uwagi techniczne: )
1. Do stopéw metalu wedtug pozycji 1C002. zalicza sig takie, ktére zawierajq wyziszy procent wagowy danego metalu niz

2.

3.

dowolnego innego pierwiastka.

Trwatosé w prébie petzania do zerwania powinna byé okreSlana wedlug normy ASTM E-139 lub jej krajowych
odpowiednikéw.

Trwatosé w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych nalezy okreslaé wedtug normy ASTM E-606 "Zalecana metoda
niskocyklowego badania zmeczeniowego przy statej amplitudzie"” albo jej krajowych odpowiednikéw. Badania nalezy
prowadzié przy obcigzeniu skierowanym osiowo, przy Sredniej wartosci wspétczynnika asymetrii cyklu 1 oraz wartosci
wspbtczynnika spigtrzenia naprezert (K)) réwnej 1. Naprezenie Srednie definiuje sie jako réznice naprezenia maksymainego i
minimalnego podzielong przez naprezenie maksymaline.

a. Nastepujace glinki:

1.
2.

Glinki niklu zawierajace wagowo minimum 15, maksimum 38 procent aluminium i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
Glinki tytanu zawierajace wagowo 10 procent lub wigcej aluminium i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
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b. Nastepujace stopy metali wykonane z materialéw wymienionych w pozycji 1C002.c.:
1. Stopy niklu o:
a. Trwalosci w prébie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigcej godzin, w temiperaturze 923 K (650°C) przy
napre¢zeniach 676 MPa; lub
b. Trwaloéci w niskocykiowych badaniach zmeczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cykli w temperaturze 823 K
(550°C) przy maksymalnym napre¢zeniu 1 095 MPa;
2. Stopy niobu o:
a. Trwalosci w probie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze 1 073 K (800°C) przy
naprezeniach 400 MPa; lub
b. Trwatosci w niskocyklowych badaniach zmgczeniowych wynoszacej 10 000 fub wigcej cykli w temperaturze 973 K
(700°C) przy maksymalnym naprezeniu 700 MPa;
3. Stopy tytanu o:
a. Trwaloéci w prébie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigeej godzin, w temperaturze 723 K (450°C) przy
napr¢zeniu 200 MPa; lub
b. Trwalosci w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cykli w temperaturze 723 K
(450°C) przy maksymalnym naprgzeniu 400 MPa;
4. Stopy aluminium o wytrzymato$ci na rozcigganie:
a. 240 MPa lub wiekszej w temperaturze 473 K (200°C); lub
b. 415 MPa lub wigkszej w temperaturze 298 K (25°C);
5. Stopy magnezu o:
a. wytrzymalo$ci na rozciaganie 345 MPa lub wickszej; i
b. szybkosci korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzonej wedlug normy ASTM G-31 albo jej krajowych
odpowiednikéw, wynoszacej ponizej 1 mm/rok;
¢c. Proszki stopu metalu albo materiatu jednorodnego do wyrobu materialéw majace wszystkie nastgpujace cechy:
1. Wykonane z dowolnego z podanych ponizej komponentéw:
Uwaga techniczna:
W podanych ponizej zwigzkach X oznacza jeden lub wigcej sktadnikéw stopu.
a. Stopéw niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu czgéci albo zespoléw silnikéw turbinowych,
tj. zawierajacych mniej niz 3 czasteczki niemetalowe (wprowadzone podczas procesu produkcji) o wielkosci
przekraczajacej 100 mikrometréw, na 10° czasteczek stopu;

b. Stopdw nicbu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si- X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-T1);

¢. Stopéw tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d. Stopéw aluminium (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub

¢. Stopéw magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al); oraz )
2. Wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedna z nastgpujacych metod:

a. "Rozpylania prézniowego";

b. "Rozpylania gazowego";

¢. "Rozpylania rotacyjnego";

d. "Chiodzenia ultraszybkiego";

e. "Przedzenia ze stopu" i "proszkowania”;

f. "Ekstrakcji ze stopu” i "proszkowania”; lub

g. "Stapiania mechanicznego";

3. Nadajace si¢ do formowania materialéw wymienionych w poz. 1C002.a. lub 1C002.b.

d. Materialy stopowe majace wszystkie nastgpujace cechy:
1. Wykonane z dowolnego z wymienionych w poz. 1C002.c.1. komponentéw;
2. W postaci niesproszkowanych ptatkéw, wstazek lub cienkich precikow;
3. Produkowanych w atmosferze o regulowanych parametrach dowolng z nastgpujacych metod:
a. "ultraszybkiego chlodzenia";
b. "przgdzenia ze stopu"; lub
c. "ekstrakcji ze stopu".

1C003 Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:

a. Poczatkowa wzgledng przenikalno§é magnetyczng 120 000 lub wyzsza i grubos$¢ 0,05 mm, albo mniejszg;
Uwaga techniczna:
Poczqtkowq wzgledng przenikalnosé magnetyczng nalezy mierzyé na materiatach catkowicie wyzarzonych.

b. Stopy magnetostrykcyjne majace jedng z ponizszych cech:
1. Magnetostrykcja nasycema powyzej 5 x 107 lub
2. Wspblczynnik sprzgzenia zyromagnetycznego (k) powyzej 0,8; lub

¢. Tasmy ze stopéw amorficznych lub nanokrystalicznych majace wszystkie z ponizszych cech:
1. Sklad minimum 75 % wagowych zelaza, kobaltu lub niklu; i
2. Indukcje magnetyczng nasycenia (B,) 1,6 T lub wyzszs, i
3. Jeden z ponizszych parametréw:
a. Gruboéé tasmy 0,02 mm lub mniejszg; lub
b. Oporno$é wiasciwa 2 x 10™* ohm cm lub wigksza.
Uwaga techniczna:
Przez pojecie ‘stopy nanokrystaliczne’ w pozycji 1C003.c. rozumie sie materialy o rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszqcym
50 nm lub mniej, zmierzonym metodq dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.
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1C004

1C005

1C006

Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na "matrycy” z zelaza, niklu lub miedzi, posiadajace wszystkie wymienione ponizej
wlasciwosci.

a. Gesto$é powyzej 17,5 g/em?;
b. Granice spr¢zystoéci powyzej 880 MPa;
¢. Wytrzymato$¢ na rozcigganie powyzej 1 270 MPa; oraz

d. Wydtuzenie powyzej 8%.

Nastepujace "nadprzewodzgee” przewodniki "kompozytowe" o dtugosci powyzej 100 m lub masie powyzej 100 g:

a. Wielowl6kienkowe "nadprzewodzgce" przewodniki "kompozytowe", w ktdérych sktad wchodzi jedno albo wigeej widkien
niobowo-tytanowych:
1. Osadzonych w "matrycy” réznej od miedzianej lub "matrycy"” mieszanej na osnowie miedzi; lub
2. Majace pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10"* mm? (o $rednicy 6 mikrometréw w przypadku widkien o przekroju
kotowym);
b. "Nadprzewodzace" przewodniki "kompozytowe", w ktérych skiad wchodzi jedno albo wigeej widkien "nadprzewodzacych™
réznych od niocbowo-tytanowych, majace wszystkie z ponizszych wiasciwosci:
1. "Temperaturg krytyczng" przy zerowej indukcji magnetycznej powyzej 9,85 K (-263,31°C) ale ponizej 24 K (-249,16°C);
2. Pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10 mm?; oraz
3. Pozostawanie w stanie "nadprzewodnosci” w temperaturze 4,2 K (-268,96°C) pod dzialaniem pola magnetycznego
réwnowaznego indukcji magnetycznej 12 T.

Nastepujace ciecze i materialy smarne:

a. Ciecze hydrauliczne zawierajace jako skiadniki podstawowe dowolny z nastgpujacych zwiazkéw chemicznych albo materiatéw:
1. Syntetyczne oleje weglowodorowe lub krzemoweglowodorowe majace wszystkie z ponizszych wiasciwosci:
Uwaga techniczna:
Dla celéw pozycji 1C006.a.1. zaklada sig, ze oleje krzemoweglowodorowe zawierajq wylqgcznie krzem, woddr i wegiel.
a. Temperatura zaplonu powyzej 477 K (204°C);
b. Temperatura krzepnigcia 239 K (-34°C) lub nizsza
¢. Wskaznik lepkosci 75 lub wigeej; oraz
d. Stabilno$é termiczng w temperaturze 616 K (343°C); lub
2. Chlorofluoropochodne weglowodoréw majace wszystkie z ponizszych whasciwosei:
Uwaga techniczna:
Dla celéw pozycji 1C006.a.2. zaklada sig, ze chlorofluoropochodne weglowodoréw zawierajq wylqcznie wegiel, fluor
i chior.
Brak temperatury zaplonu;
Temperatura samozaptonu powyzej 977 K (704°C);
Temperatura krzepnigcia 219 K (-54°C) lub nizsza;
Wskaznik lepkosci 80 lub wigcej; oraz
Temperatura wrzenia 473 K (200°C) lub wyzsza;

oo o

b. Materiaty smarne zawierajace jako skiadniki podstawowe dowolny z nastgpujacych zwigzkéw chemicznych albo materialéw:
1. Etery albo tioetery fenylenowe Iub alkilofenylenowe, albo ich mieszaniny, zawierajace powyzej dwdch grup funkcyjnych
eteru lub tioeteru, lub ich mieszaning; lub
2. Fluorowe oleje silikonowe o lepkosci kinematycznej ponizej 5 000 mm?%/s (5 000 centystokeséw) mierzonej w temperaturze
298 K (25°C),

¢c. Ciecze zwilzajace lub flotacyjne o czystoéci powyzej 99,8 %, zawierajace mniej niz 25 czastek o $rednicy 200 mikrometréw lub
wigkszej w 100 ml i wykonane co najmniej w 85 % z dowolnego z nastgpujacych zwiagzkéw chemicznych lub materiatéw:
1. Dibromotetrafluoroetanu;
2. Polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem albo woskiem); lub
3. Polibromotrifluoroetylenu;

d. Fluoroweglowe elektroniczne ptyny chlodzace posiadajace wszystkie z ponizszych cech:

1. Zawarto$é wagowa 85% lub wigcej nastepujacych zwigzkéw lub ich mieszanin:
a. Monomeryczne postaci perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeterdw;
b. Perfluoroalkiloaminy;
¢. Perfluorocykloalkany; lub
d. Perfluoroalkany;

2. Gestosé przy 298 K (25°C) wynoszaca 1,5 g/em® lub wigcej;

3. Stan ciekly w temperaturze 273 K (0°C); oraz

4. Zawarto$¢ fluoru 60% wagowych lub wigcej.

Uwaga techniczna:

Dla celéw pozycji 1C006:

a. Temperature zaptonu okresla sig metodq Cleveland Open Cup Method (Otwartego Kubka) opisang w normie ASTM D-92 lub jej
krajowych odpowiednikach.
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1C007

1C008

b. Temperature krzepniecia okresla si¢ metodg opisanq w normie ASTM D-97 albo jej krajowych odpowiednikach.

¢. Wskaznik lepkosci okresla sie metodq opisang w normie ASTM D-2270 albo jej krajowych odpowiednikach.

d. Stabilnos¢ termiczng okresla sig¢ wedlug przedstawionej ponizej procedury albo jej krajowych odpowiednikéw:
Umiescié dwadziescia ml badanej cieczy w komorze ze stali nierdzewnej typu 317 o pojemnosci 46 mi, w ktdrej znajdujq si¢ trzy
kulki o Srednicy (nominalnej) 12,5 mm, jedna ze stali narzedziowej M-10, druga ze stali 52100 i trzecia z mosigdzu morskiego
dwufazowego (60 % Cu, 39 % Zn, 0.75 % Sn). Nastepnie napeinié¢ komore azotem, zamknq¢ pod cisnieniem atmosferycznym,
podniesé temperature do 644 £ 6 K (371 £ 6°C) i utrzymad jg na tym poziomie przez szes¢ godzin. Prébke uznaje sie za stabilng
termicznie, jezeli po zakorczeniu badania spelnione sq wszystkie nastepujqce warunki:
1. Spadek wagi kazdej z kulek jest mniejszy niz 10 mg/mm’ powierzchni kulki;
2. Zmiana lepkosci poczgtkowej okreslonej w temperaturze 311 K (38°C) jest mniejsza niz 25%, i
3. Catkowita liczba kwasowa lub zasadowa jest mniejsza niz 0,40;

e. Temperature samozaptonu wyznacza si¢ metodq opisang w normie ASTM E-659 albo w jej krajowych odpowiednikach.

Nastgpujace materiaty na osnowie ceramicznej, niekompozytowe materialy ceramiczne, “materialy kompozytowe” na "matrycy”
ceramicznej oraz materialy macierzyste:
N.B.: Sprawdz takie pozycje 1C107.

a. Materialy podtozowe z pojedynczych albo ztozonych borkéw tytanowych, w ktérych taczna ilo§é zanieczyszezerh metalicznych,
z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych, wynosi ponizej S 000 ppm (czg¢éci na milion), przecigtne wymiary czgstek sa réwne
albo mniejsze niz 5 mikrometréw oraz zawieraja nie wigcej niz 10 % czastek o wielkosci powyzej 10 mikrometréw;

b. Niekompozytowe materialy ceramiczne w postaci nieprzerobionej albo pdlprzetworzonej, zlozone z borkéw tytanowych
0 gestodei stanowiagcej 98 % lub wigeej ggstosci teoretycznej;

UWAGA: Pozycja 1C007.b. nie obejmuje kontrolg materialéw Sciernych.

¢. “Materialy kompozytowe" ceramiczno-ceramiczne na "matrycy” szklanej albo tlenkowej, wzmacniane widknami, majace
wszystkie nastgpujgce cechy:
1. wykonane z-jednego z nast¢pujacych komponentéw:
a. Si-N;
b. Si-C;
¢. Si-Al-O-N; lub
d. Si-O-N; i
2. majace “wytrzymatoéé wlasciwa na rozciaganie” wigksza, niz 12,7 x 10°m;

d. “Materiaty kompozytowe" ceramiczno-ceramiczne, z fazg metaliczng o strukturze ciaglej albo bez tej fazy, zawierajace czastki,
wiskery lub wibkna, w ktérych "matrycg" stanowig wegliki albo azotki krzemu, cyrkonu tub boru;

e. Nast¢pujgce materialy macierzyste (tj. specjalne polimery albo materialy metaloorganiczne) do wytwarzania dowolnej fazy albo
faz materiatéw ujgtych w pozycji 1C007.c:
1. Polidiorganosilany (do produkcji weglika krzemu);
2. Polisilazany (do produkcji azotka krzemuy);
3. Polikarbosilazany (do produkcji materiatéw ceramicznych zawierajacych skladniki krzemowe, weglowe i azotowe);

f. “Materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na “matrycy” szkla albo tlenkowej, wzmacniane cigglymi wiéknami
wykonanymi z jednego z nastgpujacych materiatow:

1. ALO;; lub

2. Si-C-N.

UWAGA: Pozycja 1C007 f nie obejmuje kontrolg “materiatéw kompozytowych” zawierajgcych widkna z wymienionych w niej
materialéw, posiadajgce wytrzymato$é na rozcigganie mniejszq niz 700 MPa przy temperaturze I 273 K (1 000 °C)
lub odpornosé na pelzanie wigkszq niz 1% odksztalcenia przy obcigzeniu 100 MPa i temperaturze 1 273 K (1 000 °C)
w czasie 100 godzin.

Nast¢pujace materialy polimerowe niezawierajgce fluoru:
a. Bismaleimidy;

Poliamidoimidy aromatyczne;

Poliimidy aromatyczne;

Polieteroimidy aromatyczne o temperaturze zeszklenia (T,) powyzej 513 K (240°C) mierzonej metoda sucha, opisang
w ASTM D 3418;

UWAGA: Pozycja 1C008.a. nie obejmuje kontrolg nietopliwych proszkéw do prasowania w formach ani wyttoczek.

halb el hli e

b. Ciekte krysztaty z kopolimeréw termoplastycznych o temperaturze ugiecia pod obcigzeniem powyzej 523 K (250°C) mierzonej
wedlug normy ASTM D- 648, metoda A, albo jej krajowych odpowiednikéw, przy obciazeniu 1,82 N/mm?, w ktérych skiad
wchodza:

1. Jeden z nastgpujacych komponentéw:

a. Fenylen, bifenylen lub naftalen; lub

b. Fenylen, bifenylen lub naftalen z podstawnikiem metylowym, trzeciorzgdowym butylowym albo fenylowym; i
2. Dowolny z nastg¢pujacych kwaséw:

a. Kwas tereftalowy;

b. Kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy; lub

¢. Kwas 4-hydroksybenzoesowy;
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1C009

1C010

¢. Nastgpujace poliketony arylenoeterowe:
1. Poliketon eterowo-eterowy (PEEK);
2. Poliketon eterowo-ketonowy (PEKK);
3. Poliketon eterowy (PEK);
4. Poliketon eterowo-ketonowo-eterowo-ketonowy (PEKEKK});

d. Poliketony arylenowe;
e. Polisiarczki arylenowe, w kt6rych grupg arylenows jest bifenylen, trifenylen albo ich kombinacja;

f. Polisulfon bifenylenoeterowy;

Uwaga techniczna:

Temperatura zeszklenia (T,) dla materiatéw z pozycji 1C010.e. okreslana jest przy uzyciu metody suchej, opisanej w normie ASTM
D 3418.

Nastepujace nieprzetworzone zwigzki fluorowe:

a. Kopolimery fluorku winylidenu posiadajace w 75 %, albo wigcej, strukturg beta krystaliczng bez rozciggania;
b. Poliimidy fluorowane zawierajace 10% wagowych albo wigcej zwiazanego fluoru;

c. Fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych albo wigcej zwigzanego fluoru.

Nastepujace "materiaty widkniste lub widkienkowe", ktére mozna zastosowaé¢ w konstrukcjach "kompozytowych" lub laminatach
z "matrycg" organiczng, metalowg lub weglowa:
N.B.: Sprawdz takie pozycj¢ 1C210.

a. Organiczne materialy "widkniste lub widkienkowe", majace wszystkie z wymienionych wiasciwosci :
1. "Modul wladciwy" powyzej 12,7 x 105 m; i
2. "Wytrzymato$é wiasciwa na rozciaganie” powyzej 23,5 x 10* m;
UWAGA: Pozycja 1C010.a. nie obejmuje kontrolg polietylenu.

b. "Widbkniste i wldkienkowe" materialy weglowe, majace wszystkie z wymienionych wlasciwosci:
1. "Modul wlasciwy" powyzej 12,7 x 10%m; i
2. "Wytrzymalo$é wlasciwg" na rozciaganie powyzej 23,5 x 10° m;

UWAGA: Pozycia 1C010.b. nie dotyczy kontroli tkanin wykonanych z "materialéw widknistych lub widkienkowych"
przeznaczonych do naprawy konstrukcji lotniczych ani laminatéw, pod warunkiem Ze wymiary pojedynczych arkuszy
materiatu nie przekraczajq wielkosci 50 cm x 90 cm.

Uwaga techniczna:

Wiasciwosci materiatéw ujetych w pozycji 1C010.b. nalezy okresla¢ zalecanymi przez Stowarzyszenie Dostawcéw

Wysokojakosciowych Materiatéw Kompozytowych (SACMA) metodami SRM 12 do 17, albo réwnowaznymi metodami badania

widkien, takimi jak Japoriska Norma Przemystowa JIS-R-7601, Paragraf 6.6.2., i opartymi na badaniu przecigtnej prébki z

partii materiatu.

¢. Nieorganiczne "materiaty wiékniste lub widkienkowe", majace wszystkie z wymienionych wlasciwosci:
1. "Modul wlasciwy" powyzej 2,54 x 10%m; i
Temperatura topnienia,migknienia, rozkadu lub sublimacji powyzej 1 922 K (1 649°C) w srodowisku obojgtnym;
UWAGA: Pozycja 1C010.c. nie obejmuje kontrolg:

1. Nieciggtych, wielofazowych, polikrystalicznych widkien aluminiowych w postaci wiékien cigtych albo mat o
strukturze bezladnej, zawierajgcych 3 procent wagowych albo wiecej krzemu, i majgcych "modut wiasciwy”
ponizej 10 x 10°m;

2. Wtékien molibdenowych i ze stopéw molibdenowych;

3. Widkien borowych;

4. Niecigglych widkien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia, rozkladu lub sublimacji ponizej
2043 K (1 770°C) w Srodowisku obojetnym.

d. "Materiaty wi6kniste albo widkienkowe":
1. Zawierajace dowolny z nastepujacych zwiazkéw:
a. Polieteroimidy okre§lone w pozycji 1C008.a.; lub
b. Materialy uj¢te w pozycjach 1C008.b. do 1C008.f; tub
2. Zlozone z materialéw ujgtych w pozycji 1C010.d.1.a. Iub1C010.d.1.b. i "zmieszane” z innymi materialami widknistymi
ujetymi w pozycjach 1C010.a., 1C010.b., lub 1C010.c.;

e. Nastepujgce widkna impregnowane zywicg lub pakiem (prepregi), widkna powlekane metalem lub weglem (preformy) lub
“preformy widkien weglowych™
1. Wykonane z "materialéw wiéknistych lub wibkienkowych"” okre$lonych w pozycji 1C010.a., 1C010.b., lub 1C010.c;
2. Wykonane z organicznych lub weglowych "materiatéw widknistych lub wiékienkowych™:
a. o "wytrzymato$ci wiasciwej na rozcigganie” powyzej 17,7 x 10*m;
b. o "module wlasciwym" powyzej 10,15 x 10° m;
¢. nieobjete kontrola w pozycji 1C010.a. lub 1C010.b,; 1
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1C011

1C012

1C101

1C102

1C107

d. w przypadku gdy sa impregnowane materialami okreslonymi w pozycjach 1C008 lub 1C009.b, majacymi temperaturg
zeszklenia (T,) powyzej 383 K (110°C), albo Zywicami fenolowymi lub epoksydowymi, majacymi temperature
zeszklenia (T,) powyzej 418 K (145°C).

UWAGA: Pozycja 1C010.e. nie obejmuje kontrolg:

a. impregnowanych Zywicq epoksydowq “matryc” z "materiatéw widknistych lub widkienkowych" (materiatéw do
prasowania laminatéw zbrojonych) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lotniczych ani laminatéw, pod
warunkiem ze wymiary pojedynczych arkuszy materiatu nie przekraczajq wielkosci 50 cm x 90 cm.

b. materiatéw do prasowania laminatéw zbrojonych, impregnowanych zZywicami fenolowymi lub epoksydowymi,
majgcymi temperature zeszklenia (T,) ponizej 433 K (160°C)i temperature sieciowania nizszq niz temperatura
zeszklenia.

Uwaga techniczna:

Temperatura zeszklenia (Ty) dla materiatéw z pozycji 1C010.e. okreslana jest przy uzZyciu metody suchej, opisanej w normie
ASTM D 3418. Temperatura zeszklenia dla zZywic fenolowych i epoksydowych okreslana jest przy uzyciu metody suchej,
opisanej w normie ASTM D 40635, przy czestotliwosci 1 Hz i szybkosci nagrzewania wynoszqcej 2 K (°C) na minute.

Nastgpujace metale 1 zwigzki:
N.B.: Sprawdz takie Wykaz uzbrojenia i pozycje 1C111.

a. Metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz 60 mikronéw, zaréwno w postaci sferycznej, rozpylanej, sferoidalnej, ptatkéw, jak
i zmielonej, wykonane z materialéw zawierajacych 99% lub wigcej cyrkonu, magnezu lub ich stopéw;
Uwaga techniczna:
Naturalna zawarto$é hafnu w cyrkonie (typowo 2% do 7%) jest liczona razem z cyrkonem.
UWAGA: Metale lub stopy wymienione w pozycji 1C011.a. sq objete kontrolq bez wzgledu na to, czy sq, czy tez nie, zamknigte w
kapsutkach z aluminium, magnezu lub berylu.
b. Bor i wegliki boru o czystosci 85% lub wigkszej oraz rozmiarach ziarna 60 mikronéw lub mniejszych;
UWAGA: Metale lub stopy wymienione w pozycji 1C011.b. sq objete kontrolg bez wzgledu na to, czy sq, czy tez nie, zamknigte w
kapsutkach z aluminium, magnezu lub berylu.

¢. Azotan guanidyny;

d. Nitroguanidyna (NQ) (CAS 55-88-7).

Nast¢pujace materialy:

Uwaga techniczna:
Materiaty te sq typowo wykorzystywane do jadrowych Zrédet ciepla.

a. Pluton w dowolnej postaci zawierajacy izotop pluton-238 w ilo$ci powyzej 50% wagowych;
UWAGA:  Pozycja 1C012.a. nie obejmuje kontrolg:
a. Dostaw zawierajqcych 1 gram plutonu lub mniej;
b. Dostaw zawierajgcych 3 “gramy efektywne” lub mniej, w przypadku kiedy znajduje si¢ on w czujnikach
instrumentéw pomiarowych.

b. Uprzednio separowany neptun-237 w dowolnej formie.
UWAGA:  Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontrolg dostaw zawierajgcych neptun-237 w ilosci 1 grama lub mniejszej.

Materialy i urzgdzenia do obiektéw o zmniejszonej wykrywalno$ci za pomoca odbitych fal radarowych, §ladéw w zakresie
promieniowania nadfioletowego i (lub) podczerwonego i §ladéw akustycznych, inne niz okre§lone w pozycji 1C001, w
zastosowaniu do "pociskéw rakietowych" i ich podsysteméw.

UWAGA 1: Pozycja 1C101 obejmuje:

a. Materialy strukturalne i powtoki specjalnie opracowane pod kqtem zmniejszenia ich echa radarowego;

b. Powloki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kqtem zmniejszenia ilosci odbijanego lub emitowanego
promieniowania z zakresu  mikrofalowego, podczerwonego lub  nadfioletowego  promieniowania
elektromagnetycznego.

UWAGA 2: Pozycja 1CI101 nie dotyczy powtok, pod warunkiem ze sq specjalnie uzywane do regulacji temperatur w
satelitach.

Przesycane pyrolizowane materialy weglowo-weglowe przeznaczone do pojazdéw kosmicznych wymienionych w pozycji 9A004
lub do rakiet meteorologicznych (sondujacych) wymienionych w poz. 9A104.

Nast¢pujace materialy grafitowe i ceramiczne, rézne od wymienionych w pozycji 1C007:

a. Drobnoziarniste, rekrystalizowane materialy grafitowe luzem o gestosci nasypowej co najmniej 1,72 g/em® lub wigkszej,
mierzonej w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach czgstek 100 mikrometréw lub mniejszych, materialy grafitowe
pirolityczne lub wzmacniane widknami, uzywane do produkcji dysz do rakiet i na przednie krawgdzie zespoléw obiektéw
kosmicznych ladujacych na ziemi.

N.B.: Sprawdz takie pozycje 0C004.

b. Pyrolityczne lub wzmacniane wléknami materialy grafitowe nadajace si¢ do zastosowania w dyszach ,,pociskéw rakietowych” i
szpicach czolowych pojazdéw ladujacych.
N.B.: Sprawdz takze pozycje¢ 0C004.
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1C111

1C116

1C117

1C118

Ceramiczne materialy kompozytowe (o stalej dielektrycznej ponizej 6 przy czgstotliwosciach od 100 Hz do 10 000 MHz),

nadajace sig réwniez do wyrobu kopulek anten radiolokatoréw ,,pociskéw rakietowych”;

Skrawalne, niepalne materialy ceramiczne wzmacniane wiéknami krzemo-weglowymi, uzywane do wyrobu przednich szpicéw

,pociskéw rakietowych”.

Nastgpujace substancje napgdowe i zwiazki chemiczne do nich, rézne od wymienionych w pozycji 1CO11:

a. Substancje napgdowe:

1.

3.

Sferyczny proszek aluminiowy, rézny od wymienionego w Wykazie uzbrojenia, zlozony z czastek o réwnomiernej $rednicy
i wielkoéci ponizej 200 mikrometréw i zawartosci aluminium rzgdu 97 procent wagowych lub wigkszej, jezeli co najmniej
10% cigzaru ogdlnego stanowig czastki o $rednicy mniejszej niz 63 mikrometry, zgodnie z ISO 2591:1988 lub
réwnowaznymi normami narodowymi;

Uwaga techniczna:

Wielko$¢ czqstek 63 mikrometry (ISO R-565 ) koresponduje z siatkg 250 (Tyler) lub siatkq 230 (standard ASTM E-11).

Paliwa metalowe, rézne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia, w postaci czastek o $rednicy ponizej 60 mikrometrow,
w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkéw lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierajace 97 procent
wagowych lub wigcej jednego z nastgpujgcych sktadnikéw:

a. cyrkonu;

b. beryluy;

¢. magnezu;

d. stopéw metali okreslonych w pozycjach od a. do ¢. powyzej; lub

Uwaga techniczna:

Naturalna zawarto$é hafnu w cyrkonie (typowo 2% do 7%) jest liczona razem z cyrkonem.

Nast¢pujace ptynne utleniacze:

a. tritlenek diazotu;

b. ditlenek azotu / tetratlenck diazotu;
¢. pentatlenek diazotu;

b. Substancje polimerowe:

1.
2.
3.
4.

polibutadien o laficuchach zakoficzonych grupa karboksylowa (CTPB);

polibutadien o lahcuchach zakoficzonych grupa hydroksylowa (HTPB), rézny od wymienionego w Wykazie uzbrojenia;
kopolimer butadienu z kwasém akrylowym (PBAA);

kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN).

¢. Inne dodatki i $rodki do paliw:

N B W N

. Sprawdz Wykaz uzbrejenia dla butacenu;

. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (diazotan 3,6 dioksaoktano-1,8-diolu);
. 2-nitrodifenyloamina;

. triazotan trimetyloetanu (TMETN);

. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN);

. pochodne ferrocenu rézne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia.

UWAGA: Dla substancji napedowych i zwiqzkéw chemicznych do nich niewymienionych w pozycji 1C111 sprawd? takie Wykaz

uzbrojenia.

Stale maraging (stale charakteryzujace si¢ wysokg zawarto$cig niklu, bardzo niskg zawartoécia wegla i pewng zawartoscig
skladnikéw zastgpczych, umozliwiajgcych utwardzanie wydzielinowe), o wytrzymalosci na rozciaganie 1500 MPa lub wigkszej,

rqi.egzonej w temperaturze 293 K (20°C), w postaci blach, plyt lub rur o grubosci $cianek rur lub grubosci ptyt réwnej lub mniejszej
niz 5 mm.

N.B.:

Sprawdz takze pozycje 1C216.

Wolfram, molibden oraz stopy tych metali w postaci regularnych kulek albo rozpylonych czastek o $rednicy 500 mikrometréw lub
mniejszej i czystosci 97 procent lub wyzszej, przeznaczone do produkcji zespoléw silnikéw rakietowych; tj. oston termicznych,
elementéw dysz, gardzieli dysz i powierzchni do sterowania wektorem ciggu.

Stabilizowana tytanem stal nierdzewna z procesu duplex (Ti-DSS) majgca wszystkie nast¢pujgce cechy:

a. Majgca wszystkie nastgpujace charakterystyki:

1.
2.
3.

Zawarto§é wagowg 17 —23 procent chromu i zawarto$é wagowa 4.5 — 7.0 procent nikluy;

Zawarto$¢ wagowg tytanu wigkszg niz 0.10 procent; i

Mikrostrukturg ferrytowo-austeniczng (nazywang takze mikrostrukturg dwufazowa), w ktérej objgtosciowo co najmniej
10 procent stanowi struktura austeniczna (zgodnie z ASTM E-1181 lub réwnowazng normg krajows); i

b. Majaca jedng z nastgpujacych postaci:

1.
2.
3.

Wiewek lub pretéw o wietkosci 100 mm lub wigeej w kazdym wymiarze;
Arkuszy o szeroko$ci 600 mm lub wigkszej i grubosci 3 mm lub mniejszej; tub
Rur o $rednicy zewnetrznej 600 mm lub wigkszej 1 grubosci §cianek 3 mm lub mniejszej.
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1C202 Nastepujace stopy, rézne od okreslonych w pozyciji 1C002.a.2.c. lub 1C002.a.2.d.:

a. Stopy aluminium majace obydwie wymienione nizej cechy:
1. moga uzyskaé wytrzymalos¢ na rozcigganie 460 MPa lub powyzej w temperaturze 293 K (20°C),
2. majg postaé rur lub cylindrycznych elementéw litych (w tym odkuwek) o $rednicy zewngtrznej powyzej 75 mm;

b. Stopy tytanu majace obydwie wymienione nizej cechy:
1. mogg uzyskaé wytrzymaloéé na rozcigganie 900 MPa lub powyzej w temperaturze 293 K (20°C),
2. maja postaé rur lub cylindrycznych elementéw litych (w tym odkuwek) o $rednicy zewngtrznej powyzej 75 mm;

Uwaga techniczna:
Sformutowanie ‘ktére mogq uzyskaé’ dotyczy stopéw przed lub po obrébce cieplnej.

1C210 Nastgpujace "materialy widkniste lub wibkienkowe" lub ,,prepregi’, rézne od okre§lonych w pozycji 1C010.a., 1C010.b. lub

1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C010.e.:

a. Weglowe lub z poliamidu aromatycznego (aramidu) "materialy widkniste lub widkienkowe" majace jedna z wymienionych nizej
cech:
1. "modut wlasciwy" 12,7 x 10° m lub wigkszy; lub
2. "wytrzymaloéé wlasciwa na rozcigganie” 23,5 x 10°m lub powyzej;

UWAGA: Pozycja 1C210.a. nie obejmuje kontrolq “materiatéw widknistych lub widkienkowych” z poliamidéw aromatycznych,
zawierajgcych wagowo 0,25% lub wigcej dowolnego modyfikatora powierzchni widkien opartego na estrach;

b. Szklane "materialy widkniste lub wiékienkowe" majace obydwie wymienione nizej cechy:
1. "modut wlagciwy" 3,18 x 10° m i wigkszy; lub
2. “"wytrzymalo§¢ wlasciwa na rozciaganie” 76,2 x 10°m lub powyzej;

¢. Termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle “przedze”, “roving’i”, “kable” lub “taSmy” o szerokosci nieprzekraczajacej
15 mm (prepregi), wykonane z weglowych lub szklanych “materialéw widknistych lub widkienkowych” wymienionych w
pozycji 1C210.a. lub 1C210.b.
Uwaga techniczna:

Zywice tworzq matryce materialéw kompozytowych.

UWAGA: W rozumieniu pozycii 1C210 “materialy wibkniste lub widkienkowe” ograniczone sq do cigglych “wibkien
elementarnych”, “przedz” “rowingéw”, “kabli” lub “tasm”.

Stal maraging, rézna od okre$lonej w pozycji 1C116, ktéra moze uzyskaé wytrzymato$¢ na rozcigganie 2050 MPa lub wigksza,
w temperaturze 293 K (20°C);

UWAGA: Pozycja 1C216. nie obejmuje kontrolg elementéw, w ktdrych zaden z wymiaréw liniowych nie jest wigkszy niz 75 mm.

Uwaga techniczna:
Sformutowanie ‘stal maraging, ktéra moze uzyskaé¢’ obejmuje stal maraging przed lub po obrébce ciepinej.

Bor wzbogacony w izotop boru 10 ( '°B) do zawartosci izotopu boru-10 powyZej naturalnej jak nastgpuje: bor pierwiastkowy,
zwigzki boru, mieszanki zawierajace bor, wyroby z nich, odpady lub ztom z wcze$niej wymienionych.

UWAGA: W pozycji 1C225 okreslenie mieszaniny zawierajgce bor obejmuje materialy obcigzone borem.

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartosé izotopu boru 10 wynosi wagowo ok. 18.5% (atomowo 20%) .

Wolfram, weglik wolframu lub stopy wolframu zawierajgce powyzej 90% wolframu wagowo, majgce nastgpujace cechy:

a. w postaci wydrgZonej o symetrii cylindrycznej (w tym segmenty cylindryczne) o $rednicy wewnetrznej powyzej 100 mm, ale
ponizej 300 mm; i

b. o masie powyzej 20 kg.

UWAGA: Pozycja 1C226. nie obejmuje kontrolg wyrobéw skonstruowanych z przeznaczeniem specjalnie na odwazniki lub na
kolimatory promieniowania gamma.

Wapni zawierajacy jednoczeénie:
a. ponizej 1000 czgéci wagowych na milion zanieczyszczen metalowych réznych od magnezu; oraz
b. ponizej 10 czgsci na milion boru.

Magnez zawierajacy jednoczesnie:
a. ponizej 200 czgsci wagowych na milion zanieczyszczen metalowych réznych od wapnia; oraz
b. ponizej 10 czgsci na milion boru.
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1C229

1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

1C237

1C238

1C239

1C240

Bizmut o obydwu nast¢pujacych cechach:
a. czystosci 99,99% wagowo lub wigkszej; 1
b. zawartos$¢ srebra, wagowo, ponizej 10 czgsci na milion.

Beryl metaliczny, stopy zawierajace beryl w ilo§ci powyzej 50% wagowych, zwigzki berylu lub wyroby z tych substancji oraz zlom
i odpady wyzej wymienionych;

UWAGA: Pozycja 1C216. nie obejmuje kontrolg:
a. Okienek metalowych do aparatury rentgenowskiej lub do urzqdzen do monitorowania odwiertéw w trakcie prac
wiertniczych;
b. Profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub pélprzetworzonej, skonstruowanych specjalnie do elementow
zespoléw elektronicznych lub jako podtoza do obwodéw elektronicznych;
¢. Berylu (krzemian berylu i aluminium) w postaci szmaragdoéw lub akwamarynow.

Hafh metaliczny, stopy i zwiazki zawierajace hafn w ilo§ci powyzej 60% wagowych oraz wyroby z tych substancji.

Hel-3 ( *He), mieszanki zawierajace hel-3 lub wyroby i urzadzenia zawierajace dowolny z wyzej wymienionych produktéw;
UWAGA: Pozycja 1C232. nie obejmuje kontrolg wyroboéw lub urzqdzeri zawierajgcych ponizej 1 g helu-3.

Lit wzbogacony w izotop 6 (°Li) do steZenia powyzej naturalnego, produkty albo urzadzenia zawierajace lit wzbogacony jak
nastepuje: lit pierwiastkowy, stopy, zwigzki, mieszanki zawierajace lit, wyroby z wczes$niej wymienionych, odpady lub ztom z
dowolnego wczesniej wymienionych.

UWAGA: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolg dozymetréw termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:
Wagowy udzial izotopu 6 w licie wystepujgcym w przyrodzie wynosi 6.5% (atomowy 7,5%).

Cyrkon z zawarto$cig wagowg hafnu mniejsza niz 1 cz¢$¢ hafnu na 500 czeécei cyrkonu, w postaci metalu, stopéw zawierajgcych
wagowo ponad 50% cyrkonu oraz jego zwigzkéw lub wyrobdw z tych materialéw oraz odpady i ztom z dowolnego wczeéniej
wymienionych.

UWAGA: Pozycja 1C234 nie obejmuje kotrolg cyrkonu w postaci folii o grubosci nie wigkszej niz 0,10 mm.

Tryt, zwigzki trytu i mieszanki zawierajgce tryt, w ktérych stosunek atoméw trytu do wodoru wynosi 1 c¢z¢éé na 1000 oraz wyroby

Iub urzadzenia zawierajace te materialy; '

UWAGA: Pozycja 1C235 nie obejmuje kotrolg wyrobéw lub urzqdzer zawierajgcych nie wigcej niz 1,48 x 1 0° GBg (40 Ci) trytu w
dowolnej postaci.

Radionuklidy emitujgce czastki alfa o okresie polowicznego rozpadu 10 dni lub dluzszym, ale ponizej 200 lat w nastepujacych
postaciach:
a. Pierwiastki;

b. Zwigzki zawierajgce dowolny z radionuklidéw tego typu o catkowitej radioaktywnodci alfa 37 GBq/kg (1 kiur na kilogram) lub
wigkszej;

c. Mieszanki zawierajgce dowolny z radionuklidéw tego typu o catkowitej radioaktywnoséci alfa 37 GBg/kg (1 kiur na kilogram)
lub wigkszej;

d. Wyroby lub urzadzenia zawierajgce te materialy;

UWAGA: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontrolg wyrobéw lub urzqdzers zawierajqcych radionuklidy o radioaktywnosci alfa ponizej
3,7 GBq (100 milikiuréw).

Rad-226, zwigzki radu-226, mieszaniny zawierajgce rad-226 oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace dowolny z tych materiatéw.
UWAGA: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolg:

a. Aplikatoréw medycznych;

b. Wyrobow lub urzqdzen zawierajgcych nie wigcej niz 0,37 GBq (10 milikiuréw) radu-226.

Trifluorek chloru (CIF3).

Materialy wybuchowe kruszace, rézne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia, albo substancje lub mieszanki zawierajgce
materialy tego typu w ilo$ci powyzej 2% wagowo, o gestosci krystalicznej powyzej 1,8 g na cm’ i majace predkos$é detonacii
powyzej 8000 m/s.

Nikiel w proszku lub porowaty nikiel metaliczny, rézny od wymienionego w pozycji 0C005, jak nizej:

a. Proszek niklowy majgcy obydwie nastgpujace cechy:
1. o procentowym stopniu czysto$ci w proporcji wagowej 99,9% lub powyzej; i
2. éredniej wielko$ci czastek ponizej 10 mikronéw, mierzonej wedlug normy Amerykanskiego Towarzystwa
Materialoznawczego (ASTM) B 330;
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1C350

b. Porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materialéw wymienionych w pozycji 1C240.a.;

UWAGA: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolg:

a. Widkienkowych proszkéw niklu;
b. Pojedynczych porowatych blach o wielkosci nieprzekraczajgcej 1 000 cm?.

Uwaga techniczna:
Pozycja 1C240.b. odnosi sig do porowatego metalu wytwarzanego metodq zageszczania lub spiekania materialéw wymienionych
w pozycji 1C240.a., tak aby otrzymad material metaliczny o strukturze zawierajqcej drobne pory.

Nastepujgce substancje chemiczne, ktére mozna stosowal jako prekursory do wyrobu toksycznych zwiazkéw chemicznych,
i mieszaniny chemiczne zawierajace jedng lub wigcej tych substancii:
N.B.: Sprawdz takie Wykaz uzbrojenia i pozycj¢ 1 C450.
(Cyfry w nawiasach oznaczaja numery CAS)

W RN B WD
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RSB E e ARG R OB R U OSBRI RURNEEoxS3GEERES

Tiodiglikol (sulfid di(2-hydroksyetylowy)) (111- 48-8)
Tlenochlorek fosforu (10025-87-3)

Metylofosfonian dimetylu (756-79-6)

Sprawdz Wykaz uzbrojenia dla Difluorek metylofosfonowy (676-99-3)
Dichlorek metylofosfonowy (676-97-1)

Fosfonian dimetylu (868-85-9)

Trichlorek fosforu (7719-12-2)

Fosforyn trimetylu (121-45-9)

Chlorek tionylu (7719-09-7)
3-Hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3)
N,N-diizopropylo-2-chloroetyloamina (96-79-7)
2-(N,N-diizopropyloamino)-etanotiol (5842-07- 9)
3-chinuklidynol (1619-34-7)

Fluorek potasu (7789-23-3)

2-Chloroetanol (107-07-3)

Dimetyloamina (124-40-3)

Etylofosfonian dietylu (78-38-6)
N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7)
Fosfonian dietylu (762-04-9)

Chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2)
Dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4)

Dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8)

SprawdzZ Wykaz uzbrojenia dla Difluorek etylofosfonowy (753-98-0)
Fluorowodér (7664-39-3)

Benzilan metylu (76-89-1)

Dichloro(metylo)fosfina (676-83-5)
2-(N,N-diizopropyloamino) etanol (96-80-0)

Alkohol pinakolinowy (3,3 -dimetylo-2-butanol) (464-07-3)
Sprawdz Wykaz uzbrojenia dla O-etylometylofosfinin 2-diizopropyloaminoetylu (57856-11-8)
Fosforyn trietylu (122-52-1)

Trichlorek arsenu (7784-34-1)

Kwas benzilowy (76-93-7)

Metylofosfinin dietylu (15715-41-0)

Etylofosfonian dimetylu (6163-75-3)
Etylodifluorofosfina (430-78-4)
Difluoro(metylo)fosfina (753-59-3)

3-chinuklidynon (3731-38-2)

Pentachlorek fosforu (10026-13-8)

Pinakolon (75-97-8)

Cyjanek potasu (151-50-8)

Wodorodifluorek potasu (7789-29-9)
Wodorodifluorek amonu (1341-49-7)

Fluorek sodu (7681-49-4)

Wodorodifluorek sodu (1333-83-1)

Cyjanek sodu (143-33-9)

Trietanoloamina (102-71-6)

Pentasiarczek difosforu (1314-80-3)
Diizopropyloamina (108-18-9)

Dietyloaminoetanol (100-37-8)

Siarczek sodu (1313-82-2)

Dichlorek disiarki (10025-67-9)

Dichlorek siarki (10545-99-0)

Chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8)
Chlorowodorek N,N-diizopropylo-2-chloroetyloaminy (4261-68-1)
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UWAGA 1: Dla eksportu do “Paristw niebedgcych Stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C350. nie obejmuje
kontrolg “mieszanin chemicznych” zawierajgcych jednq Ilub wigcej substancji chemicznych wymienionych
w poz. 1C350.1, .3, .5, .11, 12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, i .54, gdy Zadna
z indywidualnie wymienionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 10% mieszaniny.

UWAGA 2: Dla eksportu do “Panstw bedgcych Stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C350. nie obejmuje
kontrolg “mieszanin chemicznych” zawierajgcych jednq Ilub wiecej substancji chemicznych wymienionych
w poz. 1C350.1, .3, .5, .11, 12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, i .54, gdy Zadna z
indywidualnie wymienionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wiecej niZ 30% mieszaniny.

UWAGA 3: Pozycia 1C350. nie obejmuje kontrolg “mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wiecej substancji
chemicznych wymienionych w poz. 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, 14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, 41,
42, .43, .44, .45, 46, 47, .48, .49, .50, .51, .52, i .53, gdy zadna z indywidualnie wymienionych substancji chemicznych
nie stanowi wagowo wigcej niz 30% mieszaniny.

UWAGA 4: Pozycja 1C350. nie obejmuje kontrolg wyrobéw okreslanych jako dobra konsumpcyjne pakowane do sprzedaZy
detalicznej do osobistego uzytku lub pakowane do indywidualnego uzytku.

1C351 Substancje wywolujace choroby u ludzi, choroby przenoszone przez zwierzgta i "toksyny":
a. Nastepujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materialu
zawierajacego substancj¢ Zywa, ktéry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:
Wirus gorgezki Chikungunya (Chikungunya virus)
Wirus gorgezki krwotocznej kongijsko-krymskiej (Congo-Crimean haemorrhagic fever virus)
Wirus dengi (arbowirus grupy B) (Dengue fever virus)
Wirus wschodnioamerykariskiego koriskiego zapalenia mézgu (Eastern equine encephalitis virus)
Wirus Ebola
Wirus Hantaan
Wirus Junin (wirus argentynskiej goraczki krwotocznej)
Wirus goraczki Lassa (wirus Lassa)
Wirus limfocytowego zapalenia opon mézgowych (Lymphocytic choriomeningitis virus)
10. Wirus Machupo (wirus boliwijskiej goraczki krwotocznej)
11.  Wirus Marburg
12.  Wirus ospy malp (Monkey pox virus)
13.  Wirus gorgezki doliny Rift (Rift Valley fever virus)
14. Wirus zapalenia mdzgu przenoszony przez kleszcze (wirus kleszczowego rosyjskiego zapalenia moézgu) (Tick-borne
encephalitis virus)
15.  Wirus ospy (Variola virus)
16. Wirus wenezuelskiego konskiego zapalenia mézgu i rdzenia (Venezuelan equine encephalitis virus)
17.  Wirus zachodnioamerykanskiego korskiego zapalenia mézgu i rdzenia (Western equine encephalitis virus)
18. Wirus ospéwki (White pox)
19.  Wirus z6ltej goraczki (Yellow fever virus)
20. Wirus japonskiego zapalenia mézgu (Japanese encephalitis fever)

ORNAN BN

b. Nastepujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane riketsje w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajgcego substancje zywa, ktéry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:
1. Coxiella burnetii (drobnoustrdj wywolujacy goraczkg Q)
2. Riketsja gorgczki wolynskiej (Rickettsia quintana, Rochalimea quintana)
3. Riketsja duru wysypkowego (Rickettsia prowasecki)
4.  Riketsja gorgczki Gér Skalistych (Rickettsia rickettsii)

¢c. Nastepujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajgcego substancj¢ zywa, ktdry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:
1 Laseczka waglika (Bacillus anthracis)
2 Paleczka ronienia bydta (Brucella abortus bovis)
3 Pateczka maltanska (Brucella melitensis)
4.  Paleczka ronienia $win (Brucella abortus suis)
5.  Zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci)
6 Laseczka jadu kietbasianego (Clostridium botulinum)
7 Pateczka tularemii (Francisella tularensis)
8 Paleczka nosacizny (Pseudomonas mallei)
9.  Paleczka melioidozy (nosacizny rzekomej) (Pseudomonas pseudomallei)
10.  Pateczka duru (Salmonella typhi)
11.  Paleczka czerwonki (Shigella dysenteriae)
12.  Przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae)
13.  Paleczka dzumy (Yersinia pestis)



Dziennik Ustaw Nr 182 — 11551 — Poz. 1518

d. Nastgpujace "toksyny” i ich “podjednostki toksyn:

1.

Toksyny jadu kielbasianego (Botulinum toxins)

UWAGA: Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolg toksyn botulinowych w postaci wyrobéw spetniajqcych nastgpujqce kryteria:

TRV RRAN WD

1. Sq formutami farmaceutycznymi przeznaczonymi dla ludzi do leczenia przypadkéw medycznych;
2. Sq wstegpnie opakowane do rozprowadzania jako wyréb medyczny;
3. Sq dopuszczone przez wladze paristwowe do obrotu jako wyréb medyczny.

Toksyny laseczki zgorzeli gazowsj (Clostridium perfringens toxins)
Conotoksyna (Conotoxin)

Rycyna (toksyczne biatko pochodzenia roslinnego) (Ricin)
Saksytoksyna (Saxitoxin)

Toksyna shiga (Shiga toxin)

Toksyny gronkowca zlocistego (Staphylococcus aureus toxins)
Tetrodotoksyna (Tetrodotoxin)

Verotoksyna (Verotoxin)

Torbielka (cyanginosin) (Microcystin)

Aflatoksyny

UWAGA: Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolg “szczepionek” lub “immunotoksyn”.

1C352  Nastepujace mikroorganizmy wywolujace choroby zwierzat:

a. Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajacego substancj¢ zywa, ktdry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1.
2.

Wirus afrykafiskiego pomoru $win (African swine fever virus),

Wirusy grypy ptakéw (Avian influenza virus):

a. niescharakteryzowane; lub

b. nastgpujace wirusy okreslone w Dyrektywie EWG 92/40/EC (OJ No L 16 23.1.1992, 5. 19) jako wirusy o silnych
wlaéciowosciach chorobotwérezych:
1. wirusy typu A posiadajace IVPI (wskaznik dozylnej zjadliwo$ci wirusa) dla kurczakéw 6-tygodniowych powyzej

1,2 lub
2. wirusy typu A podtypu H5 lub H7, dla ktérych sekwencjonowanie nukleotydéw wykazuje istnienie licznych
aminokwaséw zasadowych w miejscu hydrolizy (=rozcigeia) hemaglutyniny;

Wirus choroby niebieskiego jezyka (Bluetongue virus);

Wirus pryszczycy (Foot and mouth disease virus),

Wirus ospy kéz (Goat pox virus);,

Wirus choroby Aujeszkyego u $witt (Herpes virus, Aujeszky's disease),

Wirus pomoru $win (Hog cholera virus);

Wirus Lyssa;

Wirus rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease virus),

Wirus pomoru matych przezuwaczy (Peste des petits ruminants virus);

Enterowirus §witiski, typ 9 (Porcine enterovirus type 9, Swine vesicular disease virus);

Wirus pomoru bydla (Rinderpest virus);

Wirus ospy owczej (Sheep pox virus);

Wirus choroby cieszyfiskiej (Teschen disease virus)

Wirus pecherzykowego zapalenia jamy ustnej (Vesicular stomatitis virus)

b. Naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane mykoplazmy (Mycoplasma mycoides) w postaci “izolowanych zywych kultur” lub
materialu zawierajacego substancje Zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi drobnoustrojami;
UWAGA: Pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolgq “szczepionek.”

1C353 Nastepujace "mikroorganizmy" zmodyfikowane genetycznie:

a. "mikroorganizmy” zmodyfikowane genetycznie lub elementy genetyczne zawierajgce sekwencje kwaséw nukleinowych
z wbudowanymi sekwencjami patogennymi (= o charakterze chorobotwérczym) i pochodzace z organizméw ujetych w
pozycjach 1C351.a. do c. lub 1C352, lub 1C354;

b. "mikroorganizmy” zmodyfikowane genetycznie lub elementy genetyczne zawierajace sekwencje kwaséw nukleinowych
kodujace jedna z "toksyn" ujetych w pozycji 1C351.d. lub odpowiednich do nich “podjednostek toksyn”.

1C354 Nastepujgce szczepy chorobotwéreze:

a. Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci "izolowanych zywych kultur" lub materiatu
zawierajacego substancjg Zywa, ktéry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1.
2.

Xantomonas albilineans;

Xantomonas campestris pv. citri zawierajace szczepy okreslane jako Xantomonas campestris pv. citri typy A, B, C, D, E lub
inaczej klasyfikowane jako Xantomonas citri, Xantomonas campestris pv. aurantifolia lub Xantomonas campestris
pv. citrumelo;
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b. Nastepujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane grzyby w postaci "izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajacego substancje zywa, ktdry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

S il e

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
Microcyclus ulei (synonim Dothidella ulet);

Puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici);
Puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum);

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

1C450 Nastepujace toksyczne zwiazki chemiczne i prekursory toksycznych zwiazkéw chemicznych oraz mieszaniny
chemiczne zawierajace jedna lub wiecej tych substancji:

N.B.: Sprawdi takze pozycje 1C350, 1C351.d. i Wykaz uzbrojenia.

a. Nastepujace toksyczne zwiazki chemiczne:

Nk W

Amiton: fosforotiolan O,0-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylu] i odpowiednie alkilowane lub protonowane sole (78-53-5)
PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)prop-1-en (382-21-8)

Sprawdz Wykaz uzbrojenia dla BZ:Bbenzilan chinuklidyn-3-ylu (6581-06-2)

Fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5)

Chlorocyjan (506-77-4)

Cyjanowodér (74-90-8)

Chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2)

b. Nastgpujace prekursory toksycznych zwigzkéw chemicznych:

1.

Zwiazki chemiczne, rézne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia lub w pozycji 1C350, posiadajace atom fosforu,
z ktérym zwigzana jest jedna grupa metylowa, etylowa, propylowa lub izopropylowa, lecz nie grupa liczaca wigcej atoméw
wegla,

UWAGA: Pozycja 1C450.b.1. nie obejmuje kontrolg Fonofosu: etylofosfonotionotionianu O-etylo-S-fenylu (944-22-9),

2.
3.

4.

6.
7.
8. Metylodietanoloamina: bis(2-hydroksyetylo)metyloamina (105-59-9);

Dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe,

N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidany dialkilu (metyly, etylu, propylu lub izopropylu) rézne
od N,N-dimetylofosforoamidanu dietylu wymienionego w pozycji 1C350,

Chlorki 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoJetylu i odpowiednie protonowane sole, inne niz
chlorek N,N-diizopropylo-(8)-aminoetylowy lub chlorek chlorowodorku N,N-diizopropylo-(B)-aminoetylowego, ktére
zostaly wymienione w 1C350,

. 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminojetanole i odpowiednie protonowane sole rézne od

2-(N,N-diizopropyloamino) etanolu (96-80-0) i dietyloaminoetanolu (100-37-8), wymienionych w pozycji 1C350,
UWAGA: Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolg:

a. N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;

b. N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8) i odpowiednich protonowanych soli,
2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoJetanotiole i odpowiednie protonowane sole, inne niz
N,N-diizopropylo-(3)-aminoetylotiol, wymieniony w pozycji 1C350,
Etylodietanoloamina: bis(2-hydroksyetylo)etyloamina (139-87-7),

UWAGA 1: Dla eksportu do “parstw niebedgcych Stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450. nie

obejmuje kontrolg “mieszanin chemicznych” zawierajqcych jedng lub wiecej substancji chemicznych wymienionych w
poz. 1C450.b.1, .3,.b.2, .b.3, .b.4, .b.5, i.b.6., gdy Zadna z indywidualnie wymienionych substancji chemicznych nie
stanowi wagowo wigcej niz 10% mieszaniny.

UWAGA 2: Dla eksportu do “paristw bedgcych Stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450. nie obejmuje

UWAGA 3: Pozycja 1C450. nie obejmuje konirolq “mieszanin chemicznyc

kontrolqg “mieszanin chemicznych” zawierajqcych jednq lub wigcej substancji chemicznych wymienionych
wpoz. 1C450.b.1, .3, .b.2, .b.3, .b.4,.b.5 i.b.6., gdy zadna z indywidualnie wymienionych substancji chemicznych nie
stanowi wagowo wigcej niz 30% mieszaniny.

2

zawierajgcych jednqg lub wiecej substancji
chemicznych wymienionych w poz. 1C450.b.7. i .b.8., gdy Zadna z indywidualnie wymienionych substancji chemicznych
nie stanowi wagowo wigcej niz 30% mieszaniny.

UWAGA 4: Pozycja 1C450. nie obejmuje kontrolg wyrobéw okreslanych jako dobra konsumpcyjne pakowane do sprzedaZy

detalicznej do osobistego uzytku lub pakowane do indywidualnego uzytku.

1D  Oprogramowanie

1D001  "Oprogramowanie” specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji” albo "uzytkowania"
wyrobdw ujetych w pozycjach od 1B001 do 1B003.

>

1D002 "Oprogramowanie" do "rozwoju" "matryc" organicznych, metalowych lub weglowych do laminatéw lub "kompozytéw".



Dziennik Ustaw Nr 182 — 11563 — Poz. 1518

1D101

1D103

1D201

"Oprogramowanie" specjalnie opracowane do "uzytkowania" wyrobéw ujetych w pozycji 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 lub
1B119.

"Oprogramowanie” specjalnie opracowane do analizy obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci za pomocg odbitych fal radarowych,
$ladéw w zakresie promieniowania nadfioletowego i (lub) podczerwonego i $ladéw akustycznych.

"Oprogramowanie” specjalnie opracowane do "uzytkowania" wyrobéw ujetych w pozycji 1B201.

1IE  Technologia

1E001

1E002

1E101

1E102

1E103

1E104

"Technologia" wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" lub "produkcji" urzadzen lub materiatéw ujgtych w pozycji
1A00L.b.,, 1A001.c., 1A002. do 1A005., 1B lub 1C.

Nastepujace inne "technologie™
a. "Technologia" do "rozwoju" lub "produkeji” polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;

b. "Technologia" do "rozwoju" lub "produkcji" elastomeréw fluorowych zawierajagcych co najmniej jeden monomer eteru
winylowego;

c. "Technologia" do projektowania albo "produkcji" nastgpujacych materialéw podstawowych albo nie-"kompozytowych"
materiatéw ceramicznych:
1. Materialéw podstawowych majacych wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a. zawierajacych jeden z nastgpujacych zwigzkow:
1. pojedyncze albo kompleksowe tlenki cyrkonu oraz kompleksowe tlenki krzemu lub glinu;
2. pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych krysztatéw);
3. pojedyncze albo kompleksowe wegliki krzemu lub boru; albo
4. pojedyncze albo kompleksowe azotki krzemu;

b. o calkowitej zawartoéci zanieczyszczen metalicznych, z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych, mniejszej niz:
1. 1000 ppm (cz¢$ci na milion) w przypadku tlenkéw lub weglikéw pojedynczych; lub
2. 5000 ppm w przypadku pojedynczych azotkéw lub zwigzkéw kompleksowych; i

¢. majacych jedna z nastgpujacych cech:

1. tlenki cyrkonu o przecigtnych wymiarach czasteczek réwnych albo mniejszych od 1 mikrometra i niezawierajacych
wigcej niz 10 % czastek przekraczajacych wielko$é 5 mikrometréw;

2. inne materialy podstawowe o przecigtnych wymiarach czasteczek réwnych albo mniejszych od 5 mikrometréw
i niezawierajacych wigcej niz 10 % czgstek przekraczajacych wielko$é 10 mikrometréw; atbo

3. wszystkie z ponizszych wlasciwodci:
a. postaé plytek o stosunku diugosci do grubosci wigkszym niz 5;
b. postaé wiskeréw o stosunku diugoéei do $rednicy wigkszym od 10 przy $rednicach ponizej 2 mikrometréw; i
c. postaé cigglych albo pocigtych widkien o $rednicy ponizZej 10 mikrometréw;

2. Niekompozytowych materialéw ceramicznych sktadajacych si¢ z materialéw wymienionych w pozycji 1E002.c.1;
UWAGA:  Pozycja 1E002.c.2. nie obejmuje kontrolg technologii do projektowania lub produkcji materiatéw Sciernych.

d. "Technologia" "produkcji” widkien z poliamidéw aromatycznych;
e. "Technologia" instalowania, konserwacji lub naprawy materialéw ujetych w pozycji 1C001;

f. "Technologia" naprawy elementéw "kompozytowych", laminatéw lub materialéw ujgtych w pozycji 1A002, 1C007.c. lut
1C007.d.

UWAGA: Pozycia 1E002.f nie obejmuje "technologii” do naprawy elementéw "samolotow cywilnych” za pomocq weglowych
"materialéw wiéknistych lub widkienkowych” i zywic epoksydowych, wymienionych w instrukcjach obstugi wydawanych
przez producentéw samolotéw.

"Technologia" wedlug Uwagi ogélnej do technologii do "uzytkowania" wyrobéw ujetych w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101,
1B102, 1B115 do 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 do IC117, 1D101 lub 1D103.

"Technologia" wedtug Uwagi ogélnej do technologii do "rozwoju” "oprogramowania" ujgtego w pozycjach 1D001, 1D101 lut
1D103.

"Technologia" regulacji temperatur, ciéniefi lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku jej stosowania dc
“produkcji” “kompozytéw” lub “kompozytéw” czgéciowo przetworzonych.

"Technologia" dotyczaca “produkcji” materialéw pochodzenia pirolitycznego wytwarzanych w formie, na trzpieniu lub na innym
podtozu z gazéw prekursorowych ulegajacych rozkladowi w zakresie temperatur od 1573 K (1300°C) do 3173 K (2900°C) przy
ciénieniach od 130 Pa do 20 kPa.

UWAGA: Pozycja 1E104 obejmuje "technologig" do komponowania gazéw prekursorowych oraz harmonogramy i parametr)
natezen przeptywu i sterowania przebiegiem procesu.
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1E201

1E202

1E203

"Technologia" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "uzytkowania" wyrobéw ujgtych w pozycjach 1A002, 1A202, 1A225 do
1A227, 1B201, 1B225 do 1B233, 1C002.a.2.c lub d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 do 1C240 lub 1D201.

"Technologia" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" lub "produkcji” wyrobdw ujetych w pozycjach 1A202 lub 1A225
do 1A227.

"Technologia" wedlug Uwagi ogéinej do technologii do "rozwoju" "oprogramowania" uj¢tego w pozycji 1D201.

KATEGORIA 2 - PRZETWORSTWO MATERIALOW

2A  Systemy, urzadzenia i cze$ci.

2A001

2A225

2A226

N.B.: Dla lozysk bezglosnych sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.

Nastepujace lozyska toczne, zespoly tozysk i czgsci do nich:
UWAGA: Pozycja 24001 nie obejmuje kontrolg kulek o tolerancji okreslanej przez producenta jako Klasy 5 lub gorszej wedtug
normy 1SO 3290.

a. Lozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach okredlonych przez producenta wedlug Normy ISO 492 jako klasa
tolerancji 4 (lub norm ANSIVABMA Std 20 klasa tolerancji ABEC 7 albo RBEC 7 albo wedtug innych krajowych
odpowiednikéw) lub wyzszej, i posiadajace bieznie, kulki albo waleczki wykonane ze stopu Monela albo berylu;

UWAGA: Pozycja 24001.a. nie obejmuje kontrolg lozysk waleczkowych stozkowych.

b. Inne lozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach okreslonych przez producenta wedlug Normy ISO 492 jako klasa
tolerancji 2 (lub norm ANSIVABMA Std 20 klasa tolerancji ABEC 9 albo RBEC 9 albo wedlug innych krajowych
odpowiednikéw) lub wyzszej,;

UWAGA: Pozycja 24001.b. nie obejmuje kontrolg tozysk wateczkowych stozkowych.

c. Aktywne zespoly lozysk magnetycznych wykorzystujace jeden z ponizszych elementéw:
1. Materialy o gesto$ci strumienia 2,0 T lub wigkszej i umownej granicy plastycznoéci przewyzszajacej 414 MPa;
2. Catkowicie elektromagnetyczne jednakobiegunowe tréjwymiarowe urzadzenia odchylajagce dla sitownikéw;
3. Wysokotemperaturowe [450 K (177°C) i powyzej] czujniki pozycji.

Nastepujace tygle wykonane z materialéw odpornych na ptynne aktynowce:

a. Tygle ma_]ace obydw1e z nastgpujgcych cech:
1. o pojemnoéci od 150 ml do 8 litréw; i
2. wykonane z jednego z nast¢pujacych materialéw lub powlekane nim, o czystosci 98% lub wyzszej:
Fluorek wapniowy (CaF,);
Cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (Ca,ZrOs);
Siarczek ceru (Ce,S;);
Tlenek erbowy (Er,05);
Tlenek hafhowy (HfO,);
Tlenek magnezowy (MgO);
Azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (okolo 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
Tlenek itrowy (Y,0s); lub
Tlenek cyrkonowy (ZrO,);

FER e A0 TR

b. Tygle majgce obydwie z nastgpujgcych cech:
1. o pojemnoéci od 50 mi do 2 litréw;
2. wykonane z tantalu lub powlekane nim, majacego wagowo czysto$¢ 99,9% lub wyzsza;

c. Tygle majace wszystkie nast¢pujace cechy:
1. pojemnosci od 50 ml do 2 litréw;
2. wykonane z tantalu lub powlekane nim (majgcego wagowo czystos¢ 98% lub wyzsza); i
3. powlekane weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu (albo materialem stanowigcym dowolng ich kombinacjg).

Zawory majgce wszystkie nastgpujace cechy:

a. ‘wymiar nominalny’ 5 mm lub wigkszy;

b. uszczelnienia mieszkowe; i

c. wykonane w calo$ci lub powlekane aluminium, stopem aluminium, niklem lub stopem zawierajgcym 60% lub wigcej niklu.

Uwaga techniczna:
Dla zaworéw o réinych Srednicach otworu wlotowego i wylotowego pojecie ‘wymiar nominalny’ w pozycji 24226 oznacza

mniejszq z tych Srednic.
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2B

2B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:
1. Pomocnicze, réwnolegle osie konturowe, np. os "w" w wiertarkach poziomych, albo pomocnicza os obrotu, ktorej linia centralna

AN

biegnie réwnolegle do gléwnej osi obrotu, nie sq zaliczane do catkowitej liczby osi ksztattowych. Osie obrotu nie muszq obracac
sig 0 360°. Os obrotu moze byé napegdzana za pomocg urzqdzenia liniowego, np. $ruby albo mechanizmu zgbatkowego.

. Dla celéw poz. 2B za liczbe osi, ktére mogq byé koordynowane jednoczesnie dla “sterowania ksztattowego” , uznaje sig

liczbe osi, kiére majq wplyw na ruch wzgledny pomigdzy obrabianym przedmiotem a narzedziem, glowicq tngcq lub tarczq

szlifierskq, ktéra przecina lub usuwa metal z przedmiotu obrabianego. Nie obejmuje to dodatkowych osi, ktére majqg wplyw na

inne ruchy wzgledne w maszynie, takie jak:

a. Systemu obciggania Sciernic w szlifierkach;

b. Réwnoleglych osi obrotowych przeznaczonych do mocowania oddzielnych przedmiotéw obrabianych;

c. Wspétliniowych osi obrotowych przeznaczonych do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez przytrzymywanie go
w uchwytach z oddzielnych koricow. .

. Nazewnictwo osi powinno by¢ zgodne z Normg Miedzynarodowq ISO 841, "Maszyny Sterowane Numerycznie - Nazewnictwo

Osi i Ruchéw”.

Dla potrzeb pozycji 2B00I do 2B009 “wrzeciono wahliwe” jest liczone jako os obrotowa.

. Zamiast indywidualnych protokoléw testéw dla kazdego modelu obrabiarki mogq by¢ stosowane poziomy gwarantowanej

doktadnosci pozycjonowania, ustalone przy zastosowaniu procedury testow ISO 230/2 (1988)*. Poziom gwarantowanej
doktadnosci pozycjonowania, znaczy wartosé dokladnosci podang kompetentnym wtadzom paristwa czltonkowskiego, w ktérym
eksporter jest zarejestrowany jako reprezentant jakosci modelu maszyny.

Okreslenie gwarantowanej dokfadnosci

a. Wybraé pigé egzemplarzy modelu maszyny, ktéry ma by¢ oceniany;

b. Zmierzy¢ liniowe dokladnosci osi zgodnie z ISO 230/2 (1988)*;

c.  Okreslié warto$ci A dla kazdej osi kazdej maszyny. Metoda okreslania wartosci A opisana jest w normie ISO.

d. Okresli¢ wartosci $rednie A dla kazdej osi. Srednia warto$é A staje sie gwarantowanq wartoscig dla kazdej osi modelu
(Ax, Ay, )

e. Poniewaz wykaz Kategorii 2 odnosi sig do kazdej osi liniowej, wartosci gwarantowanych jest tyle, ile jest osi liniowych.

[ Jezeli ktéras z osi modelu maszyny nieobjetego kontrolg przez 2B00l.a. do 2B001.c. lub 2B20] ma gwarantowang

doktadnos$é A réwng 6 mikronéw dla szlifierek i 8 mikronéw dla frezarek i tokarek lub lepszq, od producenta powinno sig
wymagaé potwierdzania poziomu dokfadnosci raz na osiemnascie miesiecy.

* Producenci wyliczajacy dokladno$é pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultowaé si¢ z kompetentnymi
wladzami pafistwa czlonkowskiego, w ktérym zostali zarejestrowani.

Nastepujace obrabiarki i ich zestawy do skrawania (albo cigcia) metali, materialéw ceramicznych albo kompozytéw, ktére, wediug
danych technicznych producenta, moga by¢ wyposazone w urzadzenia elektroniczne do "sterowania numerycznego™:
N.B.: Sprawdz takze pozycje¢ 2B201.

UWAGA 1:  Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalizowanych zastosowar ograniczonych do wytwarzania két

zebatych. W sprawie takich maszyn patrz pozycja 2B003.

UWAGA 2:  Pozycja 2B00I nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalizowanych zastosowar ograniczonych do wytwarzania

a.

dowolnych z nastgpujqcych czesci:

waléw korbowych i rozrzqdczych;

narzedzi lub nozy obrabiarkowych;

Slimakéw do wyttaczarek;

grawerowanych lub szlifowanych czesci bizuterii.

RO TR

Tokarki majace wszystkie z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Dokladno$é ustalania potozenia, z uwzglgdnieniem wszystkich mozliwych kompensacji, mniej (lepsza) niz 6 ym, zgodnie z
ISO 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdtuz dowolne;j osi liniowe;j; i

2. Dwie lub wigcej osi, ktére mozna jednoczeénie koordynowaé w celu “sterowania ksztattowego™;

UWAGA: Pozycja 2B001.a. nie obejmuje kontrolg tokarek specjalnie przeznaczonych do wytwarzania soczewek kontaktowych.

b. Frezarki majace dowolng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Majace wszystkie ponizej wymienione cechy:
a. Doktadno$é ustalania polozenia, z uwzglednieniem wszystkich mozliwych kompensacji, mniej (lepsza) niz 6 um, zgodnie
z IS0 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdtuz dowolnej osi liniowej; 1
b. Trzy osie liniowe plus jedna 0§ obrotowa, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego™;
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2B003

2B004

2. Pigé lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego™; lub

3. Dokladno$é ustalania polozenia dla wiertarek wspdirzedno$ciowych, z uwzglednieniem wszystkich mozliwych kompensacji,
wigksza (lepszg) niz 4 pm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdluz dowolnej osi
liniowej; lub

4. Maszyny do obrébki frezem jednoostrzowym majgce wszystkie ponizej wymienione cechy:
a. “bicie promieniowe” i “bicie osiowe” wrzeciona mniejsze niz 0,0004 mm TIR; i
b. odchylenie katowe posuwu (szczgk, skoku i toczenia) mniejsze niz 2 sekundy katowe, TIR na 300 mm ruchu.

Szlifierki majgce dowolng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:
1. Obie z ponizszych wiasciwosci:
a. Dokladno$¢ ustalania polozenia, z uwzglednieniem “wszystkich mozliwych kompensacji”, mniej (lepsza) niz 4 um,
zgodnie z 1SO 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdtuz dowolnej osi liniowej; i
b. Trzy lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego”; lub
2. Pigé lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego™;

UWAGA: Pozycja 2B00I.c. nie obejmuje kontrolg nastgpujqcych obrabiarek do szlifowania:

1. Szlifierek do zewnetrznego, wewnegtrznego i zewngtrzno-wewnetrznego szlifowania cylindréw, posiadajgcych
wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
a. Ograniczenie mozliwosci do szlifowania powierzchni cylindrycznych;
b. Maksymalnq zewnetrzng Srednice albo dtugosé roboczq przedmiotu obrabianego wynoszqcq 150 mm.

2. Obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki wspétrzednosciowe, posiadajgcych jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
a. O§ c jest wykorzystywana do utrzymywania tarczy szlifierskie; w poftoieniu normalnym do obrabianej

powierzchni; lub

b. Of ajest sterowana w celu szlifowania walcowych krzywek bebnowych.

3. Szlifierek do narzedzi lub nozZy dostarczanych jako kompletne systemy z "oprogramowaniem" specjalnie
przeznaczonym do produkcji narzedzi lub noZy do obrdbki.

4. Szlifierek do waléw korbowych i rozrzqdczych.

5. Szlifierek do plaszczyzn.

Obrabiarki elektroerozyjne (EDM), niedrutowe, z dwiema albo wigcej osiami obrotowymi réwnoczesnie koordynowanymi
w celu "sterowania ksztaltowego";

Obrabiarki do obrébki metali, materialéw ceramicznych lub “kompozytowych” majace wszystkie z ponizej wymienionych cech
charakterystycznych: ’

1. Usuwajgce material za pomoca dowolnego z wymienionych sposobéw:
a. Dysz wodnych lub dysz z innymi cieczami roboczymi, w tym z dysz z plynami zawierajacymi substancje Scierne;
b. Wigzki elektrondw; lub
c. Wiazki "laserowej"; i
2. Majace dwie albo wigcej osi obrotu, ktére:
a. Moga by¢é réwnoczeénie koordynowane w celu "sterowania ksztattowego"; i
b. Maja "dokiadno$é ustalania polozenia" wigkszg (lepszg) niz 0,003°.

Wiertarki do glgbokich otworéw i tokarki zmodyfikowane tak, aby mogly stuzyé do wiercenia gigbokich otworéw, majgce
maksymalng gleboko$é wiercenia przekraczajaca 5 000 mm, oraz specjalnie do nich przeznaczone czgéci.

* Producenci wyliczajgcy dokladnoéé pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultowaé si¢ z kompetentnymi
wiadzami panstwa czlonkowskiego, w ktdrym zostali zarejestrowani.

Nastepujace obrabiarki "sterowane numerycznie” albo recznie oraz specjalnic do nich przeznaczone czgici, urzadzenia sterujgce
i oprzyrzadowanie, specjalnie opracowane do skrawania, obrébki, wykariczania, szlifowania albo honowania hartowanych (R, = 40
lub wiecej) kot zebatych o zebach prostych, két zgbatych $rubowych i daszkowych o $rednicy podzialowej powyzej 1 250 mm
i szerokodci wiefica wynoszacej 15 % $rednicy podzialowej albo wigkszej, wykoriczone do jakosci AGMA 14 albo wyzszej
(réwnowazna klasie 3 wedtug normy ISO 1328);

Pracujace na gorgco "prasy izostatyczne", majace wszystkie z ponizszych cech charakterystycznych oraz specjalnie opracowane do
nich matryce, formy, zespoly, akcesoria i urzgdzenia sterujgce:

N.B.: Sprawdz takze pozycje 2B104 i 2B204.

a.

Mozliwo$é regulacji warunkéw termicznych w zamknigtej formie oraz wyposazenie w komorg formy o $rednicy wewngtrznej
406 mm albo wigkszej; oraz

Posiadanie jednej z ponizszych wlasciwosci:

1. Maksymalne ci$nienie robocze powyzej 207 MPa;

2. Mozliwoéé regulacji warunkéw termicznych powyzej 1 773 K (1500°C); lub

3. Mozliwoéé nasycania weglowodorami i usuwania powstajacych gazowych produktéw rozkladu;
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2B005

2B006

Uwaga techniczna:

Wewnetrzny wymiar komory jest to wymiar komory, w ktdrej zostaly osiggniete zaréwno temperatura robocza, jak i cisnienie
robocze, i nie obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwdch wymiaréw: wewnetrznej Srednicy komory cisnieniowej lub
wewnetrznej Srednicy izolowanej komory  piecowej, w zaleznosci od tego, ktora z komdr jest umieszczona wewnqtrz drugiej.

N.B.: W przypadku specjalnie zaprojektowanych matrye, form i oprzyrzadowania sprawdZ pozycje 1B003, 9B009
i Wykaz uzbrojenia.

Nastepujace urzadzenia specjalnie opracowane do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli czynnej pokry¢ i powlok
nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych, z przeznaczeniem do wytwarzania podloZy nieelektronicznych,
technikami wymienionymi w tabeli i uwagach zalaczonych po pozycji 2E003.£. i specjalnie do nich opracowane zautomatyzowane
zespoly do manipulacji, ustalania poloZenia, przenoszenia i sterowania:

a. Urzadzenia produkcyjne do osadzania chemicznego z pary (CVD) ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” posiadajace
wszystkie nastgpujgce cechy charakterystyczne:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B105.

1. Mozliwo$é nastgpujacych modyfikacji procesu:
a. CVD pulsujace;
b. Rozktad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD); albo
¢. CVD intensyfikowane albo wspomagane plazmowo; i
2. Posiadajace jedna z nastgpujacych cech charakterystycznych:
a. Wyposazone w wysokoprézniowe (réwne lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wirujace; lub
b. Wyposazone we wbudowane urzadzenia do biezacej regulacji grubosci powtoki;

b. Urzadzenia produkcyjne do implantacji jonéw ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” o nateZeniu wigzki 5 mA albo
wigkszym;

¢. Urzadzenia produkcyjne do elektronowego naparowywania prézniowego (EB-PVD) ze "sterowaniem zaprogramowanym
w pamieci” zaopatrzone w uklady zasilania 0 mocy powyzej 80 kW majace wszystkie z ponizszych podzespoléw:
1. "Laserowy" system regulacji poziomu cieczy, umozliwiajacy precyzyjne sterowanie podawaniem materiatu wsadowego; oraz
2. System sterowanej komputerowo kontroli wydajnosci, dzialajagcy na zasadzie fotoluminescencji zjonizowanych atoméw
w strumieniu odparowanego czynnika, umozliwiajgcy sterowanie wydajnoscia osadzania powlok skladajacych sig z dwéch
lub wigcej pierwiastkow; :

d. Urzadzenia produkcyjne do napylania plazmowego ze "sterowaniem zaprogramowanym Ww pamigci” posiadajace jedng
z nast¢pujacych cech charakterystycznych:
1. Mozliwo$¢ pracy w atmosferze o regulowanym niskim ci$nieniu (réwnym lub mniejszym od 10 kPa, mierzonym powyzej i
w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natryskowej) w komorze prézniowej, w ktdrej przed rozpoczgciem napylania mozna
obnizy¢ cisnienie do 0,01 Pa; lub
2. Wyposazenie we wbudowane urzadzenia do sterowania gruboscia powtoki;

e. Urzadzenia produkcyjne do napylania jonowego ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”, w ktérych mozna osiggnaé
prad o gestosci 0,1 mA/mm? lub wyzszej przy wydajnoéci napylania 15 mikrometréw na godzing lub wyzszej;

f. Urzadzenia produkcyjne do napylania tukowo-katodowego ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”, w ktérych sktad
wchodzi zestaw elektromagneséw do sterowania tukiem na katodzie;

g. Urzadzenia produkcyjne do powlekania jonowego ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”, umozliwiajace na miejscu
biezgcy pomiar jednego z nastgpujacych parametréw:
1. Grubosci powloki na podlozu i regulacj¢ wydajnosci procesu; lub
2. Wiasciwos$ci optycznych;

UWAGA: Pozycja 2B005 nie obejmuje kontrolg standardowych urzqdzeri do CVD, napylania katodowego, napylania jonowego,
Jjonowego powlekania lub implantacji jonéw specjalnie przeznaczonych dla narzedzi skrawajgcych.

Nastepujace systemy i urzadzenia do kontroli wymiarowej lub pomiaréw:

a. Sterowane komputerowo, "sterowane numerycznie" albo "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” urzgdzenia do kontroli
wymiarowej, majgce "niepewno$¢ pomiarowg' wzdluz trzech osi (objgtoSciowg) réwng albo mniejsza (lepsza) niz
(1,7 + L/1 000) mikrometra, mierzong czujnikiem o "dokladno$ci" wigkszej (lepszej) niz 0,2 mikrometra (L jest mierzona
dlugoécig w mm), mierzong zgodnie z normg ISO 10360-2;

N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B206.

b. Nastgpujace przyrzady do pomiaru przemieszczenia liniowego i katowego:
1. Przyrzady do pomiaru dlugosci posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:
a. Bezstykowe uklady pomiarowe o "rozdzielczo$ci" réwnej lub mniejszej (lepszej niz) 0,2 mikrometra w zakresie
pomiarowym do 0,2 mm;
b. Liniowe systemy przetwornikéw napigciowych posiadajgce obie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

241

1. "Liniowo$¢" réwng lub mniejszg (lepsza) niz 0,1 % w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz
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2B007

2B008

2B009

2. Niestabilno$é zera réwna albo mniejszg (lepsza) niz 0,1 % na dzien w standardowej temperaturze pomieszczenia

pomiarowego £ 1 K; lub
¢. Systemy pomiarowe posiadajgce wszystkie nastgpujgce cechy charakterystyczne:

1. Wyposazone w "laser"; i

2. Utrzymujace, przez co najmniej 12 godzin, przy temperaturze wzorcowej z dokladnodcig + 1 K i przy cisnieniu
wzorcowym wszystkie z ponizszych parametréw:
a. "Rozdzielczoéé" w pelnym zakresie wynoszaca 0,1 mikrometra lub mniejszg (lepsza); oraz
b. "Niepewnoéé pomiarowg" réwng lub mniejszg (lepsza) niz (0,2 + L/2 000) mikrometra (L jest mierzong

dlugoscig w mm);

UWAGA:  Pozycja 2B006.b.1. nie obejmuje kontrolg interferometrycznych  systeméw  pomiarowych
nieposiadajgcych zamknigtej lub otwartej petli sprzezenia zwrotnego, zawierajqcej “laser” do pomiaru
bledéw ruchu posuwistego obrabiarek, urzqdzen kontroli wymiarowej lub podobnego wyposazenia.

2. Przyrzady do pomiaru kata o "odchyleniu polozenia katowego” réwnym lub mniejszym (lepszym) niz 0,00025°

UWAGA:  Pozycja 2B006.b.2. nie obejmuje kontrolg przyrzqddéw optycznych, takich jak autokolimatory, w ktérych
do wykrywania odchylenia kqtowego zwierciadla wykorzystywana jest wiqzka $wiatta o réwnoleglym
biegu promieni.

¢. Urzadzenia do pomiaru nieregularnoéci powierzchni poprzez pomiar rozproszenia $wiatta w funkcji kata, posiadajace czutosé
0,5 nm lub mniej (lepsza);

UWAGA I: Obrabiarki, ktére mozna wykorzystaé¢ do celéw pomiarowych sq objete kontrolg, jezeli spetniajq albo wykraczajq
poza kryteria okreslone dla funkcji obrabiarek lub funkcji maszyny pomiarowey.

UWAGA 2: Obrabiarka opisana w pozycji 2B006 jest objeta kontrolg, jezeli jej parametry w jakimkolwiek zakresie eksploatacji
wykruczajq poza wartosci graniczne dla maszyn objetych kontrolg.

Nastgpujace "roboty”, majace jedng z ponizszych cech charakterystycznych, oraz specjalnie do nich opracowane urzadzenia
sterujace i "mechanizmy robocze™:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B207.

a. Majace mozliwoéé petnego tréjwymiarowego przetwarzania obrazéw lub pelnej tréjwymiarowej analizy obrazéw w czasie
rzeczywistym w celu tworzenia albo modyfikacji "programéw" albo w celu tworzenia lub modyfikacji danych numerycznych
do programu;

Uwaga techniczna:

Ograniczenie dotyczqce ‘analizy obrazéw’ nie obejmuje aproksymacji trzeciego wymiaru poprzez rzutowanie pod zadanym
kqgtem, ani stosowanego w ograniczonym zakresie cieniowania wedlug skali szarosci, stuzqcego do percepcji glebi lub tekstury
dla okreslonych zadan (2 1/2 D);

b. Specjalnie opracowane w taki sposéb, ze spelniaja wymagania krajowych norm bezpieczenistwa, stosowanych w miejscach,
w ktérych znajdujg si¢ wybuchowe §rodki bojowe; oraz

¢c. Specjalnic opracowane lub odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem, aby wytrzymaé 5 x 10° Gy (Si) bez
pogorszenia parametréw dziatania; fub
Uwaga techniczna:
Termin Gy (Si) odnosi si¢ do energii w Dzulach na kilogram zaabsorbowanej przez nieekranowang probke krzemu wystawiong
na promieniowanie jonizujgee.

d. Specjalnie opracowane do dziatania na wysoko$ciach przekraczajgcych 30 000 m.

Nastepujace zespoly lub podzespoly specjalnie przeznaczone do obrabiarek albo do systemOw lub urzadzen pomiarowych i inspekcji
wymiarOw:

a. Urzadzenia ze sprzezeniem zwrotnym polozenia liniowego (np. urzadzenia typu indukcyjnego, z podziatka stopniows,
urzadzenia na podczerwien lub urzadzenia "laserowe") o catkowitej "doktadnosci" wigkszej (lepszej) niz (800 +(600x L x10%)
nm (L réwna si¢ dlugosci efektywnej w mm);

UWAGA: Dla systeméw “laserowych” sprawdz takze uwage do pozycji 2B006.b.1.;

b. Urzadzenia ze sprzezeniem zwrotnym polozenia obrotowego (np. urzadzenia typu indukcyjnego, z podziatkg stopniows,
urzgdzenia na podczerwien lub urzadzenia "laserowe”) o "dokladnoéei” wigkszej (lepszej) niz 0,00025°;
UWAGA: Dla systeméw “laserowych” sprawd? takze uwage do pozycji 2B006.b.1.;

c. "Stoly obrotowo-przechylne", lub "wrzeciona wychylne", umozliwiajace (wedtug danych technicznych producenta) poprawg
parametréw obrabiarek do albo ponad poziom okreslony w pozycjach 2B.

Maszyny do wyoblania i tloczenia ksztattowego, kiére wedlug specyfikacji technicznej producenta, moga byé wyposazone w
zespoly do “sterowania numerycznego” lub komputerowego, majace wszystkie z ponizszych cech charakterystycznych:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 2B109 i 2B209.
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2B104

2B105

2B109

2B116

2B117

2B119

a. Dwie lub wigcej sterowanych osi, z ktérych przynajmniej dwie mogg by¢ réwnoczesnie koordynowane w celu "sterowania
ksztaltowego"; oraz

b. Nacisk walka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna:
Urzqdzenia lqczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztaftowego sq dla potrzeb pozycji 2B009 traktowane jako urzqdzenia do
toczenia ksztattowego.

"Prasy izostatyczne", rézne od uj¢tych w pozycji 2B004, posiadajace wszystkie nastepujace cechy charakterystyczne:
N.B. : Sprawd? takze pozycje¢ 2B204.

a. Maksymalne ci$nienie robocze 69 MPa lub wigksze;

b. Skonstruowane w taki sposb, ze sa w stanie osiagngé i utrzymaé srodowisko o regulowanych parametrach termicznych rzedu
873 K (600 °C) lub wigkszych; oraz

c¢. Posiadajg komore o $rednicy wewnetrznej 254 mm lub wigkszej;

Piece do chemicznego osadzania par (CVD), inne niz wyspecyfikowane w 2B005, skonstruowane lub zmodyfikowane pod katem
zaggszczania kompozytéw wegiel-wegiel.

Maszyny do tloczenia ksztaltowego rézne od wymienionych w pozycji 2B009 oraz specjalnie opracowane do nich elementy, ktére:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B209.

a. Maszyny do tloczenia ksztaltowego majgce wszystkie nastgpujace cechy:
1. Wedlug specyfikacji technicznej producenta, mogg byé wyposazone w zespoly do sterowania numerycznego lub
komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie s wyposaZone w takie zespoly przy dostawie; oraz
2. Maja wigcej niz dwie osie, mogace byé réwnoczesnie synchronizowane w celu "sterowania ksztaltowego".

b. Specjalnie zaprojektowane elementy do maszyn do tloczenia ksztaltowego wymienionych w 2B009 i 2B109.a.
UWAGA: Pozycja 2B109 nie obejmuje kontrolq maszyn nienadajgcych si¢ do produkcji elementéw i urzqdzer systemu napedowego
(np. oston silnikéw) do systeméw wymienionych w pozycji 94005, 94007.a. lub 94105.a.

Uwaga techniczna:
Urzqdzenia tqczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztaftowego sq dla potrzeb pozycji 2B109 traktowane jako urzgdzenia do
tloczenia ksztattowego.

Naste¢pujace urzadzenia do testowania wibracyjnego i ich zespoty:

a. Urzadzenia do testowania wibracyjnego, w ktdérych zastosowano techniki sprzgzenia zwrotnego lub techniki sterowania w
ukladzie zamknigte] petli, wyposazone w sterowniki cyfrowe, przystosowane do wymuszania wibracji o $redniej wartoéci
kwadratowej 10 g lub wigkszej w calym zakresie od 20Hz do 2000 Hz, i dziatajace z silami rzedu 50 kN, mierzonymi "stét bez
utwierdzenia", lub wigkszymi;

b. Sterowniki cyfrowe wspdlpracujgce ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badann wibracyjnych, cechujace sig¢
pasmem przenoszenia informacji w czasie rzeczywistym powyzej 5 kHz, opracowane pod katem zastosowania w wymienionych
w pozycji 2B116.a. urzadzeniach do badan wibracyjnych;

¢. Mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, wymuszajgce silg
50 kN, mierzong "bez utwierdzenia", lub wigkszg, i uzywane w wymienionych w pozycji 2B116.a. urzadzeniach do badag
wibracyjnych;

d. Elementy nosne do probek badawczych i urzadzenia elektroniczne opracowane pod katem lgczenia wielu wstrzasarek
w kompletny system do wstrzgsania, umozliwiajacy uzyskanie lacznej sity skutecznej 50 kN, mierzonej “stét bez utwierdzenia”,
lub wigkszej, i nadajace si¢ do stosowania we wspomnianych w pozycji 2B116.a. urzadzeniach do badan wibracyjnych.

Uwaga techniczna: .
W pozycji 2B116 przez pojecie "stét bez utwierdzenia” nalezy rozumiel plaski stét, albo powierzchnie, bez uchwytéw i elementéw
mocujgcych.

$rodki do sterowania urzadzeniami i przebiegiem proceséw, rézne od wyszczeg6lnionych w 2B004, 2B005.a., 2B104 lub 2B105,
skonstruowane lub zmodyfikowane dla zageszczania i pirolizy kompozytéw strukturalnych dysz rakietowych i szpicéw pojazdéw
kosmicznych ladujacych.

Nastgpujace maszyny do wywazania i urzadzenia z tym zwigzane:
N.B. Sprawd7 takze 2B219.

a. Maszyny do wywazania, majgce wszystkie wymienione nizej cechy:
1. nienadajace si¢ do wywazania wirnikéw / zespoléw o masie wigkszej niz 3 kg;
2. nadajgce sie¢ do wywazania wirnikéw / zespoldw przy predkosciach obrotowych wigkszych niz 12 500 obr./min;
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3. nadajace si¢ do korekcji niewywazenia w dwu lub wigcej plaszczyznach;
4. nadajace si¢ do zbalansowania resztkowego niewywazenia wlasciwego 0.2gmm na kilogram masy wirnika;
UWAGA: Poz. 2B119 nie obejmuje kontrolgq wywazarek przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla urzqdzeri dentystycznych
i innego sprzetu medycznego.

b. Glowice wskaznikéw przeznaczone lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wymienionych w poz. 2B119.a.

Uwaga techniczna.
Glowice wskaznikdw okreslane sq czasami jako oprzyrzqdowanie wywazajqgce..

2B120  Symulatory ruchu lub stoly obrotowe (podzialowe) majgce wszystkie wymienione nizej cechy:
a. Dwie lub wigcej osi;

b. Pierscienie §lizgowe do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnalizacyjnych;

¢. Majace jedna z nastgpujgcych cech:

1.  Dla pojedynczej osi charakteryzuja si¢ wszystkimi nastgpujacymi wlasciwosciami:
a. zdolnoscig do przestawiania w tempie 400 stopni/s lub wigcej albo 30 stopni/s lub mniej; i
b. rozdzielczo$cia tempa obracania réwna 6 stopni/s lub mniej i doktadnoscia rdwng 6 stopni/s lub mnie;j.

2. Maja stabilno$¢ dla najgorszego przypadku réwna lub lepsza niz £ 0.05% usredniong w zakresie 10 stopni lub wigkszym;

3. Maja dokladnos¢ ustawiania polozenia réwna lub lepsza niz 5 sekund katowych.

UWAGA: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontrolg stotéw obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzetu
medycznego. W sprawie stotéw obrotowych dla obrabiarek patrz poz. 2B008.

2B121 Stoly pozycjonujace (urzadzenia zdolne do precyzyjnego okreSlania polozenia kgtowego w jakiej§ osi), inne niz wymienione
w pozycji 2B120, majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. Dwie lub wigcej osi;

b. Doktadno$é wyznaczania potozenia réwna lub lepsza niz 5 sekund katowych.
UWAGA: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontroly stotéw obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzetu
medycznego. W sprawie stotéw obrotowych dla obrabiarek patrz poz. 2B008.

2B122 Wiréwki umozliwiajace nadanie przys$pieszenia ponad 100g i posiadajgce pierScienie $lizgowe do przekazywania zasilania
elektrycznego i/lub informacji sygnalizacyjnych;

2B201 Nastepujgce obrabiarki, rézne od wymienionych w pozycji 2B001, do skrawania lub cigcia metali, materialéw ceramicznych lub
“kompozytowych”, ktére wedlug specyfikacji technicznej producenta mogg byé wyposazone w urzadzenia elektroniczne do
jednoczesnego “sterowania ksztaltowego” w dwéch lub wiecej osiach:

a. Frezarki majgce jedng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:
1. Dokladno$é ustalania polozenia, z uwzglednieniem ,,wszystkich mozliwych kompensacji”, wicksza (lepsza) niz 6 wm wzdtuz
dowolnej osti liniowej, wg ISO 230/2 (1988*) lub odpowiednikéw krajowych; lub
2. Dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;
UWAGA: Pozycja 2B201.a. nie obejmuje kontroly frezarek majgcych nastgpujqce cechy charakterystyczne:
a. Robocza dtugosé osi x wigksza niz 2 m; oraz
b. Doktadnosé catkowitego ustalenia potozenia wzdtuz osi x wiecej (gorszq) niz 0,30um;

b. Szlifierki majace jedng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:
1. Doktadno$é¢ ustalania potoZenia, z uwzglednieniem ,,wszystkich mozliwych kompensacji”, wieksza (lepsza) niz 0,004 mm
wzdtuz dowolnej osi liniowej wg ISO 230/2 (1988*) lub odpowiednikéw krajowych; lub
2. Dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;
UWAGA: Pozycja 2B201.b. nie obejmuje kontrolg nastepujqcych szlifierek:

a. Szlifierek do zewnetrznego, wewnetrznego i zewnetrzno-wewnetrznego szlifowania cylindréw, posiadajgcych

wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

1. Ograniczenie do szlifowania tylko powierzchni cylindrycznych;

2. Maksymalng zewngtrzng Srednice albo diugosé roboczq przedmiotu obrabianego wynoszqcq 150 mm.

3. Posiadanie nie wigcej niz dwu osi, ktére mogg by¢ jednoczesnie koordynowane w celu “sterowania
ksztattowego”; oraz

4. Brak konturowej osi c.

b. Szlifierek wspélrzednosciowych z osiami ograniczonymi do x, y, ¢ i a, gdzie o§ c jest wykorzystywana do
utrzymywania tarczy szlifierskiej w potozeniu normalnym do obrabianej powierzchni, a os a jest sterowana w celu
szlifowania walcowych krzywek bebnowych.

c. Szlifierek do narzedzi lub nozy obrabiarkowych z "oprogramowaniem" specjalnie przeznaczonym do produkcji
narzedzi lub nozy do obrébki.

d. Szlifierek do watéw korbowych i rozrzqdczych.

* Producenci wyliczajacy dokladno$é pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultowaé si¢ z kompetentnymi
wtadzami pafstwa cztonkowskiego, w ktérym zostali zarejestrowani.
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2B204

"Prasy izostatyczne", rézne od ujgtych w pozycjach 2B004 lub 2B104, i zwigzany z tym sprzet, jak nast¢puje :

a. posiadajace obydwie nastgpujace cechy:

1. zdolne do osiagni¢cia maksymalnego ci$nienia roboczego 69 MPa lub wigkszego; i
2. komore o $rednicy wewngtrznej 152 mm;

b. matryce, formy i zespoly sterujace specjalnie skonstruowane do pras izostatycznych wymienionych w 2B204.a.

2B206

2B207

2B209

Uwaga techniczna:
Wewngtrzny wymiar komory, o ktérym mowa w 2B204, jest to wymiar komory, w ktérej zostaly osiqgnigte zaréwno temperatura

robocza, jak i cisnienie robocze, i nie obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwdch wymiaréw: wewnetrznej Srednicy komory
cisnieniowej lub wewnetrznej Srednicy izolowanej komory piecowej, w zaleznosci od tego, ktéra z komor jest umieszczona wewnqtrz
drugiej.

Naste¢pujace maszyny, urzadzenia lub systemy do kontroli wymiarowej, roézne od wymienionych w pozycji 2B006:

a. Sterowane komputerowo lub “sterowane numerycznie” maszyny do kontroli wymiarowej posiadajgce obie z ponizszych cech
charakterystycznych:
1. Dwie lub wigcej osi; oraz
2. “Niepewnoéé pomiarowg” wzdluz jednej z osi réwna lub mniejsza (lepsza) niz (1,25 + L/1000) mikrometra, mierzong
czujnikiem o “dokladnosci” mniej niz (lepszej niz) 0,2 mikrometra ( L jest dlugoscia mierzong w mm) (patrz VDI/VDE 2617
czg$¢ 112);

b. Systemy do jednoczesnej liniowo-katowe;j kontroli pétpowlok, posiadajace obie z ponizszych cech charakterystycznych:
1. “Niepewno$é pomiarows” wzdtuz dowolnej osi liniowej mniej (lepsza) niz 3,5 mikrometra na 5 mm; oraz
2. “Odchylenie polozenia katowego” réwne lub mniejsze niz 0,02°.

UWAGA 1: Obrabiarki, ktére mozna wykorzystaé do celéw pomiarowych, sq objete kontrolg, jezeli speiniajq albo wykraczajq
poza kryteria okreslone dla funkcji obrabiarek lub _funkcji maszyny pomiarowe;.

UWAGA 2: Maszyna opisana w pozycji 2B206 jest objeta kontrolg, jezeli jej parametry w jakimkolwiek zakresie eksploatacji
przekraczajq progowe wartosci graniczne dla maszyn objetych kontrolg.

Uwagi techniczne:
1. Czujniki uzywane do okreslania “niepewnosci pomiarowej” systeméw do kontroli wymiarowej sq opisane w czgsciach 2, 3 i 4
VDI/VDE 2617.

2. Wszystkie parametry wartosci pomiarowych w poz. 2B206 reprezentujq wartosci plus /minus, tj. nie przedziat ogéiny.

Nastepujace "roboty"”, "manipulatory" i jednostki sterujace, rézne od ujgtych w pozycji 2B007:

a. specjalnie skonstruowane zgodnie z krajowymi normami bezpieczenistwa stosowanymi do manipulowania kruszacymi
materiatami wybuchowymi (na przyklad, spelniajace warunki ujgte w przepisach elektrycznych stosowanych w odniesieniu
do kruszacych materiatéw wybuchowych);

b. specjalnie skonstruowane sterowniki do ,,robotéw” i ,,manipulatoréw” wyszczegSlnionych w p. 2B207.a.

Nastepujace maszyny do tloczenia ksztaltowego lub maszyny do wyoblania ksztaltowego majgce mozliwos¢ realizacji funkcji
tloczenia ksztaltowego, rézne od wymienionych w pozycjach 2B009 lub 2B109, lub trzpienie:

a. Maszyny majace obydwie nastgpujace cechy:
1. Trzy lub wigcej walki (aktywne lub prowadzace); oraz
2. Zgodnie ze specyfikacja techniczna producenta moga by¢ wyposazone w uklady “sterowania numerycznego™ lub sterowania
komputerowego;

b. Trzpienie do formowania wirnikéw skonstruowane z przeznaczeniem do formowania wirnikéw o Srednicy wewngtrznej od
75 mm do 400 mm:

UWAGA: Pozycja 2B209.a. obejmuje maszyny majqce tylko pojedynczy watek do deformowania metalu oraz dwa pomocnicze watki
podtrzymujqce trzpiet, ale nieuczestniczqce bezposrednio w procesie deformacji.

2B219 Nastepujace odérodkowe maszyny do wieloplaszczyznowego wywazania, state lub przenosne, poziome lub pionowe:

a. Wywazarki odérodkowe przeznaczone do wywazania podatnych wirmnikéw o diugosci 600 mm lub wigkszej i posiadajace
wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:
1. wychylenie lub $rednica czopa 75 mm lub wigcej;
2. zdolno$é do wywazania zespoléw o masie od 0,9 do 23 kg; oraz
3. predkosé obrotowa podczas wywazania powyzej S000 obrotéw na minutg;

b. Wywazarki od$rodkowe przeznaczone do wywazania cylindrycznych zespotéw wimnika i posiadajace wszystkie nastgpujjce
cechy charakterystyczne:
1. $rednica czopa 75 mm lub wigcej;
2. zdolno$é do wywazania zespoléw o masie od 0,9 do 23 kg;
3. mozliwo$é wywazania z niewywazeniem szczatkowym rzgdu 0,01 kg mmv/kg lub mniej dla jednej plaszczyzny; oraz
4. napgd pasowy.
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2B225

2B226

2B227

2B228

2B230

Zdalnie sterowane manipulatory, ktére mogg by¢ stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego
oraz do wykonywania prac w komorach goracych majgce wszystkie nizej wymienione cechy:

a. Posiadajace mozliwoéé wykonywania operacji przez $ciang ostonowa komory goracej o grubosci 0,6 m Iub wigcej (dla operacji
wykonywanych przez $ciang); lub

b. Posiadajgce mozliwo$é wykonywania operacji ponad gérna krawgdzig $ciany ostonowej komory goracej (tzw. mostkowania) o
grubosci 0,6 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych ponad $ciana).

Uwaga techniczna:
Zdalinie sterowane manipulatory przeksztatcajq dziatanie cztowieka na ramig robocze i uchwyt koricowy. Mogq one miec sterowanie
mechaniczne oraz przez joystick lub klawiature.

Piece indukcyjne z regulowang atmosferg (prézniowe lub z gazem obojgtnym) i instalacje do ich zasilania, jak nastgpuje:
N.B.: Sprawdi takze pozycj¢ 3B.

a. Piece charakteryzujace si¢ wszystkimi nizej wymienionymi cechami:
1. zdolne do pracy w temperaturach powyzej 1123 K (850°C);
2. wyposazone w cewki indukcyjne o §rednicy 600 mm lub mniejszej; 1
3. charakteryzujgce si¢ poborem mocy 5 kW lub wigkszym;

b. specjalnie skonstruowane instalacje zasilajace o wydajnosSci nominalnej 5 kW lub wigkszej do  zasilania piecow
wyszczegdlnionych w 2B226.

UWAGA: Pozycja 2B226 nie obejmuje kontrolg piecéw przeznaczonych do przetwarzania plytek pétprzewodnikowych.

Nastgpujace piece metalurgiczne i odlewnicze, prézniowe i inne z regulowana atmosferg; oraz specjalnie do nich opracowane
komputerowe instalagje do sterowania i §ledzenia przebiegu proceséw:

a. Lukowe piece do przetapiania i odlewania, majace obydwie nast¢pujace cechy:
1. wyposazone w elektrodg topliwa o pojemnoéci od 1000 cm® do 20 000 cm’ i
2. zdolne do pracy w temperaturach topnienia powyzej 1973 K (1700°C);

b. Piece do topienia wigzkg elektrondw oraz plazmowe piece do atomizacji 1 topienia, majace obydwie nastgpujace cechy:
3. o mocy 50 kW lub wigkszej; i
4. zdolne do pracy w temperaturach topnienia powyzej 1473 K (1200°C);

c. komputerowe instalacje do sterowania i §ledzenia przebiegu proceséw specjalnie skonfigurowane do piecéw wyszczegblnionych
w2B227.a. lubb.

Urzadzenia do wytwarzania i montazu wirnikéw oraz trzpienie i matryce do formowania mieszkéw, jak nastgpuje:

a. Urzadzenia do montazu wirnikéw przeznaczone do montazu elementéw wirnikéw gazowych wirdwek odsrodkowych, kierownic
i pokryw;

UWAGA: Pozycja 2B228.a. obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.

b. Urzadzenia do prostowania wirnikéw przeznaczone do osiowania poszczegdlnych sekcji wirnika odérodkowego na jednej
wspdlnej osi.
Uwaga techniczna:
Zazwyczaj urzqdzenie tego typu posiada bardzo doktadne czujniki pomiarowe polgczone z komputerem, ktory nastgpnie steruje
pracq, na przyktad, pneumatycznego bijaka stosowanego do pozycyjnego strojenia poszczegdlnych sekcji wirnika.

c. Trzpienie i matryce do formowania mieszkéw oraz do wytwarzania mieszkéw jednozwojowych.

Uwaga techniczna:

Mieszki, o ktérych mowa w 2B228.c., majq nastgpujqce wszystkie cechy:

1. Srednica wewnetrzna od 75 mm do 400 mm;

2. dlugosé 12,7 mm lub wigksza;

3. glebokosé pojedynczego zwinigcia powyzej 2 mm.;

4. mieszki wykonane z wysokowytrzymalych stopow aluminium, stali maraging lub wysokowytrzymalych materialéw
widkienkowych.

“Przetworniki ci$nienia” zdolne do pomiaru ci$nienia bezwzgl¢dnego w dowolnym punkcie przedziatu od 0 do 13 kPa, majace
obydwie nastgpujace cechy:

a. wyposazone w czujniki ci$niefi wykonane z niklu, stopéw niklu o zawarto$ci wagowej niklu ponad 60%, aluminium lub stopéw
aluminium albo tez zabezpieczone tymi materialami; i
b. posiadajgce jedna z ponizszych cech charakterystycznych:
1. pelny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa i ‘dokladno$¢’ lepsza niz + 1% (w calym zakresie); lub

7

2. pelny zakres pomiarowy od 13 kPa wzwyz i ‘dokladnoéé’ lepsza niz + 130 kPa.

Uwaga techniczna:
Dla potrzeb pozycji 2B230 pojecie ‘dokiadnosé’ obejmuje nieliniowos¢, histereze i powtarzalnosé w temperaturze otoczenia.
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2B231

2B232

2B350

Pompy prézniowe majace wszystkie nizej wymienione cechy:

a. gardziel wlotowg o $rednicy 380 mm lub wigkszej;
b. wydajnosci pompowania 15 m*/s lub wigksza; i
¢. zdolne do wytwarzania prézni koficowej o ci$nieniu ponizej 13 mPa.

Uwagi techniczne:
1. Wydajnosé¢ pompowania okresla sig, wykonujgc pomiar z uzyciem azotu lub powietrza.
2. Préznig koricowq okresla sie na wlocie do pompy po jego zatkaniu.

Wielostopniowe wyrzutnie gazowe lub inne urzadzenia do wyrzucania obiektéw z wysoka predkoscia (cewkowe,
elektromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne nowoczesne systemy tego typu) zdolne do przyspieszania pociskéw do predkosci
2 km/s Tub wigkszej.

Nastepujace instalacje i urzadzenia do produkeji substancji chemicznych:

a. Zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposazone w mieszadia lub bez nich, o catkowitej pojemno$ci wewnetrznej (geometrycznej)
powyzej 0,1 m° (100 litréw) i ponizej 20 m> (20 000 litréw), w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio
z wytwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich Srodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego
Z nastgpujgcych materiatéw:

Stopéw o zawarto$ci powyzej 25% wagowych niklu i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szktem);

Niklu lub stopéw o zawartoscei niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopdw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu,

N hA WD~

b. Mieszadlta do zbiornikéw reakcyjnych lub reaktoréw, w kiérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezpoérednio
z wytwarzanym lub znajdujagcym si¢ w nich $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego
z nastgpujacych materiatéw:

Stopéw o zawartoéci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szkiem);

Niklu lub stopéw o zawartoséci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

N -

c. Zbiomniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o calkowitej pojemnosci wewnetrznej (geometrycznej) powyzej 0,1 m’

(100 litréw), w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym lub znajdujgcym si¢ w nich
$rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sg wykonane z jednego z nastgpujgcych materialéw:

Stopdw o zawartoéci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szklem);

Niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopdw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

Nk LD~

d. Wymienniki ciepta lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepla powyzej 0,15 m?, ale ponizej 20 m?, w ktérych wszystkie
powierzchnie stykajace sig bezposrednio z wytwarzanym $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sg wykonane z
jednego z nastgpujacych materiatéw:

Stopdw o zawartosci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkia (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szktem);

Grafitu lub "grafitu weglowego" ;

Niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych,

Tantalu lub stopdw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

PN B D

e. Kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o $rednicy wewngtrznej powyzej 0,1 m, w ktdrych wszystkie powierzchnie stykajace sie
bezposrednio z wytwarzanym $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego z nastgpujacych
materiatéw:

1. Stopéw o zawartosci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;
2. Polimeréw fluorowych;
3. Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wyktadanych szkiem);
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Grafitu lub “grafitu wegglowego';

Niklu lub stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;
Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

P NN

Zdalnie sterowane urzadzenia napelniajace, w ktoérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym
$rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego z nastgpujgcych materiatéw:

1. Stopéw o zawartoéci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

2. Niklu Iub stopbéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;

Zawory z uszczelnieniem wielokrotnym wyposazone w okna do wykrywania nieszczelnoéci, zawory z uszczelnieniem
mieszkowym, zawory zwrotne lub zawory przeponowe, w kidrych wszystkie powierzchnie stykajgce si¢ bezposrednio
z wytwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego
7 nastgpujacych materiatow:

Stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szklem);

Niklu lub stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopdw tantalu;

Tytanu lub stopdw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

N EWN -

Rury wielo$ciankowe wyposazone w okna do wykrywania nieszczelnoéci, w ktorych wszystkie powierzchnie stykajace sig
bezpodrednio z wytwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich érodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane
z jednego z nastgpujgcych materialow:

Stopdw o zawarto$ci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

Polimerdw fluorowych;

Szkla (w tym materiatéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wyktadanych szklem);

Grafitu lub “grafitu weglowego’;

Niklu lub stopdw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopdw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

XN P WD

Pompy wielokrotnie uszczelnione, obudowane, z napgdem magnetycznym, mieszkowe lub przeponowe, o maksymalnym
natezeniu przeptywu wedltug specyfikacji producenta powyzej 0,6 m>/godzing, lub pompy prézniowe o maksymalnym nat¢zeniu
przeptywu wedtug specyfikacji producenta powyzej 5 m*/godzing (w znormalizowanych warunkach temperatury (273 K (0°C))
i ciénienia (101,3 kPa)), w ktdrych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym lub znajdujacym sig w
nich §rodkiem chemicznym (lub §rodkami chemicznymi) sg wykonane z jednego z nastgpujacych materialéw:

Stopéw o zawartosci niklu powyzej 25% wagowych i1 20% wagowych chromu;

Materiatléw ceramicznych;

Zelazokrzemu;

Polimeréw fluorowych;

Szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wyktadanych szkitem);

Grafitu lub “grafitu weglowego';

Niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu ub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

SOoENALA LN

Piece do spalania, przeznaczone do niszczenia substancji chemicznych wyspecyfikowanych w pozycji 1C350, wyposazone
w specjalnie skonstruowane instalacje do doprowadzania odpadéw, specjalne urzadzenia do manipulowania i komorg
o przecigtnej temperaturze spalania powyzej 1273 K (1000 °C), w ktdrych wszystkie powierzchnie w instalacji do
doprowadzania odpadéw stykajace si¢ bezposrednio z odpadami sa wykonane z jednego z nastgpujacych materialéw lub nim
wylozone: ]

1. Stopdw o zawarto$ci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

2. Materialéw ceramicznych; lub

3. Niklu lub stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;

Uwaga techniczna:
‘Grafit weglowy ' jest kompozycjq wegla amorficznego i grafitu, w ktdrej wagowa zawarto$¢ grafitu wynosi 8% lub  powyzej.

2B351 Nastepujace instalacje do monitorowania gazéw toksycznych; oraz przeznaczone do nich czujniki:

a. Skonstruowane z przeznaczeniem do pracy ciaglej i zdolne do wykrywania chemicznych substancji bojowych lub $rodkdéw

chemicznych wyspecyfikowanych w pozycji 1C350 w stgzeniach ponizej 0,3 mg/m’; lub

b. Skonstruowane z przeznaczeniem do wykrywania aktywno$ci wstrzymujacej cholinoesteraze.
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2B352

Nastepujace urzadzenia przeznaczone do uzytkowania przy postgpowaniu z materiatami biologicznymi:
a. Kompletne biologiczne obudowy zabezpieczajgce na poziomie P3, P4;

Uwaga techniczna:
Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) wedlug specyfikacji zawartej w instrukcji WHO w sprawie
Bezpieczeristwa Biologicznego Laboratoriéw (Genewa, 1983).

b. Fermentory (kadzie fermentacyjne) pozwalajgce na namnazanie patogennych “mikroorganizméw” i wiruséw lub umozliwiajace
produkcje “toksyn”, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace pojemno$¢ réwna 100 litréw lub wigksza;

Uwaga techniczna:
Do kadzi fermentacyjnych zalicza sig bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przeplywie ciggtym.

¢c. Separatory odérodkowe, zdolne do cigglego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace wszystkie nastgpujace
cechy charakterystyczne:
1. Natezenie przepltywu powyzej 100 litréw na godzing;
2. Elementy z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;
3. Jedno lub wigcej zlacz z podwéjnym lub wielokrotnym uszezelnieniem w obszarze wystgpowania pary wodnej; oraz
4. Zdolne do sterylizacji in situ w stanie zamknigtym;

Uwaga techniczna:
Do separatoréw odsrodkowych zalicza si¢ réwniez dekantery.

d. Urzadzenia do filtrowania typu cross-flow, zdolne do cigglego rozdzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace obie
ponizsze cechy charakterystyczne:
1. Pole powierzchni 5 metréw kwadratowych lub wigksze; oraz
2. Zdolne do sterylizacji na miejscu;

e. Sterylizowane para wodna urzadzenia do liofilizacji o wydajnosci kondensatora w zakresie od 50 kg lodu w ciagu 24 godzin
do 1000 kg lodu w ciagu 24 godzin;

f. Nastepujace urzadzenia zawierajace obudowy ochronne kategorii P3 lub P4 lub w nich zawarte:
1. Pelne lub cze$ciowe obudowy ochronne z niezalezng wentylacj;
2. Komory bezpieczne pod wzgledem biologicznym lub izolowane pojemniki, w ktérych mozna pracowaé recznie
z zachowaniem warunkéw odpowiadajacych ochronie biologicznej na poziomie Klasy III;
UWAGA: W pozycji 2B352.f2. przez pojecie pojemniki izolowane naleiy réwniez rozumieé elastyczne pojemniki
izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rekawowe.

g. Komory do testowania aerozoli zawierajacych "mikroorganizmy" lub "toksyny" i majace pojemno$é 1 m® lub wicksza.

2C  Materialy

Zadne.

2D  Oprogramowanie

2Doo1

2D002

2D101

2D201

2D202

2E

2E001

2E002

"Oprogramowanie", rézne od ujgtego w 2D002, specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju",
"produkcji” lub "uzytkowania" urzadzen ujgtych w pozycjach 2A001 lub 2B001 do 2B009.

“Oprogramowanie” urzadzef elektronicznych, nawet rezydujace w elementach elektronicznych urzadzenia lub systemu,

pozwalajgce im dziataé jako jednostki “sterowania numerycznego , umozliwiajace jednoczesna koordynacj¢ wigeej niz czterech osi
w celu “sterowania ksztaltowego™.

UWAGA: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolq “oprogramowania” specjalnie opracowanego lub modyfikowanego do obstugi
obrabiarek nieobjetych kontrolqg w Kategorii 2.

"Oprogramowanie" specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do "uzytkowania" urzadzeii wyspecyfikowanych w pozycjach
2B104,2B105, 2B109, 2B116, 2B117, 2B119 do 2B122.
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 9D004.

"Oprogramowanie"” specjalnie opracowane do "uzZytkowania" urzadzef wyspecyfikowanych w pozycjach 2B204, 2B206, 2B207,
2B209,2B219 1ub 2B227.

“Oprogramowanie” specjalnic opracowane lub zmodyfikowane do “rozwoju”, “produkcji” lub ‘“uzytkowania” urzadzer
wyspecyfikowanych w pozycji 2B201.

Technologia

"Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczone do "rozwoju" urzadzen lub "oprogramowania” ujgtych
w pozycjach 2A, 2B lub 2D.

"Technologie" wedlug Uwagi ogélnej do technologii przeznaczone do "produkcji" urzadzen ujgtych w pozycjach 2A lub 2B.
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2E003 Nastgpujace inne "technologie™:

a. "Technologie” umozliwiajace "rozw(j" grafiki interakcyjnej, stanowigcej integralng cz¢$¢ urzadzen "sterowanych numerycznie”,
przeznaczonej do przygotowania lub modyfikacji programéw obrobki czgsci;

b. Nastepujace produkcyjne "technologie" obrébki metali:
1. Technologie projektowania narzedzi, form lub uchwytéw specjalnie opracowane do jednego z nastgpujacych proceséw:

a.
b.

C.

"Obrébki w stanie nadplastycznym”;
"Zgrzewania dyfuzyjnego”;
"Bezposredniego tloczenia hydraulicznego";

2. Dane techniczne, obejmujace metody lub parametry procesu, stosowane do sterowania przebiegiem nastgpujacych proceséw:

a.

b.

"Obrébka w stanie nadplastycznym" stopdéw aluminium, stopéw tytanu lub "nadstopéw'™:
1. Przygotowanie powierzchni;

2. Wiasciwosci plastyczne;

3. Temperatura;

4. Cisnienie;

"Zgrzewanie dyfuzyjne"” "nadstopéw" lub stopéw tytanu:

1. Przygotowanie powierzchni;

2. Temperatura;

3. Ciénienie;

"Bezposrednie tloczenie hydrauliczne” stopéw aluminium i stopdw tytanu:

1. Ci$nienie;

2. Czas cyklu;

"Izostatyczne prasowanie na gorgco” stopdw tytanu, stopéw aluminium lub "nadstopéw":
1. Temperatura;

2. Ciénienie;

3. Czas cyklu;

¢. "Technologie" do "rozwoju" lub "produkcji" obciagarek hydraulicznych i form do nich, do wytwarzania struktur platowca;

d. “Technologie” umozliwiajgce “rozwd;j” generatoréw instrukcji dla obrabiarek (np. programéw do obrébki czgéci) na podstawie
danych konstrukcyjnych rezydujacych w urzadzeniach “sterowanych numerycznie”;

« . S « [« . . . .

e. “Technologie” umozliwiajace “rozwdj” “oprogramowania’ zintegrowanego do wprowadzania systeméw eksperckich,
przeznaczonych do wspomagania procesu decyzyjnego podczas operacji warsztatowych, do urzadzen “sterowanych
numerycznie”;

f. "Technologie" do nakladania powlok nieorganicznych albo powlok nieorganicznych modyfikowanych powierzchniowo
(wymienionych w kolumnie 3 ponizszej tabeli) na podloza nieelektroniczne ( wymienione w kolumnie 2 ponizszej tabeli) za
pomocy proceséw wymienionych w kolumnie 1 ponizszej tabeli i zdefiniowanych w uwadze technicznej;

( * Indeksy w nawiasach odnoszq sig do uwag zamieszczonych pod tabelg.)

TABELA - TECHNIKI POWLEKANIA

1. Technika powlekania (1)° 2. Podtoze 3. Powloka wynikowa
A. Osadzanie z pary lotnej (CVD) "Nadstopy” (19) Glinki na kanaly wewngtrzne
Materialy ceramiczne i szklo o matym Krzemki
wsp6tczynniku rozszerzalnosci cieplnej (14) Wegliki
Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

"Materiaty kompozytowe" na “matrycy” wegiel- | Krzemki

wegiel, ceramicznej i metalowej Wegliki

Metale ogniotrwate
Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Glinki

Glinki stopowe (2)

Azotek boru

Spickane wegliki wolframu (16), Wegliki

weglik krzemu (18) Wolfram

Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Molibden i stopy molibdenu Warstwy dielektryczne (15)
Beryl i stopy berylu Warstwy dielektryczne (15)

Diament
Wegiel diamentopodobny (17)
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Materiaty na okienka wziemikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)
Diament
Wegiel diamentopodobny (17)

B. Termiczne naparowywanie prézniowe
(TE-PVD)
1. Naparowywanie prézniowe (PVD):
Wigzka elektronéw (EB-PVD)

B.2. Napylanie technikg ogrzewania
OpOrowego  Wspomaganego jonowo
(Napylanie jonowe)

B.3. Napylanie prézniowe: "odparowywanie
laserowe"

B4. Naparowywanie prézniowe: za pomocg
tuku katodowego

"Nadstopy"

Materialy ceramiczne (19) i szklo o malym
wspétczynniku rozszerzalnodci cieplnej (14)

Stale odpome na korozjg (7)

"Materialy kompozytowe" na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziemikowe (9)

Stopy tytanu (13)

Materialty ceramiczne (19) i szkla o matym
wspoiczynniku rozszerzalnoscei cieplnej (14)

"Materialy kompozytowe" na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowe;j

Spiekane wegliki wolframu (16), weglik krzemu
Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

Materiaty ceramiczne (19) i szkla o malym
wspdtczynniku rozszerzalnosci cieplnej (14)

"Materialy kompozytowe™ na “matrycy” wggiel-

~ wegiel, ceramicznej i metalowe;j

Spiekane wegliki wolframu (16), weglik krzemu
Molibden i stopy molibdenu
Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

"Nadstopy"

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany cyrkon (12)
Krzemki

Glinki

Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Ich mieszanki (4)

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru

Wegliki

Wolfram

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Borki
Beryl
Warstwy dielektryczne (15)

Borki
Azotki

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Krzemki
Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)
Krzemki stopowe.

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)
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"Materiaty kompozytowe" na
polimerowej (11) i organicznej

“matrycy”

Borki

Wegliki

Azotki

Wegiel diamentopodobny (17)

C. Osadzanie fluidyzacyjne (patrz A po-
wyzej dla innych technik) (10)

"Materialy kompozytowe" na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowe;j

Stopy tytanu (13)

Metale i stopy ogniocodpome (8)

Krzemki

Wegliki

Ich mieszanki (4)
Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)
Krzemki

Tlenki

D. Napylanie plazmowe

"Nadstopy"

Stopy aluminium (6)

Metale i stopy ognioodporne (8)

Stale odpore na korozj¢ (7)

Stopy tytanu (13)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Ich mieszanki (4)

Materiat $cierny nikiel-grafit

Materiat §ciemy Ni-Cr-Al-Bentonit
Materiat $cierny Al-Si-Poliester

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Krzemki

Ich mieszanki (4)

Glinki

Krzemki

Wegliki

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
MCrAIX (5)
Ich mieszanki (4)

Wegliki

Glinki

Krzemki

Glinki stopowe (2)

Materiaty $cierne nikiel-grafit
Materiaty $cierne Ni-Cr-Al
Materialy $cieme Al-Si-Poliester

E. Powlekanie zawiesinowe

Metale i stopy ognioodpormne (8)

"Materialy kompozytowe” na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki stopione

Glinki stopione z wyjatkiem elementéw do
nagrzewania oporowego

Krzemki

Wegliki

Ich mieszanki (4)

F. Rozpylanie jonowe

"Nadstopy"

Materialy ceramiczne i szkla o
wspotczynniku rozszerzalnosci cieplnej (14)

matym

Stopy tytanu (13)

“Materiaty kompozytowe” na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

Glinki zmodyfikowane metalem szlachetnym (3)
MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

Platyna

Ich mieszanki (4)

Krzemki

Platyna

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Borki

Azotki

Tlenki

Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)
Wegliki

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodpome

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru
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Spiekane wegliki wolframu (16), Wegliki
weglik krzemu (18) Wolfram
Ich mieszanki (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru
Molibden i stopy molibdenu Warstwy dielektryczne (15)
Beryl i stopy berylu Borki
Warstwy dielektryczne (15)
Beryl
Materiaty na okienka wziernikowe (9) Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)
Metale i stopy ognioodporne (8) Glinki
Krzemki
Tlenki
Wegliki
G. Implantacja jonéw Zarowytrzymale stale lozyskowe Dodatki chromu, tantalu lub niobu
Stopy tytanu (13) Borki
Azotki
Beryl i stopy berylu Borki
Spiekany weglik wolframu (16) Wegliki
Azotki

UWAGI DO TABELI TECHNIK POWLEKANIA

(1) Termin "technika powlekania” obejmuje zaréwno naprawe i odnawianie powtok, jak i nakladanie nowych.

(2) Termin "powltoka z glinku stopowego” obejmuje powloki uzyskane w procesie jedno- albo wieloetapowym, w kiérym kazdy pierwiastek
albo pierwiastki sq nakiadane przed albo podczas nakladania powltoki glinkowej, nawet jezeli pierwiastki te sq nakiadane podczas
innego procesu powlekania. Jednakze nie obejmuje to przypadku wieloetapowego stosowania jednostopniowych proceséw osadzania
Sfluidyzacyjnego, majgcego na celu uzyskanie glinkéw stopowych.

(3) Termin "powloka z glinku modyfikowanego metalem szlachetnym" obejmuje powtoki wytwarzane w procesie wieloetapowym, podczas
ktérego przed potozeniem powloki z glinku na podloie nakiadany jest, w innym procesie powlekania, jeden albo kilka metali
szlachetnych.

(4) Termin “mieszanki” obejmuje kombinacje, kiére skiadajq si¢ z przesyconego materiatem powloki podtoza, skladnikéw posrednich,
materiatu wspétosadzonego oraz wielowarstwowego materiatu osadzonego i sq wytwarzane jedng albo kilku technikami powlekania,
wymienionymi w tabeli.

(5) Przez termin MCrAIX nalezy rozumieé powlokg stopowq, w ktorej M oznacza kobalt, Zelazo, nikiel lub ich kombinacje, a X hafn, itr,
krzem, tantal w dowolnych lub innych zamierzonych ilosciach dodatkowych, wynoszqcych powyzej 0,01 procenta wagowych w roznych
proporcjach i kombinacjach, z wyjqtkiem:

a. Powtok CoCrAlY, w ktérych znajduje sie ponizej 22 procent wagowych chromu, ponizej 7 procent wagowych aluminium i ponizej
2 procent wagowych itru;

b. Powtok CoCrAlY, w ktérych znajduje sig 22 do 24 procent wagowych chromu, 10 do 12 procent wagowych aluminium i 0,5 do
0,7 procent wagowych itru; lub

¢. Powlok NiCrAlY, w ktérych znajduje si¢ 21 do 23 procent wagowych chromu, 10 do 12 procent wagowych aluminium i 0,9 do
1,1 procent wagowych itru.

(6) Termin "stopy aluminium” dotyczy stopéw, ktérych wytrzymatosé na rozcigganie, mierzona w temperaturze 293 K (20°C), wynosi
190 MPa lub wigcej.

(7) Termin "stale odporne na korozjg" odnosi sig¢ do stali serii 300 wedtug AISI (American Iron and Steel Institute) lub réwnowaznych

norm krajowych.

(8) Do metali zarowytrzymalych zaliczajq sig nastgpujgce metale i ich stopy: niob, molibden, wolfram i tantal.

(9) Nastepujgce “materialy na okienka wziernikowe”: tlenek glinu, krzem, german, siarczek cynku, selenek cynku, arsenek galu, diament,
fosforek galu inastgpujgce halogenki metali: materialy na okienka wziernikowe o Srednicy powyiej 40 mm z fluorku cyrkonu
i fluorku hafnu.

(10) Kategoria 2 nie objeta kontrolg "technologii” jednoetapowego wutwardzania technikq cieplno-chemiczng litych profili
aerodynamicznych.

(11) Nastgpujqgce polimery: poliimidy, poliestry, polisiarczki, poliweglany i poliuretany.

(12) Przez termin zmodyfikowany tlenek cyrkonowy nalezy rozumiel tlenek cyrkonowy z dodatkami innych tlenkéw metali, np. tlenku
wapnia, tlenku magnezu, tlenku itru, tlenku hafnu, tlenkéw lantanowcow itp. w celu stabilizacji pewnych faz krystalicznych i sktadnikéw
faz. Kontrola nie dotyczy powlok antytermicznych wykonanych z tlenku cyrkonowego modyfikowanego poprzez mieszanie albo
stapianie z tlenkiem wapnia albo magnezu.

(13) Przez termin stopy tytanu nalezy rozumieé stopy stosowane w technice kosmicznej, ktérych wytraymatos¢ na rozcigganie, mierzona w
temperaturze 293 K (20°C), wynosi 900 MPa lub wigcej.

(14) Przez termin szkia o malym wspdéiczynniku rozszerzalnosci ciepinej naleiy rozumieé szkla, dla ktdrych wartosé wspdlczynnika
rozszerzalnosci cieplnej, mierzona w temperaturze 293 K (20°C), wynosi I x 1 07 K lub mniej.
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(15) Przez termin warstwy dielektryczne nalezy rozumieé powloki wielowarstwowe z materiatéw izolacyjnych, w ktdrych interferencyjne

wlasciwodci konstrukcji ztozonej z materialéw o réznych wspétczynnikach zatamania sq wykorzystywane do odbijania, przepuszczania
lub pochtaniania fal o réinych dlugosciach. Jako warstwy dielektryczne nalezy rozumieé materialy sktadajqce sig z wigcej niz czterech
warstw dielektrycznych lub "kompozytéw" z materiatéw dielektrycznych i metali.

(16) Spiekany weglik wolframu nie obejmuje materialéw na narzedzia skrawajqce i formujgce wykonane z weglika wolframu/(kobaltu,

niklu), weglika tytanu/(kobaltu, niklu), weglika chromu/nikiel-chrom i weglika chromu/nikiel.

(17) Nie podlega kontroli “technologia” specjalnie opracowana do nakladania wegla diamentopodobnego na nastgpujqcych produktach:

dyski i gtowice magnetyczne, urzqdzenia do wytwarzania produktéw jednorazowych, zawory do kranéw, membrany do glosnikéw,
czesci silnikéw samochodowych, narzedzia tnqce, matryce do tloczenia-wykrawania, sprzet do automatyzacji prac biurowych,
mikrofony, urzqgdzenia medyczne.

(18) “Weglik krzemu” nie obejmuje materiatéw dla narzedzi do cigcia i formowania.
(19) Materialy ceramiczne, w rozumieniu w ramach tej pozycji, nie obejmujq materiatéw ceramicznych zawierajqcych wagowo 5% lub

wiecej gliny lub cementu, zaréwno w postaci oddzielnych sktadnikéw, jak i ich kombinacji.

TABELA - TECHNIKI POWLEKANIA - UWAGA TECHNICZNA

Definicje proceséw wymienionych w kolumnie I tabeli:

a.

Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem nakladania powloki albo modyfikacji powierzchni podioza, polegajgcym na osadzaniu
na rozgrzanym podloiu metalu, stopu, "kompozytu", dielektryka albo materiatu ceramicznego. W sqsiedztwie podioza nastepuje
rozktad albo tqczenie gazowych substratéw reakcji, wskutek czego osadza sie na nim pozqdany pierwiastek, stop albo zwiqzek.
Potrzebna do rozktadu zwigzkéw albo do reakcji chemicznych energia moze byé dostarczana przez rozgrzane podtoze, plazmg z
wyladowar jarzeniowych lub za pomocq "lasera”.

N.B.I.  CVD obejmuje nastepujgce techniki: Osadzanie w ukierunkowanym przeplywie gazéw bez zanurzania w proszku, CVD

pulsujgce, rozkiad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD), CVD intensyfikowane albo wspomagane za pomocg
plazmy.

N.B2 Zanurzanie w proszku polega na zanurzaniu podtoza w mieszaninie sproszkowanych substancji.
N.B.3.  Gazowe substraty reakcji, wykorzystywane w technice, w ktérej nie stosuje si¢ zanurzania w proszku, sq wytwarzane podczas

takich samych reakcji podstawowych i przy takich samych parametrach, jak w przypadku osadzania fluidyzacyjnego: z tym
wyjgtkiem, ze powlekane podtoze nie styka sig z mieszaning proszku.

Naparowywanie termiczne - fizyczne osadzanie par (TE-PVD) jest technikq powlekania w prézni przy cisnieniach ponizej 0,1 Pa, w
ktérej do odparowania materiatu powlekajqcego uiywa sig energii termicznej. Rezultatem tego procesu jest kondensacja albo
osadzenie odparowanych sktadnikéw na odpowiednio usytuowanych powierzchniach.

Zwykle proces ten jest modyfikowany poprzez wpuszczanie dodatkowych gazéw do komory prézniowej podczas powlekania, co
umozliwia wytwarzanie powlok o ztozonym sktadzie.

Innym powszechnie stosowanym sposobem jego modyfikacji jest uzywanie wigzki jonéw albo elektrondéw lub plazmy do intensyfikacji
albo wspomagania osadzania powloki. W technice tej mozna stosowad monitory do biezqcego pomiaru parametréw optycznych i
grubosci powloki.

Wyréznia sie nastgpujqce odmiany tej techniki:

1. PVD z zastosowaniem wiqzki elektronéw - do rozgrzania i odparowania materiatu, ktéry ma stanowic¢ powloke, uzywa sig wiqzki

elektronow;

2. PVD z ogrzewaniem oporowym - do wytwarzania odpowiedniego i réwnomiernego strumienia odparowanych sktadnikéw

powlokowych wykorzystywane sq Zrédla elektrycznego ogrzewania oporowego w kombinacji z uderzajgeq wiqzkg jondw;

3. Odparowanie "laserowe" - do ogrzania materiatu przeznaczonego na powlokg uzywana jest ciggla albo impulsowa wiqzka

"laserowa”;

4. Metoda osadzania za pomocq tuku katodowego wykorzystuje zuzywajqcq sie katode wykonang z materiatu majgcego stanowic

powloke; tuk wywolywany jest na powierzchni tego materiatu poprzez chwilowy kontakt inicjujqcy. Kontrolowany ruch tuku
powoduje erozjg powierzchni katody, wytwarzajgc wysoko zjonizowang plazme. Anode moze stanowié stozek osadzony w izolatorze
na obwodzie katody albo sama komora. Osadzanie w miejscach nielezqcych na linii biegu wiqzki uzyskuje sig dzigki odpowiedniej
polaryzacji poditoza.
N.B.: Definicia ta nie obejmuje bezladnego osadzania wspomaganego tukiem katodowym w przypadku powierzchni
niepolaryzowanych.

5. Powlekanie jonowe stanowi specjalng modyfikacjie procesu TE- PVD, w ktérej do jonizacji osadzanych skiadnikéw jest

wykorzystywane #rédio plazmy albo jonéw, natomiast podioze jest polaryzowane ujemnie, co ufatwia wychwyt z plazmy tych
sktadnikéw, ktére majq byé osadzone. Do czgsto spotykanych odmian tej techniki nalezq: wprowadzanie skladnikéw aktywnych,
odparowywanie substancji stalych wewngqtrz komory roboczej oraz biezqcy pomiar parametréw optycznych i grubosci powlok za
pomocq monitoréw.

Osadzanie fluidyzacyjne jest technikq powlekania albo modyfikacji powierzchni podtoza, w kidrej podioze jest zanurzane w
mieszaninie proszkéw, skladajgcej sig z:

1. Proszkéw metalicznych, ktére majq by osadzone (zazwyczaj aluminium, chrom, krzem lub ich kombinacje);

2. Aktywatora (zazwyczaj s61 halogenkowa); oraz

3. Proszku obojetnego, najczesciej tlenku glinu.

Podloze wraz z mieszaning proszkéw znajduje sig w retorcie, ktdra jest podgrzewana do temperatury od 1 030 K (757°C) do

1 375 K (1 102°C) przez okres wystarczajgcy do osadzenia powtoki.
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2E101

2E201

2E301

Napylanie plazmowe jest technikq powlekania, w ktdrej do pistoletu stuzqcego do wytwarzania i sterowania strumieniem plazmy jest
doprowadzany materiat do powlekania w postaci proszku albo preta. Pistolet topi materiat i wyrzuca go na podioze, na ktérym
powstaje silnie z nim zwiqzana powloka. Odmianami tej techniki sq napylanie plazmowe niskocisnieniowe oraz napylanie plazmowe
z wysokq predkosciq.

N.B. 1. Niskocisnieniowe oznacza pod cisnieniem nizszym od cisnienia atmosferycznego otoczenia.
N.B.2. Wysoka predkosé odnosi sig do predkosci gazéw na wylocie z dyszy przekraczajqcej wartosé 750 m/s w temperaturze
293 K (20°C) i cisnieniu 0,1 MPa.

Osadzanie zawiesinowe jest technikq powlekania albo modyfikacji powierzchni, w ktdrej stosowana jest zawiesina proszku
metalicznego lub ceramicznego ze spoiwem organicznym w cieczy, naktadana na podioze technikq natryskiwania, zanurzania lub
malowania. Nastgpnym etapem jest suszenie w powietrzu albo w piecu i obrébka cieplna, w wyniku czego powstaje powloka o
odpowiedniej charakterystyce.

Rozpylanie jonowe jest technikq powlekania, opartq na zjawisku przenoszenia pedu, w ktérej natadowane dodatnio jony sq
przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (material powtokowy). Energia kinetyczna padajgcych
Jondw jest wystarczajgca do wyrwania atoméw z powierzchni materiatu powtokowego i osadzenia ich na odpowiednio usytuowanej
powierzchni podioza.

N.B.1. Tabela dotyczy tylko rozpylania jonowego za pomocq triody, magnetronowego i reakcyjnego, ktére jest wykorzystywane
do zwigkszania przyczepnosci powloki i wydajnosci osadzania oraz do rozpylania jonowego wspomaganego prqdami
wysokiej czestotliwosci, wykorzystywanego do intensyfikacji odparowania niemetalicznych materiatéw powtokowych.

N.B.2. Do aktywacji osadzania mozna zastosowad wigzki jondw o niskiej energii (ponizej 5 keV).

Implantacja jonowa jest technikq modyfikacji powierzchni polegajgcq na jonizacji pierwiastka, kiéry ma by¢ stopiony,
przyspieszaniu go za pomocq réznicy potencjatéw i wstrzeliwaniu w odpowiedni obszar powierzchni podtoza. Technika ta moze byc¢
stosowana réwnoczesnie z napylaniem jonowym wspomaganym za pomocq wiqgzki elektronéw albo rozpylaniem jonowym.

"Technologie" wedlug Uwagi ogélnej do technologii przeznaczone do "uzytkowania" urzadzed lub "oprogramowania” ujetych
w pozycjach 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 2B119 do 2B122 lub 2D101.

"Technologie" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczone do "uzytkowania" urzadzef lub "oprogramowania" ujgtych
w pozycjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 do
2B232 2D201 lub 2D202. :

"Technologie" niezbgdne do "uzytkdwania" wyrobdéw wyspecyfikowanych w pozycjach 2B350 do 2B352.

KATEGORIA 3 - ELEKTRONIKA

3A  Systemy, urzadzenia i czeéci

UWAGI:

3A001

1. Status kontroli wyposazenia, urzqdzer i czesci opisanych w pozycjach 34001 lub 34002, innych niz wymienione w pozycji
34001.a.3. do 34001.a.10. lub 34001.a.12., specjalnie przeznaczonych do innych urzqdzeri albo posiadajqcych te same cechy
funkcjonalne co inne urzqdzenia, jest taki sam jak status kontroli tych innych urzqdzen.

2. Status kontroli uktadéw scalonych ujetych w pozycjach 34001.a.3. do 34001.a.9. lub 34001.a.12., zaprogramowanych na stale
bez mozliwosci wprowadzenia zmian albo przeznaczonych do specjalnych funkcji dla innych urzqdzen, jest taki sam jak status
kontroli tych innych urzqdzen.

N.B. W razie gdy producent lub wnioskodawca nie jest w stanie okresli¢ statusu kontroli tych innych urzqdzen, status
kontroli danych ukiadéw scalonych jest okreslony w pozycjach 34001.a.3 do 34001.a.9. i 34001.a.12. Jezeli ukiad
scalony jest krzemowym "mikroukladem mikrokomputerowym™ lub mikrosterownikiem ujetym w pozycji 34001.a.3. o
dlugosci stowa operanda (danych) 8 bitéw lub mniej, status kontroli ukiadu scalonego okreslono w pozycji
34001.a.3.

Urzadzenia i czgéci elektroniczne

a. Nastepujgce uklady scalone ogdlnego przeznaczenia:
UWAGI: 1. Status kontroli plytek (gotowych albo niegotowych) posiadajqcych wyznaczong funkcje nalezy okreslaé na
podstawie parametréw podanych w pozycji 34001.a.
2. Do uktadéw scalonych zaliczane sq nastepujqce typy:
"Uktady scalone monolityczne”;
"Uktady scalone hybrydowe";
"Uktady scalone wieloptytkowe";
"Uktady scalone warstwowe" wiqcznie z ukladami scalonymi typu krzem na szafirze;
"Uktady scalone optyczne”.
1. Uklady scalone skonstruowane albo przystosowane w taki sposdb, ze sg odporme na promieniowanie jonizujgee i
wytrzymujg:
a. dawke catkowita 5 x 10° Gy (Si) lub wyzszg; lub
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b. wazrost dawki o 5 x 10° Gy (Si)/s lub wigkszy;

2. "Uklady mikroprocesorowe", "uklady mikrokomputerowe" i mikroukiady do mikrosterownikéw, uklady scalone pamigci

11.

12.

wykonane z péiprzewodnikéw zlozonych, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, uklady elektrooptyczne
lub “optyczne uklady scalone” do “przetwarzania sygnaldéw”, sieci bramek programowalne przez uzytkownika, tablice
logiczne programowalne przez uzytkownika, uklady scalone na sieciach neuronowych, robione na zaméwienie uklady
scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub statusie kontroli urzadzenia, w ktérym mialyby by¢ zainstalowane,
procesory do Szybkiej Transformacji Fouriera (FFT), wymazywalne elektrycznie - programowalne pamigci stale
(EEPROM), pamigci blyskowe lub statyczne pamieci o dostgpie swobodnym (SRAM), o jednej z ponizszych wiaéciwosci:

a. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyzej 398 K (125°C),

b. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia ponizej 218 K (-55°C); lub

c. przystosowane do pracy w catym przedziale wartosci temperatur od 218 K (-55°C) do 398 K (125°C);

UWAGA:  Pozycja 34001.a.2. nie obejmuje uktadéw scalonych do silnikéw do pojazdéw cywilnych ani kolejowych.

. "Uklady mikroprocesorowe", "uklady mikrokomputerowe" i mikrouklady do mikrosterownikéw posiadajace jedna

z nast¢pujacych cech:

UWAGA:  Pozycja 34001.a.3. obejmuje cyfrowe procesory sygnatowe, cyfrowe procesory tablicowe i koprocesory cyfrowe.

a. Posiadajg "calkowita teoretyczna moc obliczeniowa" (CTP) 6 500 milionéw operacji teoretycznych na sekundg (Mtops)
lub wigcej oraz jednostke arytmetyczno-logiczna z szyng dostgpu o szerokosci 32 bitéw lub wigkszej;

b. Sa wykonane z pSlprzewodnikéw zlozonych i pracuja z czgstotliwoscia zegara powyzej 40 MHz; lub

c. Posiadaja wigcej niz jedna szyne danych albo rozkazéw albo szeregowy port komunikacji zapewniajacy bezposrednie
zewnetrzne polaczenie miedzy réwnoleglym “ukladem mikroprocesorowym”, o predkosci transmisji danych powyzej
150 Mbajtéw/s;

. Pamigciowe uklady scalone wytwarzane z péiprzewodnikéw zlozonych;
. Nastepujace przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe na uktadach scalonych:

a. Przetworniki analogowo-cyfrowe posiadajace jedna z nastgpujacych cech charakterystycznych:
N.B. Sprawdz takie poz. 3A101

1. Rozdzielczo$¢ 8 bitéw lub wigcej, ale ponizej 12 bitéw i calkowity czas przetwarzania z maksymalng
rozdzielczoécia ponizej S ns;
2. Rozdzielczoéé 12 bitdw i calkowity czas przetwarzania z maksymalng rozdzielczoscia ponizej 200 ns; lub
3. Rozdzielczo$é powyzej 12 bitdw i calkowity czas przetwarzania z maksymalng rozdzielczoscig ponizej
2 mikrosekund;
b. Przetworniki cyfrowo-analogowe o rozdzielczosci 12 bitéw lub wigkszej i "czasie ustalania” ponizej 10 ns;
Uwagi techniczne:
1. Rozdzielczosé n bitéw odpowiada kwantowaniu w 2" poziomach.
2. “Catkowity czas konwersji” jest odwrotnosciq szybkosci prébkowania.

. Uklady scalone elektrooptyczne albo "optyczne uklady scalone" do "przetwarzania sygnaléw" posiadajace wszystkie

wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a. Posiadajace jedng albo wigcej wewnetrznych diod "laserowych";

b. Posiadajgce jeden albo wigcej wewngtrznych elementéw reagujacych na $wiatto; i
c. Wyposazone w §wiattowody;

. Sieci ukladéw logicznych programowalne przez uzytkownika, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech

charakterystycznych:
a. Zastepczg liczbe bramek powyzej 30 000 (2 bramki wejsciowe); lub
b. Typowe "podstawowe opdZnienie bramki zwiazane z rozchodzeniem si¢ sygnatu” mniejsze niz 0,4 ns; lub
c. Czestotliwo$é przelaczania powyzej 133 MHz;
UWAGA:  Pozycja 34001.a.7. obejmuje:
e Proste programowalne urzqdzenia logiczne (SPLD)
Zlozone programowalne urzqdzenia logiczne (CPLD)
Tablice bramek programowane przez uzytkownika (FPGA)
Tablice logiczne programowane przez uzytkownika (FPLA)
Polqgczenia wewngetrzne programowane przez uzytkownika (FPIC)

N. B. Programowalne przez uzytkownika urzqdzenia logiczne znane sq takie jako programowalne przez uzytkownika
bramki lub jako programowalne przez uzytkownika tablice logiczne.

. Niewykorzystany;

Uklady scalone na sieciach neuronowych;

Robione na zaméwienie uklady scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub statusie kontroli urzgdzenia, w ktérym
bedzie zastosowany dany uktad scalony, posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:

a. Ponad 1000 kohcéwek;

b. Typowe "podstawowe opdznienie bramki zwigzane z rozchodzeniem si¢ sygnatu" mniejsze niz 0,1 ns; lub

¢. Czestotliwo$é robocza powyzej 3 GHz;

Cyfrowe uklady scalone, rézne od wymienionych w pozycjach 3A001.a.3. do 3A001.a.10. lub 3A001.a.12., oparte na
dowolnym uktadzie pétprzewodnikéw zlozonych i posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Zastepcza liczbg bramek powyzej 3000 (2 bramki wejsciowe); lub

b. Czestotliwo$é przelaczania powyzej 1,2 GHz;

Procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadajagce nominalny czas realizacji dla N-punktowej zespolonej
transformaty FFT ponizej (N log®N)/20,480 ms, gdzie N jest liczba punktéw;

Uwaga techniczna: Gdy N jest rbwne 1024 punkty, formuta 34001.a.12. daje czas realizacji 500 ps.
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b. Urzadzenia mikrofalowe albo pracujace na falach milimetrowych:

1.

&

Nastg¢pujace elektronowe lampy prézniowe i katodowe:
UWAGA: Pozycja 34001.b.1. nie dotyczy lamp skonstruowanych lub przystosowanych do dziatania w jakimkolwiek
pasmie czestotliwosci, ktére spetnia nastepujgce warunki:
a. nie przekracza 31 GHz, i
b. jest przydzielone przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.

a. Nastgpujace lampy o fali biezacej, impulsowe albo o dziataniu ciaglym:
1. Pracujace z czgstotliwo$ciami przekraczajacymi 31 GHz;
2. Zaopatrzone w element podgrzewajacy katodg, z czasem dojscia do mocy znamionowej w zakresie fal radiowych
wynoszacym ponizej 3 sekund,
3. Sprz¢zone lampy wngkowe, albo ich pochodne o "Utamkowej szeroko$ci pasma” powyzej 7% lub mocy szczytowej
powyzej 2,5 kW;
4. Lampy spiralne, albo ich pochodne posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. "Chwilowa szeroko$¢ pasma" powyzej jednej oktawy i iloczyn mocy przecigtnej (wyrazonej w kW) i czqstothwoscx
(wyrazonej w GHz) powyzej 0,5;
b. "Chwilowa szeroko$¢ pasma" ponizej jednej oktawy i iloczyn przecigtnej znamionowej mocy wyjéciowej
(wyrazonej w kW) 1 czestotliwosci roboczej (wyrazonej w GHz) powyzej 1; lub
¢. Wiasciwosci "klasy kosmiczne;j";
b. Wzmacniacze lampowe o skrzyzowanych polach ¢ wzmocnieniu powyzej 17 dB;
c. Impregnowane katody do lamp elektronicznych wytwarzajace ciagly prad emisyjny w znamionowych warunkach pracy o
gestoéei powyzej 5 A/em?;
Mikrofalowe uklady scalone albo moduly, majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. zawierajgce "monolityczne uklady scalone" majace jeden lub wigcej aktywnych elementéw uktadowych; i
b. pracujace z czgstotliwosciami powyzej 3 GHz;
UWAGA 1: Pozycja 34001.b.2. nie obejmuje uktadoéw ani modutéw do urzqdzer skonstruowanych lub przystosowanych
do dziatlania w jakimkolwiek pasmie czestotliwosci, ktdre spetnia nastgpujqce warunki:
a. nie przekracza 31 GHz; i
b. jest przydzielone przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.

UWAGA 2: Pozycja 34001.b.2. nie obejmuje urzqdzen do satelitéw radiowych rozsiewczych skonstruowanych lub
przystosowanych do pracy w zakresie czestotliwosci od 40 GHz do 42,5 GHz.

Tranzystory mikrofalowe specjalnie przeznaczone do pracy przy czgstotliwoéciach powyzej 31 GHz;

Mikrofalowe wzmacniacze polprzewodnikowe, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Czgstotliwosci robocze powyzej 10,5 GHz i "chwilowsg szeroko$¢ pasma" powyzej polowy oktawy;

b. Czestotliwosci robocze przewyzszajgee 31 GHz;

Filtry $rodkowo-przepustowe i $rodkowo-zaporowe przestrajalne elektronicznie albo magnetycznie, posiadajgce ponad
5 przestrajalnych rezonatoréw umozliwiajacych strojenie w zakresie pasma czgstotliwosei 1,5:1 (fa/fnin) W ciagu ponizej
10 mikrosekund o:

a. Szerokosci pasma $rodkowo-przepustowego powyzej 0,5 % czgstotliwosci noénej; lub

b. Szerokosci pasma $rodkowo-zaporowego ponizej 0,5 % czgstotliwosci nosnej;

Zespoty mikrofalowe zdolne do pracy przy czgstotliwos$ciach powyzej 31 GHz;

Mieszacze 1 konwertery przeznaczone do rozszerzania przedzialu czestotliwosci urzadzed ujgtych w pozycjach 3A002.c.,
3A002.¢. lub 3A002.f. powyzej podanych tam wartosci granicznych;

Mikrofalowe wzmacniacze mocy zawierajace lampy ujgte w pozycji3A00L1.b., posiadajace wszystkie z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Czgstotliwosci robocze powyzej 3 GHz;

b. Srednia wyjiciowa gestoéé mocy wicksza niz 80 W/kg; oraz

¢. Objetoéé mnicjsza niz 400 cm’.

UWAGA I1: Pozycja 3A001.b.8. nie obejmuje urzgdzeri skonstruowanych Ilub przystosowanych do dziatania w
Jjakimkolwiek pasmie czestotliwosci, ktére jest przydzielone przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale
nie do namierzania radiowego.

c. Nastepujace urzadzenia wykorzystujace fale akustyczne i specjalnie do nich przeznaczone czgsci:
1. Urzadzenia wykorzystujgce akustyczne fale powierzchniowe oraz akustyczne fale szumdéw powierzchniowych (plytkie)

(tj. urzadzenia do "przetwarzania sygnaléw" wykorzystujace fale odksztalcen sprezystych w materiatach), posiadajace jedng
z nastgpujacych cech charakterystycznych:
a. Czgstotliwo$é noéng powyzej 2,5 GHz;
b. Czestotliwoéé nosng wigksza niz 1 GHz, ale mniejsza niz 2,5 GHz oraz majace jedng z ponizszych wlasciwosci:
1. Ttumienie pasma bocznego czestotliwosci powyzej 55 dB;
2. Tloczyn maksymalnego czasu zwloki i szeroko$ci pasma (czas w mikrosekundach i szeroko§é pasma w MHz)
powyzej 100;
3. Szerokos$¢ pasma wigksza niz 250 MHz; lub
4. Opdznienie dyspersyjne powyzej 10 mikrosekund; lub
c. Czestotliwosé noSng 1 GHz lub mniej oraz majace jedna z ponizszych wtaéciwosci:
1. Tloczyn maksymalnego czasu zwloki i szeroko$ci pasma (czas w mikrosekundach i szeroko$¢ pasma w MHz)
powyzej 100;
2. Opbznienie dyspersyjne powyzej 10 mikrosekund;
3. Tiumienie pasma bocznego czgstotliwosci powyzej 55 dB i szerokoéé pasma wigksza niz 50 MHz,
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2.

Urzadzenia wykorzystujace przestrzenne fale akustyczne (tj. urzadzenia do "przetwarzania sygnaléw" wykorzystujace fale
odksztalcen sprezystych w materiatach), umozliwiajace bezposrednie przetwarzanie sygnaléw z czgstotliwo§ciami powyzej
1 GHz;

. Urzadzenia do "przetwarzania sygnaléw" optyczno-akustycznych wykorzystujgce oddzialywania pomigdzy falami

akustycznymi (przestrzennymi albo powierzchniowymi) a falami §wietlnymi do bezpoéredniego przetwarzania sygnaléw
albo obrazéw, wlacznie z analizg widmowa, korelacjg lub splataniem;

d. Urzadzenia lub uklady elektroniczne, w ktérych sklad wchodzg elementy wykonane z materialéw "nadprzewodzacych",
specjalnie przeznaczone do pracy w temperaturach ponizej "temperatur krytycznych" co najmniej jednego z elementéw
"nadprzewodzacych", posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:

1.

2.

Przelgczanie pradowe dla obwoddw cyfrowych za pomoca bramek "nadprzewodzacych, dla ktérego iloczyn czasu zwtoki na
bramke (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramke (w watach) wynosi ponizej 1071 J; lub
Selekcje czestotliwodei dla wszystkich czgstotliwosci za pomocg obwodéw rezonansowych o wartosciach Q powyzej 10 000;

e. Nastgpujace urzadzenia wysokoenergetyczne:

1.

2.

Nastgpujace baterie i zespoty fotowoltaiczne:

UWAGA:  Pozycja 34001.e.1. nie obejmuje kontrolg baterii o objetosciach réwnych lub mniejszych niz 27 cm® (np.
standardowe ogniwa C lub baterie R14).

a. Ogniwa i baterie galwaniczne o ggsto$ci energii powyzej 480 Whikg i przystosowane do pracy w zakresie temperatur od
ponizej 243 K (-30°C) do powyzej 343 K (+70°C);

b. Ogniwa i akumulatory doladowywane, o gestosci energii powyzej 150 Whikg po 75 cyklach ladowania/rozladowania
przy pradzie rozladowania réwnym C/5 godzin (C jest pojemnoscia nominalng w amperogodzinach) w przypadku
eksploatacji w zakresie temperatur od ponizej 253 K (-20°C) do powyzej 333 K (+60°C);

Uwaga techniczna:

Gestosé energii oblicza sig, mnozqc Srednig moc w watach (Srednie napigcie w woltach razy Sredni prqd w amperach)
przez czas rozladowania w godzinach do poziomu napigcia stanowiqcego 75 % napigcia jalowego i dzielgc przez
catkowitq'mase ogniwa (albo akumulatora) w kg.

c. Plyty z ogniwami fotoelektrycznymi "klasy kosmicznej" lub odporne na promieniowanie jonizujace, o mocy
jednostkowej powyzej 160 W/m® w temperaturze roboczej 301 K (+28°C) po oéwietleniu $wiattem o natgZeniu 1 KW/m?
emitowanym przez wiékno wolframowe o temperaturze 2800 K (2 527 °C);

Nastepujace wysokoenergetyczne kondensatory magazynujgce:

N.B. Sprawdi takze 3A201.a.

a. Kondensatory o czgstotliwoéci powtarzania ponizej 10 Hz (kondensatory jednokrotne) posiadajace wszystkie wymienione
ponizej cechy charakterystyczne: '

1. Napigcie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;
2. Gesto$é energii réwng lub wyzsza niz 250 J/kg; oraz
3. Energi¢ catkowita réwng lub wyzszg niz 25 kJ;

b. Kondensatory o czgstotliwoéci powtarzania 10 Hz lub wyzszej (kondensatory powtarzalne) posiadajace wszystkie

wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

1. Napigcie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;

2. Gestosé energii réwng lub wyzszg niz 50 J/kg;

3. Energi¢ catkowitg réwng lub wyzsza niz 100 kJ; oraz

4. Zywotno$é¢ mierzong liczba cykli tadowanie/rozladowanie wynoszaca 10 000;

"Nadprzewodzace" elektromagnesy albo cewki, specjalnie opracowane w sposdb umozliwiajagcy ich pelne ladowanie

i rozltadowanie w czasie ponizej jednej sekundy, posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

N.B. Sprawdi takze 3A201.b.

UWAGA: Pozycja 34001.e.3. nie obejmuje kontrolg ani elektromagneséw, ani cewek "nadprzewodzqcych"” specjalnie
przeznaczonych do aparatury medycznej, w ktdrej do tworzenia obrazéw wykorzystywany jest rezonans
magnetyczny (MRI).

a. Energia dostarczona podczas wytadowania wigksza od 10 kJ w pierwszej sekundzie;
S$rednica wewnetrzna uzwojenia pradowego cewki wynosi powyzej 250 mm; oraz

c. Dostosowane do indukcji magnetycznej powyzej 8 T lub posiadajgce "calkowita gesto$é pradu” uzwojenia powyzej
300 A/mm’;

f. Urzadzenia kodujace bezwzgledne polozenie walu posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

1.

Rozdzielczo$¢ lepsza niz 1 cz¢$¢ na 265 000 (rozdzielczosé 18 bitdw) petnego zakresu; lub

2. Dokladno$é powyzej 2,5 sekundy katowej;

3A002 Sprzet elektroniczny ogdlnego przeznaczenia.

a. Nastgpujace urzadzenia do rejestracji pomiaréw i specjalnie do nich przeznaczone ta$my testowe:

1.

Analogowe urzadzenia rejestrujgce na ta$mie magnetycznej wlacznie z urzadzeniami umozliwiajacymi zapis sygnatdéw

cyfrowych (np. za pomocg modutu do cyfrowego zapisu magnetycznego z duza gestoscia (HDDR)), posiadajace jedna

z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Szeroko$¢ pasma powyzZej 4 MHz na kanat elektroniczny lub $ciezke;

b. Szeroko$¢ pasma powyzej 2 MHz na kanat elektroniczny lub $ciezkg oraz posiadajace wigcej niz 42 $ciezki; lub

c. Uchyb czasowy, mierzony wediug dostgpnej dokumentacji Inter Range Instrumentation Group (IRIG) lub Electronic
Industries Association (EIA), mniejszy od + 0,1 mikrosekundy;

UWAGA: Pozycja 34002.a.1. nie obejmuje kontrolg rejestratoréw analogowych na tasmie magnetycznej do cywilnych

zastosowati techniki video.
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3A101

3A201

2. Cyfrowe rejestratory obrazéw na ta$mie magnetycznej posiadajace zlgcza komunikacyjne o maksymalnej szybkosci
przesylania sygnaléw cyfrowych powyzej 360 Mbitéw/s;
UWAGA: Pozycja 34002.a.2. nie obejmuje kontrolg cyfrowych rejestratoréw video na taSmie magnetycznej specjalnie
przeznaczonych do rejestracji telewizyjnej zgodnie z formatem sygnatu znormalizowanym i zalecanym przez
ITU, IEC, SMPTE, EBU lub IEEE do stosowania w telewizji cywilnej;
3. Urzadzenia do cyfrowego zapisu na ta$mie magnetycznej technikg skanowania spiralnego lub za pomoca glowicy stalej,
posiadajgce jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych: ‘
a. Posiadajace zlacza komunikacyjne o maksymalnej szybkosci przesylania sygnalow cyfrowych powyzej 170 Mbitdwi/s;

lub
b. Wiadciwosci "klasy kosmicznej";
UWAGA: Pozycja 34002.a.3. nie obejmuje kontrolq rejestratoréw analogowych na taSmie magnetycznej,

wyposazonych w przetworniki elektroniczne HDDR, skonstruowanych w taki sposdb, Ze umozliwiajq
rejestracjg wylqcznie danych cyfrowych.
4. Urzadzenia posiadajace zlacza komunikacyjne o szybkosci przesylania sygnatéw cyfrowych powyzej 175 Mbitdwr/s,
umozliwiajace przeksztalcanie cyfrowych rejestratoréw obrazéw na ta$mie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;
5. Analogowo-cyfrowe przetworniki przebiegéw falowych i rejestratory stanéw przejsciowych posiadajace obie ponizsze cechy
charakterystyczne:
a. Szybkosé przetwarzania cyfrowego réwna lub wigksza niz 200 milionéw probek na sekundg i rozdzielczo$é 10 bitéw lub
wigkszg; oraz
b. Przepustowoéé ciagla 2 Gbity/s lub wigkszg;

Uwaga techniczna:

W przypadku urzqdzer o réwnoleglej architekturze szyn, przepustowo$é ciqglq okresla sig Jako iloczyn najwigkszej
predkosci przesytu stéw i liczby bitéw w stowie. W pozycji 34002.a.5. pojecie przepustowos¢ ciggta oznacza najwigkszq
predko$¢ przesytu danych przez urzqdzenie do pamigci masowej bez straty informacji z utrzymaniem predkosci
probkowania i przetwarzania analogowo-cyfrowego;

"Elektroniczne zespoly" "syntezatorow czgstotliwosci” z "czasem przelaczania czgstotliwoéei” z jednej wybranej wartoéci na
drugg wynoszacym ponizej 1 ms;

Nastepujace "analizatory sygnatéw":
1. “Analizatory sygnaléw” zdolne do analizowania czgstotliwosci powyzej 31 GHz;
2. "Analizatory sygnaléw dynamicznych” z "pasmem biezacym o szerokosci" powyzej 500 kHz;
UWAGA: Pozycja 34002.c.2. nie obejmuje kontrolq “analizatoréw sygnatéw dynamicznych”, w ktérych zastosowano tylko
filtry o statoprocentowej szerokosci pasma, znanych réwniez jako filtry oktawowe albo utamkowo-oktawowe.

Generatory sygnalowe z synteza czestotliwosci, wytwarzajace czgstotliwosci wyjsciowe i ktérych dokladnosé oraz stabilnos$é
krétkoterminowa i dlugoterminowa sa sterowane, wynikaja albo s3 wymuszane przez wewngtrzng czgstotliwosé podstawowa,
posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Maksymalna czgstotliwo$é zsyntetyzowana powyzej 31 GHz;
2. "Czas przelaczania czgstotliwoéci" z jednej wybrancj wartoéci na drugg ponizej 1 ms; lub
3. Zaklécenie fazowe pojedynczej wstegi bocznej (SSB) lepsze niz - (126 + 20log;oF -20log 10f) w dB/Hz, gdzie F oznacza
uchyb od czgstotliwosci roboczej w Hz, a f jest czgstotliwoscig robocza w MHz;
UWAGA: Pozycja 34002.d. nie obejmuje kontrolg urzqdzen, w ktérych czestotliwo$¢ wyjSciowa jest wytwarzana poprzez
dodawanie albo odejmowanie dwéch Iub wiecej czestotliwosci oscylatoréw kwarcowych, baqdZ poprzez
dodawanie lub odejmowanie, a nastgpnie mnozenie uzyskanego wyniku.

Analizatory sieci o maksymalnej czgstotliwosci roboczej powyzej 40 GHz;

Kontrolne odbiorniki mikrofalowe posiadajgce obie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
1. Maksymalng czgstotliwo$é robocza powyzej 40 GHz; i
2. Majace mozliwo$é jednoczesnego pomiaru amplitudy i fazy;

Atomowe wzorce czestotliwosci posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

1. Stabilno$é dtugookresowa (starzenie) mniej (lepsza) niz 1 x 10" /miesiac; lub

2. Wiasciwosci "klasy kosmicznej";

UWAGA:  Pozycja 34002.g.1. nie obejmuje kontrolg rubidowych wzorcéw czestotliwosci, niebedqcych “kasy kosmicznej”.

Nastepujgce urzadzenia, przyrzady i elementy elektroniczne, rézne od ujetych w pozycji 3A001:

a.

b.

Przetworniki analogowo-cyfrowe, znajdujace zastosowanie w "pociskach”, speiniajace wojskowe warunki techniczne dla
urzadzet wytrzymalych na wstrzgsy.

Akeeleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego w wyniku hamowania elektronéw
0 energii 2 MeV lub wigkszej oraz instalacje, w ktérych sklad wchodzg takie akceleratory.

UWAGA:  Pozycja 3A101.b. nie obejmuje urzqdzer skonstruowanych z przeznaczeniem do zastosowar medycznych.

Nastgpujace podzespoly elektroniczne, rézne od wymienionych w pozycji 3A001:

a.

Kondensatory o nastgpujacych parametrach:

1. a. napigcie znamionowe powyzej 1,4 kV;
b. zmagazynowana energia powyzej 10 J;
c. reaktancja pojemno$ciowa powyzej 0,5 F; i
d. indukcyjnoéé szeregowa ponizej S0 nH; lub
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a. napigcie znamionowe powyzej 750 V;
b. reaktancja pojemnosciowa powyzej 0,25 F; i
¢. indukcyjnosé szeregowa ponizej 10 nH;

b. Nadprzewodnikowe elektromagnesy solencidalne posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

1

2.
3.
4.

Zdolne do wytwarzania pél magnetycznych o nat¢zeniu powyzej 2 T (tesli) (20 kilogauséw);

O stosunku L/D (dtugo$é podzielona przez $rednicg wewngtrzng) powyzej 2;

O $rednicy wewnegtrznej powyzej 300 mm; oraz

Wytwarzajgce pole magnetyczne o réwnomiernosci rozkladu lepszej niz 1% w zakresie $rodkowych 50% objetosci
wewngtrznej.

UWAGA: Pozycja 3A201.b. nie dotyczy magneséw specjalnie skonstruowanych i eksportowanych jako czesci medycznych

instalacji do tworzenia obrazéw metodq jgdrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Sformutowanie "jako czesci”
niekoniecznie oznacza fizyczng czesé wchodzqeq w sklad tej samej partii wysylanego wyrobu; dopuszcza sie
mozliwosé oddzielnych wysytek z réznych Zrédet, pod warunkiem ze w towarzyszqcej im dokumentacji eksportowej

441

wyraznie okresla sig, ze wysylane wyroby sq dostarczane "jako czes¢” instalacji do wytwarzania obrazéw.

Urzgdzenia rentgenowskie typu impulsowego lub impulsowe akceleratory elektronéw majace jeden z nastgpujacych zestawdw
cech:

1.

2.

Posiadajace szczytowsg energie¢ akceleratora elektronéw 500 kV tub wigksza, ale ponizej 25 MeV; i
wspdtezynnik dobroci (K) 0,25 lub wigkszy; lub

Posiadajace szczytows energig akceleratora elektronéw 25 MeV lub wigksza; i

szczytowa moc powyzej SO0 MW.

or oR

UWAGA: Pozycja 34201.c. nie obejmuje akceleratoréw stanowiqcych zespoly skladowe urzqdzer skonstruowanych z

przeznaczeniem do innych celéw niz wytwarzanie wigzek elektronéw lub promieniowania rentgenowskiego (na
przyktad mikroskopy elektronowe) oraz urzqdzen do zastosowari medycznych.

Uwagi techniczne:

1.

Wspétczynnik dobroci K definiuje sig nastgpujgco:

K= L17x10°V*%Q,
gdzie V jest szczytowq energiq elektronéw w milionach elektronowoltow,

Q jest catkowitym przyspieszanym ladunkiem w kulombach, jezeli czas trwania impulsu wiqzki akceleratora wynosi
ponizej 1 mikrosekundy lub jest jej réwny, :
Jezeli czas trwania impulsu wiqzki akceleratora jest diuzszy niz 1 mikrosekunda, Q jest maksymalnym przyspieszanym
tadunkiem w 1 mikrosekundzie.
[O réwna sie calce z i po t w przedziale o dlugosci réwnym mniejszej z dwoch wartosci
- I mikrosekundy lub czasu trwania impulsu wiqzki (Q = [calka] idt), gdzie i jest natgZeniem wigzki w amperach, a t jest
czasem w sekundach];

‘Moc szczytowa’ = (napigcie szczytowe w woltach x (szczytowy prgd wiqzki w amperach).

W akceleratorach dziatajqcych na zasadzie rezonatora mikrofalowego, czas trwania impulsu wigzki jest mniejszq z dwéch
wartosci - 1 mikrosekunda lub czas trwania pakietu wigzek wynikajqcy z jednego impulsu modulatora mikrofalowego.

W akceleratorach dziatajgcych na zasadzie rezonatora mikrofalowego szczytowa warto$¢ prqdu wigzki jest wartosciq
Sredniq prqdu podczas trwania pakietu wiqzek.

3A225 Przemienniki czestotliwosci lub generatory, rézne od ujetych w pozycji 0B001.b.13., posiadajace wszystkie wymienione ponizej
cechy charakterystyczne:

a.

b.

C.

d.

Wyijscie wiclofazowe umozliwiajgce uzyskanie mocy 40 W lub wigkszej;

Zdolno$é do pracy w zakresie czgstotliwosei od 600 do 2000 Hz;

Calkowite znieksztalcenie harmoniczne ponizej 10%; oraz

Dokiadno$é regulacji czgstotliwoéci lepsza niz 0,1%.

Uwaga techniczna:
Przemienniki czestotliwosci, o ktérych mowa w poz. 34225, nazywane sq réwniez konwerterami, przetwornicami lub
przeksztattnikami.

3A226 Wysokoenergetyczne zasilacze pradu statego, rézne od wymienionych w pozycji 0B001.j.6., majgce obydwie nastgpujace cechy:
zdolne do ciggtego wytwarzania, w okresie czasu wynoszgcym 8 godzin, napigcia 100 V lub wigkszego z wyjsciem o natgzeniu
500 A Iub wigkszym; i

a.

b. o stabilnosci pradu lub napigcia w ciggu 8 godzin lepszej niz 0,1 %.
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3A227

3A228

3A229

3A230

3A231

3A232

Wysokonapigciowe zasilacze pradu stalego, rézne od wymienionych w pozycji 0B001.j.5., majace obydwie nastgpujace cechy:
a. zdolne do cigglego wytwarzania, w okresie czasu wynoszacym 8 godzin, napigcia 20 kV lub wigkszego z wyjsciem o nat¢zeniu
1 A lub wigkszym; i

b. o stabilnosci pradu lub napigcia w ciagu 8 godzin z doktadnoscia lepsza niz 0,1 %.
Nastepujace urzadzenia przetaczajace:

a. Lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy sa napelnione gazem, czy tez nie, pracujgce podobnie do
iskiernika i majace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
1. posiadajace trzy lub wigcej elektrod,
2. szczytowa warto$é napigcia anody 2500 V lub wigcej;
3. szczytowa warto$é nat¢zenia pradu anodowego 100 A lub wigcej; oraz
4. czas zwloki dla anody 10 mikrosekund lub mniej;

UWAGA: Pozycja 34228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i prézniowe lampy sprytronowe.

b. Iskierniki wyzwalane posiadajace obydwie nastgpujace cechy charakterystyczne:
1. czas zwloki dla anody 15 mikrosekund lub krétszy; i
2. dostosowane do pradéw o nat¢Zeniach szczytowych 500 A lub wigkszych;

¢. Moduly lub zespoly do szybkiego przelaczania posiadajgce wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:
1. Szezytowg warto$¢ napigeia anody powyzej 2000 V;
2. Szczytowa warto$é nat¢zenia pradu anodowego 500 A lub wigeej; oraz
3. Czas wlgczania 1 mikrosekunda lub krétszy;

Nastepujace instalacje zaplonowe i réwnowazne generatory impulséw wysokopradowych (do detonatoréw objgtych kontrola).
N.B. Sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.

a. Instalacje zaplonowe do detonatoréw wielokrotnych typu objetego kontrolg wedtug pozycji 3A232:

b. Modulowe generatory impulséw elektrycznych (impulsatory) posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:

przeznaczone do urzadzen przeno$nych, przewoZnych lub innych narazonych na wstrzgsy; -

umieszczone w obudowie pyloszczelnej;

znamionowa energia wytadowania w czasie ponizej 15 mikrosekund;

prad wytadowania powyzej 100 A;

czas narastania ponizej 10 mikrosekund przy obcigzeniu ponizej 40 oméw;

zaden z wymiaréw nie przekracza 254 mm;

cigzar ponizej 25 kg; 1

przeznaczone do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur (223 K [-50°C] do 373 K [100°C]) lub nadajgce si¢ do

stosowania w przestrzeni kosmicznej.

UWAGA:  Pozycja 34229.b. obejmuje wzbudnice ksenonowych lamp blyskowych.

PNAN AR~

Uwaga techniczna: W pozycji 34229.b.5. czas narastania definiuje sig jako przedzial czasowy w zakresie od 10 do 90%
amplitudy natezenia prqdu w przypadku zasilania obcigzenia opornosciowego.

Szybkie generatory impulsowe majace obydwie nast¢pujace cechy:
a. napigcie wyjéciowe powyzej 6 woltdw przy obcigzeniu oporno$ciowym ponizej 55 oméw,
b. ‘czas narastania impulséw’ ponizej 500 pikosekund.

Uwaga techniczna:
W pozycji 34230 ‘czas narastania impulséw’ definiuje sig jako przedzial czasowy pomiedzy 10% a 90% amplitudy napigcia.

Generatory neutrondéw, w tym lampy, majace nastgpujgce cechy;
a. przeznaczone do pracy bez zewngtrznych instalacji prézniowych;
b. w ktérych zastosowano przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jadrowej trytu z deuterem.

Nastepujace detonatory i wielopunktowe instalacje inicjujace:
N.B. Sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.

a. Nastgpujace zaplonniki elektryczne:
Eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);
2. Eksplodujace zaptonniki mostkowe (EBW)
3. Zaplonniki udarowe;

4. Eksplodujace zaptonniki foliowe (EFI);

ot
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b. Instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi przeznaczone do prawie réwnoczesnego inicjowania wybuchéw na
pewnym obszarze (wigkszym od 5000 mm?) za pomoca pojedynczego sygnalu zaplonowego (o op6znieniu synchronizacji
sygnatu zaplonowego na calej powierzchni ponizej 2,5 mikrosekundy).

UWAGA: Pozycja 34232 nie obejmuje zaptonnikéw, w ktérych stosuje sie wylqcznie inicjujqce materialy wybuchowe, np. azydek
olowiawy.

Uwaga techniczna:

W detonatorach objetych kontrolg w poz. 34232 stosowane sq mate przewodniki elektryczne (mostki, polgczenia mostkowe Iub
Jfolie) gwattownie odparowujgce po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprgdowych impulséw elektrycznych. W przypadku
zaplonnikéw nieudarowych, wybuchajgcy przewodnik inicjuje eksplozje chemiczng w zetknigciu si¢ z materiatem burzqcym, takim
jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu). W zaptonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia
przeskok pilota przez szczeling, a uderzenie pilota w material wybuchowy inicjuje eksplozje chemiczng. W niektérych przypadkach
pilot jest napedzany sitami magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii eksplodujgcej moze odnosi¢ sig zaréwno do
detonatoréw typu EB, jak i udarowych. Takze czasami zamiast stowa inicjator uzywa sig stowa detonator.

3A233 Nastepujace spektrometry masowe, rézne od wymienionych w pozycji 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jondw o wartosci 230 mas
atomowych lub wigkszej i posiadajace rozdzielczo$é lepsza niz 2 czgsci na 230 oraz Zrédla jondéw do tych urzadzen:

a. Plazmowe spektrometry masowe ze sprz¢zeniem indukcyjnym (ICP/MS);
b. Jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
¢. Termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d. Spektrometry masowe z zespolami do bombardowania elektronami, posiadajace komorg ze Zrédlem elektronéw wykonang
z materiatéw odpornych na UFs, wyktadang lub powlekang takimi materiatami;

e. Nastgpujace spektrometry masowe z wiazka molekularng:
1. posiadajace komore ze Zrédlem molekul wykonanag ze stali nierdzewnej lub molibdenu albo wykladang, lub powlekang
takimi materialami i wyposazone w wymrazarke umozliwiajaca chiodzenie do 193 K (-80°C) lub ponizej; albo
2. posiadajagce komore ze Zrédlem molekut wykonang z materiatéw odpornych na UF,, wykladang lub powlekang takimi
materiatami; lub

f. Spektrometry masowe ze Zrodtem jonéw do mikrofluoryzacji skonstruowane z przeznaczeniem do pracy w obecnosci
aktynowcéw lub fluorkéw aktynowcéw.

3B  Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

3B001 Nastepujace urzadzenia do produkcji lub testowania urzadzen lub materialéw pélprzewodnikowych oraz specjalnie do nich
przeznaczone zespoly i akcesoria:

a. Nastepujace urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” do osadzania warstwy epitaksjalnej:

1. Urzadzenia umozliwiajagce wytwarzanie warstw o réwnomiernej grubosci z doktadnosdcig ponizej + 2,5 % na odcinku
o dtugosci 75 mm lub wigkszej;

2. Reaktory do osadzania z par lotnych zwiazkéw metaloorganicznych (MOCVD) specjalnie przeznaczone do wytwarzania
krysztaléw pélprzewodnikéw ze zwigzkéw dzigki reakcji chemicznej pomigdzy materialami ujgtymi w pozycjach 3C003
lub 3C004;

3. Urzadzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych z surowca gazowego za pomocg wigzki molekulamnej;

b. Urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” przeznaczone do implantacji jonéw, posiadajace jedng
z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Napigcie przyspieszajace powyzej 1 MeV;
2. Specjalne przeznaczenie i zoptymalizowanie do dziatania przy napigciach przyspieszajacych ponizej 2 keV;
3. Mozliwos¢ bezposredniego zapisu; fub
4. Zdolnoéé do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzany péiprzewodnikowy material "podloza”.

c. Nastepujace urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym Ww pamigci” do suchego trawienia za pomocg plazmy
anizotropowe;j:
1. Urzadzenia typu kaseta-kaseta albo load-lock, posiadajace ktéras z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Zaprojektowane lub optymalizowane do produkcji z wymiarem krytycznym 0,3 pum lub mniej, z dokladnoscia 5% sigma 3;
lub
b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czgsteczek/cm® z mierzalng wielkodcia czasteczki wigksza niz 0,1 pm
$rednicy;
2. Specjalnie przeznaczone do urzadzen objetych kontrola, ujetych w pozycji 3B001.e., posiadajgce ktdra$ z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
a. Zaprojektowane lub optymalizowane do produkeji z wymiarem krytycznym 0,3 um lub mniej, z doktadnoscig 5% sigma 3;
tub

b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czasteczek/cm?® z mierzalng wiclkoécia czasteczki wigkszg niz 0,1 pm
$rednicy;
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3B002

g.

h.

Nastgpujace urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” do intensyfikowanego za pomoca plazmy osadzania
z par lotnych (CVD):
1. Urzadzenia typu kaseta-kaseta albo load-lock, posiadajace ktéra$ z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Zgodnie ze specyfikacja producenta zaprojektowane lub optymalizowane do produkcji z wymiarem krytycznym 0,3pm
lub mniej, z dokladnoécia 5% sigma 3; lub
b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czasteczek/cm?® z mierzalng wielkoécia czasteczki wigksza niz 0,1 pm
$rednicy;
2. Specjalnie przeznaczone do urzadzef objgtych kontrola wedlug pozycji 3B001.e., posiadajace ktéra$ z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
a. Zgodnie ze specyfikacja producenta zaprojektowane lub optymalizowane do produkcji z wymiarem krytycznym 0,3pm
lub mniej, z dokladnoscia 5% sigma 3; lub
b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czasteczek/cm® z mierzalng wielkoécia czasteczki wigksza niz 0,1 pm
srednicy;

Urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” do centralnego sterowania automatycznymi zespotami do obslugi
wielokomorowych urzadzet do wytwarzania plytek elektronicznych, posiadajace wszystkie z ponizszych cech
charakterystycznych:
1. Interfejsy wejéciowe na ptytki i wyjéciowe 2z nich, umozliwiajagce podlaczenie powyzej dwdch zespoléw
polprzewodnikowych urzadzer produkcyjnych;
2. Przeznaczone do tworzenia zintegrowanego systemu dzialajacego w warunkach prézni, do sekwencyjnego wytwarzania
plytek metoda powielania;
UWAGA: Pozycja 3B00l.e. nie obejmuje automatycznych, zrobotyzowanych urzqdzeri do wytwarzania plytek
elektronicznych, niemajgcych mozliwosci dziatania w warunkach prézni.

Nastepujace urzadzenia litograficzne "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” :
1. Urzadzenia powielajace do wytwarzania plytek elektronicznych poprzez pozycjonowanie i na§wietlanie metodg fotooptyczng
albo za pomoca promieni rentgenowskich, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Zrédlo éwiatla o dlugosci fali ponizej 350 nm; lub
b. Zdolne do wytwarzania wzoréw o minimalnej rozdzielczoéci wymiarowej 0,5 mikrometra lub mniejszej;
UWAGA: Minimalna rozdzielczos¢ wymiarowa obliczana jest wedlug ponizszego wzoru:

MFR = (dlugo$é fali w mikrometrach)* (wspdtczynnik K)

apertura liczhowa

gdzie:

"MRF" oznacza minimalng rozdzielczos¢ wymiarowgq

"wspdtczynnik K" = 0,7, oraz

"dtugosé fali" jest diugosciq fali Zrédta promieniowania stosowanego do naswietlania;

2. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do wytwarzania masek Iub przyrzadéw pétprzewodnikowych za pomocg odchylanej,
zogniskowanej wiazki elektrondéw, jonéw lub "laserowej", posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:

a. Aperture plamki ponizej 0,2 mikrometra;
b. Zdolno$é wytwarzania obrazéw o wielkosci charakterystycznej ponizej 1 mikrometra; lub
c. Dokladno$éé nakladania lepsza niz £ 0,20 mikrometra (3 sigma).

Maski i siatki optyczne do ukladéw scalonych objgtych kontrolg wedtug pozycji 3A001;

Maski wieclowarstwowe z warstwg z przesunigciem fazowym.

Nastepujace urzadzenia testujace "ze sterowaniem zaprogramowanym Ww pamigei”, specjalnie przeznaczone do testowania
wykoficzonych i niewykoniczonych elementéw pélprzewodnikowych oraz specjalnie do nich opracowane czgdci i akcesoria:

Do testowania parametréw S urzadzen tranzystorowych przy czgstotliwosciach powyzej 31 GHz;

b.

Do testowania ukladéw scalonych i ich "zespoléw" zdolne do testowania funkcjonalnego (tabela logiczna) z szybkoscig wzorca
powyzej 333 MHz;
UWAGA: Pozycja 3B002.b. nie obejmuje kontrolg urzqdzen testujqcych specjalnie przeznaczonych do:
1. "Zespotéw elektronicznych"” albo klasy "zespoléw elektronicznych” do zastosowar domowych albo
rozrywkowych;
2. Nieobjetych kontrolg elementéw elekironicznych, "zespotéw elektronicznych” lub uktadéw scalonych;
3. Pamieci.

Uwaga techniczna: Na uzytek tego punktu szybko$é wzorca okreslana jest jako maksymalna czestotliwos¢ operacji cyfrowych
testera. Dlatego jest ona réwnowazna najwigkszej szybkosci przesytania danych z jakq tester moze dziatad
w trybie niemultipleksowym. Jest ona takze okreslana jako predko$é testowania, maksymalna czestotliwosc
cyfrowa lub maksymalna szybko$é cyfrowa. :

Do testowania mikrofalowych uktadéw scalonych wyspecyfikowanych w 3A001.b.2.
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3C001

3C002

3C003

3C004

3D001

3D002

3D003

3C  Materialy

Materiaty heteroepitaksjalne sktadajace sig z "podloza" i wielu nalozonych epitaksjalnie warstw z jednego z ponizej wymienionych
materiatéw:

a. Krzem;

b. German;

c. Weglik krzemu; lub

d. Zwiazki I1I/V galu lub indu;

Uwaga techniczna:
Zwiqzki II/V sq substancjami polikrystalicznymi albo binarnymi lub ztozonymi substancjami monokrystalicznymi sktadajqcymi szg z
pierwiastkéw grupy IlIA i VA wedtug ukladu okresowego Mendelejewa (arsenek galu, arsenek galu i glinu, fosforek indu itp.).

Nastepujace materialy fotorezystywne i "podloza" powlekane materiatami ochronnymi objetymi kontrola:

a. Materialy fotorezystywne pozytywowe do litografii pélprzewodnikowej o wrazliwoéci widmowej specjalnie wyregulowanej
(zoptymalizowanej) pod katem stosowania w zakresie ponizej 350 nm;

b. Wszystkie materialy fotorezystywne przeznaczone do uzytku w przypadku stosowania wiazki elektronowej albo jonowe;j,
o czutoéci 0,01 mikrokulomba/mm? lub lepszej;

c. Wszystkie materialy fotorezystywne, przeznaczone do uzytku w przypadku stosowania promieni rentgenowskich, posiadajgce
czuloéé 2,5 mJ/mm? lub lepsza;

d. Wszystkie materialy fotorezystywne zoptymalizowane z przeznaczeniem do technologii tworzenia obrazéw powierzchniowych,
wlacznie z fotorezystami siliatowanymi.

Uwaga techniczna:

Techniki siliatowania definiuje si¢ jako procesy utleniania powierzchni materiatéw fotorezystywnych w celu poprawy ich
parametréw zaréwno podczas wywolywama na sucho, jak i na mokro.
Nastepujace zwiazki organiczno-nieorganiczne:

a. Materialy metaloorganiczne z glinu, galu lub indu o czystosci (na bazie metalu) powyzej 99,999%;

b. Zwiazki arsenoorganiczne, antymonoorganiczne i fosforoorganiczne o czystosci (na bazie zwiazku nieorganicznego) lepszej
niz 99,999%.

UWAGA: Pozycja 3C003 dotyczy wylqcznie zwiqzkéw, w ktdrych sktadnik metalowy, czesciowo metalowy lub skiadnik niemetalowy
Jest bezposrednio zwiqzany z weglem w organicznym sktadniku molekuty.

Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czystosci powyzej 99,999 %, nawet rozpuszczone w gazach oboj¢tnych lub w wodorze.

UWAGA: Pozycja 3C004 nie obejmuje kontrolg wodorkéw zawierajgcych molowo 20 %, lub wigcej, gazéw obojetnych rzadkich lub
wodoru.

3D Oprogramowanie

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "rozwoju" lub "produkeji" urzadzesi objetych kontrolg wedtug pozycji 3A001.b. do
3A002.g., lub 3B;

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania" urzadzeri "ze sterowaniem zaprogramowanym W pamigci”
wyspecyfikowanych w pozycji 3B;

"Oprogramowanie" wspomaganego komputerowo projektowania (CAD), posiadajgce wszystkie nastgpujace cechy:
a. Przeznaczone do “rozwoju’” przyrzaddw pélprzewodnikowych lub uktadéw scalonych; i
b. Przeznaczone do realizowania lub wykorzystywania jednego z nastgpujacych:

1. Regut projektowania lub regut weryfikacji obwodow;

2. Symulacji ukladéw na poziomie projektu struktury fizycznej; lub
3. Symulatoréw procesdw litograficznych na potrzeby projektowania.
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Uwaga techniczna:

Symulator proceséw litograficznych jest to pakiet "oprogramowania” okreslajgcy w fazie projektowania kolejnos¢ proceséw
litografii, trawienia i osadzania w celu przeksztalcenia geometrycznych ksztaltéw na maskach w konkretnq topografie obszaréw
przewodzqcych, dielektrycznych lub pétprzewodnikowych.

UWAGA: Pozycja 3D003 nie obejmuje kontrolg "oprogramowania" przeznaczonego specjalnie do wprowadzania schematéw
uktadéw, symulacji logicznej, projektowania rozmieszczenia i potqczed, weryfikacji topografii oraz tasm sterujqcych
generatorami masek.

UWAGA: Biblioteki, zwiqzane z nimi atrybuty i inne dane stuzqce do projektowania przyrzqdéw potprzewodnikowych lub uktadéw
scalonych sq zaliczane do "technologii”.

3D101 "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania" urzadzen wyspecyfikowanych w pozycjt 3A101 b.
3E  Technologie

3E001 "Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" lub "produkcji” urzadzer lub materialéw objetych kontrolg
wywozu wedtug pozycji 3A, 3B lub 3C;

UWAGA: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolg "technologii” do "rozwoju” lub "produkcji” nastepujgcych wyrobéw:
a. Tranzystoréw mikrofalowych dziatajqcych w zakresie czestotliwo$ci ponizej 31 GHz;
b. Uktadéw scalonych ujetych w pozycjach 34001.a.3. do 34001.a.12., posiadajqcych obie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:
1. Zastosowano w nich technologie na poziomie 0.7 mikrometra lub wigcej, i
2. Nie majq budowy wielowarstwowej.
Uwaga techniczna: Pojecie “budowa wielowarstwowa” w uwadze b.2. do pozycji 3E001 nie stosuje sig do
uktadéw posiadajgcych maksymalnie dwie warstwy metaliczne i dwie warstwy polikrzemowe.

3E002 “Technologie” zgodnie z Ogdlna uwagg do technologii, inne niz wymienione w 3E001, do “rozwoju” Ilub “produkcji”
“mikroukladéw mikroprocesorowych”, “mikroukladéw mikrokomputerowych” i ukladéw mikrosterownikéw majacych
“kombinowana teoretyczng moc obliczeniowa “ (“CTP”) 530 milionéw teoretycznych operacji na sekund¢ (Mtops) lub wigeej, i
jednostki arytmetyczno-logiczne z szyna dostgpu 32 bity lub wigcej.

UWAGA: Uwaga do pozycji 3E001 stosuje sig talZe do pozycji 3E002.
3E003 Inne technologie do "rozwoju” lub "produkeji" nastgpujacych wyrobow:
a. Prézniowych przyrzadéw mikroelektronicznych;

b. Heterostrukturalnych elementéw pélprzewodnikowych takich jak tranzystory o wysokiej ruchliwosci elektronéw (HEMT),
tranzystory heterobipolarne (HBT), elementy z jama kwantows i elementy nadstrukturalne;

c. "Nadprzewodnikowych" przyrzadéw elektronicznych;

d. Podlozy folii diamentowych do podzespotéw elektronicznych;

e. Podlozy ‘krzem na izolatorze’ ( SOI), gdzie izolatorem jest dwutlenek krzemu, do uktadéw scalonych;
f. Podlozy z weglika krzemu dla elementéw elektronicznych;

3E101 "Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do "uzytkowania" urzadzet lub "oprogramowania” wyspecyfikowanego
w pozycjach 3A001.a.1. lub 3A001.a.2., 3A101 albo 3D101.

3E102 "Technologia" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" oprogramowania wyspecyfikowanego w pozycji 3D101;

3E201 "Technologia” wedtug Uwagi ogdinej do technologii do "uzytkowania" urzadzen wyspecyfikowanych w pozycjach 3A0001.e.2.,
3A001.e.3.,3A001.e.5., 3A201, 3A225 do 3A233.

KATEGORIA 4 - KOMPUTERY

UWAGA 1:
Komputery, towarzyszqce im urzqdzenia i "oprogramowanie” stosowane do celéw telekomunikacyjnych albo dziatajgce w ramach
"lokalnej sieci komputerowej"” nalezy réwniez analizowad pod kqtem parametréw urzqdzeri telekomunikacyjnych wymienionych w
Kategorii 5, czes¢é 1 (Telekomunikacja).

UWAGA 2:
Jednostki sterujgce podigczone bezposrednio do szyn lub lqczy jednostek centralnych, "pamigci operacyjnych” albo sterownikéw
dyskéw nie sq uwazane za urzqdzenia telekomunikacyjne ujete w Kategorii 5, czg$é 1 (Telekomunikacja).

N.B.: Dla ustalenia statusu kontroli "oprogramowania' specjalnie przeznaczonego do komutacji pakietéw, patrz Kategoria
5D001 (Telekomunikacja).



Dziennik Ustaw Nr 182 — 11582 — Poz. 1518

UWAGA 3:

Komputery, towarzyszqce im urzqdzenia i "oprogramowanie” wykorzystywane do szyfrowania, rozszyfrowywania, systemu
zabezpieczeri wymagajqcego potwierdzenia wielopoziomowego lub w wymagajqcych potwierdzenia systemach wyodrgbnienia
uzytkownika, albo ograniczajgce zgodno$¢é elektromagnetyczng (EMC), nalezy réwniez analizowaé pod kqtem parametréw
wymienionych w Kategorii 5, cze$¢ 2 ("Ochrona Informacji”).

4A  Systemy, urzadzenia i czeSci

4A001 Nastepujace komputery elektroniczne i towarzyszace im urzadzenia oraz specjalnie do nich przeznaczone "zespoly” i elementy:
N.B. Sprawdz takze 4A101.

a. Specjalnie opracowane w taki sposéb, ze maja jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Mozliwo$¢é dziatania w temperaturze otoczenia ponizej 228 K (-45°C) lub powyzej 358 K (+85°C); lub
UWAGA: Pozycja 44001.a.1. nie dotyczy komputeréw specjalnie przeznaczonych do samochodéw cywilnych i dla kolejmcrwa

2. Zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujgcym o co najmniej nastgpujgcych parametrach minimalnych:
a. Dawka catkowita: 5 x 10° Gy (Si);

b. Narastanie nat¢zenia dawki: 5 x 10° Gy (Si)/s; lub
c. Pojedyncze przypadkowe zakidcenie: 1 x 107 btedéwibit/dzien;

b. Majace cechy charakterystyczne lub realizujgce dzialania wykraczajace poza ograniczenia wedlug Kategorii 5 (Czgs¢ 2 -
"Ochrona Informacji").
UWAGA: Pozycja 44001.b. nie obejmuje kontrolq komputerdw elektronicznych i zwigzanego z nimi sprzetu, kiedy urzqdzenia te
towarzyszq uzytkownikowi dla jego osobistego uzytku.

4A002 Nastepujace "komputery hybrydowe" oraz "zespoly elektroniczne” i specjalnie do nich przeznaczone podzespoly:
N.B. Sprawdz takze 4A102.

a. Wyposazone w "komputery cyfrowe" ujgte w pozycji 4A003;

b. Zaopatrzone w przetworniki analogowo-cyfrowe posiadajace wszystkie z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. 32 kanaly albo wiecej; 1

2. Rozdzielczo$é 14 bitéw (plus bit znaku) lub wigkszg oraz szybko$¢ przetwarzania 200 000 operacji przetwarzania/s lub
wigksza.

4A003 Nastepujace "komputery cyfrowe”, “zespoly elektroniczne" i urzadzenia im towarzyszace oraz specjalnie dla nich przeznaczone
elementy:

UWAGA I:

Pozycja 44003 obejmuje:

procesory wektorowe,

procesory tablicowe,

cyfrowe procesory sygnatowe,

procesory logiczne,

urzqdzenia przeznaczone do "udoskonalania obrazéw”,
urzqdzenia przeznaczone do "przetwarzania sygnatow”.

UWAGA 2:

Status kontroli "komputeréw cyfrowych” i towarzyszqcych im urzqdzen wedlug pozycji 44003 wynika ze statusu kontroli innych
urzqdzer lub systemdéw, pod warunkiem Ze:

a. "Komputery cyfrowe" lub towarzyszqce im urzqdzenia majq zasadnicze znaczenie dla dzialania tych innych urzqdzer lub
systemow,

b. "Komputery cyfrowe" lub towarzyszqce im urzqdzenia nie sq "elementem o podstawowym znaczeniu" tych innych urzqdzert
lub systeméw, oraz

e RN T8

N.B.1:  Status kontroli urzqdzeri do "przetwarzania sygnatéw" lub "udoskonalania obrazéw" specjalnie przeznaczonych do
innych urzqdzen i ograniczonych funkcjonalnie do wymogéw pracy tych urzqdzer wynika ze statusu kontroli tych
innych urzqdzer, nawet gdy wykracza to poza kryterium "elementu o podstawowym znaczeniu”.

N.B.2: W przypadku statusu kontroli "komputeréw cyfrowych” lub towarzyszqcych im urzqdzen, przeznaczonych do sprzetu
telekomunikacyjnego patrz Kategoria 5 (Czes¢ 1 - Urzqdzenia telekomunikacyjne).

¢. "Technologie” w odniesieniu do "komputeréw cyfrowych" i towarzyszqcych im urzqdzen ujeto w pozycji 4E.

a. "Odpome na uszkodzenia" dzigki specjalnej konstrukcji lub odpowiednio zmodyfikowane;
UWAGA: Dla celéw pozycji 44003.a., "komputery cyfrowe" i towarzyszqce im urzqdzenia nie sq uwazane za "odporne na
uszkodzenia" dzieki specjalnej konstrukcji lub odpowiedniej modyfikacji, jezeli zastosowano w nich:
1. Algorytmy wykrywania albo korekcji btedow w "pamigci operacyjnej”;
2. Polgczenie dwéch "komputeréw cyfrowych” w jeden zespdt w taki sposéb, ze w razie awarii jednej z aktywnych

Jednostek centralnych dziatania zwiqzane z kontynuacjq pracy systemu moze przejgé blizniacza jednostka
centralna, znajdujqca sig do tej chwili na biegu jatowym;
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4A004

4A101

4A102

4B

4C

4D

4D001

3. Potqczenie dwéch jednostek centralnych szynami danych albo poprzez wykorzystywang wspélnie pamigé w celu
umozliwienia danej jednostce centralnej wykonywania innych dziatar do czasu awarii drugiej jednostki centralnej,
co spowoduje przejecie wszystkich prac zwigzanych z funkcjonowaniem systemu przez pierwszq jednostke
centralng; lub

4. Synchronizacje dwoch jednostek centralnych za pomocq "oprogramowania” w taki sposob, Ze jedna z nich
rozpoznaje awarig drugiej i przejmuje w takiej sytuacji jej zadania.

b. "Komputery cyfrowe” o "teoretyczne] mocy kombinowanej" (CTP) powyzej 28 000 milionéw teoretycznych operacji
kombinowanych na sekundg (Mtops);

c. Nastepujace "zespoly elektroniczne” specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowej
poprzez agregacje "elementéw obliczeniowych" w taki sposéb, ze "teoretyczna moc kombinowana" agregatu przekracza
wartoéci graniczne ujgte w pozycji 4A003.b.;

UWAGA 1 : Pozycja 44003.c odnosi sig wylqcznie do "zespoldw elektronicznych” i programowanych potqczen, ktérych moc
obliczeniowa nie wykracza poza wartosci graniczne okreslone w pozycji 44003.b., w przypadku ich dostarczania
Jjako "zespoly elektroniczne” w stanie rozfozonym. Pozycja ta nie dotyczy "zespoléw elektronicznych”, ktdre ze
wzgledu na charakter swojej konstrukcji nie mogq z natury rzeczy byé wykorzystywane jako urzgdzenia
towarzyszqce, ujete w pozycji 44003.d. lub 44003 f.

UWAGA 2: Pozycja 44003.c nie obejmuje kontrolg "zespotéw elektronicznych” specjainie przeznaczonych do wyrobu albo
rodziny wyrobéw, ktérych maksymalna konfiguracja nie wykracza poza ograniczenia podane w pozycji 44003.b.

d. Uklady akceleratoréw graficznych albo koprocesory graficzne o "szybkosci przetwarzania tréjwymiarowe;j grafiki wektorowej"
powyzej 200 000 000;

e. Urzadzenia do przetwarzania analogowo-cyfrowego o parametrach wykraczajagcych poza wartoéci graniczne okreslone w
pozycji 3A001.a.5;

f. Niewykorzystany;

g. Urzadzenia specjalnie opracowane w taki spos6b, Ze zapewniaja polaczenia zewngtrzne "komputeréw cyfrowych" lub
towarzyszacych im urzadzer, umozliwiajace wymiang danych z szybkoéciami przekraczajacymi 1.25 Gbajtéw na sekundg.
UWAGA: Pozycja 4A4003.g. nie dotyczy urzqdzer zapewniajqcych polgczenia wewnetrzne (np. tablice polqczen, szyny),

urzqdzer lqczqcych o charakterze pasywnym, , sterownikéw dostgpu do sieci” ani , sterownikéw toréw’
telekomunikacyjnych”.

Nastepujace komputery i specjalnie do nich przeznaczone urzadzenia towarzyszace, "zespoly elektroniczne” i elementy dla nich:
a. "Komputery z dynamiczng modyfikacja zestawu procesoréw";

b. "Komputery neuronowe"

c. "Komputery optyczne".

Komputery analogowe, "komputery cyfrowe" lub cyfrowe analizatory rézniczkowe, rézne od wymienionych w pozycji 4A001.a.1.,
zabezpieczone przed narazeniami mechanicznymi lub podobnymi i specjalnie skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem
do uzycia w kosmicznych pojazdach no$nych wymienionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych
w pozycji 9A104.

"Komputery hybrydowe" specjalnie skonstruowane do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych
pojazdéw nosnych wymienionych w pozycji 9A004, lub rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.

UWAGA: Pozycja ta dotyczy wylqceznie takich sytuacji, w ktérych urzqdzenie jest dostarczane z oprogramowaniem wymienionym w
pozycjach 7D103 lub 9D103.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne

Materialy
Zadne

Oprogramowanie
UWAGA: Status kontroli "oprogramowania” do "rozwoju”, "produkcji” lub "uzytkowania” urzqdzert opisanych w innych kategoriach
wynika z odpowiedniej kategorii. Status kontroli "oprogramowania” do urzqdzen opisanych w niniejszej kategorii jest
Z nig zwigzany.
"Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju”, "produkcji” lub "uzytkowania"
urzgdzen, materiatéw lub "oprogramowania” ujgtych w pozycji 4A001 do 4A004 lub 4D;
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4D002 "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do wspomagania "technologii" ujgtych
w pozycji 4.E;

4D003  Nastgpujace "oprogramowanie” specjalne:

a. "Oprogramowanie" systemu operacyjnego, programy narz¢dziowe i kompilatory do opracowywania "oprogramowania"
specjalnie przeznaczone do urzadzen do "wielostrumieniowego przetwarzania danych" na "kod Zrédlowy";

b. Niewykorzystany;
¢. "Oprogramowanie” o cechach lub mozliwos$ciach realizacji funkcji wykraczajacych poza ograniczenia wymienione w pozycjach
Kategorii 5 (Czg$§é 2 - "Ochrona Informacji");
UWAGA : Pozycja 4D003.c. nie obejmuje kontrolg , oprogramowania”, kiedy towarzyszy ono uzytkownikowi dla jego
osobistego uzytku.
d. Systemy operacyjne specjalnie przeznaczone do urzadzen do "przetwarzania w czasie rzeczywistym", gwarantujace calkowity
czas opdZnienia reakcji na przerwanie ponizej 20 mikrosekund.

4E  Technologia

4E001 "Technologie" wedlug Uwagi ogédlnej do technologii do "rozwoju", "produkcji” lub "uzytkowania" urzadzen lub "oprogramowania"
ujetych w pozycji 4A albo 4D.

UWAGA TECHNICZNA dotyczgca "TEORETYCZNEJ MOCY KOMBINOWANEJ" (CTP)

Skréty stosowane w niniejszej uwadze technicznej
“CE” "element obliczeniowy" (typowo, jednostka arytmetyczno-logiczna)
FP  zmienny przecinek (floating point)
XP  staly przecinek (fixed point)
t czas wykonania
XOR nieréwnowazno$é
CPU jednostka centralna
TP  teoretyczna moc obliczeniowa (pojedynczego “CE™)
“CTP” "teoretyczna moc kombinowana" (Composite Theoretical Performance) (wielu “CE”)
R efektywna szybko$¢ obliczeniowa
WL dlugo$é stowa
L wspéblczynnik poprawkowy diugoéci stowa
* mnozenie
Czas wykonania ‘t” wyraza si¢ w mikrosekundach, natomiast TP i "CTP" w milionach teoretycznych operacji na sekund¢ (Mtops),
a WL w bitach.

Oméwienie sposobu obliczania “CTP”:

“CTP” jest miara mocy obliczeniowej wyrazang w Mtops. W celu obliczenia “CTP” pewnego zespolu (agregatu) “CE” nalezy wykonaé
czynnosci podzielone na nastgpujace trzy etapy:

1. Obliczyé efektywna szybko$¢ obliczeniowa R kazdego “CE”;

2. Skorygowaé uzyskang efektywna szybko§¢ obliczeniowa (R) za pomoca wspdlczynnika poprawkowego dlugosci stowa, dzigki czemu
uzyska si¢ Moc Teoretyczng (TP) kazdego “CE”;

3. W przypadku istnienia wigcej niz jednego “CE”, polaczy¢ wszystkie wynikowe TP, uzyskujac w wyniku “CTP” calego danego uktadu.

SzczegSlowe informacje na temat podanych etapdw postgpowania zamieszczono dalej.

UWAGA 1: W przypadku agregatéw zfozonych z wielu “CE”, posiadajgcych podsystemy zaréwno z pamieciq dzielong jak i niedzielong,
obliczanie “CTP” odbywa sig na zasadzie hierarchicznej, w dwéch etapach: po pierwsze, grupuje sie “CE” z podsystemami
pamigci dzielonej, a nastgpnie oblicza si¢ “CTP” dla danych grup, stosujgc takq metode obliczer: jak dla wielu “CE” z pamigcig
niedzielong.

UWAGA 2: W obliczeniach “CTP” nie uwzglednia si¢ “CE” o zastosowaniu ograniczonym do obstugi funkcji wejscia/wyjscia
i peryferyjnych (np. napedéw dyskowych, sterownikéw komunikacyjnych i wyswietlaczy obrazowych).
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Uwaga techniczna dot. “CTP”:
W podanej ponizej tabeli przedstawiono sposob liczenia efektywnej szybkosci obliczeniowej (R) dla kazdego “CE”:
Etap 1: efektywna szybkos¢ obliczeniowa R:

Dla “element6w obliczeniowych” majacych ) .
Efektywna szybko$¢ obliczeniowa, R
Uwaga: Obliczenia przeprowadza sig dla kazdego “CE”
niezaleznie
1
3 * t)\p dod
w razie braku dodawania nalezy wykorzystaé
tylko XP 1
(Rxp) txpmnoz‘
W razie braku zaréwno dodawania, jak i mnozenia, nalezy wykorzystaé
najszybszg dost¢pna operacj¢ arytmetyczng
1
*
3%t
Patrz Uwagi Xi Z
tylko FP 1 1
(pr) max
b
tﬁ) dod t[pmnoz
Patrz Uwagi XiY
Zaréwno FP, jak 1 XP Obliczy¢ obie
(R) Rxp> pr
W przypadku prostych procesoréw logicznych bez 1
implementacji zadnej z  wymienionych operacji —
arytmetycznych 3 l‘log
Gdzie t,, jest czasem wykonania instrukcji XOR albo w przypadku
sprzgtu logicznego bez implementacji XOR, czasem najszybszej prostej
operacji logicznej
Patrz Uwagi Xi Z
Dla specjalnych procesoréw logicznych, nierealizujacych R=R'*WL/64
7zadnej z wymienionych operacji arytmetycznych
i logicznych Gdzie R' jest liczbg wynikdw na sekundg, WL jest liczbg bitéw, na ktorej
jest realizowana operacja logiczna, natomiast 64 jest wspélczynnikiem
normalizacji do operacji wykonywanych na 64 bitach

Uwaga techniczna dot. “CTP”:

Uwaga W: W przypadku wielu “CE” dzialajacych w trybie potokowym, zdolnych do wykonania do jednej operacji arytmetycznej lub
logicznej na kazdy cykl zegara po zapelnieniu trybu potokowego, mozna ustali¢ szybko$¢ obliczeniows trybu potokowego.
Efektywna szybkoscig obliczeniows (R) dla kazdego takiego “CE” jest najwigksza szybko$¢ w trybie potokowym lub szybko$é
realizacji obliczen w trybie niepotokowym.

Uwaga X:Dla “CE” realizujgcych wielokrotne operacje arytmetyczne specjalnego typu w pojedynczym cyklu (np. dwa dodawania na cykl lub
dwie identyczne operacje na cykl) czas realizacji t okre$la sig zaleznoscia:

czas cyklu
t=—; - ”
liczba identycznych operacji arytmetycznych na cykl maszyny

“CE” wykonujace réine typy operacji arytmetycznych lub logicznych podczas pojedynczego cyklu maszynowego nalezy
traktowaé jako wielokrotne oddzielne “CE” dzialajace réwnoczesnie (np. “CE” wykonujacy dodawanie i mnozenie podczas jednego
cyklu nalezy traktowaé jako dwa “CE”, raz jako wykonujacy dodawanie w jednym cyklu i po raz drugi jako wykonujacy mnozenie
w drugim cyklu).

W przypadku wykonywania przez pojedynczy “CE” zaréwno dziatania na skalarach, jak i na wektorach, nalezy wybra¢ krétszy
z czasOw realizacji.
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Uwaga Y:W przypadku braku implementacji dodawania FP (zmiennoprzecinkowego) lub mnozenia FP, natomiast wykonywania przez dany
“CE” dzielenia FP:
1
? ot

1p dzielenia

W przypadku realizacji przez dany “CE” odwrotnoéci FP, ale bez mozliwoéci realizacji dodawania FP, mnozenia FP lub dzielenia
FP, warto$¢ Ry, wyznacza si¢ z zaleznosct:

1

fp odwrotnosci
W razie braku implementaciji wszystkich wymienionych instrukcji, efektywna moc FP wynosi 0.

Uwaga Z: W prostych operacjach logicznych pojedyncza instrukcja realizuje pojedyncze dzialanie logiczne na nie wigeej niz dwdch
operandach o danej dlugoéci. W zlozonych operacjach logicznych pojedyncza instrukcja realizuje wiele dziatan logicznych na
dwéch lub wigcej operandach, wskutek czego powstaje jeden lub wigeej wynikéw.

Szybkosci obliczeniowe nalezy obliczaé dla wszystkich mozliwych dlugosci operandéw z uwzglgdnieniem zaréwno operacji
potokowych (jezeli s3 mozliwe), jak i operacji niepotokowych, dla instrukcji wykonywanych najszybciej i dla kazdej dlugodei
operandu w oparciu o nastgpujace zasady:

1. Operacje potokowe lub typu rejestr-rejestr. Z wykluczeniem bardzo krétkich czaséw wykonania dla operacji na z géry
okreslonym operandzie lub operandach (na przyklad, mnozenie przez 0 lub 1). W razie braku implementacji operacji typu
rejestr-rejestr, postgpowaé wedhug punktu (2).

2. Szybsze operacje typu rejestr-pamigé albo pamigé-rejestr; w razie braku réwniez takich operacji, postgpowal wedlug
punktu (3). ~

3. Operacje typu pamigé-pamigé.

W kazdym wymienionym powyzej przypadku nalezy skorzysta¢ z najkrétszego czasu wykonania potwierdzonego przez
producenta.

Etap 2: TP dla kaidej mozliwej dtugosci operandu WL:

Skorygowaé szybkosé efektywng R (lub R’) za pomoca wspélczynnika poprawkowego na dhugosé stowa L w nastgpujacy sposdb:

TP = R* LI
gdzie
L_(l+%)
“\3 96

UWAGA: Usywana w tych obliczeniach diugosé¢ stowa WL jest diugosciq operandu w bitach. (W przypadku gdy w operacji uzywane sq
operandy o réznych dhugosciach, nalezy wybraé stowo o najwigkszej diugosci).
Dla celéw obliczania “CTP”, za jeden “CE” o Dtugosci Stowa (WL) réwnej liczbie bitéw w przedstawieniu danych (zazwyczaj 32
lub 64) uwaza si¢ kombinacje mantysy ALU i wyktadnika ALU dla procesora zmiennoprzecinkowego albo jednosé.

Korekeja tego typu nie znajduje zastosowania do wyspecjalizowanych procesoréw logicznych, w ktérych nie s3 realizowane instrukcje XOR.
W takim przypadku TP=R.

Wybraé maksymalng warto§¢ wynikowg TP dla:

Kazdego XP - tylko “CE” (Ry,);

Kazdego FP - tylko “CE” (Rg);

Kazdego kombinowanego FP i XP “CE” (R);

Kazdego prostego procesora logicznego bez Zadnej implementacji wymienionych operacji arytmetycznych; oraz

Kazdego specjalnego procesora logicznego niewykonujacego zadnej z wymienionych operacji arytmetycznych ani logicznych.

Etap 3: “CTP” dla agregacji “CE”, wlacznie z CPU:

Dla CPU sktadajacego si¢ z pojedynczego “CE”,
“CTP”=TP

[ dla “CE” wykonujgcych zaréwno operacje stalo-, jak i zmiennoprzecinkowe, TP = max (TPg, TP;,) |
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Sposéb obliczania “CTP” dla agregacji wielu “CE” dziatajacych réwnoczesnie:

UWAGA I

W przypadku agregacji uniemozliwiajacych réwnoczesne dzialanie wszystkich “CE” nalezy stosowa t¢ konfiguracjg
mozliwych “CE”, ktéra daje najwigksza z mozliwych “CTP”. Przed obliczeniem “CTP” calej kombinacji nalezy obliczy¢ TP
kazdego “CE” dla kazdej teoretycznie mozliwej warto$ci maksymalne;.

N.B.: W celu obliczenia mozliwych kombinacji “CE” dzialajgcych réwnoczesnie nalezy wygenerowad sekwencje instrukcji

UWAGA 2:

UWAGA 3:

UWAGA 4:

UWAGA 5:

inicjujgcq operacje w wielu “CE”, poczynajqc od najwolniejszego z nich (jest to taki element obliczeniowy, ktdry wymaga
najwiekszej liczby cykli do zakoriczenia swojego dziatania) i koriczqc na najszybszym “CE”. Mozliwg kombinacjq przy kazdej
sekwencji cyklu jest taka kombinacja elementéw “CE”, ktére dziatajq podczas cyklu. W sekwencji instrukcji nalezy wzigc pod
uwage wszystkie ograniczenia sprzgtowe i (lub) konfiguracyjne (architektura) dla operacji pokrywajqcych sig ze sobq.

Pojedynczy uklad scalony lub ptytka moze skiadaé si¢ z wielu “CE”.

Zaklada sie, ze komputer moze wykonywaé réwnoczesne operacje w przypadku, gdy jego producent podaje w instrukcji
uzytkowania lub innej, ze komputer moze pracowaé wspélbieznie, réwnolegle lub wykonywaé operacje albo dzialania
réwnoczesne.

Nie nalezy agregowaé wartosci “CTP” dla kombinacji “CE” polaczonych ze sobg i z innymi w “lokalnych sieciach
komputerowych”, Rozlegtych Sieciach Komputerowych (WAN), dzielonych wspdlnych potaczeniach (urzadzeniach
wejécia/wyjécia), sterownikach wejéé/wyjéé oraz we wszelkich polaczeniach komunikacyjnych implementowanych przez
oprogramowanie.

Nalezy agregowaé wartosci “CE” dla wieloelementowych ukladéw “CE” specjalnie opracowanych w celu poprawy parametréw
poprzez agregacjg, réwnoczesne dzialanie i kombinacj¢ w ukiadzie z dzieleniem wspélnej pamigci - lub typu wielokrotna
pamigé/’CE” - dzialajacych réwnoczesnie i z wykorzystaniem specjalnie opracowanego sprzgtu.

Agregacji tego typu nie stosuje si¢ do zespoléw opisanych w pozycji 4A003.c.

“CTP”=TP, +C, * TP, ...+ C, * TP,

gdzie TP sa uszeregowane wedtug wartoci, przy czym TP, jest najwicksza, TP, jest druga z kolei pod wzglgdem wartodci, ..., a
TP, jest najmniejsza z wartoéci TP. C; s wspdlczynnikami wynikajacymi z przepustowoéci potgczen pomigdzy CE, okreslonymi
w sposdb nastgpujacy:

W przypadku wielu “CE” dzialajgcych réwnoczeénie i korzystajacych ze wspdlnej pamigei:

C2 = C3 = C4 =...= Cn = 0,75

UWAGA1: W przypadku kiedy warto§é “CTP” obliczona w podany powyzej sposéb nie przekracza 194 Mtops, do obliczania C;

mozna zastosowaé nastgpujacy wzor:

0,75

" = —(m) = (i=2,..., n)

gdzie m = liczba elementdw “CE” lub grup “CE” o wspdlnym dostgpie,

pod warunkiem ze

1. TP; kazdej grupy lub grup “CE” nie jest wyzsza od 30 Mtops

2. Elementy “CE” lub grupy elementéw “CE” dzielg wspdlny dostgp do pamigei operacyjnej (z wyjatkiem pamigci podrgcznej
(cache)) za posrednictwem pojedynczego kanatu; oraz

3. wdanym czasie tylko jeden element “CE” lub grupa elementéw “CE” moze uzywaé takiego kanatu.

N.B.: Nie dotyczy to pozycji ujetych w Kategorii 3.

UWAGA 2:  “CE” korzystaja ze wspdinej pamigci, jezeli maja dostep do wspSlnego segmentu pamigci pélprzewodnikowej. Moze

to byé pamigé podrgczna (cache), pamigé operacyjna albo inny rodzaj pamigci wewngtrznej. W tym przypadku nie
uwzglednia sie peryferyjnych jednostek pamigciowych takich jak stacje dyskéw, napedy taém ani RAM-dyski.

Dla wielokrotnych uktadéw “CE” lub grup “CE” niekorzystajacych ze wspdlnej pamigei, polaczonych ze sobg
jednym lub wigksza liczba kanaléw danych:

Ci= 0,75 *k;(i=2, ..., 32) (patrz uwaga ponizej)

= 0,60 *k; (1=33,...,64)

= 045*k;(1=65,...,256)

= 0,30 *k; (i>256)

Warto$é C; okresla si¢ w zaleznoéci od liczby elementéw “CE”, a nie liczby wezlow,
gdzie k; = min(8/K, 1), oraz
= wspdlczynnik normalizujacy do 20 MB/s
= suma maksymalnych szybkosci transmisji danych (w jednostkach MB/s) dla wszystkich kanaléw danych
polaczonych z i-tym elementem “CE” lub grupa elementéw “CE” dzielacych wspdlng pamigé.

R
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W przypadku obliczania C; dla grupy elementéw “CE”, numer pierwszego “CE” w grupie wyznacza odpowiednia
warto$é graniczna dla C;. Przykladowo, w agregacji grup skladajacych sig kazda z 3 elementéw “CE”, grupa 22 bedzie zawierala
“CE”g4, “CE”6s 1 “CE”s. Wiadciwg wartoécig graniczng dla C; dla tej grupy bedzie 0,60.

Agregacja (elementéw “CE” lub grup elementéw “CE”) powinna nastgpowaé w kolejnosci od elementéw
najszybszych do najwolniejszych; tj.:

tp, 2P, 2|.. =} TP, Oraz
w przypadkuITPi = TP;;; w kolejnosei od najwigkszego do najmniejszego; tj.:

Ci Z Ci+1-

UWAGA: W przypadku gdy TP; dla elementu “CE” lub grupy elementéw “CE” wynosi powyzej 50 Mtops, nie uiywa sig
wspdtczynnika k; do elementéw “CE” od 2 do 12; Y. C; dla elementéw “CE” 2 do 12 wynosi 0,75;

KATEGORIA 5 -TELEKOMUNIKACJA 1 "OCHRONA INFORMACIJI"
Crzesé 1
TELEKOMUNIKACJA

UWAGA 1: W pozycjach Kategorii 5, czesé 1 wujeto status kontroli elementéw, urzqdzert "laserowych”, urzqdzer testujqcych i
“produkcyjnych”, oraz materialéw i "oprogramowania” do nich, specjalnie przeznaczonych do urzqdzeri i systemow
telekomunikacyjnych.

UWAGA 2:  "Komputery cyfrowe", towarzyszqce im urzqdzenia lub "oprogramowanie", majqce zasadniczy wplyw na dzialanie i
wspomaganie dzialar urzqdzer telekomunikacyjnych przedstawionych w pozycjach dotyczqcych telekomunikacji w niniejszej
Kategorii, sq traktowane jako elementy specjalnie opracowane, pod warunkiem ze sq to modele standardowe dostarczane przez
producenta na zaméwienie klienta. Dotyczy to komputerowych systeméw obstugi, zarzqdzania, konserwacji, technicznych lub
ksiegowych.

5A1 Systemy, urzadzenia i czesci:

5A001 a. Dowolny typ urzadzeh telekomunikacyjnych posiadajacy jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych lub

wlasciwosci albo realizujacy jedng z wymienionych funkcji:

1. Specjalnie zabezpieczone przed skutkami przejéciowych zjawisk elektronicznych lub impulsu elektromagnetycznego,
powstajacych w wyniku wybuchu jadrowego;

2. Specjalnie zabezpieczone przed promieniowaniem gamma, neutronowym lub jonizacyjnym;

3. Specjalnie skonstruowane do eksploatacji w zakresie temperatur poza przedzialem od 218 K (-55°C) do 397 K (+124°C).
UWAGA:  Pozycja 54001.a.3. odnosi sig wylqcznie do urzqdzen elektronicznych.

UWAGA: Pozycje 54001.a.2. i 54001.a.3. nie dotyczq urzqdzeri zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do stosowania na

pokiadach satelitow.

b. Telekomunikacyijne urzadzenia i systemy transmisyjne oraz specjalnie do nich opracowane elementy i osprzgt, posiadajgce jedng
z wymienionych ponizej cech charakterystycznych albo wiasciwosci lub realizujacych jedng z wymienionych ponizej funkeji:
1. Bedace systemami komunikacji podwodnej posiadajacymi jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Akustyczng czgstotliwo$é noéng spoza przedziatu 20 kHz do 60 kHz;
b. Dzialajace w zakresie elektromagnetycznej czgstotliwosci nosnej ponizej 30 kHz;
c. Dzialajace z wykorzystaniem techniki sterowania za pomocg wiazki elektronéw;
2. Bedace urzadzeniami radiowymi dziatajgcymi w pasmie od 1,5 do 87,5 MHz, posiadajgcymi jedng z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:
a. Zastosowanie technik adaptacyjnych zapewniajgcych tlumienie sygnaléw zaklécajacych na poziomie powyzej 15 dB.
b. Spelnianie obu ponizej wymienionych warunkéw:
1. Automatyczne przewidywanie i wybieranie czgstotliwosci oraz "catkowite szybkosci przesylania danych cyfrowych”
na kanat, umozliwiajgce optymalizacj¢ przesylania; i
2. Zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz mocy umozliwiajacy réwnoczesng obrébke wielu sygnaldéw przy mocy
wyjéciowej 1 kW lub wyiszej w zakresie czgstotliwosci 1,5 do 30 MHz albo 250 W lub wyzszej w zakresie
czestotliwosci 30 do 87,5 MHz, w zakresie "pasma chwilowego" o szerokosci jednej oktawy lub wigkszej i z
wyjsciem o znieksztalcenin harmonicznym lub innym lepszym niz -80 dB;
3. Bedace urzadzeniami radiowymi, w ktérych zastosowano techniki "widma rozproszonego" wlaczajac rozrzucanie (hopping)
czestotliwosci, posiadajacymi jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Programowane przez uzytkownika kody rozpraszania; lub
b. Calkowita szeroko$é przesylanego pasma 100 lub wiecej razy wigksza od szerokoéci pasma dowolnego z kanatéw
informacyjnych i powyzej 50 kHz;
UWAGA: Pozycja 54001.b.3.b. nie obejmuje kontrolg urzqdzer radiowych sieci telekomunikacyjnych w ukladzie
terytorialnym (komdrkowym) dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych.
UWAGA:  Pozycja 54001.b.3. nie obejmuje kontrolg urzqdzeri o mocy wyjsciowej 1 W lub mniejszej.
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5A101

5B1

5B001

5C1

5D1

4.

5.

Bedace sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi, ktére jednoczesénie:

a. Posiadaja powyzej 1000 kanatéw;

b. Charakteryzujg si¢ "czasem przelaczania czgstotliwosci" ponizej 1 ms;

¢. Umozliwiajg automatyczne przeszukiwanie lub skanowanie czg¢éci widma fal elektromagnetycznych,; i

d. Umozliwiaja identyfikacj¢ odbieranych sygnatéw lub typu nadajnika.

UWAGA: Pozycja 54001.b.4. nie obejmuje kontrolg urzqdzert komérkowych radiowych sieci telekomunikacyjnych,
dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych.

Bedace urzgdzeniami wykorzystujgcymi funkcje cyfrowego “przetwarzania sygnaléw” dla realizacji kodowania mowy

z szybkoscig ponizej 2 400 bitéw/s.

c. Nastgpujgce $wiattowodowe kable komunikacyjne, $wiatlowody oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy i akcesoria:

1.

2.

Swiatlowody o dlugosci ponad 500 m i okre§lone przez producenta jako odporne na naprezenia rozciagajace podczas Testu
Kontrolnego 2 * 10° N/m? lub wigksze;
Uwaga techniczna:
Test Kontrolny: prowadzona na biezqco (on line) albo poza linig produkcyjng (off-line) kontrola zupetna, podczas ktérej
wszystkie wlékna sq obcigzane dynamicznie z géry okreslonymi naprezeniami rozciggajgcymi, dziatajgcymi na odcinek
Swiattowodu o dtugosci od 0,5 do 3 m, przeciqgany z szybkosciq 2 do 5 m/s pomigdzy bebnami nawijajqcymi o Srednicy
okoto 150 mm. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ 293 K (20°C), a wilgotnosé wzgledna 40 %.
Testy Kontrolne mozna przeprowadzi¢ wedlug rownowaznych norm krajowych.

Kable $§wiattowodowe i akcesoria przeznaczone do pracy pod wods;

UWAGA:  Pozycja 5A001.c.2. nie obejmuje kontrolg kabli i akcesoriow dla standardowej telekomunikacji cywilnej.

N.B. 1: Dla kabli startowych (pepowinowych) lub tqcznikéw do nich sprawd? takze 84002.a.3.

N.B. 2: Dla swiattowodowych penetratorow kadtubow statkéw lub ztqczy do nich sprawd? takze 84002.c.

d. “Elektronicznie sterowane fazowane uklady antenowe” pracujace w zakresie czgstotliwoéci powyzej 31 GHz;
UWAGA: Pozycja 5SA001.d. nie obejmuje kontrolg “elektronicznie sterowanych fazowanych uktadéw antenowych” do

systeméw kontroli lgdowania oprzyrzqdowanych wedtug wymaga#i norm Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
obejmujqcych mikrofalowe systemy kontroli lgdowania (MLS).

Urzadzenia do zdalnego przekazywania wynikéw pomiaréw i do zdalnego sterowania znajdujace zastosowanie w "pociskach
rakietowych".
UWAGA: Pozycja 5A101 nie obejmuje kontrolq urzqdzen specjalnie przeznaczonych do zdalnego sterowania modelami samolotéw,

statkéw lub pojazdéw i wytwarzajqcych pole elektryczne o natgzeniu nieprzekraczajgcym 200 mikrowoltéw na metr w
odlegtosci 500 metrow. )

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

a. Urzadzenia i specjalnie przeznaczone do nich elementy i akcesoria, specjalnie przeznaczone do “rozwoju”, “produkcii”
i “uzytkowania” urzadzefi, materialéw, funkcji lub wlasciwosci ujetych w pozycjach SA001, 5B001, 5D001 tub 5E001;
UWAGA: Pozycja 5B00l.a. nie obejmuje kontrolg urzqdzeri do cechowania swiatlowodéw i 'pdiproduktéw

Swiattowodowych”, niezawierajqcych na wyposazeniu "laseréw" pétprzewodnikowych.

b. Urzadzenia i specjalnie przeznaczone do nich elementy i akcesoria, specjalnie przeznaczone do “rozwoju”, nast¢pujgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych lub urzadzen przetgczajgcych "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigcei™:

1.

2.

Bedace urzagdzeniami, w ktérych zastosowano techniki cyfrowe, wlgcznie z technikg "przesytani w trybie asynchronicznym"
(“ATM”), przeznaczone do pracy z calkowits szybkoscig cyfrowa przekraczajaca 1.5 Gbit/s;
Urzgdzenia wykorzystujace “laser” i majgce nastepujace cechy:

a. Dlugo$é fali nadawczej przekraczajgcg 1750 nm;

b. Dajgce “wzmocnienie optyczne”;

¢. Wykorzystujace techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane takze

technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi); lub
d. Stosujace techniki analogowe i majace szerokoéé pasma przekraczajaca 2.5 GHz;
UWAGA: Pozycja 54001.b.2.d. nie obejmuje kontrolg urzqdzeri specjalnie zaprojektowanych do “rozwoju”
systemow telewizji komercyjnej.

. Urzadzenia wykorzystujace “komutacije optyczng’;

Urzadzenia radiowe wykorzystujace technike modulacji kwadrarurowej (QAM), powyzej poziomu 128; lub

. Urzadzenia, w kt6érych zastosowano taczno$é (sygnalizacj¢) kanatowa, pracujace zaréwno w trybie skojarzonym, jak i pét-

skojarzonym;

Materialy

Zadne

Oprogramowanie
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(1D

5D001 a. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju”, "produkcji” lub
"uzytkowania" urzadzefi, funkciji lub wlasciwosci objgtych kontrola wedtug pozycji SA001 lub 5B001;

b. "Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do wspierania "technologii" objgtych
kontrolg wedtug pozycji SE001;

¢. Nastgpujace "oprogramowanie" specjalne:

1.

2.
3.

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane w taki sposéb, zeby umozliwialo urzadzeniom osiggnigcie
tych cech charakterystycznych, funkcji lub wiasciwosci, ktére sg objgte kontrolg wedtug pozycji 5A001 lub 5B001;
Niewykorzystany;

"Oprogramowanie” inne, niz w postaci wykonywalnej maszynowo, specjalnie przeznaczone do “adaptacyjnego
dynamicznego wyboru trasy”.

d. “Oprogramowanie”, specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane do “rozwoju”, nastgpujacych urzadzen telekomunikacyjnych
lub urzadzen przelaczajacych "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci':

1.

2.

3.
4.

Bedace urzadzeniami, w ktérych zastosowano techniki cyfrowe, wlacznie z technika "przesylani w trybie asynchronicznym”
(“ATM”), przeznaczone do pracy z calkowitg szybkoscig cyfrowa przekraczajaca 1.5 Gbit/s;
Urzadzenia wykorzystujace “laser’” i majace nastgpujace cechy;
a.  Dhugosé fali nadawczej przekraczajacg 1750 nm; lub
b.  Stosujace techniki analogowe i majace szeroko$¢ pasma przekraczajaca 2.5 GHz;
UWAGA: Pozycja 5A001.d.2.b. nie obejmuje kontrolg “oprogramowania” specjalnie zaprojektowanego do
“rozwoju’” systemow telewizji komercyjnej.
Urzadzenia wykorzystujace “komutacj¢ optyczng”;
Urzadzenia radiowe wykorzystujace technik¢ modulacji kwadrarurowej (QAM), powyzej poziomu 128; lub

5D101 “Oprogramowani€”’, specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane do “uzytkowania” urzadzer wymienionych w pozycji SA101.

SE1 Technologia

5E001 a. Technologie wedlug Uwagi ogélnej do technologii do "rozwoju", "produkcji” lub "uzytkowania" (z wylaczeniem obstugi)
urzadzef, funkcji, whasciwosci lub "oprogramowania” ujgtych w pozycjach 5A001, 5B001 lub 5D001;

b. Nastgpujace technologie specjalne:

1.

2.

3.
4.

"Technologie" "niezbgdne” do "rozwoju" lub "produkceji" urzadzen telekomunikacyjnych specjalnie przeznaczonych do
instalowania w satelitach;

"Technologie" do "rozwoju" lub "uzytkowania" laserowych technik komunikacyjnych z mozliwoscia automatycznego
wykrywania i ustalania pochodzenia oraz §ledzenia sygnaléw i utrzymywania komunikacji w egzoatmosferze lub
w srodowisku podpowierzchniowym (podwodnym);

"Technologie" do "rozwoju" komérkowych cyfrowych systeméw radiowych;

“Technologie” do “rozwoju’ technik “widma rozproszonego”, wlaczajac rozrzucanie czgstotliwosci (hopping).

c. Technologie wedtug Uwagi ogélnej do technologii do "rozwoju" lub "produkcji” nastgpujacych urzadzen telekomunikacyjnych
lub urzadzeri przetaczajacych "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigei”, funkcji lub wiasciwosci:

1.

2.

Urzadzeni, w ktérych zastosowano techniki cyfrowe, wlacznie z technikg "przesylania w trybie asynchronicznym" (“ATM”),

przeznaczone do pracy z catkowita szybkoscig cyfrowa przekraczajaca 1.5 Gbit/s;

Urzadzeth wykorzystujacych “laser” i majacych nastepujace cechy;

a. Dlugosé fali nadawczej przekraczajaca 1750 nm;

b. Dajace “wzmocnienie optyczne” z wykorzystaniem wzmacniaczy $wiatlowodowych prazedymowych domieszkowanych
fluorem (PDFFA);

c. Wykorzystujace techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane takze technikami
heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);

d. Wykorzystujace techniki zwielokrotniania poprzez rozdzielanie fal, przekraczajace 8 nosnych optycznych w
pojedynczym oknie-optycznym; lub

e. Stosujace techniki analogowe i majace szerokos$é pasma przekraczajaca 2.5 GHz;
UWAGA: Pozycja SE001.c.2.e. nie obejmuje kontrolg urzqdzert specjalnie zaprojektowanych do  “rozwoju”™

systemow telewizji komercyjnej.

. Urzadzenia wykorzystujace “komutacje optyczng’;

. Urzadzenia radiowe majace nastgpujace cechy:

a. Wykorzystujace technike modulacji kwadrarurowej (QAM), powyzZej poziomu 128; lub
b. Pracujgce z czgstotliwosciami, wejSciowa lub wyjsciowa, powyzej 31 GHz;
UWAGA: Pozycja SE001.c.4.b. nie obejmuje kontrolg “technologii” do “rozwoju” lub “produkcji” urzqdzen
przeznaczonych lub zmodyfikowanych do pracy w  pasmach przydzielonych przez ITU dla stuzb
radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.
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5. Urzadzenia, w ktérych zastosowano laczno$é (sygnalizacj¢) kanalowa, pracujace zaréwno w trybie skojarzonym, jak i pét-
skojarzonym.

"o

5E101 "Technologie" wedtug Uwagi ogélnej do technologii przeznaczone do "rozwoju”, "produkcji” lub "uzytkowania" urzadzen ujgtych
w pozycji SA101.

CZESC 2

"OCHRONA INFORMACJI"

UWAGA 1: W niniejszej Kategorii okreSlono status kontroli urzqdze#, "oprogramowania”, systeméw, "podzespotéw elektronicznych”
dedykowanych dla okreslonych zastosowan, modutéw, ukladdéw scalonych, elementow, technologii lub funkcji opisanych w
Kategorii 5, czes¢é 2, nawet, jesli stanowiq one elementy lub "podzespoly elektroniczne” wchodzgce w sktad innych urzqdzen.

UWAGA 2: Kategoria 5, cze$¢ 2 nie obejmuje kontrolg wyrobéw, ktdre towarzyszq uzytkownikowi dla jego osobistego uzytku.

UWAGA 3: Uwaga dotyczgca wyrobow kryptograficznych

Pozycje SA002 i 5D002 nie obejmuja kontrola towaréw, ktére spetniaja wszystkie wymienione ponizej warunki:

a. Sq ogdlnie dostepne dla klientéw poprzez ich sprzedaz bez ograniczer z magazyndw punktow sprzedazy detalicznej
w jakikolwiek z wymienionych nizej sposobow:
1. Bezposrednich transakcji "przez lade";
2. Transakcji na podstawie zaméwient pocztq elektroniczng;
3. Transakcji elektronicznych; lub
4. Transakcji przez telefon.

b. Ich funkcjonalnos¢ kryptograficzna nie moze byé tatwo zmieniona przez uzytkownika;
¢. 8q przeznaczone do zainstalowania przez uzytkownika bez dalszej, znaczqcej pomocy ze strony dostawcy; i

d. W przypadku zaistnienia koniecznosci, szczegély techniczne tych towaréw sq dostepne i zostang dostarczone, na zZgdanie
kompetentnych wiladz panstwa czltonkowskiego, w ktérym eksporter jest zarejestrowany, w celu upewnienia sig¢ co do
zgodnosci z warunkami okreslonymi punktach od a. do c. wyzej.

Uwaga techniczna:
W ramach Kategorii 5 - cze$¢ 2, bity parzystosci nie sq wliczane do diugosci klucza.

5A2 Systemy, urzadzenia i komponenty:

5A002 a. Nastepujace systemy, urzadzenia, "podzespoly elektroniczne" dedykowane dla okreslonych zastosowari, moduly i uktady
scalone zwiazane z "ochrona informacji" oraz inne specjalnie do nich zaprojektowane komponenty:
N.B. Do sterowania urzqdzeniami systeméw globalnej nawigacji satelitarnej zawierajgcych lub wykorzystujgcych funkcje
szyfrowania/odszyfrowywania sygnatéw(np. GPS lub GLONASS) sprawdz takze pozycje 74005.
1. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zastosowania mechanizméw kryptograficznych z wykorzystaniem technik
cyfrowych realizujgcych jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niz uwierzytelnienie lub podpis cyfrowy, w ktérych
stosuje si¢ jakikolwiek z ponizszych elementéw:

Uwagi techniczne:
1. Funkcje uwierzytelnienia i cyfrowego podpisu obejmujq zwigzane z nimi funkcje zarzqdzania kluczami.

2. Uwierzytelnienie obejmuje wszystkie aspekty kontroli dostepu, gdzie nie wystgpuje szyfrowanie plikéw lub fragmentéw
tekstéw, z wyjqtkiem tych bezpoSrednio zwigzanych z ochrong hasel, Numeréw Personalnej Identyfikacji (PIN) lub
podobnych danych stosowanych do ochrony przed nieuprawnionym dostgpem.

3. Mechanizmy kryptograficzne nie obejmujq technik kompresji lub kodowania danych.

UWAGA: Pozycja 54002.a.l. obejmuje kontrolgq urzqdzenia przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zastosowania
mechanizméw kryptograficznych do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik analogowych, gdy
stosowane sq wraz z technikami cyfrowymi.
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5B2

5B002

a. "Algorytm symetryczny” wykorzystujacy dtugo$é klucza przekraczajacg 56 bitéw; lub
b. "Algorytm asymetryczny", w ktérym bezpieczefistwo stosowania algorytmu bazuje na jednej z nastgpujacych wlasciwoscei:

1. Faktoryzacji liczb calkowitych powyzej 512 bitéw (np. RSA);
2. Wyliczaniu dyskretnych logarytméw w multiplikatywnej grupie pola o skoriczonej wielkosci wigkszej niz 512 bitéw
(np. Diffie-Helman z Z/pZ); lub
3. Dyskretnych logarytmach w grupie innej niz wspomniana w 5A002.a.1.b.2. wigkszej niz 112 bitéw (np. Diffie-Helman
na krzywej eliptycznej);
2. Przeznaczone albo zmodyfikowane dla realizacji funkeji kryptoanalitycznych;

3. Niewykorzystany;

4. Przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do zapewnienia ochrony elektromagnetycznej informacjom w
systemach lub sieciach teleinformatycznych, tzn. redukcji elektromagnetycznej emisji ujawniajacej lub ograniczenia
skutkéw impulséw elektromagnetycznych o duzej mocy, z wyjatkiem wyrobdéw stosowanych ze wzgledéw zdrowotnych,
bezpieczefistwa pracy i ochrony przed zakiéceniami elektromagnetycznymi;

5. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania kodu rozpraszajacego
dla "widma rozproszonego” lacznie z kodem rozrzucajacym dla systeméw z "rozrzucaniem czgstotliwosci" (,frequency

hopping™);

6. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania kodéw
wykorzystywanych do kanalizowania lub skramblingu informacji w systemach ,czasowo-modulowanych ultra-
szerokopasmowych” (,.time-modulated ultra-wideband™);

7. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu spetnienia wymagan stawianych w procesie certyfikacji na poziom uzasadnienia
zaufania wyzszy niz EAL4 wedtug Kryteriéw Oceny Zabezpieczeti Informatycznych ISO/IEC 15408 lub réwnowaznych;

8. Systemy kabli telekomunikacyjnych przeznaczone lub zmodyfikowane za pomocg elementéw mechanicznych,
elektrycznych lub elektronicznych w celu wykrywania wlaman do sieci teleinformatycznych.

UWAGA: Pozycja 54002 nie obejmuje kontrolg:

a. "Personalizowanych kart elektronicznych”, gdy wykorzystanie funkcji kryptograficznych ograniczone jest do urzqdzer
lub systeméw wylgczonych z kontroli na podstawie punktéw b. do f. niniejszej Uwagi. Jezeli "Personalizowane karty
elektroniczne " sq kartami wieloaplikacyjnymi, status kontroli kazdej aplikacji oceniany jest indywidualnie;

b. Urzqdzerh odbiorczych dla stacji radiowych, platnej telewizji lub podobnych systeméw telewizyjnych typu
konsumenckiego o ograniczonym zasiggu, niepodlegajgcych cyfrowemu szyfrowaniu, oraz w ktérych cyfrowe
szyfrowanie jest wykorzystywane tylko do wysytania rachunkéw lub informacji zwiqzanych z programem wysytanych
zwrotnie do dostawcéw ustug;

c¢. Urzqdzen, w kiérych funkcje kryptograficzne nie sq dostepne dla uzytkownika, i ktére sq specjalnie zaprojektowane, a

Sfunkcjonalnosé ograniczona do nastgpujgcych mozliwosci:
1. Wykonywania programéw zabezpieczonych przed kopiowaniem;
2. Realizowania dostegpu do:
a. Zabezpieczonych przed kopiowaniem danych przechowywanych na niezapisywalnym nosniku;
b. Informacji przechowywanych na nosniku w formie zaszyfrowanej(np. w zwigzku z ochrong praw wlasnosci
intelektualnej), gdy nosnik oferowany jest do sprzedazy publicznej w identycznych zestawach, lub
c. Danych audio/video chronionych prawem autorskim z mozliwoscig dokonania jednokrotego kopiowania.
d. Urzqdzen kryptograficznych specjalnie zaprojektowanych i ograniczonych do zastosowan bankowych lub transakcji
pieniginych;
Jransakcje pienigzne” w ramach Uwagi w 54002.d obejmujq zbieranie i ustalanie optat lub funkcji kredytowych.

e. Przewoznych lub przenosnych radiotelefonéw do zastosowan cywilnych, (np. do zastosowania w cywilnych systemach
radiokomunikacji komérkowej), w ktérych nie ma mozliwosci szyfrowania przez abonentéw koricowych (szyfrowanie
typu ,,end-to-end’”’);

f Urzqdzen telefonii bezprzewodowej niezdolnych do szyfrowania typu ,end-to-end”, w ktérych, zgodnie z danymi
producenta, maksymaliny skuteczny zasieg dziatania bezprzewodowego bez dodatkowego wzmocnienia (ij. pojedyncza,
bez posrednictwa przekaznika, odleglos¢ miedzy terminalem a domowq stacjq bazowg) wynosi mniej niz 400 m.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkeyjne

a. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do:
1. "Rozwoju" urzadzen lub funkcji objetych kontrolg w ramach Kategorii S — czg§é 2, w tym urzadzen pomiarowych lub
stuzgcych do prowadzenia testéw;
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2. "Produkcji" urzadzen lub funkcji objetych kontrola w ramach Kategorii 5 — czg$é 2, w tym urzadzen pomiarowych,
stuzgcych do prowadzenia testdw, napraw lub urzadzen stuzacych do ich produkcji;

b. Urzadzenia pomiarowe specjalnie przeznaczone do oceny i analizy funkcji dotyczacych "ochrony informacji" objgtych
kontrolg wedlug pozycji SA002 lub 5D002.

5C2 Materialy
Zadne
5D2 Oprogramowanie
5D002 a. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji" lub

"uzytkowania" urzadzen lub "oprogramowania" objgtego kontrolg w ramach Kategorii 5 — czgéé 2;

b. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane w celu wspierania "technologii” objgtych kontrolg wedlug
pozycji SE002;

¢. Nast¢pujace "oprogramowanie" specjalne:
1. "Oprogramowanie" majace wlasciwosci albo realizujace lub symulujace funkcje urzgdzen objgtych kontrola wedlug pozycji
5A002 lub 5B002;

2. "Oprogramowanie" stuzace do prowadzenia procesu certyfikacji "oprogramowania" objgtego kontrola wedlug pozycji
5D002.c.1;

UWAGA: Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrolg:
a. "Oprogramowania” "niezbednego" do "uzytkowania"” urzqdzen nieobjetych kontrolg na mocy Uwagi do pozycji

54002,
b. "Oprogramowania" umozliwiajqcego realizacje dowolnej funkcji urzqdzen wylqczonych z kontroli na mocy Uwagi do
pozycji 54002
5E2 Technologia
5E002 Technologie wedtug Uwagi ogblnej do technologii, przeznaczone do "rozwoju", "produkcji” lub "uzytkowania" urzadzen lub

"oprogramowania" w ramach Kategorii 5 — cz¢$¢é 2.

KATEGORIA 6 - CZUJNIKI I LASERY
6A Systemy, urzadzenia i czesci
6A001 Czujniki akustyczne.

a. Nastepujace okretowe systemy akustyczne, urzadzenia albo specjalnie do nich przeznaczone elementy:
1. Nastgpujace systemy aktywne (nadajniki albo nadajniki-odbiorniki), urzadzenia lub specjalnie do nich przeznaczone
elementy:
UWAGA: Pozycja 64001.a.1. nie obejmuje kontrolg:
a. sond do pomiaru gigbokosci pracujqcych w pionie pod aparaturq, niemajgcych mozliwosci przeszukiwania
w zakresie powyzej + 20°, ktérych dziatanie jest ograniczone do pomiaru glebokosci wody, odleglosci do
zanurzonych lub zatopionych obiektéw albo do wykrywania tawic ryb;
b. nastgpujgcych ptaw lub staw akustycznych:
1. akustycznych ptaw lub staw ostrzegawczych;
2. sonardéw impulsowych specjalnie przeznaczonych do przemieszczenia si¢ lub powrotu do potozenia
podwodnego.
a. Systemy o szerokim zakresie przeszukiwania przeznaczone do badah batymetrycznych w celu sporzadzania map
topograficznych dna morskiego, majgce wszystkie ponizsze cechy charakterystyczne:
1. Przeznaczenie do dokonywania pomiaréw pod katem wigkszym od 20° w stosunku do pionu,
2. Przeznaczenie do pomiaréw glgbokoscei wigkszych niz 600 m, liczac od powierzchni wody;
3. Przeznaczone do realizacji jednej z ponizszych funkcji:
a. Wprowadzanie wielu wiazek, z ktérych co najmniej jedna ma rozwarto$é katowa ponizej 1,9°%; tub
b. Uzyskiwanie przecigtnej doktadnosci pomiaréw glgbokosci wody na przeszukiwanym obszarze w odniesieniu do
poszczegSlnych pomiardéw lepszej niz 0,3 %;
b. Systemy do wykrywama lub lokalizacji obicktéw posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Czqstothwosc nosna ponizej 10 kHz;
2. Poziom ci$nienia akustycznego powyzej 224 dB (co odpowiada 1 mikropaskalowi na 1| m) w odniesieniu do urzadzen
z czgstotliwoseig robocza w pasmie od 10 kHz do 24 kHz wlacznie;
3. Poziom ci$nienia akustycznego powyzej 235 dB (co odpowiada 1 mikropaskalowi na 1 m) w odniesieniu do urzadzen
z czgstotliwoscig robocza w pasmie od 24 kHz do 30 kHz;
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4. Ksztaltujace wiazki o kacie rozproszenia ponizej 1° wzglgdem dowolnej osi i posiadajgce czgstotliwo$é roboczg
ponizej 100 kHz;
5. Umozliwiajace jednoznaczny pomiar odleglosci do obiektéw w zakresie powyzej 5 120 m;
6. Skonstruowane w ten sposéb, ze w normalnych warunkach pracy sg wytrzymate na ciénienia na glgbokosci wigkszej
niz 1000 m i sg zaopatrzone w przetworniki:
a. Z dynamiczng kompensacja ci$nienia; lub
b. W ktérych elementem przetwarzajacym nie jest cyrkonian/tytanian otowiu; ub
c. Reflektory akustyczne, wlacznie z przetwornikami, wyposazone w elementy piezoelektryczne, magnetostrykcyjne,
elektrostrykcyine, elektrodynamiczne lub hydrauliczne, dzialajace indywidualnie lub w odpowiedniej kombinacji
zespotowej, posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
UWAGI: 1. Status kontroli reflektoréw akustycznych, wigcznie z przetwornikami, specjalnie przeznaczonych do innych
urzqdzen, wynika ze statusu kontroli tych innych urzqdzen.
2. Pozycja 6A001.a.1.c. nie obejmuje kontrolg elektronicznych Zrddel kierujqcych diwiek tylko w pionie ani
Zrédet mechanicznych (np. pistolety powietrzne lub parowe) lub chemicznych (np. materialy wybuchowe,).
1. Gesto$é mocy akustycznej w impulsie powyzej 0,01 mW/mm?*/Hz dla urzadzeti pracujacych w pasmie czgstotliwosci
ponizej 10 kHz;
2. Gestoéé mocy akustycznej ciaglej powyzej 0,001 mW/mm?%Hz dla urzadzes pracujacych w pasmie czgstotliwosci
ponizej 10 kHz;
Uwaga techniczna:
Gesto$é mocy akustycznej oblicza sig dzielgc wyjsciowq moc akustyczng przez iloczyn pola powierzchni
wypromieniowanej wiqzki i czestotliwosci roboczej.
3. Majgce tlumienie listka bocznego emisji powyzej 22 dB;

d. Systemy akustyczne, urzadzenia albo specjalne elementy do okreslania polozenia statkéw nawodnych lub pojazdéw
podwodnych skonstruowane z przeznaczeniem do dziatania w zasiggu powyzej 1000 m i umozliwiajace wyznaczanie
polozenia z dokladnoscig ponizej 10 m (warto$¢ $rednia kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasiggu do 1000 m;
UWAGA:  Pozycja 64001.a.1.d. obejmuje:

a. urzgdzenia, w ktérych zastosowano koherentne "przetwarzanie sygnatéw" pomigdzy dwiema lub wigkszq
liczbq boi kierunkowych a hydrofonem na statku nawodnym albo pojeZdzie podwodnym,

b. urzqdzenia majgce mozliwosé automatycznego korygowania bledéw predkosci rozchodzenia sig dZwigku
w celu obliczenia potozenia obiektu.

2. Nastgpujgce pasywne urzadzenia i systemy (odbiorcze, wspdlipracujgce, albo nie, w normalnych zastosowaniach
z oddzielnymi urzgdzeniami aktywnymi) oraz specjainie do nich przeznaczone elementy:
a. Hydrofony (przetworniki) posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:
UWAGA: Status kontroli hydrofonéw specjalnie zaprojektowanych do innych urzqdzeri, wynika ze statusu kontroli tych
innych urzqdzen.
1. Wyposazone w ciagle, elastyczne czujniki lub zespoty zloZone z dyskretnych elementéw czujnikowych o §rednicy lub
dlugosci ponizej 20 mm znajdujacych si¢ w odlegloéci jeden od drugiego wynoszacej ponizej 20 mm;
2. Wyposazone w jeden z nastgpujacych elementéw czujnikowych:
a. Swiatlowody;
b. Polimery piezoelektryczne; fub
c. Elastyczne, piezoelektryczne materialy ceramiczne;
3. Czuloéé hydrofonéw lepsza niz -180 dB na kazdej glgbokodcei bez kompensacji przyspieszeniowej;
4. W przypadku przeznaczenia do pracy na gl¢bokosciach nie wigkszych niz 35 m, czuto$¢ hydrofondéw lepsza
niz -186 dB z kompensacja przyspieszeniows;
5. Przeznaczone do dzialania na gigbokosciach wigkszych niz 1 000 m;

Uwaga techniczna:

‘Czuto$é hydrofonu’ definiuje sig jako dwadziescia logarytméw przy podstawie 10 ze stosunku napigcia skutecznego po

sprowadzeniu do napigcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu

akustycznych fal plaskich o cisnieniu skutecznym 1 mikropaskala. Na przyklad, hydrofon o czulosci -160 dB (po

sprowadzeniu do poziomu 1 V na mikropaskal) daje w takim polu napigcie wyjsciowe 107 8 ¥, natomiast hydrofon o

czutosci -180 dB daje w takim samym polu napiecie wyjsciowe tylko 10° V. Zatem hydrofon o czutosci -160 dB jest lepszy

od hydrofonu o czutosci -180 dB.

b. Holowane zestawy matrycowe hydrofonéw akustycznych, majgce jedng z nastgpujacych cech:

1. Odlegloé¢ pomiedzy grupami hydrofonéw wynosi ponizej 12,5 m;

2. Przeznaczone albo ‘mozliwe do zmodyfikowania® z przeznaczeniem do dziatania na glgboko$ciach wigkszych niz
35 m; lub
Uwaga techniczna:
Wspomniana w pozycji 64001.a.2.b.2. ‘mozliwos¢é modyfikacji’ oznacza, zZe sq zaopatrzone w elementy umozliwiajqce
zmiane przewodéw lub polqczer w celu zmiany odleglosci pomiedzy grupami hydrofonéw albo granicznych
glebokosci roboczych. Do elementéw takich zalicza sie: zapasowe przewody w iloSci przewyziszajqcej o 10 % liczbe
przewoddéw uzywanych, bloki umozliwiajgce zmiang odlegiosci pomigdzy grupami hydrofonéw lub wewngtrzne
regulowane urzqdzenia limitujgce glebokos¢ oraz urzqdzenia sterujgce umozliwiajqce sterowanie wiecej niz jedng
grupq hydrofonéw.

3. Czujniki kursowe objgte kontrolg wedlug pozycji 6A001.a.2.d ;

4. Sieci wezy ze wzmocnieniem podluznym;

5. Wyposazenie w ukiad zespolowy o Srednicy mniejszej niz 40 mm;
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6. Mozliwoéé multipleksowania sygnaléw grup hydrofonéw i przeznaczenie do dziatania na glgbokosciach wigkszych
niz 35 m albo wyposazenie w regulowane lub demontowalne czujniki gl¢bokosci z przeznaczeniem do pracy na
glebokosciach wigkszych niz 35 m; lub

7. Wyposazenie w hydrofony o wladciwosciach okreslonych w pozycji 6A001.a.2.a;

Urzadzenia przetwarzajgce, specjalnie przeznaczone do holowanych zestawéw (matryc) hydrofonéw akustycznych
posiadajace "mozliwoéé dostgpu uzytkownika do oprogramowania” oraz mozliwos¢ przetwarzania i korelacji w funkcji
czasu lub czestotliwoéci, wilacznie z analizg spektralng, filtrowaniem cyfrowym i ksztaltowaniem wigzki za pomoca
szybkiej transformaty Fouriera lub innych transformat lub proceséw;

Czujniki kursowe posiadajace wszystkie z ponizszych cech:

1. Doktadno$é powyzej  0,5°% oraz

2. Przeznaczone do pracy na glebokoSciach wigkszych niz 35 m albo wyposazone w regulowane lub demontowalne
czujniki glebokosci z przeznaczeniem do pracy na glgbokosciach wigkszych niz 35 m; lub

Denne lub przybrzezne uklady kablowe majgce jedng z ponizszych cech:

1. Wykorzystujace hydrofony z pozycji 6A001.a.2.a.;

2. Zawierajace moduly multipleksowe sygnatéw grup hydrofondéw, majace wszystkie wymienione nizej cechy:

a. Przeznaczone do dzialania na gigbokosci ponizej 35 m albo wyposazone w regulowane lub demontowalne
czujniki glebokosci, aby mogty dziataé na glgbokosci ponizej 35 m; i
b. Mogace pracowal wymiennie z modutami holowanych zestawéw hydrofonéw akustycznych.

Urzadzenia przetwarzajace, specjalnie przeznaczone do kablowych ukladéw dennych Iub migdzywregowych,
umozliwiajagce  “programowalnoéé  dostgpng  dla  uzytkownika”  oraz  przetwarzanie i  korelacje
w dziedzinie czasu lub czestotliwosci, w tym analize widmowg oraz cyfrowe ksztaltowanie wiazki za pomocg szybkiego
przeksztalcenia Fouriera lub innych przeksztatcen lub proceséw.

b. Urzadzenia sonarowe z korelacja predkosciowa przeznaczone do pomiaru predkosci poziomej obiektu, na ktérym si¢ znajduja,
wzgledem dna morza w przypadku odleglo$ci obiektu od dna powyzej 500 m.

6A002 Czujniki optyczne
N.B.: Sprawdz takie pozycje 6A102.

a. Nastepujace detektory optyczne:
UWAGA: Pozycja 64002.a. nie obejmuje kontrolg elementéw fotoelektrycznych wykonanych z germanu lub krzemu.

1. Nastepujace detektory péiprzewodnikowe “klasy kosmicznej”:

a.

Detektory poélprzewodnikowe “klasy kosmicznej" posiadajgce wszystkie z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:

1. Reakcja szczytowa w pasmie fal o dlugosci powyzej 10 nm, ale ponizej 300 nm; 1

2. W zakresie fal o dlugoéci powyzej 400 nm reakcja stabsza niz 0,1 % reakcji szczytowej;

Detektory pélprzewodnikowe "klasy kosmicznej" posiadajace wszystkie z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:

1. Reakcja szczytowa w zakresie dtugoscei fal powyzej 900 nm, ale ponizej 1200 nm; oraz

2. "Stala czasowa" reakcji 95 ns lub ponizej; lub

Detektory péSlprzewodnikowe "klasy kosmicznej" posiadajace reakcjg szczytowg w zakresie diugosci fal powyzej
1 200 nm, ale ponizej 30 000 nm;

2. Nastepujace lampy wzmacniajgce obrazy i specjalnie do nich przeznaczone elementy:

a.

Lampy wzmacniajgce obrazy posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
1. Reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal powyzej 400 nm, ale ponizej 1 050 nm;
2. Elektroda mikrokanalikowa do wzmacniania obrazéw elektronicznych z otworkami w odstgpach (odlegloéé pomigdzy
$rodkami otworkéw) ponizej 15 mikrometréw; oraz
3. Nastgpujace fotokatody:
a. Fotokatody S-20 i S-25 lub alkaliczne (wielopierwiastkowe) o czulosci $wietlnej przekraczajgcej 240 pA/Im
b. Fotokatody GaAs lub GalnAs; lub
¢. Inne fotokatody péiprzewodnikowe zwigzkéw III - V.
UWAGA: Pozycja 6A4002.a.2.a.3.c. nie obejmuje kontrolg  fotokatod pétprzewodnikowych zwiqzkowych o
maksymalnej czutosci promieniowania 10 mA/W lub mniej.

b. Nastepujgce specjalnie opracowane elementy:

1. Elektrody mikrokanalikowe do wzmacniania obrazéw elektronicznych z otworkami w odstgpach (odleglo$é pomigdzy
$rodkami otworkéw) ponizej 15 mikrometréw;
2. Fotokatody GaAs lub GalnAs;
3. Inne fotokatody pdtprzewodnikowe zwiazkéw I - V.
UWAGA: Pozycja 6A4002.a.2.b.3. nie obejmuje kontrolg  fotokatod pdiprzewodnikowych zwigzkowych
o maksymalnej czulosci promieniowania 10 mA/W lub mniej.
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3. Nastgpujace, inne niz "klasy kosmicznej" "plaskie zespoly ogniskujace™:

Uwaga techniczna:
"Ptaskie zespoly ogniskujqce" to liniowe lub dwuwymiarowe wieloelementowe zespoly czujnikéow.

UWAGA I: Pozycja 64002.a.3. obejmuje kontrolg zespoly fotoprzewodzqgce i fotowoltaiczne.

UWAGA 2: Pozycja 64002.a.3. nie obejmuje kontrolg:
a. krzemowych "plaskich zespoléw ogniskujgcych”:
b. wieloelementowych (nie wigcej niz 16 elementéw) komdrek fotoelektrycznych w obudowie, zawierajgcych
siarczek lub selenek cynku.
c. detektoréw piroelektrycznych, w ktérych zastosowano jeden z nastgpujqcych zwiqzkow:
Siarczan triglicyny i jego odmiany;
Tytanian otowiu-lantanu-cyrkonu i odmiany;
Tantalan litu;
Polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub
Niobian strontu-baru i jego odmiany;

Ll N~

a. Inne niz "klasy kosmicznej" "plaskie zespoly ogniskujace" posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:
1. Pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedzialu powyzej 900 nm, ale ponizej
1 050 nm; oraz
2. "Stalej czasowej" reakcji ponizej 0,5 ns;

b. Inne niz "klasy kosmicznej" "plaskie zespoly ogniskujace" posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy

charakterystyczne:
1. Pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedzialu powyzej 1 050 nm, ale ponizej
1 200 nm; 1

2. "Stala czasowa" reakcji 95 ns lub mniej; lub

c. Inne niz "klasy kosmicznej" "plaskie zespoly ogniskujace” posiadajace reakcj¢ szczytowa poszczegélnych elementow
w zakresie dlugo$ci fal z przedziatu powyzej 1 200 nm, ale ponizej 30 000 nm;

b. “Monospektralne czujniki obrazowe” i "wielospektralne czujniki obrazowe" przeznaczone do zdalnego wykrywania obiektéw,
posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Chwilowe pole widzenia (IFOV) ponizej 200 mikroradianéw; lub
2. Przeznaczenie do dzialania w zakresie fal o dlugoéci powyzej 400 nm, ale ponizej 30 000 nm oraz jednoczesnie:
a. Dostarczanie wyjsciowych danych obrazowych w postaci cyfrowej; oraz
b. Spelnianie jednego z warunkéw:
1. Posiadanie "klasy kosmicznej"; lub
2. Przeznaczenie do zastosowan lotniczych i zaopatrzenie w czujniki inne niz krzemowe oraz posiadajace IFOV ponizej
2,5 miliradianéw;,

c. Urzadzenia do bezpoéredniego tworzenia obrazéw dzialajace w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego
wyposazone w jeden z nastgpujacych zespoléw:
1. Lampy do wzmacniania obrazéw objgte kontrola wedlug pozycji 6A002.a.2.a.; lub
2. "Plaskie zespoty ogniskujace" objgte kontrola wedlug pozycji 6A002.a.3;
Uwaga techniczna:
Termin "widzenie bezposrednie” odnosi si¢ do urzqdzer tworzqcych obrazy, dziatajqcych w zakresie fal widzialnych albo
podczerwonych i przedstawiajgcych widzialny dla czlowieka obraz bez jego przetwarzania na sygnal elektroniczny
przekazywany na ekran telewizyjny, niemogqcych zarejestrowaé albo przechowaé obrazu na drodze fotograficznej,
elektronicznej albo jakiejkolwiek innej.
UWAGA: Pozycja 64002.c. nie obejmuje kontrolg nastgpujqcych urzqdzeni zaopatrzonych w fotokatody inne niz z Gads lub
GalnAs:
a. Przemystowych lub cywilnych systeméw alarmowych, systeméw kontroli ruchu drogowego lub przemystowego ani
systeméw zliczajqcych;
b. Urzqdzer medycznych;
¢. Urzqdzen przemystowych stosowanych do kontroli, sortowania lub analizy wtasciwosci materiatéw,
d. Wykrywaczy ptomieni do piecéw przemystowych;
e. Urzqdze# specjalnie przeznaczonych do celéw laboratoryjnych.

d. Nastepujace specjalne elementy pomocnicze do czujnikéw optycznych:
1. Chlodnice kriogeniczne "klasy kosmicznej";
2. Nastgpujace chiodnice kriogeniczne nienalezace do "klasy kosmicznej", posiadajace Zrédlo chlodzenia o temperaturze
ponizej 218 K (-55°C):
a. Pracujgce w obiegu zamknigtym i charakteryzujace si¢ $rednim Czasem Do Awarii (MTTF) albo srednim Czasem
Migdzyawaryjnym (MTBF) powyzej 2 500 godzin;
b. Samoregulujace si¢ minichlodnice Joula-Thomsona (JT) z otworkami o $rednicy (na zewnatrz) ponizej 8 mm;
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3.

Czujnikowe widkna optyczne o specjalnym skladzie albo konstrukcji, albo zmodyfikowane technikg powlekania, w celu
nadania im wlasciwoéci umozliwiajgcych reagowanie na fale akustyczne, promieniowanie termiczne, sity bezwladnodci,
promieniowanie elektromagnetyczne lub jadrowe,

e. "Plaskie zespoly ogniskujgce"” "klasy kosmicznej" majace wigcej niz 2048 elementéw na zespdt i reakcj¢ szczytowa w pa$mie
fal o dtugosci powyzej 300 nm, ale ponizej 900 nm.

6A003 Kamery filmowe

N.B.:
N.B.:

Sprawdz takze pozycj¢ 6A203.
Dla kamer specjalnie opracowanych lub zmodyfikowanych do zastosowan podwodnych sprawdz takze pozycje
8A002.d. i 8A002.c.

a. Nastepujgce kamery rejestrujace 1 specjalnie dla nich przeznaczone elementy:

UWAGA: Kamery rejestrujqce, okreslone w poz. 64003.a.3. do 64003.a.5., o budowie modutowej powinny by¢ oceniane wg ich

v W

maksymalnych mozliwosci przy wykorzystaniu zespotéw witykanych’ zgodnie ze specyfikacjq producenta kamery.

. Bardzo szybkie kamery filmowe rejestrujagce na blonie dowolnego formatu od 8 mm do 16 mm wiacznie, w ktérych blona

jest podczas rejestracji przesuwana w sposéb ciagly, umozliwiajace rejestrowanie obrazéw z szybkosciami powyzej 13 150

klatek na sekundg;

UWAGA: Pozycja 6A4003.a.1. nie obejmuje kontrolg filmowych kamer rejestrujgcych przeznaczonych do normalnego
uzytku cywilnego.

Bardzo szybkie kamery z napgdem mechanicznym, bez przesuwu filmu, umozliwiajgce rejestracj¢ z szybkosciami powyzej

1 000 000 klatek na sekunde na calej szerokoécei blony 35 mm, lub z szybkodciami proporcjonalnie wigkszymi na blonach

o mniejszych formatach, albo z szybkog$ciami proporcjonalnie mniejszymi na blonach o formatach wigkszych;

Mechaniczne lub elektryczne kamery smugowe o szybkosci zapisu powyzej 10 mm/ mikrosekundg;

Elektroniczne kamery obrazowe o szybkosci powyzej 1 000 000 klatek na sekundg;

. Kamery elektroniczne posiadajace obie z ponizszych cech:

a. Szybko$¢ dziatania migawki elektronicznej (bramkowania) ponizej 1 mikrosekundy na peing klatke; oraz
b. Czas odczytu umozliwiajacy szybkosé powyzej 125 pelnych klatek na sekundg;

. Zespoly wtykane posiadajace wszystkie z ponizszych cech:

a. Specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujgcych, ktére maja modutows strukturg 1 ktore zostaly wyszczegdlnione w
pozycji 6A003.a.; 1

b. Umozliwiajagce tym kamerom realizowanie wlasciwosci wymienionych w pozycjach 6A003.a.3., 6A003.a.4. lub
6A003.a.5., zgodnie z danymi technicznymi producenta.

b. Nastepujace kamery obrazowe:

UWAGA: Pozycja 6A003.b. nie obejmuje kontrolg kamer telewizyjnych ani wideokamer przeznaczonych specjalnie dla stacji

1.

telewizyjnych.
Wideokamery z czujnikami pétprzewodnikowymi posiadajgce jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Powyzej 4 * 10° "aktywnych pikseli” na pétprzewodnikowa siatke dla kamer monochromatycznych (czarno-biatych);
b. Powyzej 4 * 10° "aktywnych pikseli" na pélprzewodnikows siatkg dla kamer kolorowych z trzema siatkami
péiprzewodnikowymi; lub
¢. Powyzej 12 * 10° "aktywnych pikseli" na pélprzewodnikows siatk¢ dla kamer kolorowych z jedng siatka péiprzewodni-
kowa;

Uwaga techniczna:
Na uzytek niniejszego punktu wideokamery cyfrowe powinny by¢ oceniane na podstawie maksymalnej liczby “aktywnych
pikseli” wykorzystywanych do rejestrowania obrazéw ruchomych.

. Kamery skaningowe i systemy kamer skaningowych posiadajace obie z ponizszych wiasciwosci:

a. Liniowe siatki detekcyjne posiadajace powyzej 8 192 elementéw na siatke; i
b. Mechaniczne przeszukiwanie w jednym kierunku;

. Kamery obrazowe wyposazone we wzmacniacze obrazéw wymienione w pozycji 6A002.a.2.a.;
. Kamery obrazowe wyposazone w plaskie siatki ogniskujace wymienione w pozycji 6A002.a.3.;

UWAGA: Pozycja 6A003.b.4. nie obejmuje kontrolg kamer obrazowych wykorzystujqcych liniowe , plaskie zespoly
ogniskowe” o 12 lub mniej elementach, nieposiadajqce w elementach opéznienia czasowego i catkowania,
przeznaczone do nastepujgcych zastosowan:

a. Przemystowe lub cywilne alarmy wlamaniowe, kontrola ruchu na drogach lub w przemysle, systemy
zliczajqgce;

b. Urzqdzenia przemystowe stosowane do nadzoru lub monitorowania wyplywu ciepta w budynkach,
urzqdzeniach lub procesach przemystowych;

c. Urzqdzenia przemystowe stosowane do nadzoru, sortowania lub analizy wlasciwosci materiatéw;

d. Urzqdzenia specjalnie zaprojektowane do zastosowan: laboratoryinych; lub

e. Sprzet medyczny.
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6A004

Elementy optyczne

a. Nastg¢pujgce zwierciadla optyczne (reflektory):

1. "Zwierciadla odksztalcalne" o powierzchni cigglej lub wieloelementowej oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy,
majgce mozliwoéé dynamicznej zmiany potozenia czgéci powierzchni zwierciadta z szybkoscig powyzej 100 Hz;

2. Lekkie zwierciadta monolityczne o przecigtnej "gestosci zastepezej" ponizej 30 kg/m? i masie calkowitej powyzej 10 kg;

3. Lekkie konstrukcje zwierciadlane z materiatéw "kompozytowych" lub spienionych o przecigtnej "gesto$ci zastgpczej”
ponizej 30 kg/m? i masie catkowitej powyzej 2 kg;

4. Zwierciadla do kierowania wigzka, majace Srednicg albo dtugo$é osi gléwnej powyzej 100 mm, zachowujace plaskosé rzedu
lambda/2 lub lepsza (lambda jest réwne 633 nm) i sterowane wiazka o szeroko$ci pasma powyzej 100 Hz;

b. Elementy optyczne z selenku cynku (ZnSe) lub siarczku cynku (ZnS) z mozliwoscig transmisji w zakresie dlugosci fal
powyzej 3 000 nm, ale ponizej 25 000 nm i posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Objetoéé powyzej 100 cm’; lub
2. Srednice lub dlugosé osi gléwnej powyzej 80 mm oraz gruboéé (glebokoéd) powyzej 20 mm;

c. Nastgpujace elementy "klasy kosmicznej" do systemdéw optycznych:

1. O "ggstoscei zastgpezej” obnizonej o 20% w poréwnaniu z masywnym wyrobem o takiej samej aperturze i grubosci;

2. Podloza surowe, podloza powlekane powierzchniowo (z powloka jednowarstwows lub wielowarstwowa, metaliczng lub
dielektryczng, przewodzaca, pélprzewodzaca lub izolujaca) lub pokryte blona ochronna;

3. Segmenty lub zespoly zwierciadet przeznaczone do montazu z nich w przestrzeni kosmicznej systemdéw optycznych, majace
sumaryczng aperturg réwnowazng lub wigksza niz pojedynczy element optyczny o érednicy 1 metra;

4. Wykonane z materiatéw "kompozytowych" o wspélczynniku liniowej rozszerzalnoéci termicznej w kierunku dowolnej
wspéhrzednej réwnym lub mniejszym niz 5 * 10°5;

d. Nastgpujgce urzadzenia do sterowania elementami optycznymi:
1. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do utrzymywania ksztaltu lub orientacji powierzchni elementéw "klasy kosmicznej"
objetych kontrolg wedlug pozycji 6A004.c.1. lub 6A004.c.3.;
2. Urzadzenia posiadajace pasmo sterowania, §ledzenia, stabilizacji lub strojenia rezonatora o szerokoséci réwnej lub wigkszej
niz 100 Hz oraz dokladno$é 10 prad (mikroradianéw) lub lepsza;
3. Zawieszenia kardanowe majace wszystkie z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Maksymalny kat wychylenia powyzej 5°,
b. Szeroko$¢ pasma réwng lub wigkszg niz 100 Hz;
¢. Mozliwoéé ustawiania katowego z doktadnoscia réwna lub lepsza niz 200 prad (mikroradianéw); oraz
d. Jeden z wymienionych ponizej parametréw:
1. $rednicg lub dlugo$é osi gléwnej powyzej 0,15 m, ale nie wigksza niz 1 m i mozliwo$é zmiany polozenia katowego
z przyspieszeniami powyzej 2 rad (radianéw)/s?; ub
2. $rednicg lub diugoéé osi gléwnej powyzej 1 m i mozliwo$é zmiany polozenia katowego z przyspieszeniami powyzZej
0,5 rad (radianéw)/s%; oraz
4. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do utrzymywania w odpowiednim polozeniu systeméw ukladéw fazowanych lub
systeméw fazowanych zwierciadel segmentowych o $rednicy segmentéw lub dlugoéci osi gtéwnej réwnej lub wigkszej
od 1 m;
¢. Asferyczne elementy optyczne, majace wszystkie wymienione nizZej cechy:
1. Najwigkszy wymiar apertury optycznej jest wigkszy niz 400 mm;
2. Nierdwnoéé powierzchni jest mniejsza niz Inm (Srednia warto$¢ kwadratowa) dla dlugosci prébkowania réwnej lub
wigkszej niz 1 mm; i
3. Wartoé¢ absolutna wspélezynnika liniowej rozszerzalnosci termicznej przy 25°C jest mnicjsza niz 3x10%/K.
Uwagi techniczne:
1. ‘Elementem asferycznym’ jest taki element, stosowany w systemach optycznych, ktérego powierzchnia lub powierzchnie
czynne sq zaprojektowane jako odbiegajgce od ksztattu idealnej sfery.
2. Od producentéw nie jest wymagany pomiar nieréwnosci, o ktérym mowa w 64004.e., jezeli element optyczny nie zostat
zaprojektowany lub wykonany z zamiarem dotrzymania lub przekroczenia parametru kontrolnego.

UWAGA: Poz. 64004.e.2. nie obejmuje kontrolg asferycznych elementéw optycznych majqcych ktérgkolwiek z nastgpujgcych
cech:
a.  Najwiekszy wymiar apertury optycznej mniejszy niz 1m i stosunek dtugosci ogniskowej do apertury réwny lub
wigkszy niz 4.5:1;
b.  Najwigkszy wymiar apertury optycznej réwny lub wigkszy niz 1m i stosunek diugosci ogniskowej do apertury
réwny lub wigkszy niz 7:1;
¢.  Zaprojektowany jako element Fresnela, oko muchy, pasek, pryzmat lub element dyfrakcyjny;
d. Wykonany ze szkia borokrzemowego majgcego wspélczynnik rozszerzalnosci liniowej wiekszy niz 2.5x10°%/K
przy 25°C;
e.  Bedqcy elementem optyki rentgenowskiej, majgcym wlasciwosci zwierciadla wewnegtrznego (np. zwierciadla
typu rurowego).
N.B.: Jezeli chodzi o elementy asferyczne specjalnie zaprojektowane dla urzadzen litograficznych, sprawdz
3B001.
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6A005 Nastepujace "lasery”, ich elementy i urzadzenia optyczne do nich, rézne od wymienionych w pozycjach 0B001.g.5. lub 0B001.h.6.:
N.B.: SprawdZ takie pozycj¢ 6A205.

UWAGI:
1. Do "laseréw" impulsowych zalicza sig lasery z falq ciggtq (CW), z naktadanymi na nigq impulsami.
2. Do "laseréw" wzbudzanych impulsowo zalicza sig lasery dziatajqce w trybie wzbudzenia ciqglego z naktadajqcym sig
wzbudzeniem impulsowym.
3. Status kontroli "laseréw" Ramana wynika z parametréw "laseréw” pompujqcych. "Laserem” pompujgcym moze by¢ kazdy
z "laseréw" wymienionych ponizej.

a. Nastepujace "lasery" gazowe:
1. "Lasery" ekscymerowe posiadajgce jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Dlugo$¢ fali wyjsciowej nieprzekraczajgcg 150 nm oraz:
1. Energia wyj$ciowa powyzej 50 mJ na impuls; lub
2. Przecigtna moc wyjsciowa powyzej 1 W;

b. Dlugoéé fali wyjsciowej powyzej 150 nm, ale nie dtuzsza niz 190 nm oraz jeden z ponizszych parametrow:
1. Energia wyj$ciowa powyzej 1,5 J na impuls; lub
2. Przeci¢tna moc wyjéciowa powyzej 120 W;

c. Dlugoéé fali wyjsciowej powyzej 190 nm, ale nie wigcej niz 360 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. Energia wyj$ciowa powyzej 10 J na impuls; lub
2. Przecigtna moc wyjéciowa powyzej 500 W; lub

d. Diugosé fali wyjéciowej powyzej 360 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. Energia wyjSciowa powyzej 1,5 J na impuls; lub
2. Przecigtna moc wyjSciowa powyzej 30 W,

N.B.: W przypadku “laseré6w” ekscymerowych specjalnie zaprojektowanych dla urzadzen litograficznych sprawdz
3B001.

2. Nastgpujace "lasery” na parach metali:
a. "Lasery” na miedzi (Cu) o przecigtnej mocy wyjsciowej powyzej 20 W;
b. "Lasery" na zlocie (Au) o przecigtnej mocy wyjsciowej powyzej 5 W;
c. "Lasery" na sodzie (Na) o mocy wyjéciowej powyzej S W,
d. "Lasery" na barze (Ba) o przeci¢tnej mocy wyjéciowej powyzej 2 W,
3. "Lasery" na tlenku wegla (CO) posiadajgce jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Energia wyj$ciowa powyzej 2 J na impuls i "szczytowa moc” impulsu powyzej 5 kW; lub
b. Przecietna lub ciggta (CW) moc wyjéciowa powyzej 5 kW,
4. "Lasery" na dwutlenku wegla (CO,) posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 15 kW;
b. Wyjécie impulsowe z "szeroko$cig impulsu” powyzej 10 mikrosekund oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. Przeci¢tna moc wyjsciowa powyzej 10 kW; lub
2. "Moc szczytowa" impulsu powyzej 100 kW; lub
c. Wyjécie impulsowe o "szerokosci impulsu” réwnej lub mniejszej niz 10 mikrosekund oraz jeden z ponizszych
parametrow:
1. Energia impulsu powyzej 5 J na impuls; lub
2. Przeci¢tna moc wyjéciowa powyzej 2,5 kW;
5. Nastepujace "lasery chemiczne":
a. "Lasery” fluorowodorowe (HF);
b. "Lasery" na fluorku deuteru (DF);
c. "Lasery z przekazaniem energii™:
1. "Lasery" tlenowo-jodowe (O, - I);
2. "Lasery" na mieszaninie fluorku deuteru i dwutlenku wegla (DF-CO,);
6. "Lasery” jarzeniowo-jonowe, tj. "lasery” na jonach kryptonu lub argonu posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:
a. Energia wyjsciowa powyzej 1,5 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 50 W lub
b. Przecigtna albo ciaglta (CW) moc wyjéciowa powyzej 50 W,
7. Inne "lasery" gazowe, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
UWAGA:  Pozycja 64005.a.7. nie obejmuje kontrolg “laserdéw” azotowych.
a. Dlugo$é fali wyjéciowej nie wigksza niz 150 nm oraz jeden z ponizszych parametrow:
1. Energia wyj$ciowa powyzej 50 mJ na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 1 W; lub
2. Przecigtna albo ciagla (CW) moc wyjéciowa powyzej 1 W;
b. Dhugoéé fali wyjéciowej wigksza niz 150 nm, ale nie dtuzsza niz 800 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. Energia wyjéciowa powyzej 1,5 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 30 W; lub
2. Przecigtna albo ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 30 W,
c. Dhigoéé fali wyjéciowej wigksza niz 800 nm, ale nie dluzsza niz 1 400 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. Energia wyjéciowa powyzej 0,25 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 10 W; lub
2. Przecigtna albo ciggta (CW) moc wyjéciowa powyzej 10 W; Iub
d. Dlugoéé fali wyjéciowej wigksza niz 1 400 nm oraz przecigtna albo ciggla (CW) moc wyjSciowa powyzej 1 W;
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b. “Lasery” pélprzewodnikowe, jak nastgpuje:

1.

Indywidualne "lasery" pélprzewodnikowe dzialajace w trybie z pojedynczym przejéciem poprzecznym posiadajgce
wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a.  Dhugoéé fali mniejsza niz 950 nm lub wigksza niz 2000 nm : i

b.  Przecietng lub ciagly (CW) moc wyjéciowa powyzej 100 m W;

Indywidualne "lasery” pdlprzewodnikowe dzialajace w trybic z wielokrotnym przejSciem poprzecznym posiadajgce
wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a.  Dlugosé fali mniejsza niz 950 nm lub wigksza niz 2000 nm : i

b.  Przecictng lub ciaglta (CW) moc wyjéciowa powyzej 10 W;

. Indywidualne zestawy oddzielnych "laseréw" pSiprzewodnikowych posiadajace ktérakolwiek z wymienionych ponizej cech

charakterystycznych:
a.  Diugo$é fali mniejsza niz 950 nm i przecigtna lub ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej 60 W; lub
b.  Dlugoéé fali wigksza niz 2000 nm i przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjéciows powyzej 10 W;

Uwaga techniczna:

"Lasery" péiprzewodnikowe sq powszechnie nazywane diodami "laserowymi”.

UWAGI: 1. Pozycja 64005.b. obejmuje “lasery” pélprzewodnikowe wyposazone w optyczne zlqcza wyjSciowe (np. kable z

widkien swiattowodowych).
2. Status kontroli "laseréw" pétprzewodnikowych przeznaczonych specjalnie do innych urzqdzert wynika ze statusu
kontroli tych innych urzqdzen.

c. Nastepujace "lasery" na ciele stalym:

1.

"Lasery" "przestrajalne" posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
UWAGA:  Pozycja 64005.c.1. obejmuje "lasery” tytanowo-szafirowe (Ti: Al,O3), tul - YAG (Tm: YAG), tul - YSGG (Tm.
YSGG), aleksandrytowe (CR: BeAl,0,) oraz "lasery” barwnikowe.
a. Dlugosé fali wyjsciowej ponizej 600 nm oraz jeden z ponizszych parametrow:
1. Energia wyj$ciowa powyzej 50 mJ na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 1 W; lub
2. Przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjéciowa powyzej 1 W;
b. Dlugo$é fali wyjsciowej 600 nm lub wigksza, ale nieprzekraczajaca 1 400 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. Energia wyjéciowa powyzej 1 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 20 W; lub
2. Przecigtna lub ciggla (CW) moc wyj$ciowa powyzej 20 W; lub
¢. Dlugosé fali wyjsciowej powyzej 1400 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. Energia wyjéciowa powyzej 50 mJ na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 1 W; lub
2. Przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

2. Nastepujace "lasery” nieprzestrajalne:

UWAGA:  Pozycja 64005.c.2. obejmuje kontrolg "lasery"” na ciele stalym z przemiang atomowq.
a. Nastepujace "lasery” ze szkla neodymowego:
1. "Lasery modulowane dobrocia" posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Energia wyjéciowa powyzej 20 J, ale nie wigcej niz 50 J na impuls i przecigtna moc wyjéciowa powyzej 10 W; ub
b. Energia wyj$ciowa powyzej 50 J na impuls;
2. "Lasery niemodulowane dobrocig" posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Energia wyjéciowa powyzej 50 J, ale nie wigcej niz 100 J na impuls i przeci¢tna moc wyjsciowa powyzej 20 W; lub
b. Energia wyj$ciowa powyzej 100 J na impuls;
b. Nastepujace "lasery” z domieszka neodymu (z wyjatkiem szkla) z fala wyjéciows o dtugoéci powyzej 1 000 nm, ale nie
diuzsza niz 1 100 nm;
UWAGA:  "Lasery" z domieszkg neodymowq (inng niz szklo), o dtugosciach fali wyjsciowej nie wigkszych niz 1000 nm
lub powyzej 1 100 nm, ujeto w pozycji 6A4005.c.2.c.
1. Wzbudzane impulsowo, z blokada trybu dzialania, "lasery modulowane dobrocig" o "szerokosci impulsu" ponizej 1 ns
oraz majgce jeden z ponizszych parametréw:
a. "Moc szczytowa" powyzej S GW;
b. Przecigtna moc wyjéciowa powyzej 10 W; lub
c. Energia impulsu powyzej 0,1 J;
2. Wzbudzane impulsowo "lasery modulowane dobrocig" o "szerokoéci impulsu” réwnej albo wigkszej niz 1 ns oraz
majace jeden z poniZszych parametréw:
a. Sygnal wyjéciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego majacy:
1. "Moc szczytows" powyzej 100 MW,
2. Przecigtng moc wyjsciowa powyzej 20 W; lub
3. Energi¢ impulsu powyzej 2 J; lub
b. Sygnal wyjéciowy w trybie wielokrotnego przejScia poprzecznego majacy:
1. "Moc szczytows" powyzej 400 MW;
2. Przecigtng moc wyjsciowa powyzej 2 kW; lub
3. Energi¢ impulsu powyzej 2 J;
3. Wzbudzane impulsowo "lasery innego typu niz modulowane dobrocig”, posiadajgce jedng z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:
a. Wyjécie w trybie pojedynczego przejécia poprzecznego oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. "Moc szezytows" powyzej 500 kW; lub
2. Przeci¢tng moc wyjéciows powyzej 150 W; lub
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b. Wyjscie w trybie wielokrotnego przej$cia poprzecznego oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. "Moc szczytowa” powyzej | MW; lub
2. Przecigtng moc wyj$ciowa powyzej 2 kW,

4. "Lasery" o wzbudzeniu cigglym posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Wyjécie w trybie pojedynczego przejécia poprzecznego oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. "Moc szczytowa" powyzej S00 kW; lub
2. Przecigtng lub ciggla (CW) moc wyjéciowa powyzej 150 W; lub

b. Wyijécie w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego oraz jeden z ponizszych parametréw:
1. "Moc szczytowa" powyzej | MW; lub
2. Przecigtng lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 2 kW;

. Inne "lasery" nieprzestrajalne posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Dlugo$é fali wyjéciowej ponizej 150 nm oraz jeden z poniZszych parametréw:

a. Energia wyjéciowa powyzej 50 mJ na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej | W; lub
b. Przecigtna albo ciggla (CW) moc wyjéciowa powyzej 1 W;

. Dhugo$é fali wyjéciowej 150 nm lub wigcej, ale nie powyzej 800 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:

a. Energia wyjéciowa powyzej 1,5 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 30 W; lub
b. Przeci¢tna albo ciggla (CW) moc wyjsSciowa powyzej 30 W;

3. Nastepujace lasery o dlugosci fali wyjSciowej powyzej 800 nm, ale nie powyzej 1 400 nm:

a. "Lasery modulowane dobrocig" o nast¢pujacych parametrach:
1. Energia wyjéciowa powyzej 0,5 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 50 W; lub
2. Przecietna moc wyjSciowa powyzej:
a. Dla "laser6w" pracujacych w trybie pojedynczym 10 W,
b. Dla "laseréw" pracujacych w trybie wielokrotnym 30 W;
b. "Lasery niemodulowane dobrocia" o nastgpujacych parametrach:
1. Energia wyjéciowa powyzej 2 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej S0 W; lub
2. Przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 50 W; lub

. Dtugo$é fali powyzej 1 400 nm oraz jeden z ponizszych parametrow:

a. Energia wyjéciowa powyzej 100 mJ na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 1 W; lub
b. Przecigtna albo ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

d. "Lasery" barwnikowe i inne cieczowe, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

1.

Dhugoéé fali wyjsciowej ponizej 150 nm oraz:
a. Energia wyjéciowa powyzej 50 mJ na impuls 1 "moc szczytowa impulsu” powyzej 1 W; lub
b. Przecigtna albo ciggta (CW) moc wyjéciowa powyzej 1 W;

Dlugoé¢ fali 150 nm lub wigcej, ale nie powyzej 800 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:

a. Energia wyjéciowa powyzej 1,5 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 20 W; lub

b. Przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjéciowa powyzej 20 W; fub

c. Impulsowy pojedynczy oscylator podiuzny o przecigtnej mocy wyjéciowej powyzej 1 W i czgstotliwosci powtarzania
impulséw 1 kHz w przypadku gdy "szeroko$§¢ impulsu” wynosi ponizej 100 ns;

Dlugoé¢ fali powyzej 800 nm, ale nie wigcej niz 1 400 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
a. Energia wyjéciowa powyzej 0,5 J na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 10 W; lub
b. Przecigtna albo ciggta (CW) moc wyjsciowa powyzej 10 W; lub

Dlugoéé fali powyzej 1 400 nm oraz jeden z ponizszych parametréw:
a. Energia wyjsciowa powyzej 100 mJ na impuls i "moc szczytowa" impulsu powyzej 1 W; lub
b. Przecietna albo cigglta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

e. Nastgpujgce elementy:

1.

Zwierciadia chtodzone czynnie albo za pomoca termicznej chtodnicy rurkowej;
Uwaga techniczna:

Chiodzenie czynne jest technikg chiodzenia elementéw optycznych za pomocq cieczy przeplywajqcej pomiedzy powierzchnig
optyczng a dodatkowq (zazwyczaj znajdujqcq sig¢ w odleglosci ponizej 1 mm od powierzchni optycznej), wskutek czego
nastgpuje odprowadzenie ciepta z powierzchni optycznej.

f. Nastepujace urzadzenia optyczne:

. Zwierciadta optyczne albo przepuszczalne lub cz¢éciowo przepuszezalne elementy optyczne lub elektrooptyczne specjalnie
przeznaczone do "laseréw" objetych kontrolg;

N.B.: Odnosnie do elementéw optycznych dla dzielonej apertury, zdolnych do pracy w “Laserach super wysokiej mocy”,

sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.
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6A006

1. Dynamiczne urzadzenia pomiarowe do czota fali (faza) umozliwiajace mapowanie co najmniej 50 polozer na czole wigzki
falowej charakteryzujace si¢ nastgpujacymi parametrami:
a. Szybko$¢ analizy obrazéw réwna lub wyzsza niz 100 Hz oraz dyskryminacja fazy na co najmniej 5 % diugoéci fali
wigzki; lub
b. Szybko$¢ analizy obrazéw réwna lub wyzsza niz 1 000 Hz i dyskryminacja fazy na co najmniej 20 % dlugoéci fali
wigzki;

2. "Laserowe" urzadzenia diagnostyczne umozliwiajace pomiar blgdéw sterowania polozeniem katowym "Systemdéw
Laserowych Bardzo Wysokiej Mocy" (SHPL) z dokladnoscig réwng lub lepsza niz 10 prad (mikroradianéw);

3. Urzadzenia optyczne, zespoly lub elementy specjalnie przeznaczone do systeméw "SHPL" w formie zespoléw fazowanych
w celu sterowania wigzkami koherentnymi z doktadnoscia Lambda/10 dla okres$lonej dhugosci fali, lub 0,1 mikrometra,

w zaleznosci od tego, ktéra z tych wielkos$ci jest mniejsza;

4. Teleskopy projekcyjne specjalnie przeznaczone do systeméw SHPL.

Nast¢pujace "magnetometry”, "mierniki gradientu magnetycznego"”, "mierniki gradientu magnetycznego wlasnego" i systemy
kompensacji oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy:

UWAGA: Pozycja 64006 nie obejmuje kontrolq instrumentéw specjalnie przeznaczonych do pomiaréw biomagnetycznych do celéw

diagnostycznych w medycynie.

. "Magnetometry", w ktérych zastosowano techniki "nadprzewodnictwa", pompowania optycznego lub precesji jadrowej

(proton/Overhauser), charakteryzujace si¢ "poziomem szuméw" (czuloscig) niz (lepsza) niz 0,05 nT (Srednia warto$é
kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

. "Magnetometry" z cewka indukcyjna, charakteryzujace si¢ "poziomem szuméw" mniejszym (czuloScia lepszg) niz jeden

Z ponizszych:

1. 0,05 nT rms/square root Hz [(§rednia warto§¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz] w zakresie czestotliwosci
ponizej 1 Hz;

2. 1* 107 nT rms/square root Hz w zakresie czestotliwoéci 1 Hz lub powyzej, ale nieprzekraczajacych 10 Hz; lub

3. 1* 10" nT rms/square root Hz w zakresie czgstotliwoéci powyzej 10 Hz;

. "Magnetometry” $wiattowodowe charakteryzujace si¢ "poziomem szuméw" (czuloécig) pdnich (lepsza niz) 1 nT ($rednia

warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

. "Mierniki gradientu magnetycznego", w ktérych zastosowano pewng liczb¢ "magnetometréw" objgtych kontrolg wedtug pozycji

6A006.a, 6A006.b. lub 6A006.c.;

. Swiatlowodowe "mierniki gradientu magnetycznego wlasnego" charakteryzujace si¢ "poziomem szuméw" gradientu pola

magnetycznego (czuto$cig) nizszym (lepsza) niz 0,3 nT/m rms/square root Hz;

"Mierniki gradientu magnetycznego wlasnego”, w ktérych zastosowano inng “technologi¢” niz $wiatlowodowa,
charakteryzujgce si¢ "poziomem szumdéw" gradientu pola magnetycznego (czuloscig) nizszym (lepsza) niz 0,015 nT/m
rms/square root Hz;

. Systemy kompensacji magnetycznej do czujnikéw magnetycznych przeznaczonych do dziatania na ruchomych platformach;

. "Nadprzewodzace" czujniki elektromagnetyczne zaopatrzone w elementy wykonane z materialéw nadprzewodzacych:

1. Przeznaczone do dzialania w temperaturach ponizej "temperatury krytycznej” co najmniej jednego z ich elementéw
"nadprzewodzacych" (wlacznie z urzadzeniami, ktérych dzialanie jest oparte na zjawisku Josephsona lub urzadzeniami
nadprzewodzacymi dziatajgcymi na zasadzie interferencji kwantowej (SQUIDS));

2. Przeznaczone do wykrywania zmian pola elektromagnetycznego z czgstotliwoéciami 1 kHz lub mniejszymi; oraz

3. Charakteryzujace si¢ jedng z wymienionych ponizej wiasciwosci:

a. Wyposazone w cienkowarstwowe elementy SQUIDS o minimalnym wymiarze charakterystycznym ponizej
2 mikrometréw zaopatrzone w odpowiednie wejsciowe 1 wyjsciowe obwody sprzggajace;

b. Przeznaczone do dziatania w przypadku szybko$ci zmian pola magnetycznego powyzej 1 * 10° strumienia
magnetycznego na sekundg;

c. Przeznaczone do dziatania w ziemskim polu magnetycznym bez ekranowania magnetycznego; lub

d. Majgce wspdlczynnik temperaturowy ponizej (mniejszy niz) 0,1 strumienia magnetycznego/K.

6A007 Nastgpujace grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:

N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 6A107.

a. Grawimetry do pomiaréw naziemnych o dokladnosci statycznej ponizej (lepszej niz) 10 ugal;

UWAGA: Pozycja 64007.a. nie obejmuje kontrolg grawimetréw do pomiaréw naziemnych z elementem kwarcowym (Wordena).
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6A008

C.

Grawimetry do stosowania na ruchomych platformach w warunkach naziemnych, morskich, podwodnych, w przestrzeni

kosmicznej lub w lotnictwie charakteryzujace si¢ wszystkimi z ponizszych parametréw:

1. Dokladnos¢ statyczna ponizej (lepsza niz) 0,7 mgal; oraz

2. Dokladnoéé eksploatacyjna (robocza) ponizej (lepsza niz) 0,7 mgal przy czasie do ustalenia warunkéw rejestracji ponizej
2 minut bez wzgledu na sposéb kompensacji oddziatywan ubocznych i wptywu ruchu;

Mierniki gradientu pola grawitacyjnego.

Systemy, urzadzenia i zespoly radarowe o jednej z wymienionych ponizej cech charakterystycznych oraz specjalnie do nich
przeznaczone elementy:

N.B.: Sprawdz takie pozycje¢ 6A108.

UWAGA: Pozycja 64008 nie obejmuje kontrolg nastgpujqcych obiektéw:

a. Pomocniczych radaréw kontroli rejonu (SSR);

b. Radaréw samochodowych ostrzegajgcych przed zderzeniami;

c. Wyswietlaczy i monitoréw stosowanych w kontroli ruchu powietrznego majqgcych nie wiecej niz 12 rozréznialnych
elementow na mm.

d. Radaréw meteorologicznych (do kontroli pogody).

Dzialajgce w zakresie czgstotliwosci od 40 GHz do 230 GHz i charakteryzujace si¢ przecigtng moca wyjSciowa powyzej
100 mW;

Umozliwiajgce przestrajanie pasma czestotliwosci w zakresie powyzej £ 6,25 % od $rodkowej czgstotliwosci roboczej;

Uwaga techniczna
Srodkowa czestotliwo$é robocza réwna sig potowie sumy najwyziszej i najnizszej nominalnej czestotliwosci roboczej.

Zdolne do réwnoczesnego dziatania na dwéch lub wigcej czgstotliwoéciach nosnych;

Zdolne do dzialania w trybie z synteza apertury (SAR), z odwrdécong syntezg apertury (ISAR) albo jako radiolokatory
poktadowe obserwacji bocznej (SLARY);

Zaopatrzone w "sterowany elektronicznie fazowany uktad antenowy";

Zdolne do okreslania wysoko$ci niepowigzanych ze sobg celdéw;
UWAGA: Pozycja 64008.f. nie obejmuje kontrolg urzqdzen radiolokacyjnych doktadnej kontroli podejscia do lgdowania (PAR)
odpowiadajgcych standardom ICAO;

Przeznaczone specjalnie dla lotnictwa (zainstalowane na balonach lub samolotach) i majace mozliwosé “przetwarzania
sygnaléw” dopplerowskich w celu wykrywania obiektéw ruchomych;

Zdolne do przetwarzania sygnatéw radiolokacyjnych nastgpujacymi technikami:
1. "Rozproszonego widma radiolokacyjnego"; lub
2. "Regulacji czgstotliwosci sygnaléw radiolokacyjnych”;

Zapewniajace dzialania naziemne o maksymalnym "zasi¢gu roboczym" powyzej 185 km;
UWAGA: Pozycja 64008.i. nie obejmuje kontrolg:
a. radaréw kontroli fowisk rybackich;
b. radarowych instalacji naziemnych specjalnie przeznaczonych do kierowania ruchem lotniczym, specjainie
opracowanych, aby spetnialy wszystkie ponizsze warunki:

1. ich maksymalny "zasieg roboczy" wynosi co najwyzej 500 km,

2. skonfigurowano je w taki sposéb, ze umozliwiajq transmisje danych o celach radarowych tylko w jednq strong,
od miejsca zainstalowania radaru do jednego lub wiecej cywilnych osrodkow ATC (kierowania ruchem
lotniczym).

3. nie zawierajq Zadnych elementéw umozliwiajqcych zdalne sterowanie szybkosciq przeszukiwania radaru z
oSrodka ATC; oraz

4. majq by¢ zainstalowane na stafe.

c. meteorologicznych, balonowych radiolokatoréw Sledzqcych.

Radary "laserowe" lub optyczne (LIDAR'Y), majace jedna z ponizszych cech charakterystycznych:
1. Parametry "klasy kosmicznej"; lub
2. Zastosowanie koherentnych heterodynowych lub homodynowych technik wykrywania obiektéw oraz posiadanie
rozdzielczo$ci katowej ponizej (lepszej niz) 20 prad (mikroradianéw);
UWAGA: Pozycja 6A008.j. nie obejmuje kontrolq urzqdzeri LIDAR'owych specjalnie przeznaczonych do badari lub do
obserwacji meteorologicznych.

. Wyposazone w poduklady do “przetwarzania sygnaléw” technikg "kompresji impulséw" posiadajace jedng z ponizszych cech

charakterystycznych:
1. WskaZnik "kompresji impulséw" powyzej 150; lub
2. Szeroko$¢ impulsu ponizej 200 ns; lub
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6A102

6A107

6A108

6A202

6A203

1. Wyposazone w poduklady do przetwarzania danych umozliwiajace realizacj¢ jednej z ponizszych funkcji:

1. "Automatyczne $ledzenie celu" zapewniajace, przy dowolnym poloZeniu kgtowym anteny, przewidzenie polozenia celu
w okresie pomigdzy kolejnymi przej$ciami wigzki radiolokacyjnej;

UWAGA: Pozycja 64008.1.1. nie obejmuje kontrolg ukladdéw ostrzegajqcych przed mozliwosciq zderzenia, wehodzgcych

w sklad systemdw kontroli ruchu powietrznego albo morskiego lub portowego.

2. Obliczanie predkoéci celu za pomoca radaru gléwnego, o nieperiodycznych (zmiennych) czgstotliwosciach przeszukiwania;

3. Przetwarzanie danych do automatycznego rozpoznawania typu (wychwytywanie cech charakterystycznych) i poréwnywania
z charakterystycznymi parametrami znajdujacymi si¢ w bazie danych (w postaci ksztaltu fal albo obrazéw) w celu
identyfikacji obiektu; lub

4. Superpozycj¢ (nakladanie) i korelacje lub scalanie danych o celu z dwdch lub wigcej "wspdipracujacych czujnikéw
radarowych" "rozrzuconych geograficznie" w celu wzmocnienia i wyodrgbnienia celéw.
UWAGA: Pozycja 64008.1.4. nie obejmuje kontrolg systeméw, urzqdzen lub zespoléw uzywanych do kontroli ruchu na

morzu.

Detektory zabezpieczone przed promieniowaniem, rézne od wymienionych w pozycji 6A002, stosowane w ochronie przed skutkami
wybuchéw jadrowych (np. impulséw elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, kombinowanych efektow
podmuchu i udaru termicznego) i znajdujace zastosowanie w "pociskach rakietowych"”, skonstruowane lub przystosowane w taki
sposéb, Ze s3 W stanie wytrzymaé faczng dawke promieniowania o wartosci 5 x 10 radéw (Si).

Uwaga techniczna:

W pozycji 64102 przez pojecie detektora naleiy rozumieé urzqdzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne, do
automatycznej identyfikacji i rejestracji takich bodZcéw, jak zmiany warunkéw otoczenia, np. cisnienie lub temperatura, sygnat
elektryczny lub elektromagnetyczny albo promieniowanie materiatu radioaktywnego. Obejmuje to urzqdzenia, ktére wykrywajq
bodziec poprzez jednorazowe zadziatanie albo uszkodzenie sig.

Nastepujgce grawimetry i podzespoty do miernikéw grawitacji i miernikéw gradientu pola grawitacyjnego:

a. Grawimetry rézne od wymienionych w pozycji 6A007.b., zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie lub
w warunkach morskich, posiadajace doktadnosé statyczna lub eksploatacyjna (robocza) réwna lub nizsza (lepsza) niz 7 x 10
m/s? (0,7 miligala) przy czasie do ustalenia warunkéw rejestracji réwnym lub krétszym od 2 minut;

b. Specjalnie zaprojektowane podzespoty do grawimetréw wymienionych w pozycjach 6A007.b. lub 6A107.a. oraz do miernikéw
gradientu pola grawitacyjnego wymienionych w pozycji 6A007.c.

Nastepujace instalacje radarowe i $ledzace, rézne od wymienionych w pozycji 6A008:

a. Instalacje radarowe lub laserowe przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych
pojazdach nosnych wymienionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.
UWAGA: Pozycja 6A108.a. obejmuje nastepujgce obiekty:

a. Urzqdzenia do wykonywania map konturowych terenu;

b. Urzqdzenia czujnikowe obrazéw ;

c. Urzqdzenia do wykonywania i korelacji obrazéw terenu (analogowe i cyfrowe);
d. Urzqdzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej;

b. Nast¢pujace precyzyjne instalacje do §ledzenia toréw obiektéw, znajdujace zastosowanie w "pociskach rakietowych™:

1. Instalacje do $ledzenia toréw, wyposazone w translatory kodéw wspélpracujace z instalacjami naziemnymi lub nadziemnymi
albo satelitarnymi instalacjami nawigacyjnymi w celu pomiaru w czasie rzeczywistym potozen 1 pr¢dkoscei obiektéw w locie;

2. Radary kontroli obszaru powietrznego wspélpracujace z instalacjami $ledzenia obiektéw w zakresie optycznym
i podczerwonym, posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
a. Rozdzielczoé¢ katowa lepsza niz 3 miliradiany (0,5 mils);
b. Zasigg 30 km lub wigkszy z rozdzielczo$cia odleglodei lepsza niz 10 m ($rednia kwadratowa);
c. Dokladnoé¢ ustalania predkoéci lepsza od 3 m/s.

Lampy fotopowielaczowe majace wszystkie nastgpujace cechy:

a. powierzchnig fotokatody powyzej 20 em?; i

b. czas narastania impulsu katody ponizej 1 ns.

Nastepujace kamery filmowe i ich podzespoly, rézne od wymienionych w pozycji 6A003:

a. Nast¢pujace kamery z wirujacym zwierciadlem nap¢dzanym mechanicznie oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoty:
1. Kamery filmowe z kadrowaniem z szybko$cig powyzej 225 000 klatek zdjgciowych na sekunde;
2. Kamery smugowe z predkosciami zapisu powyzej 0,5 mm na mikrosekundg;
UWAGA: W pozycji 64203.a do podzespoléw kamer tego typu zalicza sig specjalnie skonstruowane elektroniczne elementy
synchronizujqce oraz specjalne zespoly wirnikéw (skfadajqce sig¢ z turbinek, zwierciadet i tozysk).

b. Nastepujace elektroniczne kamery i lampy smugowe 1 obrazowe:
1. Elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczoéci czasowej 50 ns lub mniejszej;
2. lampy smugowe do kamer wymienionych w poz. 6A203.b.1.;
3. Kamery elektroniczne (albo z elektroniczng migawkg) o czasie na$wietlania 50 ns lub krétszym.
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C.

4. Nastgpujace lampy obrazowe i pdéiprzewodnikowe urzadzenia obrazowe do kamer filmowych wymienionych w pozycji
6A203.b.3:
a. Lampy wzmacniajace ogniskowanie obrazéw zblizeniowych, posiadajace fotokatod¢ w postaci warstwy osadzonej na
przezroczystej powloce przewodzgcej w celu zmniejszenia jej opornosei;
b. Lampy wzmacniajace na bramkach wykonanych w technologii SIT (silicon intensifier target), w ktérych szybki uktad
umozliwia bramkowanie fotoelektronéw z fotokatody przed ich uderzeniem w plytke SIT;
Migawki elektrooptyczne z fotokomérkami dzialajacymi na zasadzie efektu Kerra lub Pockela; lub
d. Inne lampy obrazowe oraz pdlprzewodnikowe urzadzenia obrazowe o czasie bramkowania szybkich obrazéw
ponizej 50 ns, specjalnie przeznaczone do kamer filmowych wymienionych w pozycji 6A203.b.3.

34

Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem oraz soczewki do nich, skonstruowane lub przystosowane w taki
sposdb, ze sa w stanie wytrzymaé promieniowanie o natgzeniu powyzej 50 x 10° Gy (Si) [5 x 10° rad (S1)] bez pogorszenia
mozliwosci eksploatacyjnych, oraz specjalnie do nich przeznaczone soczewki.

6A205 Nastepujace "lasery”, wzmacniacze laserowe i oscylatory, rézne od wymienionych w pozycjach 0B001.g.5., 0B001.h.6. i 6A005:

a.

Lasery na jonach argonu majace obydwie wymienione cechy:
1. przecigtng moc wyjéciows powyzej 40 W; i
2. pracujace w zakresie fal o dlugosciach pomigdzy 400 nm a 515 nm;

Przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujace w trybie pojedynczym, majace wszystkie nastgpujace
cechy:

1. pracujgce w przedziale dtugoscei fal od 300 nm do 800 nm;

2. przecigtnej mocy wyjsciowej powyzej 1 W;

3. czgstotliwo$ci powtarzania powyzej 1 kHz; i

4. impulsie o dlugoéci ponizej 100 ns;

Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, majace wszystkie nastgpujace cechy:
1. pracujace w przedziale diugosci fal od 300 nm do 800 nm;

2. przecigtnej mocy wyjéciowej powyzej 30 W;

3. czgstotliwosci powtarzania powyzej 1 kHz; i

4. impulsie o dlugoéci ponizej 100 ns;

UWAGA: Pozycja 6A205.c. nie obejmuje oscylatoréw pracujqcych w trybie pojedynczym;

Impulsowe lasery na dwutlenku wegla, majace wszystkie nastgpujace cechy:
1. pracujace w przedziale diugosci fal od 9000 nm do 11 000 nm;

2. czestotliwosci powtarzania powyzej 250 Hz;

3. przecig¢tnej mocy wyjsciowej powyzej 500 W; i

4. szeroko$ci impulsu ponizej 200 ns;

Przeksztaltniki na parawodorze dzialajace w pasmie Ramana, przeznaczone do pracy na fali 16-mikrometrowej z czgstotliwoscia
powtarzania powyzej 250 Hz.

Wzbudzane impulsowo “lasery modulowane dobrocia”, domieszkowane neodymem (z wyjatkiem szkla), posiadajgce wszystkie
ponizsze parametry:

1. wyjéciowa dtugo$é fali powyzej 1000 nm, ale nieprzekraczajgcg 1100 nm;

2. czas trwania impulsu réwny lub wigkszy niz 1 ns; oraz

3. wyjécie w trybie wielokrotnego przejécia poprzecznego ze $rednia mocg wyjéciowg ponad 50 W.

6A225 Interferometry do pomiaru predko$ci w zakresie powyzej 1 km/s w odstgpach czasowych ponizej 10 mikrosekund.
UWAGA: Pozycja 64225 obejmuje doplerowskie interferometry laserowe, jak VISAR'y, DLI itp.

6A226 Nastepujace czujniki ciSnienia:

a.

b.

Czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru cinief powyzej 10 GPa; lub

Kwarcowe przetworniki ci$niefi do pomiaréw ci$nien powyzej 10 GPa.

6B  Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

6B004  Nastepujace urzadzenia optyczne:

a.

b.

Urzadzenia do pomiaru absolutnego wspdlczynnika odbicia z doktadnoscia + 0,1 % wartosci odbicia;

Urzgdzenia rdzne od optycznych urzgdzen do pomiaru rozpraszania powierzchni, posiadajace nieprzyslonig¢ta aperturg
o wielkoéci powyzej 10 cm, specjalnie przeznaczone do bezstykowych pomiaréw optycznych figur o przestrzennych
(nieplanarnych) powierzchniach optycznych (profili) z doktadnos$cia 2 nm lub wigksza (lepsza) na danym profilu.

UWAGA: Pozycja 6B004 nie obejmuje kontrolg mikroskopow.
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6B007

6B008

6B108

Urzadzenia do produkeji, strojenia i wzorcowania grawimetréw ladowych o doktadnodci statycznej lepszej niz 0,1 miligal;

Systemy do impulsowych pomiaréw radarowego przekroju czynnego o szerokosciach impulsu przesylowego 100 ns lub mniejszych
oraz specjalnie dla nich przeznaczone elementy.
N.B.: Sprawdi takze pozycj¢ 6B108.

Systemy specjalnie przeznaczone do pomiaréw radarowego przekroju czynnego znajdujgce zastosowanie w "pociskach
rakietowych" i innych podzespotach, rézne od wymienionych w pozycji 6B008.

6C  Materialy

6C002

6C004

6C005

Nastepujace materialy do czujnikéw optycznych:
a. Tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czystodci réwnym lub wyzszym niz 99,9995 %;

b. Pojedyncze krysztaly nastgpujacych substancji (wlgcznie z epitaksjalnymi ptytkami);
1. Tellurku kadmu i cynku (kadmowo-cynkowego) (CdZnTe), o zawartosci cynku mniej niz 6% w ‘utamku molowym’;
2. Tellurku kadmu (CdTe) o dowolnym poziomie czystosci; fub
3. Tellurku kadmu i rt¢ci (kadmowo-rteciowego) (CdHgTe) o dowolnym poziomie czystoci.
Uwaga techniczna:
‘Utamek molowy’ definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujqcych sig w krysztale.

Nastepujace materialy optyczne:

a. "Pélprodukty podlozy" z selenku cynku (ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) wytwarzane technika osadzania z par lotnych:
1. O objetoéci powyzej 100 cm’; lub
2. O $rednicy wigkszej niz 80 mm i grubosci réwnej lub wigkszej niz 20 mm;

b. Kesy nastepujacych materiatéw elektrooptycznych:
1. Arsenianu potasu i tytanylu (potasowo-tytanylowy) (KTA);
2. Selenku srebra i galu (srebrowo-galowy) (AgGaSe;); lub
3. Selenku talu i arsenu (talowo-arsenowego) (Tl;AsSe;, znanego réwniez pod nazwa TAS);

c. Nieliniowe materialy optyczne o nast¢pujacych parametrach:
1. Wrazliwo$é trzeciego rzedu (chi 3) réwna 10 m%/V? lub lepsza; oraz
2. Czas reakcji ponizej 1 ms;

d. " Péiprodukty podlozy" z osadzonym weglikiem krzemu lub beryl-beryl (Be/Be) o rednicy lub diugosci osi gléwnej powyzej
300 mm;

e. Szklo, wlgcznie ze stopiong krzemionka, szklo fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF,) i fluorku hafnu (HfF )
majace wszystkie z nastgpujgcych wlasciwosci:
1. Stezenie jonéw hydroksylowych (OH-) ponizej 5 ppm (czgsci na milion);
2. Zawarto$é wirgcen metalicznych ponizej 1 ppm; oraz
3. Wysoka jednorodnosé (wahania wspélczynnika zatamania §wiatla) ponizej 5 x 10

f. Wytwarzany syntetycznie material diamentowy o wspélczynniku pochlaniania ponizej 10 em™ dla fal o diugoéciach powyzej
200 nm, ale nie duzszych niz 14 000 nm;

Nastepujace poiprodukty do "laseré6w" na krysztatach syntetycznych:
a. Szafir domieszkowany tytanem;

b. Aleksandryt.

6D  Oprogramowanie

6D001

6D002

6D003

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "rozwoju" lub "produkcji" urzadzeh objgtych kontrolg wedtug pozycji 6A004,
6A005, 6A008 lub 6B008S.

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania" urzadzen objetych kontrolg wedtug pozycji 6A002.b., lub 6A008
tub 6B008.

Nastepujace inne oprogramowanie:

a. 1. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do ksztaltowania wigzek akustycznych do przetwarzania w czasie rzeczywistym
danych akustycznych pochodzacych z pasywnego odbioru za pomocg holowanego zespotu hydrofonéw;
2. "Kod Zrédlowy" do "przetwarzania w czasie rzeczywistym" danych akustycznych pochodzacych z pasywnego odbioru za
pomocg holowanego zespotu hydrofonéw;
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3. “Oprogramowanie” specjalnie opracowane dla dennych lub przybrzeznych ukladéw kablowych, majace opcj¢ cyfrowego
ksztaltowania wiazki;
4. “kod #rédlowy” do “przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych dla biernej detekcji dla dennych lub
przybrzeznych ukitadéw kablowych;

b. 1. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do systeméw kompensacji magnetycznej do czujnikéw magnetycznych
przeznaczonych do pracy na ruchomych platformach;
2. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do wykrywania anomalii magnetycznych na ruchomych platformach;

¢. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do korygowania wplywu oddzialywan zwigzanych z ruchem na grawimetry i
mierniki gradientu pola grawitacyjnego;

d. 1. "Programy" aplikacyjne "oprogramowania" do Kontroli Ruchu Powietrznego zainstalowane na komputerach ogéinego

przeznaczenia w centrach Kontroli Ruchu Powietrznego, umozliwiajace realizacj¢ jednej z wymienionych ponizej funkcji:

a. Przetwarzanie i wySwietlanie rownoczes$nie ponad 150 "Sciezek systemowych";

b. Przyjmowanie danych radiolokacyjnych o obiektach z wigcej niz czterech radaréw pierwotnych; lub

2. "Oprogramowanie" do projektowania lub "produkcji” koput anten radiolokatoréw, ktére:

a. Sg specjalnie przeznaczone do ochrony "sterowanych elektronicznie fazowanych uktadéw antenowych” objgtych kontrolg
wedtug pozycji 6A008.¢.; oraz

b. Wptywajg na charakterystyk¢ promieniowania anteny, majgc ‘przecigtny poziom listkéw bocznych’ wigkszy niz 40 dB
ponizej warto$ci szczytowych wiazki gléwne;j.

Uwaga techniczna:
‘Przecigtny poziom listkéw bocznych’ w pozycji 6D003.d.2.b. mierzony jest dla catego ukladu, pomijajqc rozpietosc
kqtowq wiqzki gléwnej i pierwsze dwa listki boczne.

"o

6D102 "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania" "wyrobéw" wymienionych w pozycji 6A108.
6D103  "Oprogramowanie" do obrdbki (po zakoriczeniu lotu) danych zebranych podczas lotu, umozliwiajace okreslenie polozenia pojazdu
w kazdym punkcie toru jego lotu, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ,,pociskéw rakietowych”.

6E  Technologia

6E001 "Technologie" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" urzadzen, materialéw lub "oprogramowania" objgtych kontrolg
wedtug pozycji 6A, 6B, 6C lub 6D.

6E002 "Technologie" wedlug Uwagi ogélnej do technologii do "produkcji" urzgdzen lub materialéw objetych kontrola wedtug pozycji
6A, 6B lub 6C.

6E003 Nastepujgce inne technologie:

a. 1. "Technologie" wytwarzania i obrébki powtok na powierzchniach optycznych umozliwiajace osiagnigcie jednorodnosei 99,5 %
lub lepszej na powlokach optycznych o $rednicy lub dlugosci osi gtdwnej wynoszacej 500 mm lub wigeej i catkowitego
wspdlczynnika strat (pochlanianie i rozpraszanie) ponizej 5 x 10°;

N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2E003.1.
2. “Technologie” wytwarzania elementéw optycznych wykorzystujace jednoostrzowe techniki diamentowania, umozliwiajace

wygtadzanie powierzchni z dokladno$cig lepszg niz 10 nm (wartos¢ $rednia kwadratowa) na powierzchniach nieplaskich o
polu powyzej 0,5 m?;

"on (I

b. "Technologie" "niezbgdne" do "rozwoju", "produkeji” lub "uzytkowania" instrumentéw diagnostycznych lub obiektéw w
urzadzeniach testujacych specjalnie przeznaczonych do testowania instalacji "Urzadzen Laserowych Bardzo Wysokiej Mocy"
(SHPL) albo testowania lub oceny materiatéw napromienionych wiazkg z tych systeméw;

"non "ot

¢. "Technologie" "niezb¢dne" do "rozwoju” Iub "produkcji" "magnetometréw" lub systeméw "magnetometréw” o poziomie
szuméw (§rednia warto§¢ kwadratowa), majacych jedng z ponizszych cech charakterystycznych:
1. “Poziom szumu” mniejszy niz 0,05 nT ($rednia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy czgstotliwosciach ponizej
1 Hz; lub
2. “Poziom szumu” mniejszy niz 1 x 107 nT ($rednia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy czgstotliwosciach
1 Hz lub wigkszych.

6E101  "Technologie" wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do "uzytkowania" urzadzen lub "oprogramowania" objetych kontrolg wedtug
pozycji 6A002, 6A007.b i c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 lub 6D103.

UWAGA: Pozycja 6E101 obejmuje wytqcznie "technologie” do urzqdzert wymienionych w pozycji 64008 w razie jej przeznaczenia
do stosowania w lotnictwie i mozliwosci zastosowania w "pociskach rakietowych”.

6E201 "Technologie" wedtug Uwagi ogélnej do technologii do "uzytkowania" urzadzer wymienionych w pozycjach 6A003, 6A005.a.1.c.,
6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2., 6A005.¢c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 lub 6A226.
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KATEGORIA 7 - NAWIGACJA T AWIONIKA

7A  Systemy, urzadzenia i czeSci:

7TA001

7A002

7A003

TA004

TA005

N.B.: W przypadku automatycznych pilotéw do plywajacych jednostek podwodnych sprawdz takze Kategorig 8.
W przypadku radaréw sprawdz takze Kategorig 6.
N.B.: W przypadku systeméw nawigacyjnych dla statkéw i todzi podwodnych sprawdZ Wykaz uzbrojenia.

Akcelerometry (przyspieszeniomierze) liniowe przeznaczone do inercyjnych systeméw nawigacji lub naprowadzania 1 posiadajace
jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoly:
N.B.: Sprawdz takze pozycjg¢ 7A101. W przypadKku akcelerometréw katowych lub obrotowych sprawdz takze pozycje 7A002.

a. "Stabilnoéé"” "wychylenia wstepnego” ponizej (lepsza niz) 130 mikro g wzglgdem ustalonej warto$ci wzorcowej w okresie
jednego roku;

b. "Stabilno$é" "wspdlczynnika skalowania" ponizej (lepsza niz) 130 ppm wzglgdem ustalonej wartoSci wzorcowej w okresie
jednego roku;

¢. Przeznaczone do pracy przy przyspieszeniach na poziomie powyzej 100 g;

Zyroskopy i akcelerometry katowe lub obrotowe, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych, oraz
specjalnie do nich przeznaczone podzespoly.
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 7A102.

a. "Stabilno§¢" "pelzania zera", mierzona w warunkach przyspieszenia réwnego 1 g w okresie trzech miesigcy i w odniesieniu do
ustalonej warto$ci wzorcowej, wynoszaca:
1. Ponizej (lepsza niz) 0,1° na godzing w przypadku przeznaczenia do ciagglego dzialania w warunkach przyspieszenia
liniowego ponizej 10 g; lub
2. Ponizej (lepsza niz) 0,5° na godzing w przypadku przeznaczenia do ciaglego dziatania w warunkach przyspieszenia
liniowego od 10 g do 100 g wlacznie;

b. Przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszett liniowych o wartoéciach na poziomie powyzej 100 g.

Inercyjne systemy nawigacji (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urzadzenia bezwladnosSciowe, przeznaczone dla
“samolotéw”, pojazdéw ladowych i “statkéw kosmicznych” do pomiaréw wysokosci, naprowadzania lub sterowania oraz specjalnie
do nich przeznaczone podzespoly, posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

N.B. Sprawdz takzie pozycj¢ 7A103.

a. Blad nawigacji (czysto inercyjny) po prawidlowej regulacji, wynoszacy 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzing (Kolo
Réwnego Prawdopodobiefistwa (CEP) = 50 %);
UWAGA: Parametry pozycji 7A003.a. majq zastosowanie wraz z jednym z ponizszych warunkéw Srodowiskowych:

1. Wejsciowe drgania przypadkowe o catkowitej wielkosci Sredniej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze pét godziny oraz
ogdlny czas trwania testu 1,5 godziny na kaidq z trzech prostopadiych osi, gdy drgania przypadkowe spelniajq
nastepujgce warunki:

a. Stala gestosé widmowa mocy o wartosci 0,04 & /Hz w przedziale czestotliwosci od 15 do 1000 Hz; oraz
b. Gestosé widmowa mocy malejgca od 0,04 g°/Hz do 0,01 &/Hz w przedziale czestotliwosci od 1000 do 2000 Hz;
lub

2. Przechylenie i odchylenie réwne lub wigksze niz +2,62 radian/s (150 deg/s); lub

3. Stosownie do krajowych norm réwnowaznych powyzszym warunkom 1. lub 2.

b. Przeznaczenie do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych na poziomie powyzej 10 g;
UWAGA: Pozycja 74003 nie obejmuje kontrolg systemdéw nawigacyjnych, ktére majq certyfikat zezwalajqcy na ich uzycie w
“samolotach cywilnych”, wydany przez cywilne wladze “paristwa uczestniczqcego”.

Zyro-astrokompasy i inne urzgdzenia umozliwiajace okreSlanie polozenia lub orientacj¢ przestrzenng za pomoca automatycznego
$ledzenia cial niebieskich lub satelitéw, o dokladnosci azymutowej réwnej 5 sekund katowych lub mniej (lepszej niz).
N.B.: Sprawdz takie pozycje 7A104.

Urzadzenia odbiorcze globalnych satelitarnych systeméw nawigacji (np. GPS lub GLONASS) posiadajace jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoly:

N.B.: Sprawd? takze pozycj¢ 7A105.

a. wyposazenie w systemy dekodujace; lub

b. wyposazenie w samoczynnie nastawne anteny;
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7A006

TA007

7A101

7A102

7A103

7A104

7A105

7A106

7TA115

Wysoko$ciomierze lotnicze dzialajace poza pasmem czgstotliwosci od 4,2 do 4,4 GHz wiacznie, posiadajgce jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 7A106.

a. "Sterowanie moca"; lub

b. Wyposazenie w zespoly do modulacji z przesunigciem fazy.

Urzgdzenia do wyszukiwania kierunku dzialajagce przy czgstotliwodciach powyzej 30 MHz, majace wszystkie ponizsze cechy
charakterystyczne oraz specjalnie do nich przeznaczone czgéci:

a. “Chwilowg szeroko$¢ pasma” wynoszaca 1 MHz lub wigcej;
b. Réwnolegle przetwarzanie wigcej niz 100 kanatéw czgstotliwosciowych; oraz
c. Szybko$é przetwarzania wigksza niz 1000 znalezionych kierunkéw na sekundg i na kanat czestotliwosciowy.

Akcelerometry, r6zne od wymienionych w pozycji 7A001 oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoty:

a. Akcelerometry o wartosci progowej 0,05 g lub mniejszej lub blgdzie liniowosci w granicach 0,25% pelnego zakresu
pomiarowego, lub posiadajace obie te warto$ci, przeznaczone do stosowania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w
dowolnego typu systemach naprowadzania;

UWAGA: Pozycja 7A101.a. nie dotyczy akcelerometréw specjalnie przeznaczonych i opracowanych jako czujniki MWD
(Measurement While Drilling - pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac wiertniczych.

b. Akcelerometry z wyjéciem cigglym przeznaczone do pracy przy poziomach przyspieszenia przekraczajacych 100 g.

Wszystkie typy zyroskopdw, rézne od wymienionych w pozycji 7A002, nadajace si¢ do stosowania w "pociskach rakietowych",
o "stabilno$ci" "petzania zera" ponizej 0,5° (1 sigma lub $rednia kwadratowa) na godzing w warunkach przyspieszenia 1 g oraz
specjalnie do nich przeznaczone podzespoty.

Nastgpujace instrumenty, urzadzenia i systemy nawigacyjne, rézne od wymienionych w pozycji 7A003, oraz specjalnie do nich
przeznaczone podzespoly:

a. Urzadzenia inercyjne lub inne, w ktdérych zastosowano akcelerometry wymienione w pozycjach 7A001, 7A101 lub zyroskopy
wymienione w pozycjach 7A002, 7A102, oraz systemy, w ktérych znajduja si¢ urzadzenia tego typu;
UWAGA: Pozycja 7A103.a. nie dotyczy urzgqdzeri zawierajqcych akcelerometry wyspecyfikowane w pozycji 74001 oraz
przeznaczone i opracowane jako czujniki MWD (Measurement While Drilling - pomiar podczas wiercenia) stosowane
podczas prac wiertniczych.

b. Zintegrowane systemy samolotowych przyrzadéw poktadowych, zawierajgce stabilizatory zyroskopowe lub automatycznego
pilota, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nosnych wymienionych w
pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.

Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia, rézne od wymienionych w pozycji 74004, umozliwiajace okreslanie polozenia lub orientacj¢
przestrzenng za pomocg automatycznego $ledzenia cial niebieskich lub satelitdw oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoty.

Urzadzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GPS) lub podobne satelitarne instalacje odbiorcze, rézne od
wymienionych w pozycji 7A005, umozliwiajgce uzyskanie informacji nawigacyjnych w podanych ponizej warunkach roboczych
oraz przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nosnych wymienionych w
pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104;

a. w warunkach poruszania si¢ z predkosciami powyzej 515 m/s; oraz

b. na wysoko$ciach powyzej 18 km.

Wysoko$ciomierze, ré6Zne od wymienionych w pozycji 7A006, typu radarowego lub laserowego, przeznaczone lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach no$nych wymienionych w pozycji 9A004 lub w rakietach
meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.

Pasywne czujniki do okre$lania namiaru na okreflone Zrédla fal elektromagnetycznych (namierniki) lub wiadciwosci terenu,
przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach noénych wymienionych w pozycji
9A004 lub w rakietach meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.
UWAGA: Pozycja 74115 obejmuje czujniki do nastepujqcych urzqdzer:

a. do zobrazowania (mapowania) rzezby terenu;

b. czujniki do tworzenia obrazéw (zobrazowania) (aktywne i pasywne);

c. interferometry pasywne.
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7A116

7A117

7B

7B001

7B002

7B003

7B102

7B103

Nastepujace systemy sterowania lotem, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdéw nosnych
wymienionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104:

a. hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne, elektromechaniczne lub elektroniczne systemy sterowania lotem (w tym systemy
typu ‘fly-by-wire’);

b. urzadzenia do sterowania wysoko$cia.

"Instalacje do naprowadzania", znajdujace zastosowanie w "pociskach rakietowych", umozliwiajace uzyskanie dokladnosci instalacji
3,33% zasi¢gu lub lepszej (np. "CEP" [Krag Réwnego Prawdopodobienstwa] 10 km lub mniej w zasiggu 300 km).

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie przeznaczone do urzadzen objetych kontrola wedlug pozycji 7A,

UWAGA: Pozycja 7B00I nie obejmuje kontrolq urzqdzet: do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie przeznaczonych do
1i Il Poziomu Obstugi.

Uwagi techniczne:
1. Poziom Obstugi ]

Wykrycie awarii urzqdzenia nawigacji inercyjnej w samolocie i jej sygnalizowanie przez Jednostke Sterowania i Wyswietlania
(CDU) albo komunikat statusowy z odpowiedniego poduktadu. Na podstawie instrukcji producenta mozna zlokalizowal
przyczyny awarii na poziomie wadliwego funkcjonowania liniowego elementu wymiennego (LRU). Nastgpnie operator
demontuje LRU i zastegpuje go czesciq zapasowq.

2. Poziom Obstugi Il
Uszkodzony LRU przekazuje si¢ do warsztatu technicznego (u producenta lub operatora odpowiedzialnego za obstuge
techniczng na Poziomie Il). W warsztacie technicznym LRU poddaje sig testom za pomocq réznych, odpowiednich do tego
urzqdzeri, w celu sprawdzenia i lokalizacji uszkodzonego modutu warsztatowego zespotu wymiennego (SRA) odpowiedzialnego
za awarie. Nastgpnie demontuje si¢ wadliwy SRA i zastepuje go zespotem zapasowym. Uszkodzony SRA (albo tez kompletny
LRU) wysyta si¢ do producenta.
UWAGA: Na Poziomie Obstugi Il nie przewiduje si¢ demontazu z SRA przyspieszeniomierzy ani tez czujnikdw zZyroskopowych

objetych kontrolg.

Nastepujace urzadzenia specjalnie przeznaczone do okreflania parametréw zwierciadet do pierécieniowych zyroskopéw
"laserowych":
N.B.: SprawdZ takze pozycj¢ 7B102.

a. Urzadzenia do pomiaru rozproszenia z doktadnos$cia do 10 ppm lub mniej (lepsza);
b. Profilometry o dokladno$ci pomiarowej 0,5 nm (5 angstreméw) lub mniej (lepsze;j);
Urzadzenia specjalnie przeznaczone do ,,produkeji” urzadzen ujgtych w pozycji 7A.

UWAGA: Pozycja 7B003 obejmuje:

Stanowiska testowe do regulacji Zyroskopow;

Stanowiska do dynamicznego wywazania zyroskopow;
Stanowiska do testowania silniczkéw do zyroskopow;
Stanowiska do usuwania powietrza i napetniania zZyroskopow;
Uchwyty odsrodkowe do tozysk do zyroskopow;

Stanowiska do regulacji pozycji osi przyspieszeniomierzy.

e As oa

Reflektometry specjalnie przeznaczone do wyznaczania charakterystyk zwierciadet do zyroskopéw "laserowych", posiadajace
dokiadno$é pomiarowa 50 ppm lub mniej (lepsza).

Nastepujace "instalacje produkcyjne” i “urzadzenia produkcyjne":
a. Specjalnie zaprojektowane "instalacje produkcyjne" do urzadzen wymienionych w pozycji 7A117;

b. Urzadzenia produkcyjne i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, rézne od wymienionych w pozycjach
7B001 do 7B003, zaprojektowane lub zmodyfikowane do urzadzen wymienionych w pozycji 7A.

7C  Materialy

Zadne

7D  Oprogramowanie

7D001

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju" lub "produkcji" urzadzen
wymienionych w pozycji 7A lub 7B.
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7D002

7D003

7D101

7D102

7D103

7E

7E001

TE002

7E003

"Kod Zrédlowy" do "uzytkowania" wszelkich urzadzed do nawigacji inercyjnej lub Uktadéw Informujacych o Polozeniu i Kursie
(AHRS) wlacznie z inercyjnymi urzadzeniami niewymienionymi w pozycji 7A003 lub 7A004.
UWAGA: Pozycja 7D002 nie obejmuje kontrolg “kodéw Zrédtowych” do “uzytkowania” zawieszonych kardanowo ukiadéw AHRS.
Uwaga techniczna:
Uktady AHRS w istotny sposdb réziniq sig od inercyjnych systeméw nawigacji (INS), poniewaz uklady te (AHRS) dostarczajq
podstawowych informacji o pofozeniu i kursie, i zazwyczaj nie dostarczajq informacji o przyspieszeniu, predkosci i potoZeniu, jakich
dostarcza uktad INS.
Nastepujace inne "oprogramowanie™
a. "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane w celu poprawy parametréw eksploatacyjnych lub
zmniejszenia btedéw nawigacyjnych systeméw do poziomu okre§lonego w pozycjach 7A003 lub 7A004;
b. "Kod #rédlowy" do hybrydowych uktadéw scalonych poprawiajacy parametry eksploatacyjne lub zmniejszajacy bigdy
nawigacyjne systemu do poziomu okreslonego w pozycji 7A003 poprzez ciagly syntez¢ danych inercyjnych z jednymi
z nastgpujacych danych nawigacyjnych:
1. Predkoscig okreslang za pomocg radaru dopplerowskiego;
2. Poréwnywaniem z danymi z globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego (np. GPS lub GLONASS); lub
3. Informacjami z bazy danych o terenie;
c. "Kod Zrédlowy" do zintegrowanych systeméw awionicznych lub systeméw realizacji zadan bojowych, umozliwiajacy
wykorzystywanie danych z czujnikéw oraz “systeméw eksperckich™;
d. "Kod Zrédlowy" do "rozwoju" jednego z ponizej wymienionych:
1. Cyfrowych systeméw sterowania lotem umozliwiajacych “kompleksowe sterowanie lotem™;
2. Zintegrowanych systeméw sterowania napgdem i lotem;
3. Systemdw sterowania elektronicznego (fly-by-wire) i §wiatlowodowego;
4. "Aktywnych systeméw sterowania lotem", tolerujacych bigdy pilotazu lub majacych mozliwo$¢ samoczynnej rekonfiguracii;
5. Automatycznych lotniczych systeméw namiarowych;
6. Systeméw przyrzadéw pokladowych dostarczajacych danych dotyczacych parametréw powietrza w locie na podstawie
pomiaréw powierzchniowych parametréw statycznych;
7. Przeziemikowych wyéwietlaczy rastrowych lub tréjwymiarowych.
e. “Oprogramowanie” do komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), specjalnie opracowane do “rozwoju” “ukladéw
aktywnego sterowania lotem”, sterownikéw helikopterowych wieloosiowych systeméw sterowania elektronicznego
i $wiatlowodowego lub helikopterowych “cyrkulacyjnych ukladéw réwnowazenia momentu lub cyrkulacyjnych uktadéw
sterowania kierunkiem”, ktérych technologie sg wyspecyfikowane w pozycjach 7E004.b., 7E004.c.1. lub 7E004.¢.2.
"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania" urzadzert wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do
7A106, 7A115, 7All16.a., 7TA116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 lub 7B103.
"Oprogramowanie" scalajace, jak nastgpuje:
a. "Oprogramowanie" scalajace do urzadzen wymienionych w pozycji 7A103.b.;
b. "Oprogramowanie" scalajace specjalnie zaprojektowane do urzadzes wymienionych w pozycjach 7A003. tub 7A103.a.
"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do modelowania lub symulowania dzialania “instalacji do naprowadzania”
wymienionych w pozycji 7A117 lub do ich integrowania konstrukcyjnego z kosmicznymi pojazdami no$nymi wymienionymi w
pozycji 9A004 lub z rakietami meteorologicznymi wymienionymi w pozycji 9A104.
UWAGA: "Oprogramowanie” wymienione w pozycji 7DI103 podlega kontroli, jesli jest przeznaczone specjalnie do sprzetu
wymienionego w pozycji 44102.
Technologie
,Technologie” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" urzadzen lub "oprogramowania" wymienionych w pozycjach 7A,
7B lub 7D.
"Technologie" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "produkcji" urzgdzen wymienionych w pozycjach 7A lub 7B.
"Technologie"” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do naprawy, regeneracji lub remontowania urzadzenn wymienionych w

pozycjach 7A001 do 7A004.

UWAGA: Pozycja 7E003 nie obejmuje kontrolg "technologii” obstugi technicznej bezposrednio zwigzanych z wzorcowaniem,
usuwaniem lub wymiang uszkodzonych lub nienadajgcych si¢ do uzytku liniowych elementéw wymiennych (LRU) i
warsztatowych zespotéw wymiennych (SRA) w "samolotach cywilnych" zgodnie z opisem w I lub w Il Poziomie Obstugi.

N.B.: Patrz Uwagi techniczne do 7B001.
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7E004 Nastgpujace inne "technologie™:

7TE101

7E102

7E104

a. Technologie do "rozwoju" lub "produkcji":

1. Lotniczych automatycznych urzadzen namiarowych pracujacych w padmie czgstotliwosci powyzej 5 MHz;

2. Systeméw przyrzadéw pokladowych podajacych dane dotyczace parametréw powietrza w locie w oparciu wylacznie o
pomiary powierzchniowych parametréw statycznych, tj. dostarczane z konwencjonalnych sond do pomiaréw parametréw
powietrza;

3. Przeziernikowych wyswietlaczy rastrowych lub tréjwymiarowych do "samolotow";

4. Inercyjnych systeméw nawigacyjnych lub zyro-astrokompaséw wyposazonych w przyspieszeniomierze lub zyroskopy objete
kontrola wedtug pozycji 7A001 lub 7A002;

5. Serwomotoréw elektrycznych (tj. elektromechanicznych, elektrohydrostatycznych 1 zintegrowanych) specjalnie
opracowanych dla “podstawowego sterowania lotem”;

6. “Uktadéw czujnikéw optycznych sterowania lotem” specjalnie opracowanych dla “aktywnych ukladéw sterowania lotem”;

b. Nastepujace technologie "rozwoju” "aktywnych systemdéw sterowania lotem" (wlacznie z systemami elektronicznymi Ilub
$wiattowodowymi) do:

1. Projektowania konfiguracji polaczerr wielokrotnych mikroelektronicznych elementéw przetwarzajacych (do komputeréw
pokladowych) umozliwiajacych osiggnigeie "przetwarzania w czasie rzeczywistym" z przeznaczeniem do wprowadzania
regut sterowania;

2. Kompensacji regut sterowania z uwzglednieniem polozenia czujnikéw lub obciazen dynamicznych platowcea, tj. kompensacii
z uwzglednieniem wibracji czujnikéw lub zmian polozenia czujnikéw wzglgdem $rodka cigzkosci;

3. Elektronicznego sterowania redundancja danych lub redundancja systeméw w celu wykrywania blgdéw, tolerowania blgdéw,
identyfikacji elementéw niesprawnych droga eliminacji lub zmiany konfiguracji;

UWAGA:  Pozycja 7E004.b.3. nie obejmuje kontrolg "technologii” do projektowania redundancji fizycznej.

4. Sterowania lotem umozliwiajacego przeprowadzenie w locie zmiany konfiguracji sterowania sila i momentem w celu
autonomicznego sterowania pojazdem powietrznym w czasie rzeczywistym;

5. Integracji systemu sterowania cyfrowego, danych z systemu nawigacyjnego i napgdowego w jeden system cyfrowego
kierowania lotem dla “kompleksowego sterowania lotem”;

UWAGA: Pozycja 7E004.b.5. nie obejmuje kontrolg:

1. “Technologii” "rozwoju” integracji cyfrowych systeméw sterowania lotem, danych nawigacyjnych i danych
kontrolnych uktadu napedowego do systemu cyfrowego kierowania lotem w celu “optymalizacji toru lotu”.

2. “Technologii” "rozwoju"” samolotowych przyrzqdéw kontroli lotu, zintegrowanych wylqcznie z systemami
nawigacyjnymi i podchodzenia do lgdowania, takimi jak VOR (radiolatarnia kierunkowa wysokiej
czestotliwosci), DME (radiodalmierz), ILS (system lgdowania na przyrzqdy) lub MLS (mikrofalowy system
lgdowania);

6. Calkowicie autonomiczne cyfrowe systemy sterowania lotem lub wieloczujnikowe systemy kierowania realizacja zadar,
wyposazone w “systemy eksperckie”;

N.B.: W przypadku “technologii” Catkowicie Autonomicznych Cyfrowych Systeméw Sterowania Silnikami
(FADEC) sprawdz takze pozyje 9E003.a.9.

c. Nastgpujace ,technologie” do "rozwoju" systeméw do $miglowcow:

1. Wieloosiowe systemy sterowania elektronicznego i §wiatlowodowego, w ktérych potaczono funkcje co najmniej dwdch
z wymienionych ponizej systeméw w jeden zespdt sterowania:
a. System sterowania skokiem ogdlnym;
b. System sterowania skokiem okresowym lopat;
c. System kierowania odchyleniem kursowym;

2. "Sterowane cyrkulacyjnie (optywowo) systemy kompensacji momentu lub sterowania kierunkiem lotu";

3. Lopaty wirnika z "profilami o zmiennej geometrii" opracowane do systeméw umozliwiajgcych niezaleine sterowanie
poszczegdlnymi topatami.

"Technologie" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "uzytkowania" urzadzest wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006,
7A101 do 7A106, 7A115 do 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 do 7D103.

Nastepujace "technologie" do zabezpieczania podzespoléw awioniki i elektrycznych przed impulsem elektromagnetycznym (EMP) i
zagrozeniem zaklGceniami elektromagnetycznymi ze Zrédet zewngtrznych:

a. "technologie" projektowania ekranowania;
b. "technologie" projektowania dla konfigurowania odpornych obwodéw elektrycznych i poduktadéw;

c. "technologie" projektowania dla wyznaczania kryteridw uodporniania w odniesieniu do technologii wymienionych powyzej
w pozycjach 7E102.a. i 7TE102.b.

"Technologie”" scalania danych z systeméw sterowania lotem, naprowadzania i napgdu w system zarzadzania lotem w celu
optymalizacji toru lotu rakiet.
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KATEGORIA 8 - URZADZENIA OKRETOWE

8A

8A001

Systemy, urzadzenia i czesci
Nastepujace plywajace jednostki podwodne lub nawodne:

UWAGA: Status kontroli urzqdze# do pojazdéw podwodnych okreslono w nastepujqcych pozycjach:

Kategoria 5, Cz¢s¢ 2 "Ochrona Informacji” - w zakresie szyfrujqcych urzqdzen komunikacyjnych;

Kategoria 6 - w zakresie czujnikow;
Kategoria 7i 8 - w zakresie urzqdzen nawigacyjnych;
Kategoria 8.A. - w zakresie urzqdzeri podwodnych.

. Zalogowe pojazdy podwodne na uwiegzi, przeznaczone do dzialania na glgbokosciach wigkszych niz 1 600 m;

. Zalogowe, swobodne pojazdy podwodne, posiadajace jedng z ponizszych cech:

1. Przeznaczenie do ‘dziatar autonomicznych’ i no$no$¢ stanowiaca jednoczesnie:
a. 10 % lub wiecej ich wagi w powietrzu; oraz
b. 15 kN lub wigcej;

2. Przeznaczenie do dzialania na gl¢bokosciach wigkszych niz 1 000 m; lub

3. Posiadanie wszystkich nast¢pujacych wiasciwosci:
a. Przeznaczenie dla zalogi czteroosobowej lub liczniejszej;
b. Przeznaczenie do "autonomicznego dzialania" przez 10 lub wigcej godzin;
¢. ‘Zasigg’ 25 lub wigeej mil morskich; oraz
d. Dtugo$é 21 m lub mniejsza;

Uwagi techniczne:

1. Dla potrzeb pozycji 84001.b. termin ‘dzialanie autonomiczne’ dotyczy dziafari prowadzonych przez pojazd podwodny
(posiadajqcy uktad napedowy pracujqcy pod wodq albo nad wodg) w catkowitym zanurzeniu, bez chrap, przy wszystkich
systemach pracujgcych i krqzenia z minimalng predkoSciq, przy ktérej pojazd podwodny moze bezpiecznie regulowac
dynamicznie gleboko$¢ zanurzenia za pomocq wylqcznie steréw glebokosci, bez korzystania z pomocy nawodnej jednostki
plywajqcej, ani bazy nawodnej, na dnie lub brzegu morza.

2. Dla potrzeb pozycji 84001.b. ‘zasigg’ oznacza potowe maksymalnego dystansu, jaki pojazd podwodny moze pokonac.

. Bezzalogowe pojazdy podwodne na uwigzi przeznaczone do dzialania na glgbokosciach wigkszych niz 1 000 m, posiadajgce

jedna z ponizszych cech charakterystycznych:

1. Przeznaczenie do manewrowania z wlasnym napgdem za pomocs silnikéw napgdowych lub silnikéw odrzutowych objgtych
kontrolg wedtug pozycji 8A002.a.2; lub

2. $wiatlowodowe kanaly przesytania danych;

. Bezzalogowe pojazdy podwodne bez uwigzi (swobodne), posiadajace jedng z ponizszych cech charakterystycznych:

1. Mozliwoéé decydowania o kursie wzgledem dowolnego systemu geograficznego bez biezacej (w czasie rzeczywistym)
pomocy czlowieka;

2. Wyposazenie w akustyczne kanaly przesylania danych lub poleces; lub

3. Wyposazenie w dtuzsze niz 1000 m $wiatlowodowe kanaty przesylania danych lub poleced;

Oceaniczne urzadzenia ratownicze o noénosci powyzej 5 MN przeznaczone do ratowania obiektéw z glgbokosci

wigkszych niz 250 m i majace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

1. Dynamiczne systemy ustalania polozenia zdolne do utrzymania polozenia z doktadnoscia do 20 m wzgledem danego punktu
Za pomocg systemu nawigacyjnego; lub

2. Systemy nawigacyjne dzialajace wzgledem dna morza i zintegrowane systemy nawigacyjne przeznaczone do dzialania na
glebokoséciach wigkszych niz 1 000 m, umozliwiajgce utrzymywanie polozenia wzglgdem danego punktu z doktadnoscia
do 10 m;

Pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana z pelnym fartuchem bocznym), majgce wszystkie wymienione ponizej cechy

charakterystyczne:

1. Maksymalng predkosé projektows z peinym obcigZeniem przekraczajgca 30 wezldéw przy falach o wysokoséci 1,25 m (stan
morza 3) lub wyzszej;

2. Ciénienie powietrza w poduszce powyzej 3 830 Pa; oraz

3. Stosunek masy pustej jednostki ptywajacej do catkowicie obcigzonej ponizej 0,7;

. Pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi burtami) o maksymalnej predkosci obliczeniowej z petnym

obciazeniem powyzej 40 weztéw przy falach o wysokoéci 3,25 m (stan morza 5) lub wigkszej;

. Wodoloty wyposazone w aktywne systemy automatycznego sterowania potozZeniem platéw nosnych, o maksymalnej predkosei

obliczeniowej z pelnym obcigzeniem réwnej lub wyzszej od 40 weziéw przy falach o wysokodci 3,25 m (stan morza 5)
lub wigkszej;
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8A002

Jednostki ptywajace o matym polu przekroju wodnicowego majace jedna z ponizszych cech charakterystycznych:

1. Wyporno$é z petnym obciazeniem powyzej 500 ton i maksymalng predkosdé obliczeniows z pelnym obcigzeniem powyzej
35 wezléw przy falach o wysokosci 3,25 m (stan morza 5) lub wigkszej; lub

2. Wyporno$¢ z pelnym obcigzeniem powyzej 1 500 ton i maksymalng predkos¢ obliczeniowa z pelnym obcigzeniem powyzej
25 wezléw przy falach o wysoko$ci 4 m (stan morza 6) lub wigkszej;

Uwaga techniczna:
Jednostke plywajgcq o matym polu przekroju wodnicowego definiuje si¢ wedlug nastgpujgcego wzoru: pole przekroju
wodnicowego przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym mniejsze od 2 x (wyparta objetos¢ przy konstrukcyjnym

zanurzeniu eksploatacyjnym)®”.

Nastepujace uktady lub urzadzenia:

UWAGA: Podwodne instalacje telekomunikacyjne ujeto w Kategorii 5, cze$é 1 - Telekomunikacja.

a.

Nastepujace systemy i urzadzenia, specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do pojazdéw podwodnych,
przeznaczone do dziatania na gl¢bokos$ciach wigkszych niz 1 000 m:

1. Obudowy ciénieniowe lub kadtuby sztywne o maksymalnej $rednicy wewngtrznej komory powyzej 1,5 m;

2. Silniki napgdowe na prad staly lub pedniki odrzutowe;

3. Kable startowe i tgczniki do nich, na bazie widkien optycznych i zaopatrzone w syntetyczne elementy wzmacniajgee;

Systemy specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznego sterowania ruchem urzadzed do
pojazdéw podwodnych objetych kontrolg wedlug pozycji 8A001, korzystajace z danych nawigacyjnych i wyposazone
w serwomechanizmy sterujace ze sprzg¢zeniem zwrotnym w celu umozliwienia pojazdowi:

1. Poruszania si¢ w stupie wody w zasiggu 10 m od $cisle okreslonego punktu;

2. Utrzymania polozenia w stupie wody w zasi¢gu 10 m od okre$lonego punktu; lub

3. Utrzymania polozenia w zasi¢ggu do 10 m od kabla lezgcego na dnie albo znajdujacego si¢ pod dnem morza;

Penetratory $wiattowodowe do kadtubéw lub taczniki;

Nastgpujace podwodne systemy wizyjne:
1. Nastegpujace systemy i kamery telewizyjne:
a. Instalacje telewizyjne (skladajace si¢ z kamery, $wiatel, urzadzeh monitorujacych i do przesytania sygnatéw)
o rozdzielczosci granicznej mierzonej w powietrzu powyzej 800 linii i specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane
w taki sposéb, ze mozna nimi zdalnie sterowaé z pojazdéw podwodnych;
b. Podwodne kamery telewizyjne o rozdzielczo$ci granicznej mierzonej w powietrzu powyzej 1100 linii;
¢. Bardzo czule kamery telewizyjne (dzialajace przy stabym o$wietleniu) specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do dziatania pod woda, wyposazone w oba ponizej wymienione elementy:
1. Lampy do wzmacniania obrazéw wymienione w pozycji 6A002.a.2.a; oraz
2. Siatki elementéw pétprzewodnikowych z ponad 150 000 "aktywnych pikseli" na powierzchni siatki;
Uwaga techniczna.
W telewizji rozdzielczo$é graniczna jest miarq rozdzielczo$ci poziomej, wyrazanej zazwyczaj jako maksymalna liczba linii
mieszczqca sig w wysokosci obrazu, rozréznianych na karcie testowej, okreslana wedtug normy IEEE 208/1960 lub dowolnej
normy stanowigcej jej odpowiednik.
2. Systemy, specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do zdalnego kierowania z pojazdu podwodnego,
w ktérych zastosowano techniki umozliwiajgce minimalizacj¢ zjawiska rozpraszania wstecznego, wlacznie z iluminatorami
o regulowanym zakresie lub systemami "laserowymi";

Aparaty fotograficzne specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wods, na

glebokosciach ponizej 150 m, na blony filmowe formatu 35 mm lub wigkszego, majace jedng z ponizszych cech:

1. Mozliwo$é zapisu na blonie komentarza w postaci danych ze Zrédta zewngtrznego wzglgdem aparatu fotograficznego;

2. Mechanizm do automatycznego korygowania ogniskowej; lub

3. System automatycznego sterowania kompensacjg o specjalnej konstrukcji umozliwiajacej wykorzystanie obudowy kamery
podwodnej na gigbokoséciach wigkszych niz 1 000 m;

Elektroniczne systemy tworzenia obrazéw, specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod
wodg, majace mozliwo$¢ zapamietania w postaci cyfrowej ponad 50 naswietlonych obrazéw;

Nastepujace instalacje o§wietleniowe, specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod woda:

1. Stroboskopowe instalacje o$wietleniowe o energii strumienia $wietlnego powyzej 300 J na jeden blysk i o szybkosci
powtarzania wigkszej niz 5 btyskéw na sekundg;

2. Instalacje o$wietleniowe, w kt6rych $wiatto wytwarza tuk argonowy, specjalnie przeznaczone do dziatania na gl¢gbokosciach
wigkszych niz 1 000 m;

"Roboty" (manipulatory) specjalnie przeznaczone do pracy pod wodg, zarzagdzane za pomocg dedykowanego komputera

“ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”’, majgce jedng z ponizszych cech:

1. Wyposazenie w uklady sterujace "robotem" dzigki informacjom z czujnikdédw mierzacych sity lub momenty dzialajace na
obiekty zewngtrzne albo odleglo$é do zewngtrznego obiektu, Iub czujnikéw dotykowych "robota" wyczuwajacych obiekt
zewngtrzny; lub
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2.

Mozliwo$é dzialania z sita 250 N lub wigksza albo momentem 250 Nm lub wigkszym i do ktérych budowy zastosowano
stopy na osnowie tytanowej albo materialy "kompozytowe" na osnowie "widkien lub widkienek";

i. Zdalnie sterowane manipulatory przegubowe specjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania
w pojazdach podwodnych i posiadajgce jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

1.

Wyposazenie w uklady sterujace ruchem manipulatora na podstawie informacji z czujnikéw mierzacych moment lub site

dzialajaca na obiekt zewngtrzny albo z czujnikéw dotykowych wyczuwajacych dotyk manipulatora do obiektu

zewngtrznego; lub

Sterowanie na zasadzie proporcjonalnego odtwarzania ruchéw operatora albo za pomocg komputera “ze sterowaniem

zaprogramowanym w pamigci” oraz posiadanie 5 lub wigcej stopni swobody ruchu;

UWAGA: Przy okreslaniu liczby stopni swobody ruchu bierze si¢ pod uwage wylqcznie te funkcje, w ktérych wykorzystywane
Jjest sterowanie proporcjonalne z pozycyjnym sprzezeniem zwrotnym lub sterowanie za pomocq dedykowanego
komputera “ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci”.

j. Nastepujace uktady napgdowe niezalezne od doptywu powietrza, specjalnie przeznaczone do dzialania pod woda:

1.

Niezalezne od powietrza systemy napgdowe z silnikami pracujgcymi wedlug obiegu Braytona (Joula) lub Rankina,
wyposazone w jeden z wymienionych ponizej uktadéw:
a. Chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpeyjne, specjalnie przeznaczone do usuwania dwutlenku wegla, tlenku wegla
i czgstek statych zawieszonych w gazie wydechowym z silnika pracujacego w obiegu z recyrkulacja;
b. Specjalne uklady przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;
c. Urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod woda szuméw o czgstotliwoéciach ponizej 10 kHz,
lub specjalne urzagdzenia mocujace, oslabiajace skutki wstrzaséw; lub
d. Uklady specjalnie przeznaczone do:
1. Prasowania produktdéw reakcji albo do regeneracji paliw;
2. Skladowania produktéw reakcji; oraz
3. Usuwania produktéw reakcji w warunkach ci$nienia zewngtrznego 100 kPa lub wigkszego;

. Niezalezne od powietrza systemy napgdowe z silnikami wysokoprgznymi (obieg Diesla) wyposazone w jeden z

wymienionych ponizej ukladéw:

a. Chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpeyjne, specjalnie przeznaczone do usuwania dwutlenku wegla, tlenku wegla
i czastek statych zawieszonych w gazie wydechowym z silnika pracujacego w obiegu z recyrkulacja;

b. Specjalne uklady przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;

c. Urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod woda szuméw o czgstotliwosciach ponizej 10 kHz,
lub specjalne urzadzenia mocujace ostabiajgce skutki wstrzaséw; lub

d. Specjalne uklady wydechowe o nieciagtym odprowadzaniu produktéw spalania;

Niezalezne od powietrza uklady energetyczne na ogniwach paliwowych o mocy powyzej 2 kW, wyposazone w jeden

Z wymienionych ponizej uktadéw:

a. Urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod woda szuméw o czgstotliwosciach ponizej 10 kHz,
lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace skutki wstrzaséw; lub

b. Uktady specjalnie przeznaczone do:
1. Prasowania produktéw reakcji albo do regeneracji paliw;
2. Skladowania produktéw reakcji; oraz
3. Usuwania produktéw reakcji w warunkach ciénienia zewngtrznego 100 kPa lub wigkszego;

Niezalezne od powietrza systemy nap¢dowe z silnikami pracujacymi wedlug obiegu Stirlinga, wyposaZzone we wszystkie

z ponizszych uktadéw:

a. Urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod woda szuméw o czgstotliwosciach ponizej 10 kHz,
lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace skutki wstrzaséw; oraz

b. Specjalne uklady wydechowe do usuwania produktéw spalania w warunkach ci$nienia zewngtrznego 100 kPa lub
wigkszego;

k. Nastepujace fartuchy boczne poduszkowcéw, uszezelnienia i inne elementy montazowe:

1.

Wytrzymale na ci$nienia w poduszce powietrznej 3 830 Pa lub wyzsze, dzialajace przy falach o wysokosci 1,25 m
(stan morza 3) lub wigkszej i specjalnie przeznaczone do pojazdéw na poduszce powietrznej (odmiana z pelnym fartuchem
bocznym) objetych kontrola wedtug pozycji 8A001.f, lub

Wytrzymate na ciSnienia w poduszce powietrznej 6 224 Pa lub wyzsze, dzialajace przy falach o wysokodci 3,25 m
(stan morza 5) lub wigkszej i specjalnie przeznaczone do pojazdéw na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi
burtami) objg¢tych kontrolg wedtug pozycji 8A001.g;

1. Dmuchawy no$ne o mocy nominalnej powyzej 400 kW, specjalnie przeznaczone do pojazddw na poduszce powietrznej objgtych
kontrolg wedtug pozycji 8A001.f lub 8A00.1.g;

m. Pracujgce w catkowitym zanurzeniu podkawitacyjne lub superkawitacyjne platy wodne specjalnie przeznaczone do jednostek
plywajacych objgtych kontrolg wedlug pozycji 8A001.h;

n. Uklady aktywne specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznej kompensacji wywolanych
dzialaniem wody ruchéw jednostek ptywajacych lub pojazdéw objetych kontrolag wedtug pozycji 8A001.£, 8A001.g., 8A001.h.
lub 8A001.1.;
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o. Nastepujace pedniki, uklady przenoszenia nape¢du, generatory mocy i uktady ttumienia szuméw:
1. Nastgpujace pedniki Srubowe Iub uktady przenoszenia napgdu specjalnie przeznaczone do pojazdéw poduszkowych
(zaréwno do odmian z pelnym fartuchem bocznym, jak i ze sztywnymi burtami), wodolotéw lub jednostek ptywajacych o
matym polu przekroju wodnicowego, objetych kontrolg wedtug pozycji 8A001.f., 8A001.g., 8AC01.h. Iub 8A001.1.:

a.

o a0 o

$ruby napgdowe superkawitacyjne, superwentylowane, czg¢Sciowo zanurzone lub zanurzone niecatkowicie, o mocy
nominalnej powyzej 7,5 MW,

Zespoly $rub napgdowych przeciwbieznych o mocy nominalnej powyzej 15 MW;

Uktady napedowe, w ktérych do uspokojenia przeptywu przez §ruby zastosowano zawirowanie wstgpne albo wylotowe;
Lekkie przektadnie redukcyjne o wysokim przelozeniu (wspdlczynnik przetozenia K powyzej 300);

Watlowe ukiady przeniesienia napgdu, sktadajace si¢ z elementéw wykonanych z materiatéw "kompozytowych", zdolne
do przenoszenia mocy powyzej 1 MW;

2. Nastepujace pedniki Srubowe, generatory mocy lub uklady przenoszenia napgdu przeznaczone dla jednostek ptywajacych:

a.
b.
c.
d.

€.

$ruby napedowe o regulowanym skoku oraz zespoty piast do $rub o mocy nominalnej powyzej 30 MW;

Elektryczne silniki napgdowe z wewngtrznym chlodzeniem cieczowym o mocy wyjsciowej powyzej 2,5 MW,
"Nadprzewodnikowe" silniki napgdowe albo elektryczne silniki napgdowe z magnesami stalymi, o mocy wyjsciowej
powyzej 0,1 MW;

Walowe uklady przeniesienia napgdu, ktérych elementy sg wykonane z materialéw "kompozytowych", zdolne do
przenoszenia mocy powyzej 2 MW;

Wentylowane lub podobne napgdy Srubowe o mocy nominalnej powyzej 2,5 MW,

3. Nastepujace uktady do tlumienia szuméw, przeznaczone dla jednostek ptywajacych o wypornosci 1 000 t lub wyzszej:

a.

Uklady tlumienia szuméw podwodnych o czgstotliwo$ciach ponizej 500 Hz, skladajace si¢ ze zlozonych systeméw
montazowych stuzacych do izolacji akustycznej silnikéw wysokopreznych, zespoldw generatoréw wysokopreznych,
turbin gazowych, zespoléw generatoréw gazowych, silnikéw napgdowych lub napgdowych przektadni redukcyjnych,
specjalnie przeznaczone do tlumienia dzwigkéw lub wibracji, majgce mas¢ stanowigcg ponad 30 % masy urzadzen, na
ktérych majg byé zamontowane;

Aktywne uklady tlumienia lub eliminacji szuméw albo tozyska magnetyczne, specjalnie przeznaczone do ukladéw
przenoszenia napg¢du, wyposazone w elektroniczne uklady sterowania umozliwiajagce aktywne zmniejszanie wibracji
urzadzen poprzez bezposrednie generowanie do Zrdédla dZwigkéw sygnatéw przeciwnych, thumiacych dzwigki lub
wibracje;

p. Strugowodne uklady napgdowe o mocy wyjsciowej powyzej 2,5 MW, w ktérych, w celu poprawy sprawno$ci napedu lub
zmniejszenia rozchodzacego si¢ pod woda wytworzonego dZzwigku, pochodzacego z ukladu napgdowego, zastosowano dysze
rozbiezne oraz lopatki kierujace przeptywem.

q. Niezalezne aparaty do nurkowania i ptywania podwodnego o zamknigtym lub pélzamknigtym obiegu.
UWAGA: Pozycja 84002.q. nie obejmuje kontrolq aparatéw indywidualnych, kiedy towarzyszq one uzytkownikowi do jego

osobistego uzytku.

8B  Urzadzenia do testowania, kontroli i produkcji

8B001 Tunele wodne o szumie tla ponizej 100 dB (odpowiednik 1 mikropaskala, 1 Hz) w pa$mie czgstotliwoéci od 0 do 500 Hz,
przeznaczone do pomiaru p6l akustycznych wytwarzanych przez przeplywy cieczy wokét modeli uktadéw napgdowych.

8C  Materialy

8C001 Pianka syntaktyczna (porowata) do uzytku pod woda majaca obie ponizsze cechy:

a. Przeznaczenie do stosowania na gigbokosciach wigkszych niz 1 000 m; oraz

b. Gestoé mniejsza niz 561 kg/m>.

Uwaga techniczna:
Pianka syntakiyczna sktada sie z pustych w srodku kuleczek z tworzywa sztucznego lub szkta osadzonych w matrycy z Zywicy.

8D  Oprogramowanie

8D001 "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji” lub "uzytkowania"
urzgdzen lub materialéw objetych kontrolg wedtug pozycji 8A, 8B tub 8C;

8D002 "Oprogramowanie" specjalne, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju”, "produkcji”, napraw, remontéw
lub modyfikacji (ponownej obrébki skrawaniem) $rub, specjalnie w celu ttumienia generowanych przez nie pod woda szumdw.

8E  Technologie

8E001 Technologie wedlug Uwagi ogblnej do technologii do "rozwoju" lub "produkcji” urzadzefi lub materiatéw objetych kontrolg
wedlug pozycji 8A, 8B lub 8C;
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8E002

Nastgpujace inne technologie:

"on

a. Technologie do "rozwoju", "produkcji", napraw, remontéw lub modyfikacji (ponownej obrébki skrawaniem) $rub specjalnie
w celu ttumienia generowanych przez nie pod wodg szuméw;

b. Technologie do remontéw lub modyfikacji urzadzef objgtych kontrolg wedlug pozycji 8A001 lub 8A002.b., 8A002.j., 8A002.0.
lub 8A002.p.

KATEGORIA 9 - UKEADY NAPEDOWE, POJAZDY KOSMICZNE I ICH WYPOSAZENIE

9A

9A001

9A002

9A003

9A004

9A005

9A006

Systemy, urzadzenia i cze$ci

N.B.: Dla ukladéw napedowych specjalnie skonstruowanych lub zabezpieczonych przed promieniowaniem neutronowym lub

przenikliwym promieniowaniem jonizujacym sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.

Nastepujace lotnicze silniki turbinowe, w ktérych zastosowano jedng z technologii objetych kontrolg wedtug pozycji 9E003.a:
N.B.: SprawdZ takze pozycj¢ 9A101.

a. Nieposiadajace certyfikatu na instalowanie w okre$lonym "samolocie cywilnym", w ktérym maja by¢ zastosowane;
P g y y ywiiny ry’ jg Dy

b. Nieposiadajace certyfikatu zezwalajacego na ich uzycie do zastosowan cywilnych, wydanego przez wladze lotnicze “panstwa
uczestniczacego;

c. Przeznaczone do lotéw z predko$ciami powyzej Ma = 1,2 przez ponad trzydziesci minut;

Turbinowe silniki okrgtowe o nominalnej mocy ciaglej okreslonej wedtug normy ISO wynoszacej 24 245 kW lub wigcej 1 zuzyciu

jednostkowym paliwa nieprzekraczajacym 0,219 kg/kWh w dowolnym punkcie roboczym w zakresie mocy od 35 do 100%, oraz

specjalnie do nich przeznaczone zespoly i elementy;

UWAGA: Termin "turbinowe silniki okretowe” obejmuje réwniez turbinowe silniki przemystowe lub lotnicze, przystosowane do
napedzania jednostek plywajgcych lub wytwarzania energii elektrycznej na jednostkach ptywajgcych.

Nast¢pujgce specjalne zespoly i elementy, w ktérych zastosowano jedng z technologii objgtych kontrolg wedlug pozycji 9E003.a, do
wymienionych ponizej turbinowych silnikéw napgdowych:

a. Wymienionych w pozycji 9A001; lub

b. Skonstruowanych lub wyprodukowanych w krajach innych niz “pafistwa czlonkowskie” lub nieznanych producentowi
(wnioskodawcy);

Kosmiczne pojazdy noéne lub "statki kosmiczne";
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 9A104.
UWAGI: 1. Pozycja 94004 nie obejmuje kontrolg tadunku uzytecznego.
2. Dla okreslenia statusu kontroli produktéw wchodzgcych w sktad tadunku uzytecznego “statku kosmicznego” sprawdz
odpowiednie Kategorie.

Rakietowe systemy nap¢dowe na paliwo ciekle zawierajace jeden z systeméw lub elementéw wymienionych w pozycji 9A006;
N.B.: SprawdZ takze pozycje 9A105 i 9A119.

Nastgpujace systemy lub elementy specjalnie przeznaczone do rakietowych ukladéw napgdowych na paliwo ciekte:
N.B.: Sprawdz takie pozycje 94106 i 9A108.

a. Chiodziarki kriogeniczne, pokladowe pojemniki Dewara, kriogeniczne instalacje grzewcze lub urzadzenia kriogeniczne
specjalnie przeznaczone do pojazdéw kosmicznych, umozliwiajace ograniczenie strat cieczy kriogenicznych do poziomu ponizej
30 % rocznie;

b. Pojemniki kriogeniczne lub pracujgce w obiegu zamknigtym uklady chlodzenia umozliwiajagce utrzymanie temperatur na
poziomie 100 K (-173°C) lub mniejszym, przeznaczone do "samolotéw" zdolnych do rozwijania predkosci powyzej Ma=3, do
rakiet no$nych lub "statkéw kosmicznych";

¢. Urzadzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie mieszaniny fazy cieklej ze stalg (zawiesiny);

d. Wysokoci$nieniowe (powyzej 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich elementy lub towarzyszace im gazowe lub pracujace w cyklu
rozprgznym napedy turbinowe;

e. Wysokociénieniowe (powyzej 10,6 MPa) komory ciagu silnikdw rakietowych i dysze do nich;

f. Urzadzenia do przechowywania paliw napgdowych na zasadzie kapilarnej lub wydmuchowej (tj. z elastycznymi przeponami);
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9A007

9A008

9A009

9A010

. Wiryskiwacze cieklych paliw napgdowych, w ktérych srednice pojedynczych otworkéw nie przekraczaja 0,381 mm (pole

powierzchni 1,14 x 107 cm? lub mniejsze dla otworkéw niekolistych), specjalnie skonstruowane do silnikéw rakietowych na
paliwo ciekle;

. Wykonane z jednego elementu materialu typu wegiel - wegiel komory ciggu lub wykonane z jednego elementu materiatu typu

wegiel - wegiel stozki wylotowe, ktérych gestosci przekraczaja 1,4 g/cm’, a wytrzymaloéei na rozciaganie sa wigksze niz
48 MPa.

Systemy nap¢dowe rakiet na paliwo stale o nastgpujacych parametrach:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 9A119.

a.

b.

Impuls catkowity powyzej 1,1 MNs;

Impuls wlaéciwy 2,4 kNs/kg lub wigkszy w sytuacji wyplywu z dyszy do otoczenia w warunkach istniejgcych na poziomie
morza przy ci$nieniu w komorze wyregulowanym na poziomie 7 MPa;

Udzial masowy stopnia powyzej 88 % i procentowy udziat skladnikow statych w paliwie powyzej 86 %;
Zawierajace dowolne elementy objgte kontrolg wedtug pozycji 9A008; lub

Wyposazone w uklady izolacyjne i wigzace paliwo, w ktérych zastosowano bezposrednio potaczone konstrukcje silnikowe
zapewniajace ‘silne polaczenia mechaniczne’ lub elementy barierowe uniemozliwiajgce migracj¢ chemiczng pomigdzy paliwem
stalym a stanowiacym ostong materialem izolacyjnym;

Uwaga techniczna:

Dla celéw pozycji 94007.e. ‘silne potgczenie mechaniczne’ oznacza wytrzymatos$é wiqzania réwnq lub wiekszq niz wytrzymatosé
paliwa.

Nast¢pujace elementy przeznaczone do rakietowych uktadéw napgdowych na paliwo state:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 9A108.

a.

Uklady izolacyjne i wiazace paliwo, w ktérych zastosowano wykladziny zapewniajace ‘silne polaczenia mechaniczne’ lub
elementy barierowe uniemozliwiajace migracj¢ chemiczng pomigdzy paliwem stalym a stanowigcym oston¢ materialem
izolacyjnym;

Uwaga techniczna:

Dla celéw pozycji 94008.a. ‘silne polgczenie mechaniczne’ oznacza wytrzymalosé wiqzania réwnq lub wigkszq niz
wytrzymatosé paliwa.

Wykonane z wiékien nawojowych "kompozytowe" ostony silnikéw o $rednicy powyzej 0,61 m lub o wskaznikach efektywnosci
strukturalnej (PV/W) powyzej 25 km;

Uwaga techniczna:

Wskaznik efektywnosci strukturalnej (PV/W) jest iloczynem cisnienia wybuchu (P) i pojemnoSci zbiornika (V) podzielonym przez
catkowitq wage zbiornika cisnieniowego (W),

Dysze o ciagach powyzej 45 kN lub szybkosci erozyjnego zuzycia gardzieli ponizej 0,075 mm/s;

Dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciggu za pomocg pomocniczego wtrysku ptynéw o jednym z nastepujacych
parametréw:

1. Ruch okrezny z odchyleniem katowym powyzej + 5°;

2. Katowy obrét wektora ciagu rzgdu 20%s lub wigcej; lub

3. Przyspieszenia katowe wektora ciagu rzgdu 40°/s? lub wigksze.

Hybrydowe systemy napgdowe rakiet o nast¢pujacych parametrach:
N.B.: Sprawdi takze pozycje 9A109 i 9A119.

a.

b.

Impuls catkowity powyzej 1,1 MNs; lub

Ciag powyzej 220 kN w warunkach prézni na wylocie;

Nast¢pujace specjalnie opracowane elementy, systemy lub struktury do rakiet nos$nych lub systeméw napgdowych do rakiet
noénych, lub “statkéw kosmicznych™:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 1A002 i 9A110.

a.

Elementy lub struktury, kazde z nich o masie przekraczajacej 10 kg, specjalnie skonstruowane do rakiet no$nych i wytwarzane
z "kompozytéw" na "matrycy” metalowej, "kompozytéw" organicznych, materialébw na "matrycy" ceramicznej lub
wzmacnianych wigzaniami mi¢dzymetalicznymi, wymienionych w pozycji 1C007 lub 1C010.;

UWAGA: Podany limit masy nie dotyczy czotowych stozkéw ochronnych rakiet.

Elementy lub struktury specjalnie skonstruowane do systeméw napgdowych rakiet nosnych, wyspecyfikowanych w
pozycjach 9A005 do 9A009, wytwarzane z "kompozytéw" na "matrycy” metalowej, "kompozytéw" organicznych, materialéw
na "matrycy" ceramicznej lub wzmacnianych wiazaniami migdzymetalicznymi, wymienionych w pozycji 1C007 lub 1C010,;
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9A011

9A101

9A104

9A105

9A106

9A107

9A108

c. Czgéci struktur i systemy izolacyjne specjalnie skonstruowane w celu aktywnej kontroli odpowiedzi dynamicznej lub
odksztalcen struktur “statkéw kosmicznych’;

d. Pulsacyjne silniki rakietowe na paliwo cickle majace stosunek ciggu do masy réwny lub wigkszy niz 1 kN/kg i czas odpowiedzi
(czas niezbedny do osiggnigcia 90% catkowitego ciagu znamionowego od chwili startu) mniejszy niz 30 ms.

Silniki strumieniowe, naddZwigkowe silniki strumieniowe lub silniki o cyklu kombinowanym oraz specjalnie do nich opracowane
elementy.
N.B.: Sprawd? takie pozycje 9A111i 9A118.

Nastepujace lekkie silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe (w tym sprzgzone silniki turbinowe) nadajace si¢ do "pociskéw
rakietowych”, rézne od wymienionych w pozycji 9A001:

a. Silniki posiadajace obie podane ponizej cechy charakterystyczne: i
1. Warto$¢ ciagu maksymalnego powyzej 1000 N (uzyskiwana przed zamontowaniem) z wylaczeniem siinikoéw
certyfikowanych przez instytucje cywilne, posiadajacych maksymalng warto$¢ ciagu powyzej 8 890 N (uzyskiwang przed
zamontowaniem silnika); 1
2. Jednostkowe zuzycie paliwa 0,13 kg/Nh lub mniejsze (na poziomie morza w warunkach statycznych i standardowych); lub

b. Silniki przeznaczone do "pociskéw rakietowych" albo zmodyfikowane w tym celu.

Rakiety meteorologiczne (sondujace) o zasiggu co najmniej 300 km.
N.B.: Sprawdz takie pozycje 9A004.

Naste¢pujace silniki rakietowe na paliwo ciektle:
N.B.: SprawdZ takze pozycje 9A119.

a. Silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do "pociskéw rakietowych”, rézne od wymienionych w pozycji 9A005 i
posiadajace impuls catkowity 1,1 MNs lub wigkszy;

b. Silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do kompletnych systeméw rakietowych i bezzalogowych statkéw powietrznych
o zasiggu co najmniej 300 km, rézne od wymienionych w pozycji 9A005 lub 9A105.a. i posiadajgce impuls catkowity
0,841 MNs lub wigkszy;

Nastepujace systemy lub podzespoly, rézne od wymienionych w pozycji 9A006, nadajace si¢ do stosowania w "pociskach
rakietowych", specjalnie przeznaczone do uktadéw napgdowych rakiet na paliwo ciekle:

a. Wykladziny ablacyjne (cieplochronne) do komor ciagu lub spalania;
b. Dysze wylotowe do rakiet;

¢. Podzespotly do sterowania wektorem ciagu;

Uwaga techniczna:

Do sposobéw sterowania wektorem ciggu wymienionych w pozycji 94106.c. nalezq np.:
1. Dysza regulowana;
2. Dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
3. Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
4. Odchylanie strumienia gazéw wylotowych za pomocq topatek kierowanych (nastawnych) lub systeméw wiryskiwaczy,

albo

5. Uzywanie klapek oporowych.

d. Zespoly do sterowania przeplywem plynnych i zawiesinowych paliw napedowych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie
przeznaczone do nich elementy, skonstruowane lub zmodyfikowane pod katem eksploatacji w $rodowiskach, w ktérych
wystepujg drgania o $redniej warto$ci kwadratowej powyzej 10 g i o czgstotliwosci od 20 Hz do 2000 Hz.

UWAGA: Jedynymi objetymi kontrolg w pozycji 94106.d. serwozaworami i pompami elektrohydraulicznymi sq.
a.  serwozawory o objetosciowym natezeniu przeplywu 24 litréw na minute lub wigkszym przy cisnieniu absolutnym
7 MPa lub wigkszym i czasie reakcji roboczej ponizej 100 ms;
b.  pompy do paliw plynnych o predkosciach obrotowych na wale 8000 lub wigcej obrotéw na minutg lub o
cisnieniu wylotowym réwnym lub wigkszym niz 7 MPa.

Silniki rakietowe na paliwo stale nadajgce si¢ do kompletnych systeméw rakietowych i bezzalogowych pojazdéw latajgcych
o zasiggu co najmniej 300 km, rézne od wymienionych w pozycji 9A007 i posiadajace impuls catkowity 0,841 MNs lub wigkszy.
N.B.: Sprawd? takze pozycj¢ 9A119.

Nastepujgce podzespoly, rézne od wymienionych w pozycji 9A008, nadajace si¢ do "pociskéw rakietowych”, specjalnie
przeznaczone do ukladéw napgdowych do rakiet na paliwo stale:

a. Oslony do silnikéw rakietowych, "wykladziny wewngtrzne” i "izolacja" do nich;

b. Dysze do silnikéw rakietowych;
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9A109

9A110

9A111

9A115

9A116

9A117

9A118

9A119

c. Podzespoly do sterowania wektorem ciggu.
Uwaga techniczna:
Do sposobdw sterowania wektorem ciggu wymienionych w pozycji 94108.c. nalezq np.:
Dysza regulowana;
Dodatkowy wirysk cieczy lub gazu;
Ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
Odchylanie strumienia gazéw wylotowych za pomocq topatek kierowanych (nastawnych) lub systeméw wiryskiwaczy, albo
Uzywanie klapek oporowych.

R W~

Hybrydowe silniki rakietowe, nadajace si¢ do "pociskéw rakietowych", rézne od wymienionych w pozycji 9A009, oraz specjalnie
do nich przeznaczone elementy.
N.B.: Sprawd? takze pozycj¢ 9A119.

Materialy kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, rézne od wymienionych w pozycji 9A010, przeznaczone specjalnie do
kosmicznych pojazdéw noénych wymienionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104,
lub podsysteméw wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105.a., 94106 do 9A108, 9A116 lub 9A119.

N.B.: SprawdZ takze pozycje 1A002.

Pulsacyjne silniki odrzutowe nadajace sig¢ do "pociskéw rakietowych” oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoly.
N.B.: Sprawdz takze pozycje 9A011 i 9A118.

Nastepujace urzadzenia i instalacje startowe, przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdéw
no$nych wymienionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104:

a. Aparatura i urzadzenia do manipulacji, sterowania, uruchamiania lub odpalania;
b. Pojazdy do transportu, manipulacji, sterowania, uruchamiania i odpalania;

Nastepujgce statki kosmiczne zdolne do ladowania na ziemi nadajace si¢ do "pociskdw rakietowych" oraz przeznaczone lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoty:

a. Statki kosmiczne zdolne do ladowania na ziemi;
b. Ostony cieplochronne i elementy do nich wykonane z materiatéw ceramicznych lub ablacyjnych;
¢. Urzadzenia pochlaniajace cieplo i elementy do nich wykonane z lekkich materialéw o wysokiej pojemnosci cieplnej;

d. Urzadzenia elektroniczne specjalnie przeznaczone do statkéw kosmicznych zdolnych do ladowania na ziemi;

Mechanizmy do taczenia stopni, mechanizmy do roztaczania stopni oraz mechanizmy mi¢dzystopniowe, nadajace si¢ do "pociskéw
rakietowych".

Urzadzenia do regulacji spalania w silnikach, nadajace si¢ do "pociskdéw rakietowych" i do silnikéw wymienionych w pozycjach
9A011 lub 9A111.

Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace si¢ do kompletnych systeméw rakietowych i bezzatogowych pojazdéw latajacych
o0 zasiggu co najmniej 300 km, rézne od wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 i 9A109.

9B  Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

9B001

98002

9B003

9B004

Nastepujace specjalnie zaprojektowane urzadzenia, oprzyrzadowanie i osprz¢t do produkcji wirujacych i nieruchomych topatek
turbin lub bandazy do wirnikow:

a. Urzadzenia umozliwiajace kierunkowe krzepnigcie lub wytwarzanie pojedynczych krysztatéw;
b. Rdzenie lub powloki ceramiczne;

Pracujace w trybie bezposrednim (W czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzadowanie (wlacznie z czujnikami) lub
automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie przeznaczone do "rozwoju" silnikéw turbogazowych, ich
zespotéw lub elementdw z zastosowaniem “technologii” objgtych kontrolg wedtug pozycji 9E003.a.

Urzadzenia specjalnie przeznaczone do “produkcji” lub testowania uszczelniedi szezotkowych w turbinach gazowych wirujacych
z predkosciami obrotowymi odpowiadajacymi predkosci liniowej wierzchotka topatki powyzej 335 m/s i przy temperaturach
przekraczajacych 773 K (500°C) oraz specjalnie do nich przeznaczone czgéci lub akcesoria;

Oprzyrzadowanie, matryce lub uchwyty do zgrzewania dyfuzyjnego “nadstopu”, tytanu lub migdzymetalicznych polaczefi profili
topatkowych z tarcza, opisanych w pozycjach 9E003.a.3. lub 9E003.a.6. dla turbin gazowych;
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98005

9B006

9B007

9B008

9B009

9B105

9B106

9B115

9B116

9B117

Pracujace w trybie bezpodrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzadowanie (wlgcznie z czujnikami) lub
automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie przeznaczone do stosowania w jednym z wymienionych
ponizej tuneli lub urzadzen acrodynamicznych:

N.B.: Sprawdz takze pozycje¢ 9B105.

a. Tunele aerodynamiczne do predkosci Ma=1,2 lub wyzszych, z wyjatkiem tuneli przeznaczonych do celéw edukacyjnych
i wyposazonych w przestrzeri pomiarowg (mierzong w kierunku poprzecznym) o wymiarze ponizej 250 mm;
Uwaga techniczna:
‘Wymiar przestrzeni pomiarowej’ w pozycji 9B00S oznacza Srednice okregu lub bok kwadratu, albo najdtuzszy bok prostokqta
W najszerszym miejscu przestrzeni pomiarowej.

b. Urzadzenia symulujagce warunki przeptywu przy predkosciach powyzej Ma=5, wigcznie z impulsowymi tunelami
hiperdZzwigkowymi, tunelami plazmowymi, rurami uderzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami uderzeniowymi na gazy lekkie;

c. Tunele lub urzadzenia aerodynamiczne, rézne od urzadzehn z sekcjami dwuwymiarowymi, umozliwiajgce symulacje
przeplywéw, dla ktérych warto§¢ liczby Reynoldsa wynosi powyzej 25 * 105

Sprzet do badan akustycznych wibracji, w ktérym mozna wytwarzaé ciénienia akustyczne na poziomie 160 dB lub wyzsze
(odpowiadajace 20 mikropaskalom) o mocy wyjéciowej 4 kW lub wigkszej przy temperaturze w komorze pomiarowej powyzej
1273 K (1 000°C) oraz specjalnie do niego przeznaczone grzejniki kwarcowe.

N.B.: Sprawdi takie pozycje 9B106.

Urzadzenia specjalnie przeznaczone do kontroli stanu silnikéw rakietowych metodami nieniszczacymi (NDT), z wylaczeniem
urzadzen do dwuwymiarowych badas rentgenowskich i badan za pomocg podstawowych metod chemicznych lub fizycznych.

Przetworniki specjalnie przeznaczone do bezposrednich pomiaréw tarcia w warstwie przysciennej w badanym przeplywie przy
temperaturach zastoju powyzej 833 K (560 °C).

Oprzyrzadowanie specjalnie przeznaczone do wytwarzania elementéw wirnikéw silnikéw turbinowych z proszkéw metali, zdolnych
do pracy przy poziomie naprezedi stanowigcym 60% jednostkowej wytrzymalosci na rozcigganie (UTS) lub wyzszym
i temperaturach metalu wynoszacych 873 K (600°C) lub wyzszych.

Tunele aerodynamiczne do predkosci Ma= 0,9 lub wyzszych, nadajace sig do "pociskéw rakietowych" oraz ich podzespolow.
N.B.: Sprawd takie pozycje 9B00S5.

Nastepujace komory klimatyczne i komory bezechowe:

a. Komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie nastgpujacych warunkéw lotu:
1. Wibracji o éredniej wartosci kwadratowej (RMS) 10 g lub wyzszej, w zakresie czgstotliwosci od 20 Hz do 2000 Hz
i generujgcych sity o wartosciach 5kN lub wyzszych; oraz
2. Warunkéw na wysokosciach 15 000 m lub wigkszych; lub
3. Temperatury w zakresie co najmniej 223 K (-50°C) do 398 K (+ 125 °C).

b. Komory bezechowe umozliwiajgce symulowanie nastgpujacych warunkéw lotu:
1. Warunkéw akustycznych, w ktérych calkowity poziom ci$nienia akustycznego wynosi 140 dB lub wigcej (co odpowiada
20 mPa) lub o mocy wyjéciowej 4 kW lub wigkszej; oraz
2. Warunkéw na wysokosciach 15 000 m lub wigkszych; lub
3. Temperatury w zakresie co najmniej 223 K (-50°C) do 398 K (+ 125 °C).

Specjaine "urzgdzenia produkcyjne” do systeméw, podsysteméw i podzespoléw wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009,
9A011,9A101,9A105 do 9A109, 9A111, 9A116 do 9A119.

"Instalacje produkcyjne" specjalnie przeznaczone dla kosmicznych pojazdéw nosnych wymienionych w pozycji 9A004 lub
systeméw, podsystemdw i elementéw wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009, SAO11, 9A101, 9A104 do 9A109, 9AT111 lub
9A116 do 9A119.

Stoiska do prdb i stoiska badawcze do rakiet na paliwo stale lub ciekle lub do silnikéw rakietowych, posiadajace jedna
z nastgpujacych cech charakterystycznych:

a. Mozliwoé¢ badania zespoléw o ciggu powyzej 90kN; lub

b. Mozliwo$é réwnoczesnego pomiaru sktadowych ciagu wzdtuz trzech osi.

9C  Materialy

9C110

Maty z widkien, impregnowane Zywicami, i materialy z wibkien powlekanych metalem do tych mat, do produkeji struktur
kompozytowych, laminatéw i wyrobéw wymienionych w poz. 9A110, wytwarzane zaréwno na matrycach organicznych, jak
i metalowych wykorzystujacych wzmocnienia wiéknami lub materialami widkienkowymi, majgce ,,wytrzymato$¢ wlasciwg na
rozcigganie” wigksza niz 7.62x10*m i ,,modut wlasciwy” wigkszy niz 3.18x10° m.

N.B.: Sprawdz takze pozycje 1C010 i 1C210.
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UWAGA: Jedynymi matami z wiékien impregnowanych zywicami, ktérych dotyczy pozycja 9CI110, sq te, w ktérych zastosowano
Zywice o temperaturze zeszklenia (Tg) po utwardzeniu przekraczajgcej 418K (145 °C), jak okreslono w ASTM D4065 lub
Jjego odpowiedniku.

9D  Oprogramowanie

9D001 "Oprogramowanie" specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do "rozwoju” urzadzeri lub "technologii" objgtych kontrola wedtug
pozycji 9A, 9B lub 9E003;

9D002 "Oprogramowanie" specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do "produkcji” urzadzeti objgtych kontrolg wedlug pozycji 9A lub
9B.

9D003  Nastepujace "oprogramowanie" specjalnie opracowane lub modyfikowane do "uzytkowania" catkowicie autonomicznych systeméw
cyfrowego sterowania silnikami (FADEC) w systemach napedowych objetych kontrola wedlug pozycji 9A lub urzadzeniach
objetych kontrolg wedtug pozycji 9B:

a. "Oprogramowanie" dzialajace w cyfrowych ukladach sterowania uktadami napgdowymi, urzadzemiach badawczych w
przestrzeni kosmicznej lub w urzadzeniach do badania silnikéw lotniczych potrzebujacych powietrza do spalania;

b. Odporne na uszkodzenia "oprogramowanie” stosowane w systemach FADEC do uktadéw napgdowych i zwigzanych z nimi
urzgdzen badawczych.

9D004 Nastepujace inne "oprogramowanie':

a. "Oprogramowanie" uwzgledniajgce skladowe sit lepkoéci w dwéch lub trzech wymiarach, przeznaczone do tuneli
aerodynamicznych lub badar w locie, niezbgdne do szczegétowego modelowania przeptywu w silnikach;

b. "Oprogramowanie" do badania turbogazowych silnikéw lotniczych, zespotéw lub elementéw do nich, specjalnie przeznaczone
do zbierania, redukcji i analizy danych w czasie rzeczywistym i zdolne do sterowania ze sprz¢Zeniem zwrotnym, wigcznie
z dynamiczng regulacjg elementéw lub warunkéw badati w czasie trwania testow;

¢. "Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do sterowania ukierunkowanym krzepnigciem lub wytwarzaniem pojedynczych
krysztatéw;

d. "Oprogramowanie" w postaci "kodu Zrédlowego", "kodu wynikowego” lub kodu maszynowego, niezb¢dne do "uzytkowania”
systeméw aktywnej kompensacji do regulacji luzu wierzchotkowego lopatek wirnikowych.
UWAGA: Pozycja 9D004.d. nie obejmuje kontrolg "oprogramowania” wchodzqcego w skiad nieobjetych kontrolg urzqdzen lub
niezbednego do czynnosci technicznych zwiqzanych z wzorcowaniem lub naprawq albo aktualizacjq aktywnie
kompensowanych systemdw regulacji luzu wierzchotkowego topatek.

9D101 "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania” wyrobéw wymienionych w pozycjach 9B105, 9B106, 9B116 lub
9BI17.

9D103 "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych
pojazdéw noénych wymienionych w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104, lub
podsysteméw wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 lub 9A119.
UWAGA: "Oprogramowanie” wymienione w pozycji 9D103 podlega kontroli réwniez w przypadku stosowania go do specjalnego
osprzetu wymienionego w pozycji 44102.

9D104 "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do “uzytkowania” towaréw wyspecyfikowanych w pozycjach
9A001, 9A005, 9A006.d. , 9A006.g. , 9A007.a. , 9A008.d. , 9A009.a. , 9A010.d. , 9A011, SA101, 9A105, 9A106.c. , 9A106.d. ,
9A107,9A108.c. , 9A109,9A111,9A115.a. ,9A116.d. , 9A117 lub, 9A118.

9D105 "Oprogramowanie”, ktére koordynuje funkcje wigeej niz jednego podsystemu, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
“uzytkowania” w pojazdach kosmicznych okre$lonych w pozycji 9A004 lub rakietach meteorologicznych okreslonych w 9A104.

9E  Technologia

UWAGA: "Technologie” do "rozwoju” lub "produkcji” wymienione w pozycji 9E001 do 9E003 dotyczgce silnikéw turbogazowych
podlegajq kontroli, réwniez w przypadku kiedy sq stosowane jako technologie "uzytkowania” do napraw, przebudowy i
remontéw. Kontroli nie podlegajq: dane techniczne, rysunki lub dokumentacja do czynnosci zwiqzanych z obstugq
techniczng bezposrednio dotyczqcq wzorcowania, usuwania lub wymiany uszkodzonych lub niezdatnych do uzytku
elementéw wymiennych, wlgcznie z calymi silnikami lub modutami silnikowymi.

9E001 "Technologic" wedhig Uwagi ogélnej do technologii do "rozwoju" urzadzen lub "oprogramowania" objgtego kontrola wedlug
pozycji 9A001.c., 9A004 do 9A011, 9B lub 9D.
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9E002

9E003

"Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "produkcji" urzadzen wymienionych w pozycjach 9A001.c, 9A004 do
9A011 lub 9B.
UWAGA: Dla potrzeb kontroli technologii napraw konstrukcji, laminatéw lub materiatéw sprawdz pozycje 1E002.f.

Nastepujace inne "technologie™:

a. "Technologie" niezbedne do "rozwoju" lub "produkcji” dowolnego z nastgpujacych elementéw 1 zespoléw do silnikdéw
turbogazowych:

1.

10.

11.

12.

Lopatek wirujacych do turbin gazowych, topatek nieruchomych lub bandazy wytwarzanych technikg ukierunkowanego
krzepnigcia (DS) lub ze stopéw monokrystalicznych (SC) majacych (w kierunku 001 wskaznikéw Millera) czas Zycia do
zerwania przy pelzaniu przekraczajacy 400 godzin przy 1273 K (1000°C) i naprezeniu 200 MPa, oparte na érednich
warto$ciach wladciwoscei fizycznych;

Komér spalania pracujacych w $rednich temperaturach na wylocie z palnikéw powyzej 1813 K (1540°C), albo komér
spalania zaopatrzonych w izolowane termicznie wkladki do spalania, wktadki z niemetali lub niemetaliczne powtoki;

. Elementéw wytwarzanych z nastgpujacych materiatéw:

a. organicznych materialéw "kompozytowych", przeznaczonych do pracy w temperaturach powyzej 588 K (315°C);
b. materialéw "kompozytowych" na "matrycy" metalowej, z materialéw na "matrycy” ceramicznej lub materiatéw ze
wzmocnieniami mi¢dzymetalicznymi, objgtych kontrolg wedtug pozycji 1C007; lub
c. materialéw "kompozytowych" wyspecyfikowanych w pozycji 1C010 1 wytwarzanych z uzyciem zZywic
wyszczegblnionych w 1C008.
Niechlodzonych fopatek turbinowych, topatek kierowniczych, bandazy lub innych elementéw przeznaczonych do pracy
w strumieniu gazu o temperaturach 1 323 K (1 050°C) lub wyzszych;
Chlodzonych lopatek turbinowych, lopatek kierowniczych lub bandazy, innych niz wymienione w pozycjach 9E003.a.1.,
pracujacych w strumieniu gazu o temperaturach 1 643 K (1 370°C) lub wyzszych;
Potlaczeti profili topatkowych z tarczg technikg zgrzewania dyfuzyjnego;
Elementéw silnikéw turbogazowych wytwarzanych technikg "zgrzewania dyfuzyjnego" obj¢ta kontrola wedlug pozycji
2E003.b,;
Wytrzymalych na uszkodzenia wirujgcych elementéw silnikéw turbogazowych, wytwarzanych technika metalurgii
proszkowej objgta kontrola wedtug pozycji 1C002.b.;
“FADEC” przeznaczonych do silnikéw turbogazowych lub silnikéw o kombinowanym cyklu roboczym oraz do ich
odpowiednich elementéw diagnostycznych, czujnikéw i specjalnie skonstruowanych elementéw;
Kanaléw przeplywowych o zmiennej geometrii i odpowiednich uktadéw sterowania do:
a. Turbin do wytwormic gazéw;,
b. Turbin do nap¢du wentylatoréw lub energetycznych;
c. Dysz napgdowych;
UWAGI:
1. Do kanatéw przeplywowych o zmiennej geometrii oraz odpowiednich uldadoéw do sterowania nimi, wymienionych
w pozycji 9E003.a.10., nie zalicza sig wilotowych topatek kierowniczych, wentylatorow o zmiennym skoku,
zmiennych stéjek ani zaworéw upustowych w sprezarkach.
2. Pozycja 9E003.a.10. nie obejmuje kontrolq technologii do "rozwoju” lub "produkcji” kanatéw o zmiennej geometrii
opracowanych do odwracaczy ciqgu.
Uktadéw regulacji wielko$ci luzu wierzchotkowego wedhug "technologii" obudowy z aktywna kompensacja, ograniczonych
do baz danych dotyczacych projektowania i rozwoju;
Drazonych (pustych w $rodku) wentylatorowych topatek o duzej cigeciwie, niepodpartych na czgéci rozpigtosei;

b. "Technologie" niezb¢dne do "rozwoju" lub "produkciji":

1.

2.

Modeli lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposazonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych
z czujnikéw do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

Wykonanych z materialéw "kompozytowych" lopat $migiet lub Smiglowentylatoréw zdolnych do rozwijania mocy 2 000 kW
przy predkoseiach lotu powyzej Mach 0,55;

¢. "Technologie" niezbedne do "rozwoju" lub "produkeji” elementdw silnikéw turbogazowych, w ktérych zastosowano techniki
wiercenia za pomocg "laseréw", dysz wodnych lub technik elektromechanicznch albo elektroiskrowych (ECM/EDM) otwordw
o jednym z ponizszych zespoléw parametréw:

L.

2.

Wszystkie z ponizszych:

a. Glebokosci czterokrotnie wigksze od $rednicy;
b. $rednice mniejsze od 0,76 mm; oraz

c. Katy osi otworu réwne lub mniejsze niz 25°; lub
Wszystkie z ponizszych:

a. Glebokosci pigciokrotnie wigksze od $rednicy;
b. $rednice mniejsze od 0,4 mm; oraz

c. Katy osi otworu powyzej 25°%

Uwaga techniczna;
Na uzytek pozycji 9E003.c. kqt osi otworu mierzy sig od plaszczyzny stycznej do powierzchni profilu w punkcie, w kiérym os
otworu przebija powierzchnig profilu.

d. "Technologie" niezbedne do "Rozwoju" lub “produkcji” ukladéw przenoszenia napgdu w $miglowcach lub ukladéw
przenoszenia napedu w "samolotach” z odchylanymi wirnikami lub skrzydtami; lub
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9E101

9E102

€.

"Technologie" do "rozwoju" lub "produkcji" systeméw napgdowych pojazdéw naziemnych napedzanych wysokopreznymi

silnikami tlokowymi o nastgpujacych parametrach:

1. Objetoéé komory silnikowej 1,2 m® lub mniejsza;

2. Calkowita moc uzyteczna powyzej 750 kW, okreslana wedtug normy 80/1269/EEC, ISO 2534 lub ich krajowych
odpowiednikéw; oraz

3. Gestodé mocy powyzej 700 kW/m® pojemnoscei komory silnikowej;

Uwaga techniczna:
Pojemnosé komory silnikowej w pozycji 9E003.¢.1. oznacza iloczyn trzech prostopadtych do siebie wymiardw mierzonych w
nastgpujgcy sposob:
Dtugosé: Dlugosé watu korbowego od kolnierza przedniego do czota kota zamachowego;
Szerokosé:  Najwigkszy z nastepujgcych wymiardw:
a. Odlegtosé zewnetrzna od pokrywy zaworéw do pokrywy zaworow;
b. Wymiary zewnetrznych krawedzi glowic cylindréw; lub
c. Srednica obudowy kota zamachowego,
Wysokosé:  Najwiekszy z nastepujqcych wymiarow:
a. Odleglosé osi watu korbowego od gornej plaszczyzny pokrywy zaworéw (lub glowicy cylindréw) plus podwéjny
skok; lub
b. Srednica obudowy kota zamachowego.

"Technologie” "niezbedne” do "produkcji" nastgpujacych specjalnych elementéw przeznaczonych do wysokociénieniowych

silnikéw wysokopreznych:

1. "Technologie" "niezbgdne" do "produkcji" instalacji silnikowych wyposazonych we wszystkie nast¢pujace elementy

wykonane z materialéw ceramicznych objgtych kontrolag wedtug pozycji 1C007:

Wktadki do cylindréw;

Ttoki;

Glowice cylindréw; oraz

Jeden albo wigcej innych elementéw (wlacznie ze szczelinami wylotowymi, turbodotadowarkami, prowadnicami

zawordw, zespolami zawordw lub izolowanymi wtryskiwaczami paliwa);

2. "Technologie" "niezbgdne" do “produkcji" ukladéw do turbodoladowania, wyposazonych w sprezarki jednostopniowe,
majace wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:

a. Sprezanie (stopien sprezania) 4:1 lub wyzszy;
b. Wydatek (masowe natg¢zenie przeplywu) w zakresie od 30 do 130 kg na minute; oraz
c. Mozliwoéé zmiany pola przeptywu w zespole sprezarki lub turbiny;

3. "Technologie" "niezb¢dne" do "produkcji" instalacji wtryskowych paliwa ze specjalnymi ukladami wielopaliwowymi
(np. wysokopreznymi lub iskrowymi) w zakresie lepkoséci od paliw do silnikéw wysokopreznych (2,5 ¢St w temperaturze
310,8 K (37,8°C)) do paliw benzynowych (0,5 ¢St w temperaturze 310,8 K (37,8°C)), i posiadajace wszystkie wymienione
ponizej cechy charakterystyczne:

a. Objetoéé wirysku powyzej 230 mm® na wirysk na cylinder; oraz

b. Specjalnie skonstruowane elektroniczne zespoly sterujace, przeznaczone do automatycznego przelaczania, za pomocg
odpowiednich czujnikéw, charakterystyk regulacyjnych w zaleznosci od wiasciwosci paliwa w celu utrzymania tej samej
charakterystyki momentu obrotowego;

"Technologie" "niezbgdne" do "rozwoju" lub "produkcji” wysokocisnieniowych silnikéw wysokopreznych ze smarowaniem

cylindréw za pomocg smaréw statych, z fazy gazowej lub filmu cieczowego (lub metodg kombinowang), umozliwiajagcym prace

silnika do temperatur powyzej 723 K (450°C), mierzonych na $ciance cylindra w gémym polozeniu gbmego pierScienia
tlokowego.

e o

Uwaga techniczna:

Wysokocisnieniowe silniki wysokoprezne: Silniki wysokoprezne (Diesla) o Srednim cisnieniu uzytecznym 1,8 MPa lub wyzZszym
przy predkosciach obrotowych 2300 obrotéw na minutg, pod warunkiem Ze ich predko$¢ nominalna wynosi 2300 obrotéw na
minute lub wigcej.

"Technologie” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do "rozwoju” lub "produkcji” wyrobéw wymienionych w pozycjach 9A101,
9A104 do 9A111 lub 9A115 do 9A119.

"Technologie" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "uZytkowania" kosmicznych pojazdéw nosnych wymienionych w pozycji
9A004 lub wyrobéw wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A011, 9A101, 9A104 do 9A111, 9A115 do SAI119, 9B10S5, 9B106,
9B115,9B116,9B117,9D101 lub 9D103.
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Kazda

Zatacznik nr 2

LISTA IMPORTOWA

okreslajaca importowane towary podwdéjnego zastosowania

z wystepujacych w Liscie kategorii jest podzielona na nastgpujace grupy:

A. Systemy, urzadzenia i cz¢éci

B. Urzadzenia testujace, kontrolne 1 produkcyjne
C. Materialy

D. Oprogramowanie

E. Technologie

W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowane w ‘stowniku’, wspélnym dla Listy eksportowo-tranzytowej i importowe;.

Uwage ogdlng do technologii i Uwagg og6lna do oprogramowania, umieszczone przy Liscie eksportowo-tranzytowej stosuje si¢ odpowiednio
w odniesieniu do importu towardw i technologii wymienionych w LiScie importowej.

KATEGORIA 0 - MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE

0A

0B

0C

0D

(1)

Systemy, urzadzenia i czesci
Zadne
Urzadzenia testujgce, kontrolne i produkeyjne
Zadne
Materialy
Zadne
Oprogramowanie
Zadne
Technologia

Zadne

KATEGORIA 1- MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, "MIKROORGANIZMY" I "TOKSYNY"

1A

1B

1C

1C001

Systemy, urzadzenia i czeSci
Zadne
Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne
Materiaty
Nastgpujace materialy specjalnie opracowane z przeznaczeniem na pochlaniacze fal elektromagnetycznych, albo polimery

przewodzace samoistnie:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 1C101.
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a. Materialy pochlaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 2 x 10® Hz ale ponizej 3 x 10" Hz;
UWAGI:
1. Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrolg:

a. Pochtaniaczy typu wiosowego, wykonanych z wiékien naturalnych albo syntetycznych, w ktérych pochtanianie osigga sie
innym sposobem niz magnetyczny;

b. Pochtaniaczy niewykazujqcych strat magnetycznych oraz takich, ktérych powierzchnia, na ktérq pada promieniowanie, nie
Jest planarna, w tym ostrostupéw, stozkéw, klinéw i powierzchni zwichrowanych;

¢. Pochlaniaczy planarnych posiadajqcych wszystkie ponizsze cechy:
1. Wykonanie z jednego z ponizszych materiatéw:
a. ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych albo nieelastycznych) wzmacnianych weglem, albo
z materiatéw organicznych, wlqcznie z materiatami wigzqcymi, dajgcych wigcej niz 5 % echa w poréwnaniu z
metalami, w pasmie o szerokosci wyzszej o + 15 % od czestotliwosci centralnej padajqcej fali, i nieodpornych
na temperatury przekraczajqce 450 K (177°C); lub
b. z materiatéw ceramicznych dajgcych ponad 20% echa wigcej w pordwnaniu z metalami, w pasmie o szerokosci
wyzszej 0o 15 % od czestotliwosci centralnej padajqcej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczajqce
800 K (527°C);
Uwaga techniczna:
Prébki do badania stopnia pochlaniania materiatéw wymienionych w Uwadze 1.c.1. do pozycji 1C001.a. powinny
by¢ kwadratami o boku réwnym co najmniej 5 dlugosciom fali o czestotliwosci centrainej i umieszczone w polu
dalekim elementu promieniujgcego fale elektromagnetyczne.
2. Wytrzymalo$é na rozcigganie ponizej 7 x 10° N/m’, oraz
3. Wytrzymalo$é na Sciskanie ponizej 14 x 10° N/m?;

d. Pochianiaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, charakteryzujgcego sie:
1. Cigzarem wtasciwym powyzej 4,4; oraz
2. Maksymalng temperaturq roboczq 548 K (275°C);

2. Zadne sformutowanie w pozycji 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materiatéw magnetycznych uzywanych jako pochlaniacze
fal w farbach.

b. Materialy pochlaniajace fale o czestotliwoéciach w zakresic od 1,5 x 10 Hz do 3,7 x 10" Hz i nieprzezroczyste dla
promieniowania widzialnego;

¢. Materialy polimerowe przewodzace samoistnie, o objgto$ciowej przewodnosci elektrycznej powyzej 10 000 S/m (simenséw na
metr) albo opornosci powierzchniowej ponizej 100 oméw/m?, ktérych podstawowym sktadnikiem jest jeden z nastgpujacych
polimeréw:
1. Polianilina;
2. Polipirol;
3. Politiofen;
4. Polifenylenowinylen; lub
5. Politienylenowinylen.

Uwaga techniczna:
Objetosciowq przewodno$é elektryczng oraz oporno$é powierzchniowq nalezy okreslaé zgodnie z normg ASTM D-257 albo jej
odpowiednikami.

Hel-3 ( *He), mieszanki zawierajace hel-3 lub wyroby i urzadzenia zawierajace dowolny z wyzej wymienionych produktéw;

UWAGA: Pozycja 1C232. nie obejmuje kontrolg wyrobow lub urzqdzer zawierajgcych ponizej 1 g helu-3.

Lit wzbogacony w izotop 6 (°Li) do steZenia powyzej naturalnego, produkty albo urzadzenia zawierajace lit wzbogacony jak
nastepuje: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki, mieszanki zawierajace lit, wyroby z wczesniej wymienionych, odpady lub ziom z
dowolnego z wczeéniej wymienionych.

UWAGA: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolg dozymetréw termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:
Wagowy udziat izotopu 6 w licie wystegpujgcym w przyrodzie wynosi 6.5% (atomowy 7,5%,).

Cyrkon z zawarto$cig wagowa hafnu mniejsza niz 1 czg¢§é hafnu na 500 czgsci cyrkonu, w postaci metalu, stopéw zawierajacych
wagowo ponad 50% cyrkonu oraz jego zwiazkéw lub wyrobéw z tych materiatéw oraz odpady i zlom z dowolnego, z wezesniej
wymienionych.

UWAGA: Pozycja 1C234 nie obejmuje kotrolg cyrkonu w postaci folii o grubosci nie wigkszej niz 0,10 mm.

Tryt, zwiazki trytu i mieszanki zawierajace tryt, w ktérych stosunek atoméw trytu do wodoru wynosi 1 czgéé na 1000 oraz wyroby

lub urzadzenia zawierajace te materiaty;

UWAGA: Pozycja 1C235 nie obejmuje kotrolg wyrobéw lub urzqdzen zawierajgcych nie wiecej niz 1,48 x 10° GBq (40 Ci) trytu w
dowolnej postaci.
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1C236

1C237

1C238

1C239

1C350

1C351

1C450

Radionuklidy emitujgce czgstki alfa o okresie polowicznego rozpadu 10 dni lub diuzszym, ale ponizej 200 lat, w nast¢pujacych
postaciach:
a. Pierwiastki;

b. Zwiazki zawierajgce dowolny z radionuklidéw tego typu o catkowitej radioaktywnosci alfa 37 GBq/kg (1 kiur na kilogram)
lub wigkszej;

¢. Mieszanki zawierajace dowolny z radionuklidéw tego typu o catkowite] radioaktywnosci alfa 37 GBq/kg (1 kiur na kilogram)
Tub wigkszej;

d. Wyroby lub urzadzenia zawierajace te materialy;

UWAGA: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontrolg wyrobéw lub urzqdzen zawierajgcych radionuklidy o radioaktywnosci alfa ponizej
3,7 GBq (100 milikiuréw).

Rad-226, zwigzki radu-226, mieszaniny zawierajgce rad-226 oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace dowolny z tych materiatow.
UWAGA: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolg:

a. Aplikatoréw medycznych;

b. Wyrobéw lub urzqdzen zawierajqcych nie wigcej niz 0,37 GBq (10 milikiuréw) radu-226.

Trifluorek chloru (CIFs).

Materialy wybuchowe kruszace, rézne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia, albo substancje lub mieszanki zawierajace
materialy tego typu w iloéci powyzej 2% wagowo, o gestosci krystalicznej powyzej 1,8 gm na em® i majace predkosé detonacii
powyzej 8000 m/s.

Nastepujace substancje chemiczne, ktére mozna stosowal jako prekursory do wyrobu toksycznych zwigzkéw chemicznych i
mieszaniny chemiczne zawierajace jedng lub wigcej tych substancji:

N.B.: Sprawdz takze Liste uzbrojenia i pozycj¢ 1 C450.

(Cyfry w nawiasach oznaczajg numery CAS)

1 Tiodiglikol (sulfid di(2-hydroksyetylowy)) (111- 48-8)
2 Tlenochlorek fosforu (10025-87-3)
4, Sprawdz Wykaz uzbrojenia dla Difluerek metylofosfonowy (676-99-3)
6. Fosfonian dimetylu (868-85-9)
7 Trichlorek fosforu (7719-12-2)
8 Fosforyn trimetylu (121-45-9)
9. Chlorek tionylu (7719-09-7)
13.  3-chinuklidynol (1619-34-7)
19. Fosfonian dietylu (762-04-9)
23. SprawdZ Wykaz uzbrojenia dla Difluorek etylofosfonowy (753-98-0)
28. Alkoho! pinakolinowy (3,3 -dimetylo-2-butanol) (464-07-3)
29. Sprawdz Wykaz uzbrojenia dla O-etylometylofosfinin 2-diizopropyloaminoetylu (57856-11-8)
30. Fosforyn trietylu (122-52-1)
31. Trichlorek arsenu (7784-34-1)
32. Kwas benzilowy (76-93-7)
38.  Pentachlorek fosforu (10026-13-8)
46. Trietanoloamina (102-71-6)
51. Dichlorek disiarki (10025-67-9)
52. Dichlorek siarki (10545-99-0)

Substancje wywolujace choroby u ludzi, choroby przenoszone przez zwierzgta i "toksyny":

d. Nastgpujgce "toksyny" i ich “podjednostki toksyn™
4. Rycyna (9009-86-3) (toksyczne biatko pochodzenia roélinnego) (Ricin)
5. Saksytoksyna (35523-89-8) (Saxitoxin)

Nastgpujace toksyczne zwiazki chemiczne 1 prekursory toksycznych zwigzkéw chemicznych oraz ,mieszaniny
chemiczne” zawierajgce jedna lub wigcej z wymienionych nizej substancji:
N.B.: Sprawdi takze pozycje 1C350, 1C351.d. i List¢ uzbrojenia.

a. Nastgpujace toksyczne zwigzki chemiczne:
1. Amiton: fosforotiolan O,0-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylu] i odpowiednie alkilowane lub protonowane sole (78-53-5)
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)prop-1-en (382-21-8)
3. Sprawdz List¢ uzbrojenia dla BZ: Benzilan chinuklidyn-3-ylu (6581-06-2)
4. Fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5)
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5.
6.
7.

Chlorocyjan  (506-77-4)
Cyjanowodér  (74-90-8)
Chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2)

b. Nastepujace prekursory toksycznych zwigzkoéw chemicznych:
1. Zwiazki chemiczne, rézne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia lub w pozycji 1C350, posiadajace atom fosforu, z

ktérym zwigzana jest jedna grupa metylowa, etylowa, propylowa lub izopropylowa, lecz nie grupa liczaca wigcej atoméw
wegla,
UWAGA: Pozycja 1C450.b.1. nie obejmuje kontrolg Fonofosu. etylofosfonotionotionianu O-etylo-S-fenylu (944-22-9),
Dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe,
N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidany dialkilu (metylu, etylu, propylu lub izopropylu) rézne
od N,N-dimetylofosforoamidanu dietylu wymienionego w pozycji 1C350,
Chlorki 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) amino]etylu i odpowiednie protonowane sole, inne niz
chlorek N,N-diizopropylo-(B)-aminoetylowy lub chlorek chlorowodorku N,N-diizopropylo-(f8)-aminoetylowego, ktore
zostaly wymienione w 1C350,
2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) amino]etanole i odpowiednie protonowane sole rézne od
2-(N,N-diizopropyloamino) etanolu (96-80-0) i dietyloaminoetanolu (100-37-8), wymienionych w pozycji 1C350,
UWAGA: Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolg:

a. N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;

b. N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8) i odpowiednich protonowanych soli,
2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) amino]etanotiole i odpowiednie protonowane sole, inne niz
N,N-diizopropylo-(B)-aminoetylotiol, wymieniony w pozycji 1C350,
Etylodietanoloamina: bis(2-hydroksyetylo)etyloamina (139-87-7),
Metylodietanoloamina: bis(2-hydroksyetylo)metyloamina (105-59-9);

1D  Oprogramowanie

1E

Zadne

Technologie

Zadne

KATEGORIA 2 - PRZETWORSTWO MATERIALOW

2A

2B

2B225

2C

2D

2E

Systemy, urzadzenia i czesci

Zadne

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkeyjne

Zdalnie sterowane manipulatory, ktére moga byé stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego
oraz do wykonywania prac w komorach goracych majace wszystkie niZej wymienione cechy:

a. Posiadajace mozliwo$¢ wykonywania operacji przez $ciang oslonowg komory gorgcej o grubosei 0,6 m lub wigeej (dla operacji
wykonywanych przez $ciang); lub

b. Posiadajace mozliwosé wykonywania operacji ponad gérng kraw¢dzig Sciany ostonowej komory goracej (tzw. mostkowania)
o grubosci 0,6 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych ponad $ciang).

Uwaga techniczna:
Zdalnie sterowane manipulatory przeksztatcajq dziatanie czlowieka na ramie robocze i uchwyt koricowy. Mogq one mieé sterowanie

mechaniczne oraz przez joystick lub klawiature.

Materialy

Zadne

Oprogramowanie

Zadne

Technologia

Zadne
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KATEGORIA 3 - ELEKTRONIKA

3A

3B

3C

3D

3E

Systemy, urzadzenia i cze$ci
Zadne
Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne
Materialy
Zadne
Oprogramowanie
Zadne

Technologie

Zadne

KATEGORIA 4 - KOMPUTERY

4A

4B

4C

4D

4E

KATEGORIA 5 - TELEKOMUNIKACJA I "OCHRONA INFORMACJI"

Systemy, urzadzenia i czesci
Zadne

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Zadne
Materialy

Zadne
Oprogramowanie

Zadne
Technologie

Zadne

Cze$é 1 - TELEKOMUNIKACJA

5A1

5B1

5C1

5D1

5E1

Systemy, urzadzenia i cze$ci

Zadne

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Zadne
Materialy
Zadne
Oprogramowanie
Zadne
Technologie

Zadne
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CZESC 2
"OCHRONA INFORMACJI"
UWAGA 1: W niniejszej kategorii okreslono status kontroli urzqdzer, "oprogramowania”, systeméw, "podzespoléw elektronicznych”
dedykowanych dla okreslonych zastosowar, modutéw, uktadéw scalonych, elementéw, technologii lub funkcji opisanych
w Kategorii 5, czg$¢ 2, nawet jesli stanowiq one elementy lub "podzespoly elektroniczne” wchodzgce w skiad innych urzqdzen. -
UWAGA 2: Kategoria 5, cze$é 2 nie obejmuje kontrolg wyrobéw, ktére towarzyszq uzytkownikowi do jego osobistego uzytku.
UWAGA 3: Uwaga dotyczqea wyrobéw kryptograficznych
Pozycje 5A002 i 5D002 nie obejmuja kontrolg towardw, ktére spetniaja wszystkie wymienione ponizej warunki:
a. S3 ogdlnie dostepne dla klientéw poprzez ich sprzedaz bez ograniczen z magazynéw punktéw sprzedazy detalicznej
w jakikolwiek z wymienionych nizej sposobdw:
1. Bezposrednich transakcji "przez lade";
2. Transakcji na podstawie zaméwien pocztq elektroniczng;
3. Transakcji elektronicznych; lub
4. Transakcji przez telefon.
b. Ich funkcjonalnoéé kryptograficzna nie moze byé tatwo zmieniona przez uzytkownika;
c. 8q przeznaczone do zainstalowania przez uzytkownika bez dalszej, znaczqcej pomocy ze strony dostawcy; i
d W przypadku zaistnienia koniecznosci, szczegdly techniczne tych towaréw sq dostgpne i zostanq dostarczone, na Zgdanie
kompetentnych wiadz paristwa czlonkowskiego, w kidrym eksporter jest zarejestrowany, w celu upewnienia sig co do zgodnosci
z warunkami okreslonymi punktach od a. do c. wyzej.
Uwaga techniczna:
W ramach Kategorii 5, czesé 2, bity parzystosci nie sq wliczane do dlugosci klucza.
5A2 Systemy, urzadzenia i komponenty:
SA002 a. Nastepujace systemy, urzadzenia, "podzespoly elektroniczne" dedykowane dla okreSlonych zastosowan, moduly i uklady

scalone zwigzane z "ochrona informacji” oraz inne specjalnie do nich zaprojektowane komponenty:

N.B. Do sterowania urzagdzeniami systeméw globalnej nawigacji satelitarnej zawierajacych lub wykorzystujacych funkcje
szyfrowania/odszyfrowywania sygnatéw (np. GPS lub GLONASS) sprawdz takze pozycjg 7A005.
1. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zastosowania mechanizméw kryptograficznych z wykorzystaniem technik
cyfrowych realizujacych jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niz uwierzytelnienie lub podpis cyfrowy, w ktérych
stosuje si¢ jakikolwiek z ponizszych elementéw:

Uwagi techniczne:
1. Funkcje uwierzytelnienia i cyfrowego podpisu obejmujq zwigzane z nimi funkcje zarzqdzania kluczami.

2. Uwierzytelnienie obejmuje wszystkie aspekty kontroli dostepu, gdzie nie wystgpuje szyfrowanie plikéw lub fragmentéw
tekstow, z wyjqtkiem tych bezpoSrednio zwiqzanych z ochrong hasel, Numeréw Personalnej Identyfikacji (PIN) Ilub
podobnych danych stosowanych do ochrony przed nieuprawnionym dostgpem.

3. Mechanizmy kryptograficzne nie obejmujq technik kompresji lub kodowania danych.

UWAGA: Pozycja 54002.a.1. obejmuje kontrolq urzqdzenia przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zastosowania
mechanizméw kryptograficznych do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik analogowych, gdy
stosowane sq wraz z technikami cyfrowymi.

a. "Algorytm symetryczny" wykorzystujacy dtugo$é klucza przekraczajaca 56 bitéw; lub
b. "Algorytm asymetryczny", w ktérym bezpieczefistwo stosowania algorytmu bazuje na jednej z nastgpujacych wlasciwoscei:
1. Faktoryzacii liczb catkowitych powyzej 512 bitéw (np. RSA);
2. Wyliczaniu dyskretnych logarytméw w multiplikatywnej grupie pola o skoriczonej wielkosci wigkszej niz 512 bitéw
(np. Diffie-Helman z Z/pZ); lub
3. Dyskretnych logarytmach w grupie innej niz wspomniana w 5A002.a.1.b.2. wigkszej niZ 112 bitéw (np. Diffie-Helman
na krzywej eliptycznej).
2. Przeznaczone albo zmodyfikowane dla realizacji funkcji kryptoanalitycznych;

3. Niewykorzystany;

4. Przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do zapewnienia ochrony elektromagnetycznej informacjom
w systemach lub sieciach teleinformatycznych, tzn. redukcji elektromagnetycznej emisji ujawniajgcej lub ograniczenia
skutkéw impulséw elektromagnetycznych o duzej mocy, z wyjatkiem wyrobéw stosowanych ze wzgledéw zdrowotnych,
bezpieczeristwa pracy i ochrony przed zakléceniami elektromagnetycznymi;
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5. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania kodu rozpraszajacego
dla "widma rozproszonego" lacznie z kodem rozrzucajacym dla systeméw z "rozrzucaniem czgstotliwosei” (,,frequency

hopping™);

6. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania kodéw
wykorzystywanych do kanalizowania lub skramblingu informacji w systemach ,,czasowo-modulowanych ultra-
szerokopasmowych” (,time-modulated ultra-wideband”);

7. Przeznaczone albo zmodyfikowane w celu spelnienia wymagan stawianych w procesie certyfikacji na poziom uzasadnienia
zaufania wyzszy niz EAL4 wedlug Kryteriéw oceny zabezpieczer: informatycznych ISO/IEC 15408 lub réwnowaznych;

8. Systemy kabli telekomunikacyjnych przeznaczone lub zmodyfikowane za pomoca elementéw mechanicznych, elektrycznych
lub elektronicznych w celu wykrywania wlamar do sieci teleinformatycznych.

UWAGA: Pozycja 54002 nie obejmuje kontrolg:

a. "Personalizowanych kart elektronicznych”, gdy wykorzystanie funkcji kryptograficznych ograniczone jest do urzqdzert
lub systeméw wylqczonych z kontroli na podstawie punktéw b. do f niniejszej Uwagi. Jezeli "Personalizowane karty
elektroniczne " sq kartami wieloaplikacyjnymi, status kontroli kazdej aplikacji oceniany jest indywidualnie;

b. Urzqdzeri odbiorczych dla stacji radiowych, platnej telewizji Ilub podobnych systeméw telewizyjnych typu
konsumenckiego o ograniczonym zasiegu, niepodlegajqcych cyfrowemu szyfrowaniu, oraz w ktérych cyfrowe
szyfrowanie jest wykorzystywane tylko do wysytania rachunkéw lub informacji zwiqzanych z programem wysytanych
zwrotnie do dostawcow ustug;

c¢. Urzqdzer, w ktdrych funkcje kryptograficzne nie sq dostgpne dla uzytkownika, i ktére sq specjalnie zaprojektowane,
a funkcjonalno$é ograniczona do nastepujgcych mozliwosci:

L Wykonywania programéw zabezpieczonych przed kopiowaniem,
2. Realizowania dostgpu do:
a. Zabezpieczonych przed kopiowaniem danych przechowywanych na niezapisywalnym nosniku;
b. Informacji przechowywanych na nosniku w formie zaszyfrowanej (np. w zwiqzku z ochronq praw wilasnosci
intelektualnej), gdy nosnik oferowany jest do sprzedazy publicznej w identycznych zestawach, lub
¢. Danych audio/video chronionych prawem autorskim z mozliwosciq dokonania jednokrotnego kopiowania.

d. Urzqdzer kryptograficznych specjalnie zaprojektowanych i ograniczonych do zastosowan bankowych lub transakcji

pienigznych;
Uwaga techniczna:
,» Transakcje pienigzne” w ramach Uwagi w 54002.d obejmujq zbieranie i ustalanie optat lub funkcji kredytowych.

e. Przewoznych lub przenosnych radiotelefonéw do zastosowan cywilnych (np. do zastosowania w cywilnych systemach
radiokomunikacji komdrkowej), w ktérych nie ma mozliwosci szyfrowania przez abonentéw koricowych (szyfrowanie
typu ,,end-to-end’’);

[ Urzqdzen telefonii bezprzewodowej niezdolnych do szyfrowania typu , end-to-end”, w ktdérych, zgodnie z danymi
producenta, maksymalny skuteczny zasigg dziatania bezprzewodowego bez dodatkowego wzmocnienia (1j. pojedyncza,
bez posrednictwa przekaznika, odlegtos¢ miedzy terminalem a domowq stacjq bazowq) wynosi mniej niz 400 m.

5B2 Urzadzenia testujace, kontrolne i produkeyjne

5B002 a. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do:
1. "Rozwoju" urzadzer lub funkcji objgtych kontrolag w ramach Kategorii 5 — czg¢$¢ 2, w tym urzadzeri pomiarowych lub
stuzgcych do prowadzenia testéw;
2. "Produkcji" urzadzen lub funkcji objetych kontrola w ramach Kategorii 5 — czg$¢ 2, w tym urzadzen pomiarowych stuzacych
do prowadzenia testéw, napraw lub urzadzen stuzacych do ich produkc;ji;

b. Urzadzenia pomiarowe specjalnie przeznaczone do oceny i analizy funkcji dotyczacych "ochrony informacji” objetych kontrola
wedlug pozycji 5A002 lub 5D002.

5C2 Materialy
Zadne
5D2 Oprogramowanie
5D002 a. "Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do '"rozwoju", "produkcji" lub

"uzytkowania" urzadzen lub "oprogramowania" obj¢tego kontrola w ramach Kategorii 5 — czgéé 2;

b. "Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane w celu wspierania "technologii" objgtych kontrola wedlug
pozycji SE002;
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¢. Nastgpujace "oprogramowanie” specjalne:
1. "Oprogramowanie" majace wlasciwosci albo realizujace lub symulujace funkcje urzadzen objgtych kontrolg wedlug pozycji
5A002 lub 5B002;
2. "Oprogramowanie" stuzgce do prowadzenia procesu certyfikacji "oprogramowania” obj¢tego kontrola wedlug pozycji
5D002.c.1.;

UWAGA: Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrolg: .
a. "Oprogramowania” "niezbgdnego” do "uzytkowania" urzqdzeri nieobjetych kontrolg na mocy Uwagi do pozycji

54002;
b. "Oprogramowania"” umozliwiajqcego realizacje dowolnej funkcji urzqdzer wylqczonych z kontroli na mocy Uwagi do
pozycji 54002.
SE2 Technologia
5E002 Technologie wedtug Uwagi ogdlnej do technologii, przeznaczone do "rozwoju", "produkcji” lub "uzytkowania” urzadzen lub

"oprogramowania"” w ramach Kategorii 5 — czg$¢ 2.

KATEGORIA 6 — CZUJNIKI I LASERY
6A  Systemy, urzadzenia i czeSci
Zadne
6B  Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne
6C  Materialy
Zadne
6D  Oprogramowanie
Zadne
6E  Technologia

Zadne

KATEGORIA 7 - NAWIGACJA I AWIONIKA
7A  Systemy, urzadzenia i cz¢Sci
Zadne
7B Urzadzenia testujace, }(ontrolne i produkeyjne
Zadne
7C  Materialy
Zadne
7D  Oprogramowanie
Zadne
7E  Technologie

Zadne
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KATEGORIA 8 - URZADZENIA OKRETOWE

8A

8B

8C

8D

S8E

KATEGORIA 9 - UKEADY NAPEDOWE, POJAZDY KOSMICZNE I ICH WYPOSAZENIE

9A

9B

9C

9D

9E

Systemy, urzadzenia i czeSci
Zadne
Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne
Materiaty
Zadne
Oprogramowanie
Zadne
Technologie

Zadne

Systemy, urzadzenia i czesci
Zadne
Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne
Materialy
Zadne
Oprogramowanie
Zadne
Technologia

Zadne
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Zatacznik nr 3

LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA

okreslajaca uzbrojenie eksportowane i obj¢te procedurg tranzytu

Uwaga ogdélna do technologii

Eksport technologii, kt6ra jest niezbgdna do rozwoju, produkcji lub uzytkowania towardw objetych kontrola na podstawie niniejszej Listy,
podlega kontroli stosownie do postanowiefi dotyczacych odpowiednich haset na tej Liscie. Technologia ta pozostaje pod takg sama kontrolg
nawet wtedy, gdy moze byé stosowana do towaréw taka kontrolg nieobjetych.

Kontrola eksportu nie obejmuje si¢ minimalnej technologii wymaganej do instalacji, dziatania, utrzymania (sprawdzania) i naprawy towaréw
nieobjetych kontrola lub takich, ktére uzyskaty odrgbnie zgodg na eksport.

Kontrola nie ma zastosowania do technologii bedacej wlasno$cia publiczna, do podstawowych badart naukowych oraz do minimum informacji
koniecznych przy wnioskach (zgloszeniach) patentowych.

ML 1. Nastepujace uzbrojenie i broi automatyczna kaliber 12,7 mm (kaliber 0,50 cala) lub mniejszy i wyposazenie oraz specjalnie
zaprojektowane do nich zespoly:

1.1.  Strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe:

Uwaga: Podpunkt 1.1. nie obejmuje nastgpujgcego uzbrojenia:
1. Muszkietéw, strzelb i karabinéw wyprodukowanych przed rokiem 1938;
2. Reprodukcji muszkietéw, strzelb i karabinéw, ktérych oryginaly zostaly wyprodukowane przed rokiem 1890;
3. Rewolwerdw, pistoletéw i karabinéw maszynowych, wyprodukowanych przed rokiem 1890, i ich reprodukcji;

1.2. Bron gladkolufowa specjalnie zaprojektowana dla celéw wojskowych;
1.3. Bron na amunicj¢ bezluskowa;

1.4. Tiumiki, specjalne montaze karabinowe, uchwyty, celowniki do broni itlumiki ognia dla uzbrojenia przewidzianego
podpunktami 1.1,1.211.3.

Uwaga techniczna:

Broti gtadkolufowa, specjalnie zaprojektowana dla celéw wojskowych zgodnie z okresleniem w podpunkcie 1.2., to bro#, ktéra:

a. Zostata przetestowana pod cisnieniem przekraczajgcym 1300 baréw;

b. Dziata w sposéb normalny i bezpieczny pod cisnieniem przekraczajgcym 1000 baréw,

¢. Nadaje si¢ réwniez do amunicji o diugosci przekraczajqcej 76,2 mm (np. komercyjne naboje do kalibru 12 broni typu
magnum,).

Parametry podane w danych technicznych majq by¢ mierzone zgodnie z normami Commission Internationale Permanente.

Uwaga 1:  Pozycja I nie obejmuje kontrolq broni gladkolufowej, stosowanej do polowart lub do celéw sportowych. Brott tego
typu nie moze byé specjalnie zaprojektowana dla celéw wojskowych lub nie moze by¢ catkowicie automatycznego
dziatania (strzelanie seriami).

Uwaga 2: Pozycja | nie obejmuje kontrolg broni palnej specjalnie zaprojektowanej do Slepej amunicji, nienadajqcej sig do
strzelania jakqkolwiek amunicjq podlegajqcq kontroli.

Uwaga 3: Pozycja I nie obejmuje kontrolgq uzbrojenia wykorzystujqcego amunicje z bocznym zapionem i ktore nie jest bronig
0 w petni automatycznym dziataniu (strzelanie seriami).
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ML 2. Uzbrojenie lub bron o kalibrze wigkszym od 12,7 mm (kaliber 0,50 cala), miotacze i wyposaZenie zgodnie z przedstawionym
ponizZej wykazem oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespoty:

2.1. Bron lekka, haubice, armaty, moZdzierze, brofi przeciwczolgowa, wyrzutnie pociskéw, wojskowe miotacze ognia, dziala
bezodrzutowe oraz urzadzenia redukujace odrzut do wyzej wymienionych.

Uwaga: Podpunkt 2.1. obejmuje wiryskiwacze, urzqdzenia odmierzajqce, zbiorniki zasobnikowe i inne specjalnie
zaprojektowane wyposazenie stosowane do plynnych tadunkéw miotajgcych dla sprzetu objetego podpunktem 2.1.

2.2. Wojskowe wyrzutnie lub generatory dymu, gazu i materialéw pirotechnicznych.
Uwaga: Podpunkt 2.2. nie dotyczy pistoletéw sygnatowych.

2.3. Celowniki do broni.

ML 3. Amunicja i specjalnie zaprojektowane jej elementy przewidziane dla uzbrojenia uj¢tego w pozycjach: 1, 2 lub 12.
Uwaga 1: Specjalnie zaprojektowane elementy obejmujq:

a. Wyroby z metali lub tworzyw sztucznych, takie jak kowadetka splonek, ptaszcze pociskéw, ogniwa tasmy, opaski obrotowe
i inne czesci metalowe;

b.  Urzqdzenia zabezpieczajqce i uzbrajajgce, zapaliniki, czujniki i urzqdzenia inicjujqce;
c. Zrédta energii o wysokiej jednorazowej mocy wyjsciowej;
d.  Euski spalajgce sig do naboi;
e. Bomby kasetowe lub zasobnikowe, tqcznie z bombami i minami oraz pociskami kierowanymi w koricowej fazie lotu.
Uwaga 2: Pozycja 3 nie obejmuje kontrolg amunicji ze zgwiazdkowang tuskq bez pocisku (amunicji $lepej) i amunicji szkolnej
z przewierconq tuskq.
ML 4. Bomby, torpedy, rakiety, pociski i zwigzane z tym wyposazZenie i akcesoria, zgodnie z przedstawionym ponizej wykazem,
specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych, oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy:

4.1. Bomby, torpedy, granaty, naboje dymne, rakiety, miny, pociski, bomby gl¢binowe; tadunki, urzadzenia i zestawy burzace;
,pirotechnika wojskowa”, naboje i symulatory (tzn. sprzet symulujacy cechy dowolnych ww. elementéw);

Uwaga:  Podpunkt 4.1. obejmuje:
1. Granaty dymne, bomby oswietlajgce, bomby zapalajgce oraz urzqdzenia wybuchowe;
2. Dysze pociskéw rakietowych oraz pojazdy powracajqce do atmosfery ziemskiej (wlgcznie z glowicami).
4.2. Sprzet specjalnie zaprojektowany do obshugi, sterowania, aktywacji, napgdu o jednorazowym dzialaniu, wystrzeliwania,
kladzenia, tralowania, roztadowywania, pozorowania, zagluszania, detonowania lub wykrywania sprz¢tu i wyszczegdlnionego
w podpunkcie 4.1.
Uwaga: Podpunkt 4.2. obejmuje:
1. Ruchomy sprzet do skraplania gazu o wydajnosci réwnej lub wigkszej niz 1000 kg dziennie gazu plynnego;

.

2. Plywajqcy przewdd elektryczny nadajqcy sie do tratowania min magnetycznych.

ML 5. Sprzet kierowania ogniem, odpowiedni sprzet ostrzegawczy i alarmujacy oraz odpowiednie systemy i sprz¢t przeciwdzialania
zgodnie z przedstawionym poniZzej wykazem, specjalnie zaprojektowamy dla celéw wojskowych, oraz specjalnie
zaprojektowane jego komponenty lub wyposazZenie:

5.1. Celowniki, komputery uzywane w uktadach bombardujacych, sprzet do kierowania ogniem i systemy sterowania uzbrojeniem;

5.2. Systemy namierzania, oznaczania celu, pomiaru odleglosci, obserwacji i $ledzenia celu; sprz¢t do wykrywania, taczenia danych,
rozpoznania lub identyfikacji; urzadzenia zespolone do analizy sensorycznej;

5.3. Sprzet przeciwdzialajacy sprzgtowi wymienionemu w podpunktach 5.1.15.2.
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ML 6. Pojazdy naziemne i ich elementy specjalnie zaprojektowane i zmodyfikowane dla celéw wojskowych.

ML 7.

Uwaga techniczna:
Dla celéw pozycji 6. termin pojazdy naziemne obejmuje przyczepy.
Uwaga 1: Pozycja 6. obejmuje:

a. Czolgi i inne wojskowe pojazdy uzbrojone oraz pojazdy wojskowe wyposazone w uchwyty na bron lub sprzet do kladzenia
min lub wystrzeliwania amunicji wymienionej w ramach punktu 4.;

b.  Pojazdy opancerzone;
¢.  Pojazdy ptywajqgce lub posiadajqce zdolnosé pokonywania glebokich przeszkéd wodnych;

d. Pojazdy ratownicze oraz pojazdy stuzqce do holowania lub przewozu amunicji lub systeméw uzbrojenia oraz
odpowiedniego sprzetu do manipulowania tadunkami.

Uwaga 2: Modyfikacja pojazdu ziemnego dla celéw wojskowych obejmuje zmiany konstrukcyjne, elektryczne lub mechaniczne,
obejmujqce jeden lub wigcej specjalnie zaprojektowanych elementéw wojskowych. Elementy takie obejmujq:

a. Pneumatyczne opony specjalnie zaprojektowane dla zapewnienia kuloodpornosci lub mozliwosci jazdy pomimo braku
powietrza;

b. Systemy kontroli cisnienia powietrza w oponach, sterowane z wnetrza pojazdu znajdujqcego si¢ w ruchu;
¢. Opancerzone ostony kluczowych elementow, jak np. zbiornikow paliwa, kabiny pojazdu;
d. Specjalne wzmocnienia dla uchwytéw na bron.

Uwaga 3: Pozycja 6. nie dotyczy samochodéw cywilnych lub cigzaréwek przeznaczonych do przewozu pieniedzy i kosztownosci,
wyposazonych w ostony pancerne.

Srodki toksykologiczne, ,,gazy lzawiace”, odpowiedni sprzet, skladniki, materiaty i technologia zgodnie z ponizszym wykazem:
Zym wy.

Uwaga: Numery CAS zostaly podane przykladowo. Nie obejmujq one wszystkich Srodkéw chemicznych czy mieszanin
wymienionych w pozycji 7.

7.1. Srodki biologiczne i materialy radioaktywne, przystosowane do stosowania w warunkach wojennych w celu powodowania ofiar w
ludziach i zwierzetach, niszczenia sprzg¢tu lub niszczenia plonéw lub $rodowiska naturalnego oraz bojowe $rodki toksyczne
(BST);

7.2. Prekursory dwusktadnikowe BST i prekursory kluczowe zgodnie z ponizszym wykazem:

7.2.1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfonowe, takie jak: DF: difluorek metylofosfonowy
(CAS 676-99-3);

7.2.2. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo (H lub réwne lub nizsze od C;o, wlacznie
z cykloalkilem) O-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo)aminoletylu i odpowiadajace im alkilowane lub
protonowane sole, takie jak: QL: metylofosfinian O-etylo-O-(2-diizopropyloamino) etylu (CAS 57856-11-8);

7.2.3. Chlorosarin: metylochlorofosfonian izopropylu (CAS 1445-76-7);

7.2.4. Chlorosoman: metylochlorofosfonian 2,2-dime-tylobutan-3-ylu (CAS 7040-57-5);

7.3. Gazy lzawiace oraz $rodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania tlumu w czasie rozruchéw, wlacznie z takimi, jak:

7.3.1. Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-79-8);

7.3.2. O-chlorobenzylidenomalanodinitryl (O-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);
7.3.3. Chlorek fenylacylu (@-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

7.3.4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

7.4. Sprzet specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do rozprzestrzeniania materiatléw lub $rodkéw wymienionych
w podpunkcie 7.1. 1 specjalnie zaprojektowane komponenty do niego;

7.5. Specjainie zaprojektowany sprzgt do ochrony przed materiatami objgtymi punktem 7.1. i specjalnie zaprojektowane komponenty
do niego;

Uwaga:  Podpunkt 7.5. obejmuje odziez ochronng.
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7.6. Sprzet specialnie zaprojektowany do wykrywania i identyfikacji materiatéw wymienionych w podpunkcie 7.1. i specjalnie
zaprojektowane komponenty do niego;

Uwaga:  Podpunkt 7.6. nie obejmuje dozymetréw osobistych stuzqcych do pomiaréw pochlonigtej dawki promieniowania.

7.7. Biopolimery specjalnie zaprojektowane lub przetworzone w celu wykrywania lub identyfikacji BST wymienionych w podpunkcie
7.1. oraz kultur specjalnych komérek wykorzystywanych do ich produkc;ji;

7.8. Biokatalizatory do dekontaminacji lub degradacji BST i ich systeméw biologicznych zgodnie z przedstawionym ponizej
wykazem:

7.8.1. Biokatalizatory specjalnie zaprojektowane dla dekontaminacji lub degradacji BST wymienionych w podpunkcie 7.1.,
pochodzacych z ukierunkowane;j selekcji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systeméw biologicznych;

7.8.2. Systemy biologiczne wedlug nastepujgcego wykazu: ,,wektory ekspresji”, wirusy lub kultury komérkowe zawierajgce
informacje¢ genetyczng typowa dla produkcji ,,biokatalizatoréw” wymienionych w podpunkcie 7.8.1.;

7.9. Technologia zgodnie z nastgpujaca definicja:

7.9.1. ,Technologia” dla ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” $rodkéw toksykologicznych, odpowiedni sprzet lub
komponenty wymienione w podpunktach od 7.1. do 7.6.;

7.9.2. ,Technologia” dla ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” ,biopolimeréw” lub kultur specjalnych komérek
wymienionych w podpunkcie 7.7.;

7.9.3. ,Technologia” dotyczaca wylgcznie wprowadzenia ,biokatalizatoréw” wymienionych w podpunkcie 7.8.1. do
wojskowych substancji no$nych lub materiatu wojskowego.

Uwaga 1: Podpunkt 7.1. obejmuje nastgpujqce pozycje:
a. Bojowe Srodki paralizujgce:

1. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fluorofosfoniany alkilu (réwne lub mniej od C;, wiqgcznie
z cykloalkilem), takie jak np.:
Sarin (GB): metylofluorofosfonian izopropylu (CAS 107-44-8); oraz
Soman (GD): metylofluorofosfonian 2,2-dimetylobutan-3-ylu (CAS 96-64-0);

2. [N,N-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)amido]cyjanofosforany O-alkilu (réwne lub mniej niz Cyy,
wiqcznie z cykloalkilem), takie jak np.:
Tabun(GA): (N,N-dimetyloamido)cyjano-fosforan O-etylu (CAS 77-81-6);

3. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) tiofosfoniany O-alkilo (H lub taricuch wegla od Cy do Cp wiqcznie
z cykloalkilem)-S-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) aminojetylu) i odpowiadajgce im alkilowane
lub protonowane sole, takie jak np.:

VX: metylotiofosfonian O-etylo-S-(2-diizopropyloamino)etylu (CAS 50782-69-9);

b.  Bojowe Srodki parzqce:

1. Iperyty siarkowe, takie jak:
Sulfid 2-chloroetylowo-chlorometylowy
(CAS 2625-76-5);
Iperyt siarkowy: sulfid bis(2-chloroetylowy)
(CAS 505-60-2);
Bis(2-chloroetylotio)metan
(CAS 63869-13-6);
Seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloroetylotio)etan
(CAS 3563-36-8),
1,3-bis(2-chloroetylotio)propan
(CAS 63905-10-2);
1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan;
1,5-bis((2-chloroetylotio)-n-pentan;
Eter bis(2-chloroetylotiometylowy);
Iperyt tlenowy: eter bis(2-chloroetylotio-etylowy) (CAS 63918-89-8);

2. Luizyty, takie jak:
(2-chlorowinylo)dichloroarsyna
(CAS 541-25-3);

tris(2-chlorowinylo)arsyna
(CAS 40334-70-1);
bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna
(CAS 40334-69-8);
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ML 8.

C.

d

Uwaga 2:

Uwaga 3:

Uwaga 4:

Uwaga 5:

Uwaga 6:

3. Iperyty azotowe, takie jak:
HNI: bis(2-chloroetylo)etyloamina
(CAS 538-07-8);
HN?2: bis(2-chloroetylo)metyloamina
(CAS 51-75-2);
HN3: tris(2-chloroetylo)amina
(CAS 555-77-1);

Bojowe srodki obezwiadniajqce, takie jak:

BZ: benzilan chinuklidyn-3-ylu
(CAS 6581-06-2);

Defolianty, takie jak:
1. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF),;
2. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (Agent Orange).

Podpunkt 7.5. obejmuje urzqdzenia klimatyzacyjne specjalnie zaprojektowane Ilub zmodyfikowane do filtrowania
w warunkach skazenia jgdrowego, biologicznego lub chemicznego.

Podpunkty 7.1. i 7.3. nie obejmujq:
chlorocyjanu;
cyjanowodoru;
chloru;
dichlorku karbonylu (fosgenu);
difosgenu (chloromréwczanu trichlorometylu);
bromooctanu etylu;
bromku ksylilu;
bromku benzylu;
Jjodku benzylu;
bromoacetonu;
bromku cyjanu;
bromometyloetyloketonu;

. chloroacetonu;
Jjodooctanu etylu;
Jjodoacetonu;

chloropikryny.

e mFIoUAETERTR AL &R

. Technologia”, kultury komdrkowe i systemy biologiczne wymienione w podpunktach 7.7., 7.8.2. i 7.9.3. nie obejmujg
technologii, komérek i systeméw biologicznych dla celéw cywilnych, takich jak rolne, farmaceutyczne, medyczne,
weterynaryjne, srodowiskowe, zwigzanych z gospodarkq odpadami czy przemystem Zywnosciowym,

Podpunkt 7.3. nie obejmuje gazéw lzawigcych czy Srodkéw stosowanych do zwalczania rozruchéw, pakowanych
indywidualnie do celéw obrony osobistej;

Podpunkty 7.4., 7.5. i 7.6. obejmujq sprzet specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany dla celéw wojskowych.

»Wojskowe Srodki wybuchowe” i paliwa, wlacznie z ladunkami miotajacymi i substancjami z nimi zwigzanymi, zgodnie
Z poniZszym wykazem:

8.1. Substancje wyszczegdlnione ponizej i ich mieszaniny:

8.1.1.

8.1.2.

Sferyczny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-5) o $rednicy czastek 60pm lub mniejszej, produkowany z materiatu
o zawarto$ci przynajmniej 99% aluminium;

Paliwa metalowe w postaci czastek sferycznych, rozpylonych, sferoidalnych, platkéw lub proszku, wyprodukowane
z materiatu skladajacego si¢ przynajmniej w 99% z dowolnego z wymienionych ponizej materiatéw:

8.1.2.1. Metale i ich mieszaniny:
1. Beryl (CAS 7440-41-7) o $rednicy czastek ponizej 60um;
2. Sproszkowane zelazo (CAS 7439-89-6) o §rednicy czastek 3pm lub niiszej, otrzymane droga redukcji
tlenku Zelaza wodorem;
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8.1.2.2. Mieszaniny zawierajgce dowolny z nizej wymienionych skladnikéw:
1. Cyrkon (CAS 7440-67-7), magnez (CAS 7439-95-4) oraz ich stopy, o $rednicy czastek ponizej 60um;
2. Paliwa z boru (CAS 7440-42-8) lub weglika boru (CAS 12069-32-8) o czystosci rzegdu 85% lub wyzszej
i $rednicy czgstek ponizej 60 um;

8.1.3. Nadchlorany, chlorany i chromiany w polgczeniu ze sproszkowanym metalem lub innymi komponentami paliw o wysokiej

8.14.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

8.1.20.

8.1.21.

8.1.22,

8.1.23.

8.1.24.

8.1.25.

8.1.26.

8.1.27.

8.1.28.

8.1.29.

8.1.30.

warto$ci energetycznej;

Nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7);

Zwiazki sktadajace si¢ z fluoru i dowolnego z nastgpujacych skladnikéw: innych chlorowcdw, tlenu, azotu;
Wegloborowodory; dekaborowodory (CAS 17702-41-9); pentaborowodory i ich pochodne;

Cyklotetrametylenotetranitroamina  (CAS ~ 2691-41-0) (HMX);  oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7  tetrazyna;
1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7,-tetraza-cyklooctan; (cktogen);

Heksanitrostilben (NHS) (CAS 20062-22-0);
Diaminotrinitrobenzen (DATB) (CAS 1630-08-6)
Triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6);
Azotan triaminoguanidyny (TAGN) (CAS 4000-16-2);
Podwodorek tytanu o stechiometrii TiH 0,65-1,68);

Uryl diazotanu glikolu (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); Uryl tetraazotanu glikolu (TNGU, SORGUYL)
(CAS 55510-03-7);

Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT) (CAS 25243-36-1);

Diamincheksanitrobifenyl (DIPAM) (CAS 17215-14-0);

Pikrylaminodinitropirydyna (PYX) (CAS 38082-89-2);

3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO lub ONTA) (CAS 932-64-9);

Hydrazyna (CAS 302-01-2) w stgzeniach przekraczajacych poziom 70%; azotan hydrazyny (CAS 37836-27-4);
nadchlorany  hydrazyny  (CAS 27978-54-7);  niesymetryczna  dimetylohydrazyna  (CAS  57-14-7);
monometylo (CAS 60-34-4) hydrazyna; symetryczna dimetylohydrazyna (CAS 540-73-8);

Nadchloran amonowy (CAS 7790-98-9);

Cyklotrimetylenotrinitroamina (RDX) (CAS 121-82-4); cyklonit; T4; heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna;
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyno-cykloheksan (heksogen);

Azotan hydroksyloamonu (HAN) (CAS 13465-08-2); nadchloran hydroksyloamonu (HAP) (CAS 15588-62-2);
Nadchloran 2-(5-cyjanotetraazolato) pentaaminy kobaltu (IIT) (lub CP) (CAS 70247-32-4);

Nadchloran cis-bis (5-nitrotetraazolato) tetraaminy kobaltu (III) (lub BNCP);

1-tlenek 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazanu (ADNBF) (CAS 97096.78-1); (aminodinitrobenzofuroksan);
1-tlenek 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazanu (CAS 117907-74-1), (CL-14 lub diaminodinitrobezofuroksan);
2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-cyklo-heksanon (K-6 lub Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);

2.,4.6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-bicyklo-(3,3,0)-oktanon-3 (CAS 130256-72-3) (tetranitrosemiglikouryl, K-55 lub keto-
bicyklo-HMX);

1,1,3-trinitroazetydyna (TNAZ) (CAS 97645-24-4);
1,4,5 8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalina (TNAD) (CAS 135877-16-6);

Heksanitroheksaazaizowurcytan (CAS 135285-90-4) (CL-20 lub HNIW); oraz klatraty CL-20;
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8.1.31.

8.1.32.

8.1.33.

Polinitrokubany o ponad czterech grupach nitrowych;
Dinitroamid amonowy (ADN lub SR 12) (CAS 140456-78-6);

Trinitrofenylometylonitroamina (tetryl) (CAS 479-45-8);

8.2. Materialy wybuchowe i miotajace spelniajace nastgpujsce parametry pracy:

8.2.1.

8.2.2.

8.23.

824.

8.2.5.
8.2.6.

8.2.7.

Wszelkie materialy wybuchowe o predkosci detonacii przekraczajacej 8700 m/s lub o ci$nieniu detonacji przekraczajgcym
34 GPa (340 kilobaréw);

Inne organiczne materialy wybuchowe niewyszczegdlnione w 8, dajace ciSnienia detonacji rzgdu 250 kilobaréw lub
powyzej, stabilne w temperaturach 523°K (250°C) lub wyzszych przez okres 5 minut lub diuzszy;

Wszelkie inne stale materiaty miotajace Klasy 1.1 Organizacji Narodéw Zjednoczonych (ONZ) niewyszczegllnione w 8,
o teoretycznym impulsie wlaéciwym (w warunkach normalnych) ponad 250 sekund dla mieszanek niemetalizowanych
oraz ponad 270 sekund dla mieszanek aluminiowanych;

Wszelkie stale materialy miotajagce Klasy 1.3 Organizacji Narodéw Zjednoczonych (ONZ) o teoretycznym impulsie
wlasciwym ponad 230 sekund dla mieszanek niechlorowcowanych, 250 sekund dla mieszanek niemetalizowanych oraz
266 sekund dla mieszanek metalizowanych.

Wszelkie inne materialy miotajace do broni palnej niewyszczegdlnione w 8 o stalej sity ponad 1200 kJ/kg;

Wszelkie inne materialy wybuchowe, miotajace lub pirotechniczne niewyszczegdlnione w 8, mogace utrzymaé w stanie
ustalonym szybkoéé spalania ponad 38 mm/s w warunkach normalnych ci$nienia 68,9 baréw i temperatury 294°K (21°C);
lub

Modyfikowane elastomerami materialy miotajace dwusktadnikowe (EMCDB) o rozszerzalnosci pod maksymalnym
napr¢Zeniem przekraczajacej 5% w temperaturze 233°K (-40°C);

8.3. ,Pirotechnika wojskowa”;

8.4. Inne substancje jak ponizej:

8.4.1.

84.2.

8.43.

Paliwa lotnicze o sktadzie specjalnie opracowanym dla celéw wojskowych;

Materialy wojskowe zawierajace zagestniki do paliw weglowodorowych specjalnie opracowane do uzytku w miotaczach
ognia lub amunicji zapalajacej, takie jak stearyniany lub palmityniany metali (znane takze jako oktal) (CAS 637-12-7) oraz
zagestniki M1, M2 i M3;

Plynne utleniacze sktadajace si¢ z kwasu azotowego dymiacego na czerwono (IRFNA) lub difluorku tlenu lub zawierajace
te zwigzki.

8.5. ,.Dodatki” lub ,,prekursory” jak ponizej:

85.1.

85.2.

85.3.

8.54.

8.5.5.

8.5.6.

85.7.

8.5.8.

8.5.9.

8.5.10.

8.5.11.

8.5.12.

8.5.13.

Azydometylometyloksyetan (AMMO) i jego polimery;

Zasadowy salicylan miedzi (CAS 62320-94-9); salicylan otowiu (CAS 15748-73-9);
Bis(2,2-dinitropropylo)formal (CAS 5917-61-3) lub Bis(2,2-dinitropropylo)acetal (CAS 5186-69-0);
Bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetylo)formal (FEFO) (CAS 17003-79-1);

Bis-(2-hydroksyetylo)glikolamid (BHEGA) (CAS 17409-41-5);

Tlenek fosforiaku bis-(2-metyloazyrydynylo) metylaminy (Metyl BAPO) (CAS 85068-72-0);
Bis-azydometyloksyetan i jego polimery (CAS 17607-20-4);

Bis-chlorometyloksyetan (BCMO) (CAS 142173-26-0);

Tlenek butadienonitrylu (BNO);

Triazotan butanotriolu (BTTN) (CAS 6659-60-5);

Katocen (CAS 37206-42-1) (2,2-bis-etyloferrocenylopropen); ferrocenowe kwasy karboksylowe; N-butylo-ferrocen (CAS
319904-29-7); Butacen (CAS 125856-62-4) i inne pochodne wyzszych polimeréw ferrocenu;

Sé1 dinitroazetydyno-t-butylu;

Energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierajace grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub
difluoroaminowe;
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8.5.14. Dimetoksymetan poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5 diolu (FPF-1);

8.5.15.

8.5.16.

8.5.17.

8.5.18.

8.5.19.

8.5.20.

8.5.21.

8.5.22.

8.5.23.

Dimetoksymetan poli-2,4.4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluorometylo-3-oksaheptano-1,7-diolu (FPF-3);
Polimer azydku glicydu (GAP) (CAS 143178-24-9) i jego pochodne;
Heksabenzyloheksaazaizowurcytan (HBIW) (CAS 124782-15-6);

Polibutadien zakoriczony grupa hydroksylowa (HTPB) z funkcjonalno$cia hydroksylu réwna lub wigksza od 2,2 i mniejszg
lub réwna 2,4, warto$¢ hydroksylowa ponizej 0,77meq/g oraz lepko$é w 30°C ponizej 47 puazéw (CAS 69102-90-5);

Bardzo drobny tlenek zelaza (Fe,O; hematyt) o powierzchni wlasciwej ponad 250m?%g oraz przecigtnej wielkosci ziarna
0,003um lub mniejszej (CAS 1309-37-1);

Beta rezorcylan olowiu (CAS 20936-32-7);
Metacynian olowiu (CAS 12036-31-6), maleinian olowiu (CAS 19136-34-6), cytrynian olowiu (CAS 14450-60-3);
Chelaty otowiowo-miedziowe beta-rezorcylanu lub salicylanéw (CAS 68411-07-4);

Azotanometylometyloksyetan lub poli (3-azotanometyl, 3-metylo oksetan); (Poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0);

8.5.24. Diizocyjanian 3-nitraza-1,5-pentanu (CAS 7406-61-9);

8.5.25.

8.5.26.

8.5.27.

8.5.28.

8.5.29.

8.5.30.

8.5.31.

8.5.32.

8.5.33.

8.5.34

N-Metylo-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);

Organiczno-metaliczne czynniki sprz¢gajace, a szczegdlnie:

(a) Fosforanotytanian oksy, tri(dioktylo) neopentylu [diallilu} (CAS 103850-22-2); znany takze jako tytan IV, 2 2[bis 2-
propenolatometyl, butanolato, tris (dioktyl) fosforan] (CAS 110438-25-0); lub LICA 12 (CAS 103850-22-2);

(b) Tytan IV, [2-propenolato-1)metyl, n-propanolatometyl] butanolato-1, tris[dioktyl] pirofosforan; lub KR3538;

(c) Tytan IV, fosforan [(2-propenolato-1)metyl, n-propanolatometyl] utanolato-1, tris(dioktylu);

Tlenek policyjanodifluoroaminoetylenu (PCDE);

Wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdzeniowych strukturach izoftalowych (BITA lub trimezamid bytylenoiminy,

izocyjanorowych lub trimetyloadypowych oraz podstawnikami 2-metylowymi lub 2-etylowymi w pierscieniu

azyrydynowym;

Azotan poliglicydylu tub poli(tlenek etylenu azotanometylu); (Poli-GLYN)(PGN)(CAS 27814-48-8);

Polinitroortow¢glany;

Propylenoimina, 2-metyloazyrydyna (CAS 75-55-8);

Tetraacetylodibenzyloheksaazaizowurcytan (TAIW);

Tetraetylenopentaaminoakrylonitryl (TEPAN) (CAS 68412-45-3); cyjanoetylowana poliamina i jej sole;

. Tetraetylenopentaaminoakrylonitryloglicydol ~ (TEPANOL)  (CAS 68412-46-4);  cyjanoetylowana = poliamina
z podstawnikiem glicydolowym i jej sole;

8.5.35. Trifenylobizmut (TPB) (CAS 603-33-8);

8.5.36. Tlenek tris-1-(2-metylo) azyrydynylofosfiny (MAPO) (CAS 57-39-6); tlenek bis(2-metyloazyrydynylo)2-

(2-hydroksypropanoksy) proplyloaminofosfiny (BOBBA 8); i inne pochodne MAPO;

8.5.37. 1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksy]propan (CAS 53159-39-0); Podstawnik triswinyloksypropanowy (TVOPA);

8.5.38

8.5.39

8.5.40

8.5.41

85.42

. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3);

. 1,2,4-trihydroksybutan (1,2,4-butanetriol);

. 1,3,3,7-tetraacetylo-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (TAT) (CAS 41378-98-7);
. 1,4,5,8-Tetraazadekalina (CAS 5409-42-7);

. Poli(epichlorohydryna); poli(epichlorohydrynodiol) i triol o niskiej masie czasteczkowej (ponizej 10 000) zawierajgce
alkoholowe grupy funkcyine.
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Uwaga 1:

Uwaga 2:

Uwaga 3:
Uwaga 4:

Uwaga 5:

Wojskowe $rodki wybuchowe i paliwa zawierajqce metale i stopy wyszczegdlnione w podpunktach 8.1.1. i 8.1.2. sq objete
kontrolg niezaleznie od tego, czy te metale lub stopy sq, czy nie sq kapsutkowane w glinie, magnezie, cyrkonie lub berylu.

Pozycja 8 nie obejmuje kontrolg boru i weglika boru wzbogaconego borem-10 (catkowita zawartosé boru-10 wynoszqca
20% Ilub wiecej).

Paliwa samolotowe kontrolowane podpunktem 8.4.1. sq produktami gotowymi, a nie ich sktadnikiem.
Pozycja 8 nie obejmuje kontrolg perforatoréw specjalnie zaprojektowanych do logowania odwiertéw naftowych.

Pozycja 8 nie obejmuje kontrolq nastgpujqcych substancji, jezeli nie sq one polgczone ani zmieszane z wojskowymi
Srodkami wybuchowymi lub sproszkowanymi metalami:

a. Pikrynian amonu;

b. Czarny proch;

c. Heksanitrodifenyloamina;

d Difluoroamina (HNF;);

e. Nitroskrobia;

f Azotan potasu;

g Tetranitronaftalen;
h. Trinitroanizol;

i Trinitronaftalen;

J- Trinitroksylen;

k Dymiqgcy kwas azotowy, bez inhibitoréw i niewzbogacany

A Acetylen

m. Propan;

n. Ciekly tlen;

0. Nadtlenek wodoru w stgzeniach mniejszych niz 85%;

p. Miszmetal;

q. N-pyrrolidynon; 1-metyl-2-pyrrolidynon;

r. Maleinian dioktylu;

s. Akrylat etyloheksylu;

L Trietyloaluminium (TEA), trimetyloaluminium (TMA) oraz inne piroforyczne alkile i aryle metali, takich jak lit, s6d, magnez,
cynk i bor;

u. Nitroceluloza;

V. Nitrogliceryna (lub azotan glicerolu, trinitrogliceryna) (NG),

w. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT),;

X. Diazotan etylenodiaminy (EDDN);

¥. Tetraazotan pentaerytrolu (PETN),
aa. Azydek otowiu, normalny i zasadowy styfninian ofowiu oraz pierwotne Srodki wybuchowe lub masy zaptonowe zawierajqce
azydki lub kompleksy azydkowe;

bb. Azotan glikolu trietylenowego (TEGDN);
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cc. 2,4,6-trinitrorezorcyna (kwas styfninowy);

dd. Mocznik dietylodifenylu; mocznik dimetylodifenylu; mocznik metyloetylodifenylu (Centralites);
ee. Mocznik N,N-difenylu (niesymetryczny mocznik difenylowy);

7 Mocznik metylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik metylu);

gg Mocznik etylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik etylu);

hh. 2-nitrodifenyloamina (2-NDPA);

ii. 4-nitrodifenyloamina (4-NDPA);

i 2,2-dinitropropanol;

kk. Trifluorek chloru.

ML 9. Wojenne jednostki plywajace, specjalny sprzet morski i wyposazenie, zgodnie z przedstawionym ponizej wykazem, oraz jego
elementy specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych:

9.1. Bojowe jednostki plywajace i jednostki (nawodne lub podwodne) specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do dziatan
ofensywnych lub obronnych, niezaleznie od tego, czy zostaly przeksztalcone dla celéw wojskowych, czy nie, niezaleznie od
aktualnego stanu technicznego lub zdolnosci do dzialania i niezaleznie od tego, czy zawierajg systemy obronne, opancerzenie,
kadtuby lub czgsci kadlubdw dla takich jednostek ptywajacych;

9.2. Silniki wedlug nastgpujacego wykazu:

1. Silniki wysokoprezne, specjalnie zaprojektowane dla okrgtéw podwodnych, posiadajgce obydwie z wyszczegdlnionych
ponizej cech:

a. Moc 1,12 MW (1500 KM) lub wyzsza; oraz

b. Predkosé obrotowa 700 obr./min lub wigksza;
2. Silniki elektryczne specjalnie zaprojektowane dla okrgtéw podwodnych, posiadajace wszystkie nast¢pujace cechy:

a. Moc ponad 0,75 MW (1000 KM);
b. Szybki bieg wsteczny;

c. Chlodzenie ciecza; oraz

d. Wykonanie morskie.

3. Niemagnetyczne silniki wysokoprgzne specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych o mocy 37,3 KW (50 KM) lub
wiecej oraz o zawarto$ci niemagnetycznej ponad 75% masy catkowite;j.

4. Systemy napgdowe niezalezne od powietrza, specjalnie zaprojektowane do todzi podwodnych.
9.3. Podwodne urzadzenia wykrywajace specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych i sprzet sterujacy do nich;
9.4. Sieci przeciw okretom podwodnym i torpedom;
9.5. Sprzet do kierowania i nawigacji specjalnie zaprojektowany dla celéw wojskowych;

9.6. Przepusty do przenikania przez kadtub i zlacza specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych, umozliwiajgce wspétdziatanie
ze sprzgtem znajdujacym si¢ na zewnatrz jednostki plywajacej;

Uwaga: Podpunkt 9.6. obejmuje zlqcza jednoprzewodowe, wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek
plywajqcych oraz przepusty do przenikania przez kadtub dla jednostek plywajqcych, przy czym obydwa te rodzaje
urzqdzen sq zabezpieczone przed przeciekami z zewnqtrz i sq w stanie utrzymacé wymagane parametry na glebokosciach
przekraczajgcych 100 m; oraz swiattowodowe tqczniki i optyczne przepusty przez kadtub, specjalnie zaprojektowane do
przesytu wiqzki ,,laserowej” niezaleznie od glebokosci. Podpunkt ten nie obejmuje przepustéw do normalnych watow
napedowych i przepustéw do przenikania przez kadtub hydrodynamicznych drgzkéw sterowanych.

9.7. Lozyska cichobiezne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, uklady regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgafi oraz
wyposazenie zawierajgce te lozyska, specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych.

ML 10. ,Samoloty”, bezzatogowe jednostki latajace, silniki ,,samolotowe” i sprzet ,,samolotowy”, sprzet pokrewny i jego skiadniki,
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celéw wojskowych, zgodnie z przedstawionym ponizej wykazem:

10.1. "Samoloty" bojowe i specjalnie do nich zaprojektowane komponenty;
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10.2

10.3.

10.4.

10.5.

. Inne "samoloty" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celéw wojskowych, wlacznie ze zwiadem, operacjami
zaczepnymi, szkoleniem wojskowym, transportem i desantem wojsk lub sprz¢tu wojskowego, wsparciem logistycznym oraz
specjalnie do nich zaprojektowane czgsci;

Silniki "samolotowe" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celéw wojskowych i specjalnie do nich zaprojektowane
czedei;

Bezzatogowe jednostki latajace, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celéw wojskowych i specjalnie
zaprojektowane zespoly do nich, jak nastgpuje;

10.4.1. Bezpilotowe statki powietrzne, wiacznie ze zdalnie sterowanymi jednostkami latajacymi (RPV) oraz autonomicznymi,
programowanymi jednostkami latajgcymi;

10.4.2. Ich wyrzutnie i wyposazenie wsparcia naziemnego;
10.4.3. Zwigzany z tym odpowiedni sprzgt dowodzenia i sterowania.
Sprzet latajagcy, wlacznie ze sprzgtem do tankowania w powietrzu, sprz¢t specjalnie zaprojektowany do stosowania

z "samolotami" wymienionymi w podpunktach 10.1. lub 10.2. albo dla silnikéw "samolotowych", wymienionych w podpunkcie
10.3., i specjalnie zaprojektowane do tego elementy;

10.6. Urzadzenia i wyposazenie do uzupelniania pod ciénieniem paliwa w powietrzu, sprzet specjalnie zaprojektowany do ulatwiania

operacii na obszarach zamknigtych i sprzgt naziemny, zaprojektowany specjalnie dla ,samolotéw” wymienionych
w podpunktach 10.1. lub 10.2. lub do silnikéw ,samolotowych”, wymienionych w podpunkcie 10.3.;

10.7. Hermetyczny sprzgt do oddychania oraz skafandry wysokoSciowe czgSciowo hermetyzowane do uzytku w "samolotach",

skafandry przeciwgrawitacyjne, wojskowe helmy przeciwuderzeniowe i maski ochronne, przetworniki cieklego tlenu stosowane
w "samolotach" lub pociskach, urzadzenia do katapultowania i wystrzeliwania personelu z "samolotu" w razie
niebezpieczenstwa,

Uwaga: Punkt 10.7. obejmuje helmy wyposazone w uklady celownicze lub $rodki zabezpieczenia przed oslepianiem przez laser lub

bron jgdrowg.

10.8. Spadochrony wojskowe zgodnie z przedstawionym ponizej wykazem:

10.8.1. Spadochrony do:
a. Punktowego zrzutu komandoséw;
b. Desantu spadochronowego;
10.8.2. Spadochrony do zrzutéw towarowych;

10.8.3. Paralotnie, spadochrony hamujace, spadochrony dryfujace dla stabilizacji i kontroli wysokosci cial zrzucanych
(np. przy odzyskiwaniu kapsul, siedzeniach katapultowych, bombach);

10.8.4. Spadochrony dryfujace, wykorzystywane przy siedzeniach katapultowych do otwierania i regulacji dzialania
spadochronéw ratowniczych;

10.8.5. Spadochrony do odzyskiwania pociskéw kierowanych, samolotéw bezzalogowych lub pojazdéw kosmicznych;
10.8.6. Spadochrony stosowane przy podchodzeniu do ladowania oraz w celu zmniejszenia predkosci przy ladowaniu;

10.8.7. Inne spadochrony wojskowe.

10.9. Automatyczne systemy pilotujgce dla ladunkéw zrzucanych na spadochronach; sprzet specjalnie zaprojektowany

i zmodyfikowany dla celéw wojskowych do kontrolowanych skokéw spadochronowych z dowolnej wysokosci, wiacznie
z aparatami tlenowymi.

Aol

Uwaga 1: Podpunkt 10.2. nie obejmuje "samolotéw” lub wariantéw takich "samolotéw”, specjalnie zaprojektowanych dla celéw

wojskowych, ktore:

a. Nie sq juz konfigurowane dla celéw wojskowych i nie sq wyposazone w sprzet specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany dla

b.

celéw wojskowych, oraz

Zostaly dopuszczone do uzythu cywilnego przez wladze lotnictwa cywilnego w kraju cztonkowskim.
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Uwaga 2: Podpunkt 10.3. nie obejmuje:

a. Silnikéw samolotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla celéw wojskowych, ktére zostaly dopuszczone przez wiadze
lotnictwa cywilnego parstwa czlonkowskiego do uzytkowania w "samolotach cywilnych”, lub specjalnie zaprojektowanych dla
nich elementéw;

b. Silnikéw tokowych o ruchu posuwisto-zwrotnym lub ich specjalnie zaprojektowanych elementéw.

Uwaga 3: Przewidziana podpunitami 10.2. i 10.3. kontrola specjalnie zaprojektowanych zespoléw i sprzetu pokrewnego dla
niewojskowych "samolotéw" lub silnikéw lotniczych zmodyfikowanych dla celéw wojskowych ma zastosowanie tylko do
tych wojskowych zespoléw i sprzetu pokrewnego, jakie sq wymagane do zmodyfikowania dla celéw wojskowych.

ML 11. Sprz¢t elektroniczny nieobjety kontrola w innych punktach niniejszej listy uzbrojenia, specjalnie zaprojektowany dla celéw
wojskowych i jego specjalnie zaprojektowane elementy.

Uwaga: Pozycja 11 obejmuje:

a. Sprzet przeciwdzialania i antyprzeciwdzialania elektronicznego (1. urzqdzenia przeznaczone do wprowadzania obcych lub
mylgcych sygnatéw do odbiornikéw stacji radiolokacyjnych i systeméw tqcznosci lub w inny sposéb utrudniajqce odbidr, dziatanie
lub zmniejszajqce efektywno$é odbiornikéw elektronicznych przeciwnika wraz z urzqdzeniami przeciwdziatajqcymi temu), lqcznie
z urzqdzeniami zaklécajqcymi i przeciwdziatajqcymi zakiéceniom;

b. Lampy generacyjne o zmiennej czestotliwosci;
c. Systemy elektroniczne lub sprzet przeznaczony do obserwacji i przeszukiwania widma elektromagnetycznego w celu wojskowego
rozpoznania lub w celu przeciwdzialania takiej obserwacji i przeszukiwaniu. Obejmuje to nastuchiwanie satelitéw

i monitorowanie widma elektromagnetycznego satelitéw i ich stacji naziemnych, z wyjqtkiem ich elementéw majgcych podwdjne
zastosowanie;

d. Podwodne systemy przeciwdziatania, wlqcznie z zaklécajgcymi akustycznie i magnetycznie oraz pozorujgcymi, urzqdzenia do
wprowadzania obcych lub mylgcych sygnaléw do odbiornikéw sonaréw,

e. Sprzet do zabezpieczenia przetwarzania danych, sprzet do zabezpieczania danych oraz sprzgt do zabezpieczania linii
transmisyjnych i sygnalizacyjnych z wykorzystaniem procesu szyfrowania;

[ Sprzet do identyfikacji, rozpoznawania, tadowania klucza oraz zarzqdzanie kluczem, sprzet do produkcji i dystrybucji;
g Wojskowe satelity telekomunikacyjne i ich stacje naziemne, z wyjqtkiem ich elementéw majgcych podwdjne zastosowanie.

ML 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej wysokiej predkosci oraz pokrewny sprzet, zgodnie z ponizszym wykazem, oraz
specjalnie zaprojektowane ich elementy:

12.1. Systemy broni opartej na energii kinetycznej, specjalnie zaprojektowane do niszczenia celu lub zmuszenia celu do porzucenia
misji;
12.2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do testowania i oceny oraz modele testowe, wlgcznie z instrumentami diagnostycznymi

1 celami, przeznaczone do dynamicznego testowania pociskéw i systeméw broni wykorzystujacych energig kinetyczng.

N.B.: Dla systeméw broni wykorzystujgcych amunicje podkalibrowq lub dziatajgcych na zasadzie wytqcznie chemicznego napedu
i ich amunicji patrz pozycje od 1 do 4.

Uwaga 1: Pozycja 12 obejmuje nastgpujqce pozycje, o ile sq one specjalnie zaprojektowane do uzytkowania w systemach broni opartych
na energii kinetycznej:

a.  Systemy wyrzutni o zdolnosci przyspieszania mas wigkszych od 0,1 g do predkosci przekraczajqcych 1,6 km/s przy strzelaniu
pojedynczym i seriami;

b. Sprzet do wytwarzania mocy pierwotnej, ostony elektrycznej, przechowywania energii, zarzqdzania energiq cieping,
przetwarzania energii, przelqczania i transportu paliwa oraz elektryczne interfejsy pomigdzy zasilaniem, dziatem i elektrycznymi
napedami wiezyczki;

c.  Systemy wychwytywania cel6éw, Sledzenia drogi celu, kierowania ogniem i oceny uszkodzenia celu;

d.  Sprzet naprowadzajgcy, systemy napedu kierowania lub odchylania (przyspieszanie poziome) dla pociskéw.

Uwaga 2: Pozycja 12 obejmuje kontrolg systemy wykorzystujgce dowolny z nizej wymienionych sposobéw napedu:

a.  Elektromagnetyczny;

b.  Elektrotermiczny;
c. Plazmowy;
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d. Lekki gaz, lub
e.  Chemiczny (gdy stosowany w polqczeniu z dowolnym z wyzej wymienionych systemow).

Uwaga 3: Pozycja 12 nie obejmuje kontrolq "technologii” indukcji magnetycznej wykorzystanej dla cigglego napedu urzqdzen transportu
cywilnego.

ML 13. Sprzet i konstrukcje opancerzone i ochronne oraz komponenty wymienione ponizej:
13.1. Plyty opancerzone:
1. Wyprodukowane wedtug norm wojskowych lub wojskowych warunkéw technicznych; lub

2. Odpowiednie do zastosowan wojskowych;

13.2. Konstrukcje z materialéw metalowych lub niemetalowych lub ich kombinacji, specjalnie zaprojektowane do zapewnienia
ochrony balistycznej dla systeméw wojskowych;

13.3. Helmy wojskowe;

13.4. Pancerze osobiste i kamizelki odlamkoodporme wyprodukowane zgodnie z normami wojskowymi i ich specjalnie zaprojektowane
komponenty.

Uwaga 1: Podpunkt 13.2. obejmuje materialy przeznaczone do tworzenia wybuchowego opancerzenia reaktywnego lub budowy
schronéw wojskowych.

Uwaga 2: Podpunkt 13.3. nie obejmuje kontrolg konwencjonalnych hetméw stalowych niewyposazonych w zZadnego typu akcesoria,
ani niezmodyfikowanych czy zaprojektowanych do zamontowania takich urzqdzen.

Uwaga 3: Podpunkt 13.4. nie obejmuje kontrolg indywidualnych srodkéw ochrony osobistej oraz ich akcesoriéw, gdy towarzyszq one
ich uzytkownikom.

ML 14. Sprzet specjalistyczny do szkolenia wojskowego lub dla symulacji scenariuszy wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane
elementy i akcesoria dla takiego sprzetu.

Uwaga techniczna:

Okreslenie 'specjalistyczny sprzet dla szkolenia wojskowego’ obejmuje wojskowe wersje trenazeréw natarcia, trenazeréw do szkolenia
kontroleréw ruchu lotniczego, trenazeréw celéw radiolokacyjnych, imitatoréw celéw radiolokacyjnych, urzqdzeni treningowych dla
dziatonowych, trenazeréw zwalczania celéw podwodnych, trenazeréw lotu (lqcznie z wiréwkami do szkolenia pilotéw lub
astronautéw), trenazeréw do szkolenia obstugi stacji radiolokacyjnych, trenazeréw lotéw wg przyrzqdéw, trenazeréw do szkolenia
nawigatoréw, trenazeréw do szkolenia obstug wyrzutni rakietowych, wyposazenia celéw, samolotéw zdalnie sterowanych,
symulatoréw uzbrojenia, symulatoréw "samolotéw" bezzatogowych i ruchomych jednostek szkoleniowych.

Uwaga: Pozycia 14 obejmuje generowanie obrazéw i interakcyjne systemy Srodowiskowe dla symulatoréw specjainie
zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla celéw wojskowych.

ML 15. Sprze¢t do zobrazowania lub przeciwdzialania zgodnie z poniZszym wykazem, specjalnie zaprojektowany dla celéw
wojskowych, oraz jego specjalnie zaprojektowane elementy i akcesoria:

15.1. Urzadzenia do rejestracji i obrobki obrazu;

15.2. Aparaty fotograficzne, sprzgt fotograficzny i do obrébki filméw;

15.3. Sprzet wykorzystujacy wzmacnianie obrazu;

15.4. Sprzet z wykorzystaniem zobrazowania termicznego w podczerwieni;

15.5. Sprzet do zobrazowania sygnaléw czujnikéw radarowych;

15.6. Sprzet przeciwdzialania i przeciw-przeciwdziatania w stosunku do sprzgtu wymienionego w podpunktach od 15.1. do 15.5.

Uwaga: Podpunkt 15.6. obejmuje sprzet zaprojektowany do ograniczania dzialania lub zmniejszania skutecznosci
waojskowych systemdw zobrazowania lub sprzet do minimalizacji efektéw takiego zmniejszania skutecznosci.

Uwaga 1: Okreslenie 'specjalnie zaprojektowane elementy’ obejmuje nastgpujgce pozycje, gdy sq one specjalnie
zaprojektowane dla celéw wojskowych:

a. Lampy, przetworniki obrazu pracujgce w podczerwieni;
b. Lampy, wzmacniacze obrazu (inne niz pierwszej generacji);

c¢. Plytki mikrokanalikowe;
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d. Lampy do kamer telewizyjnych dla niskiego poziomu oswietlenia;

e. Matryce detektorowe (wiqgcznie z uktadami elektronicznych polgczers wewnetrznych i systemami odczytu);

[ Piroelektryczne lampy do kamer telewizyjnych;

g Systemy chlodzqce do systeméw zobrazowania;

h. Elektrycznie zwalniane migawki fotochromowe lub elektrooptyczne, o czasie migawki mniejszym niz 100 us, z wyjqgtkiem

i

J

migawek stanowigcych niezbedny element kamery duzej predkosci;
Swiattowodowe inwertery obrazu;

Ztozone fotokatody poiprzewodnikowe.

Uwaga 2: Punkt 15. nie obejmuje kontrolg "lamp wzmacniaczy obrazu pierwszej generacji” lub sprzetu specjalnie zaprojektowanego

do stosowania w nim "lamp wzmacniaczy obrazu pierwszej generacji”.

ML 16. Odkuwki, odlewy i inne péifabrykaty, ktérych wykorzystanie w produkecie objetym wykazem jest mozliwe do
zidentyfikowania na podstawie skladu materialu, geometrii czy funkcji, a ktére zostaly specjalnie zaprojektowane dla
ktérychkolwiek z produktéw wymienionych w pozycjach 1 do 4, 6,9, 10, 12 lub 19.

ML 17.

RoéZnorodny sprzet, materialy i biblioteki, zgodnie z ponizszym wykazem, oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy
skladowe:
17.1. Niezalezne aparaty do nurkowania i plywania pod woda, zgodnie z ponizszym wykazem:

17.1.1. Aparaty dzialajace w obiegu zamkni¢tym lub czg¢éciowo zamknigtym (oddychanie powietrzem regenerowanym)
specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych (np. specjalnie zaprojektowane w celu uzyskania wtasnosci
antymagnetycznych);

17.1.2. Specjalnie zaprojektowane elementy do zastosowania przy konwersji aparatu z obiegiem otwartym dla celéw
wojskowych;

17.1.3. Artykuly zaprojektowane wylacznie do wykorzystania z niezaleznym aparatem do nurkowania lub ptywania pod woda
dla celéw wojskowych;

17.2. Sprzgt budowlany specjalnie zaprojektowany dla celéw wojskowych;

17.3.  Osprzet, powloki i techniki maskowania specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych,

17.4. Polowy sprz¢t inzynieryjny specjalnie zaprojektowany dla celéw wojskowych w strefie dzialar bojowych;

17.5. ,Roboty”, urzadzenia do sterowania ,,robotami” i ,,manipulatory”, posiadajagce ktérakolwiek z wymienionych ponizej cech:

17.5.1. Specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych;

17.5.2. Wykorzystujace srodki zabezpieczenia przewoddw hydraulicznych przed uszkodzeniem spowodowanym czynnikami
zewngtrznymi, jak odlamki balistyczne (np. poprzez wykorzystanie przewoddéw samouszczelniajacych sig) oraz
zaprojektowane do uzytkowania ptynéw hydraulicznych o punkcie zaplonu powyzej 839°K (566°C); lub

17.5.3. Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy w warunkach impulséw elektromagnetycznych (EMP);

17.6. Biblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych ze sprzgtem objgtym
niniejsza Lista;

17.7. Sprzet do generowania energii jadrowej lub sprzet napedzajacy, wlacznie z ,reaktorami jadrowymi”, specjalnie
zaprojektowany dla celéw wojskowych, i jego elementy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celéw wojskowych;

17.8. Sprzet lub materiat pokryty lub poddany obrébce w celu zamaskowania, specjalnie zaprojektowany dla celéw wojskowych,
nieuwzgle¢dniony w innych pozycjach niniejszej Listy;

17.9. Symulatory specjalnie zaprojektowane dla wojskowych ,,reaktoréw jadrowych”.

17.10. Mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane do obstugi sprzgtu wojskowego.

17.11. Generatory polowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celéw wojskowych; oraz
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17.12. Kontenery specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celéw wojskowych.

17.13. Mosty specjalnie zaprojektowane do zastosowan wojskowych.

Uwaga techniczna:

Dla celéw pozycji 17 okreslenie ‘biblioteka’ (parametryczna techniczna baza danych) oznacza zbidr informacji technicznych
o charakterze wojskowym, ktérego wykorzystanie moze poprawi¢ wyniki osiggane przez wojskowe systemy lub sprzet.

ML 18. Sprzet i ”technologia” do ”produkcji” wyrobéw wyszczegélnionych na niniejszej Liscie:

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprzet do “produkcji” wyrobéw objgtych niniejsza Listg i ich specjalnie
zaprojektowanych elementéw;

Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badan $rodowiskowych oraz ich specjainie zaprojektowane wyposazenie
do celéw certyfikacji, kwalifikacji lub badania produktéw objetych niniejszg Lista;

Specyficzna technologia produkcyjna, nawet jezeli sprzgt, w ktérym ta ,technologia” ma byé wykorzystywana, nie jest objety
kontrolg;

»~Technologia” specyficzna dla projektowania, montazu zespoléw, a takze dzialania, konserwacji i napraw pelnych instalacji
“produkcyjnych”, nawet jezeli ich poszczegdlne sktadniki nie sg objgte kontrols.

Uwaga 1: Podpunkty 18.1. i 18.2. obejmujq nastgpujqcy sprzet:

a Aparaty nitracyjne o dziataniu cigglym,

b.  Aparaty wiréwkowe do badan lub sprzet charakteryzujqcy sie ktérqkolwiek z wyszczegélnionych ponizej cech:
1. Naped silnikiem lub silnikami o catkowitej mocy znamionowej przekraczajqcej 298 kW (400 KM);
2. Zdolny do uniesienia tadunku 113 kg lub wigcej; lub:
3. Zdolny do osiggania przyspieszenia wirowego 8 g lub wigkszego przy tadunku 91 kg lub wiglcvzyin;

c. Prasy odwadniajgce;

d.  Prasy Srubowe do wyciskania, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wyciskania wojskowych srodkéw wybuchowych;

e.  Maszyny tnqce do przycinania nadwyzki srodkéw miotajqcych;

f Bebny do oczyszczarek o Srednicy 1,85 m i wigksze, o pojemnosci ponad 227 kg produktu;

g Mieszalniki do Srodkéw napedowych w stanie statym,

h.  Wykorzystujqce energie cieczy miyny do kruszenia lub mielenia skiadnikéw wojskowych srodkéw wybuchowych;

i.  Sprzet potrzebny do zapewnienia sferycznego ksztaltu i jednakowej Srednicy czgstek sproszkowanego metalu, wyszczegéiniony
w podpunkcie 8.1.1;

7. Konwertery prqdu konwekcyjnego do konwersji materiatéw wyszczegdlnionych w podpunkcie 8.1.6.

Uwaga techniczna:

Okreslenie ,, produkcja” w rozumieniu pozycji 18 obejmuje: projektowanie, badanie, wytwarzanie, testowanie i kontrole.

Uwaga 2:

a. OkreSlenie ‘wyroby’, o ktérych mowa w poszczegdlnych pozycjach, obejmuje:
1. Wyroby nieobjete kontrolg, jezeli wystepujq w stezeniach nizszych, jak:
a. Hydrazyna (patrz podpunkt 8.1.18);
b. ,, Wojskowe srodki wybuchowe ” (patrz pozycja 8);
2. Wyroby nieobjete kontrolq, jezeli nie spelniajq warunkéw dotyczqcych parametréw technicznych,

3. Paliwa metaliczne i utleniacze osadzane w formie laminarnej z fazy par (patrz pozycja 8.1.2);
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b. OkreSlenie ‘wyroby’, o kiérych mowa na Liscie, nie obejmuje:

L

2.

Pistoletéw sygnatowych (patrz podpunkt 2.2.);
Substancji wylqgczonych spod kontroli zgodnie z Uwagq 3 do pozycji 7;

Osobistych dozymetréw do monitorowania promieniowania (patrz podpunkt 7.6.) oraz masek ochronnych,
zabezpieczajgcych przed niektérymi zagrozeniami przemystowymi;

Acetylen, propan, ciekly tlen, dwufluoroamina (HNF2), dymiqcy kwas azotowy oraz sproszkowany azotan potasu
(patrz Uwaga 5 do pozycji 8);

Silniki lotmicze wylqczone spod kontroli zgodnie z pozycjq 10;

Konwencjonalne helmy stalowe niewyposazone w jakiekolwiek akcesoria pomocnicze, ani niemodyfikowane czy
projektowane do wspdipracy z takimi akcesoriami (patrz Uwaga 2 do pozycji 13);

Sprzet wyposazony w urzqdzenia przemystowe, ktdre nie sq objete kontrolg, takie jak urzqdzenia do powlekania
niewyszczegdlnione gdzie indziej oraz sprzet do wykonywania odlewdw z tworzyw sztucznych;

Muszkiety, strzelby i karabiny wyprodukowane przed 1938 rokiem, repliki muszkietéw, strzelb i karabinéw
wyprodukowanych przed 1890 r., rewolwery, pistolety i karabiny maszynowe wyprodukowane przed 1890 r. i ich
repliki; (Uwaga 2.b.8. pozycji 18 nie zezwala na eksport technologii lub wyposaienia produkcyjnego dla
niezabytkowej broni matokalibrowej, nawet jezeli sq one wykorzystywane do produkcji replik zabytkowej broni
matokalibrowej).

Uwaga 3: Podpunkt 18.4. nie obejmuje kontrolg ,,technologii” dla celéw cywilnych, takich jak technologie rolne, farmaceutyczne,
medyczne, weterynaryjne, Srodowiskowe, utylizacja odpadéw czy przemystu spozywczego (patrz Uwaga 5 do pozycji 7).

ML 19. Systemy broni dzialajacej na zasadzie energii kierowanej (DEW), pokrewny sprzet lub sprzet do przeciwdzialania oraz
modele testowe, zgodnie z ponizszym wykazem, oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy:

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Systemy ,,laserowe” specjalnie zaprojektowane do niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji;

Systemy oparte na zasadzie wigzki czastek, posiadajace zdoInos$¢ niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji;

Systemy o duzej mocy czgstotliwosci radiowej (RF) posiadajgce zdolno$é niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji;

Sprzet specjalnie zaprojektowany do wykrywania, identyfikacji fub obrony przed systemami wymienionymi w podpunktach
19.1.do 19.3;

Fizyczne modele testowe i odno$ne wyniki testéw dla systeméw, sprzetu i elementéw podlegajacych kontroli na podstawie

pozycji 19.

Uwaga 1: Systemy energii kierowanej objgte kontrolq w pozycji 19 obejmujq systemy, ktérych mozliwosci opierajq si¢ na
kontrolowanym wykorzystaniu:

a. , Laseréw” o mocy fali cigglej lub impulséw wystarczajqcej do wywolania zniszczert podobnych do wywolywanych
broniq konwencjonalng;

b. Akceleratoréw czgstek, emitujgcych wigzke czqstek natadowanych lub neutralnych o niszczgcej mocy;

¢. Nadajnikéw radiowych o wysokiej mocy impulséw lub wysokiej mocy Sredniej wiqzki fal radiowych wytwarzajgcych
pole o natezeniu wystarczajgcym do unieszkodliwienia obwodow elektrycznych odleglego celu.

Uwaga 2: Pozycja 19 obejmuje nastgpujgce wyroby w przypadkach, gdy sq one specjalnie zaprojektowane dla systeméw energii
kierowanej:

a. Urzqdzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, przechowywania energii, przelqczania, przetwarzania mocy lub
przechowywania i dystrybucji paliwa;

b. Systemy przechwytywania celu i Sledzenia jego drogi;

¢. Systemy posiadajqce zdolno$¢ oceny stopnia uszkodzenia celu, zniszczenia lub porzucenia misji;

d. Urzqdzenia do kierowania wigzkq, propagacjg lub do celowania;

e. Sprzet do szybkiego odwracania wigzki dla szybkich operacji przy wigkszej liczbie celow;
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[ Adaptacyjne koniugatory optyki i fazy;

g Instalacje doprowadzania prqdu dla wigzek ujemnych jonéw wodorowych;

h. Elementy akceleratoréw majqgcych zastosowanie w technikach kosmicznych;

i. Aparatura do skupiania wigzki ujemnych jonéw;

j.  Sprzet do regulacji i odwracania wigzki jonowej wysokiej mocy;

k. Folie do neutralizacji wigzek ujemnych izotopéw wodoru majqce zastosowanie w technikach kosmicznych.

ML 20. Sprzet kriogeniczny lub ,,nadprzewodzacy” zgodnie z poniZszym wykazem oraz specjalnie zaprojektowane jego elementy
i akcesoria:

20.1. Sprzet specjalnie zaprojektowany lub skonfigurowany do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowan lagdowych,
lotniczych, morskich czy kosmicznych, zdolny do dzialania w czasie ruchu pojazdu i wytwarzajacy lub utrzymujacy
temperatury ponizej 103°K (-170°C);

Uwaga: Podpunkt 20.1. obejmuje ruchome systemy zawierajqce lub wykorzystujgce akcesoria lub elementy wyprodukowane
z materialéw niemetalowych lub nieprzewodzqcych elektrycznie, takich jak tworzywa sztuczne czy materialy
impregnowane zywicami epoksydowymi.

20.2. Elektryczne urzadzenia ,nadprzewodzace” (maszyny wimnikowe i transformatory) specjalnie zaprojektowane lub
skonfigurowane do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowari ladowych, lotniczych, morskich czy
kosmicznych, zdolne do dzialania w ruchu.

Uwaga:  Podpunkt 20.2. nie obejmuje hybrydowych, jednobiegunowych prqdnic prqdu statego, posiadajgcych normalne,

jednobiegunowe armatury metalowe, ktére wirujq w polu magnetycznym wytwarzanym przez uzwojenie nadprzewodzqce,
pod warunkiem ze uzwojenie takie jest jedynym nadprzewodzqcym elementem pragdnicy.

ML 21. ”Oprogramowanie” zgodnie z ponizszym wykazem:

21.1. ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ,,;rozwoju”, ,,produkcji” lub ,uzytkowania” sprzg¢tu lub
materialéw objgtych kontrola przez niniejszg Listg;

21.2. Specyficzne ,,oprogramowanie” zgodnie z niniejszym wykazem:

21.2.1. ,,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane dla:
a. Modelowania, symulacji lub oceny wojskowych systeméw uzbrojenia;

b. ,JRozwoju”, monitorowania, konserwacji i modemnizacji ,.,oprogramowania” wykorzystywanego w wojskowych
systemach broni;

c. Modelowania lub symulacji scenariuszy operacji wojskowych, nieokre§lonych w pozycji 14;
d.  Zastosowania w dziedzinie Dowodzenia, Lacznosci, Kierowania 1 Rozpoznania (C3 D;
21.2.2. ,,Oprogramowanie” dla okre$lania efektéw dziatania broni konwencjonalnej, jadrowej, chemicznej lub biologiczne;j.
ML 22. ,,Technologia” — zgodnie z Uwaga ogélna do technologii przytoczona na poczatku Listy — wszelka technologia stuzaca do

»rozZwoju”, ,produkcji” czy ,,uzytkowania” produktéw umieszczonych na LiScie, inna niz technologia okreslona w pozycjach
7i18.

ML 23. Naste¢pujgce towary paramilitarne i zwiazane z bezpieczenistwem:
Towary zblizone do sektora wojska/bezpieczenistwa (oprécz wyszczegbinionych w pozycjach 1 do 22)

23.1. Brofi palna gladkolufowa: broft palna gladkolufowa o dziataniu pétautomatycznym lub na zasadzie pompy oraz specjalnie
zaprojektowane elementy i akcesoria do niej.

Uwaga 1: Podpunkt 23.1. nie obejmuje broni zdolnej do oddania najwyzej trzech strzatéw przed powtérnym zatadowaniem.

Uwaga 2: Podpunkt 23.1. nie obejmuje broni mysliwskiej i sportowej, jak okreslono w narodowych przepisach prawnych.
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23.2. Pojazdy ladowe: pojazdy z napgdem na wszystkie kola, zdolne do poruszania si¢ po bezdrozach, ktére zostaly wyprodukowane
z lub wyposazone w materialy metaliczne lub niemetaliczne dajace ochrong balistyczna.

Uwaga 1: W rozumieniu podpunktu 23.2. ochrona balistyczna obejmuje ochrong wyszczegdlniong w normie 0101.03 (z kwietnia
1987 r. ) typy HIA—IV Narodowego Instytutu Sprawiedliwosci (NLJ).

Uwaga 2: Podpunkt 23.2. nie obejmuje pojazdéw do przewozu kosztownosci i pieniedzy.
23.3. Symulatory: symulatory specjalnie zaprojektowane lub przedstawiane przez wytwérce jako nadajgce sig do szkolenia

w wykorzystywaniu dowolnego uzbrojenia lub broni palnej odpowiadajacej warunkom Wspdlnej Listy i specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane elementy i akcesoria do nich.

23.4. Inny sprzgt:

23.4.1. Promy, tratwy, nieujete w pozycji 9 i komponenty do nich, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan
wojskowych.

23.4.2 Odkuwki, odlewy, pélprodukty specjalnie zaprojektowane dla broni wyszczegdlnionej w pozycjach 1 do 23.

23.43. Amunicja i naboje, wlacznie z pociskami, i specjalnie zaprojektowane komponenty do nich, dla ‘towaréw’
wyszczegblnionych w pozycjach 1 do 23.

Uwaga 1: Podpunkt 23.1. nie obejmuje amunicji i nabojéw, wilqcznie z pociskami, przeznaczonych do  broni mysliwskiej
i sportowej, jak okreslono w narodowych przepisach prawnych.
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Zatacznik nr 4

LISTA IMPORTOWA

okreslajaca importowane uzbrojenie

Uwaga ogolna do technologii

Import technologii, ktéra jest niezb¢dna do rozwoju, produkeji lub uzytkowania towaréw objetych kontrola na podstawie niniejszej Listy,
podlega kontroli stosownie do postanowieri dotyczacych odpowiednich haset na tej Liscie. Technologia ta pozostaje pod takg samg kontrola
nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towaréw taka kontrola nieobjgtych.

Kontrolg importu nie obejmuje si¢ minimalnej technologii wymaganej do instalacji, dzialania, utrzymania (sprawdzania) i naprawy towaréw
nieobjetych kontrolg lub takich, ktére uzyskaly odrgbnie zgodg na import.

Kontrola nie ma zastosowania do technologii bedacej wlasnoscia publiczng, do podstawowych badan naukowych oraz do minimum informacji
koniecznych przy wnioskach (zgloszeniach) patentowych.

ML 1.

ML 2.

ML 3.

ML 4.

ML 5.

ML 6.

ML 7.

Uzbrojenie i bron automatyczna kaliber 12,7 mm (kaliber 0,50 cala) lub mmiejszy i wyposazenie oraz specjalnie
zaprojektowane do nich zespoly.

Zadne

Uzbrojenie lub broh o kalibrze wigkszym od 12,7 mm (kaliber 0,50 cala), miotacze i wyposaZenie oraz specjalnie do nich
zaprojektowane zespoly.

Zadne

Amunicja i specjalnie zaprojektowane jej elementy przewidziane dla uzbrojenia ujetego w pozycjach: 1, 2 lub 12.

Zadne

Bomby, torpedy, rakiety, pociski i zwigzane z tym wyposaZenie i akcesoria, specjalnie zaprojektowane dla celéw wojskowych,
oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy.

Zadne

Sprzet kierowania ogniem, odpowiedni sprzet ostrzegawczy i alarmujacy oraz odpowiednie systemy i sprzet przeciwdziatania,
specjalnie zaprojektowany dla celéw wojskowych oraz specjainie zaprojektowane jego komponenty lub wyposazenie.

Zadne

Pojazdy naziemne i ich elementy specjalnie zaprojektowane i zmodyfikowane dla celéw wojskowych.

Zadne

Srodki toksykologiczne, ,,gazy lzawiace”, odpowiedni sprzet, sktadniki, materiaty i technologia zgodnie z ponizszym wykazem:

Uwaga:  Numery CAS zostaly podane przykladowo. Nie obejmujq one wszystkich srodkéw chemicznych czy mieszanin wymienionych
w pozycji 7.

7.1. Srodki biologiczne i materialy radioaktywne przystosowane do stosowania w warunkach wojennych w celu powodowania ofiar
w ludziach i zwierzetach, niszczenia sprzetu lub niszczenia plonéw lub $rodowiska naturalnego oraz bojowe srodki toksyczne
(BST);
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7.2. Prekursory dwuskladnikowe BST i prekursory kluczowe zgodnie z ponizszym wykazem:

7.2.1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfonowe, takie jak: DF: difluorek metylofosfonowy
(CAS 676-99-3);

7.2.2. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo (H lub lancuch wggla od C; do Cq, wigcznie
z cykloalkilem) O-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo)amino]etylu i odpowiadajace im alkilowane lub
protonowane sole, takie jak: QL: metylofosfinian O-etylo-O-(2-diizopropyloamino) etylu (CAS 57856-11-8);

7.2.3. Chlorosarin: metylochlorofosfonian izopropylu (CAS 1445-76-7);

7.2.4. Chlorosoman: metylochlorofosfonian 2,2-dime-tylobutan-3-ylu (CAS 7040-57-5);

7.3. Gazy tzawigce oraz $rodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania ttumu w czasie rozruchéw, whacznie z takimi, jak:

7.3.1. Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-79-8);

7.3.2. O-chlorobenzylidenomalanodinitryl (O-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);
7.3.3. Chlorek fenylacylu (e-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

7.3.4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

7.4. Sprzgt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do rozprzestrzeniania materialéw lub $rodkéw wymienionych w
podpunkcie 7.1. i specjalnie zaprojektowane komponenty do niego;

7.5. Specjalnie zaprojektowany sprz¢t do ochrony przed materialami objetymi punktem 7.1. 1 specjalnie zaprojektowane komponenty
do niego;

Uwaga:  Podpunkt 7.5. obejmuje odziez ochronng.

Sprzgt specjalnie zaprojektowany do wykrywania iidentyfikacji materialtéw wymienionych w podpunkcie 7.1. i specjalnie
zaprojektowane komponenty do niego;

Uwaga:  Podpunkt 7.6. nie obejmuje dozymetréw osobistych stuzqcych do pomiaréw napromieniowania.

7.7. Biopolimery specjalnie zaprojektowane lub przetworzone w celu wykrywania lub identyfikacji BST wymienionych w podpunkcie
7.1. oraz kultur specjalnych komérek wykorzystywanych do ich produkcji;

7.8. Biokatalizatory do dekontaminacji lub degradacji BST i ich systeméw biologicznych zgodnie z przedstawionym poniZej
wykazem:

7.8.1. Biokatalizatory specjalnie zaprojektowane dla dekontaminacji lub degradacji BST wymienionych w podpunkcie 7.1.,
pochodzacych z ukierunkowanej selekeji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systeméw biologicznych;

7.8.2. Systemy biologiczne wedlug nastgpujacego wykazu: ,wektory ekspresji”, wirusy lub kultury komérkowe zawierajace
informacje¢ genetyczna typowa dla produkc;ji ,,biokatalizatoréw” wymienionych w podpunkcie 7.h.1.;

7.9. Technologia zgodnie z nast¢pujaca definicja:

7.9.1. ,Technologia” dla ,rozwoju”, ,,produkcji” lub ,uzytkowania” $rodkéw toksykologicznych, odpowiedni sprzet lub
komponenty wymienione w podpunktach od 7.1. do 7.6.;

7.92. ,Technologia” dla ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” ,biopolimeréw” lub kultur specjalnych komérek
wymienionych w podpunkcie 7.7.;

7.9.3. ,Technologia” dotyczaca wylacznie wprowadzenia ,biokatalizatoréw™ wymienionych w podpunkcie 7.8.1. do
wojskowych substancji nosnych lub materialu wojskowego.

Uwaga 1: Podpunkt 7.1. obejmuje nastgpujqce pozycje:
a. Bojowe srodki paralizujqce:

1. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fluorofosfoniany alkilu (réwne lub mniej od C,, wiqcznie
z cykloalkilem), takie jak np.:
Sarin (GB): metylofluorofosfonian izopropylu (CAS 107-44-8), oraz
Soman (GD): metylofluorofosfonian 2,2-dimetylobutan-3-ylu (CAS 96-64-0);

2. [N N-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-jamidojcyjanofosforany O-alkilu (réwne lub mniej niz Cyg,
wiqcznie z cykloalkilem), takie jak np.:
Tabun(GA): (N,N-dimetyloamido)cyjano-fosforan O-etylu (CAS 77-81-6);

3. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) tiofosfoniany O-alkilo (H lub réwne lub mniej niz C,,
wigcznie z cykloalkilem)-S-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) aminojetylu)
i odpowiadajgce im alkilowane lub protonowane sole, takie jak np.:
VX: metylotiofosfonian O-etylo-S-(2-diizopropyloamino)etylu (CAS 50782-69-9);
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Uwaga 2:

Uwaga 3:

b. Bojowe srodki parzgce:

1. Iperyty siarkowe, takie jak:

Sulfid 2-chloroetylowo-chlorometylowy

(CAS 2625-76-5);

Iperyt siarkowy: sulfid bis(2-chloroetylowy)

(CAS 505-60-2);
Bis(2-chloroetylotio)metan
(CAS 63869-13-6);

Seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloroetylotio)etan

(CAS 3563-36-8);
1,3-bis(2-chloroetylotio)propan
(CAS 63905-10-2);

1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan;

1,5-bis((2-chloroetylotio)-n-pentan;

Eter bis(2-chloroetylotiometylowy);

Iperyt tlenowy: eter bis(2-chloroetylotio-etylowy) (CAS 63918-89-8),

2. Luizyty, takie jak:
(2-chlorowinylo)dichloroarsyna
(CAS 541-25-3);

tris(2-chlorowinylo)arsyna
(CAS 40334-70-1);
bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna
(CAS 40334-69-8);

3. Iperyty azotowe, takie jak:
HNI: bis(2-chloroetylo)etyloamina
(CAS 538-07-8);
HN?2: bis(2-chloroetylo)metyloamina
(CAS 51-75-2);
HN3: tris(2-chloroetylo)amina
(CAS 555-77-1);

Bojowe srodki obezwtadniajqce, takie jak:

BZ: benzilan chinuklidyn-3-ylu
(CAS 6581-06-2);

Defolianty, takie jak:

1. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF);

2. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (Agent Orange).

Podpunkt 7.5. obejmuje urzqdzenia klimatyzacyjne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do filtrowania

w warunkach skazenia jgdrowego, biologicznego lub chemicznego.

Podpunkty 7.1. i 7.3. nie obejmujq:
chlorocyjanu;
cyjanowodoru;
chloru;
dichlorku karbonylu (fosgenu),

difosgenu (chloromréwezanu trichlorometylu);

a.

b.

c.

d.

e

f bromooctanu etylu;

g bromku ksylilu;

h. bromku benzylu;

i. jodku benzylu;

J.  bromoacetonu;

k. bromku cyjanu;

I bromometyloetyloketonu;
m. chloroacetonu;

n. jodooctanu etylu;

0. jodoacetonu;

p.

chloropikryny.
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Uwaga 4: , Technologia”, kultury komdérkowe i systemy biologiczne wymienione w podpunktach 7.7., 7.8.2. i 7.9.3. nie obejmujq
technologii, komdérek isysteméw biologicznych dla celéw cywilnych, takich jak rolne, farmaceutyczne, medyczne,
weterynaryjne, srodowiskowe, zwigzanych z gospodarkq odpadami czy przemystem zZywnosciowym;

Uwaga 5: Podpunkt 7.3. nie obejmuje gazéw fzawiqcych czy Srodkéw stosowanych do zwalczania rozruchéw, pakowanych
indywidualnie do celéw obrony osobistej;
Uwaga 6: Podpunkty 7.4., 7.5. 1 7.6. obejmujq sprzet specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany dla celow wojskowych.
ML 8. ,,Wojskowe $rodki wybuchowe” i paliwa, wlacznie z }adunkami miotajgcymi i substancjami z nimi zwigzanymi.
Zadne

ML 9. Wojenne jednostki ptywajace, specjalny sprzet morski i wyposazenie oraz jego elementy specjalnie zaprojektowane dla celéw
wojskowych.

Zadne

ML 10. ,,Samoloty”, bezzatogowe jednostki latajace, silniki ,,samolotowe” i sprzet ,,samolotowy”, sprzet pokrewny i jego skladniki,
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celow wojskowych.

Zadne

ML 11. Sprzgt elektroniczny nieobjety kontrola w innych punktach niniejszej listy uzbrojenia, specjalnie zaprojektowany dla celow
wojskowych i jego specjalnie zaprojektowane elementy.

Zadne

ML 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej wysokiej predkosci oraz pokrewny sprzet oraz specjalnie zaprojektowane ich
elementy.

Zadne
ML 13. Sprzet i konstrukeje opancerzone i ochronne oraz komponenty.
Zadne

ML 14. Sprzet specjalistyczny do szkolenia wojskowego lub dla symulacji scenariuszy wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane
elementy i akcesoria dla takiego sprzetu.

Zadne

ML 15. Sprz¢t do zobrazowania lub przeciwdziatania, specjalnie zaprojektowany dla celéw wojskowych, oraz jego specjalnie
zaprojektowane elementy i akcesoria.

Zadne
ML 16. Odkuwki, odiewy i inne pélfabrykaty, ktérych wykorzystanie w produkcie objetym wykazem jest moiliwe do
zidentyfikowania na podstawie skladu materialu, geometrii czy funkcji, a ktére zostaly specjalnie zaprojektowane dia
ktérychkolwiek z produktéw wymienionych w pozycjach 1 do 4, 6,9, 10, 12 lub 19.
Zadne
ML 17. Réinorodny sprzet, materialy i biblioteki oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy sktadowe.
Zadne
ML 18. Sprzeti ”technologia” dla ”produkcji” wyrobéw wyszczegélnionych na niniejszej Liscie:

18.1. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprzet dla “produkeji” wyrobdw objetych niniejszg Listg iich specjalnie
zaprojektowanych elementéw;

18.2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badan $rodowiskowych oraz ich specjalnie zaprojektowane wyposazenie
do celéw certyfikacji, kwalifikacji lub badania produktéw objetych niniejsza Lista;

18.3. Specyficzna technologia produkcyjna, nawet jezeli sprzet, w ktérym ta ,technologia” ma byé wykorzystywana, nie jest objety
kontrolg.
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18.4. ,Technologia” specyficzna dla projektowania, montazu zespoldw, a takze dzialania, konserwacji i napraw pelnych instalacji
“produkeyjnych”, nawet jezeli ich poszczegdlne skladniki nie s3 objgte kontrola.

Uwaga 3: Podpunkt 18.4. nie obejmuje kontrolq ,,technologii” dla celéw cywilnych, takich jak technologie rolne, farmaceutyczne,
medyczne, weterynaryjne, Srodowiskowe, utylizacja odpaddéw czy przemystu spozywczego (patrz Uwaga 5 do pozycji 7).

ML 19. Systemy broni dzialajacej na zasadzie energii kierowanej (DEW), pokrewny sprzet lub sprzet do przeciwdzialania oraz
modele testowe, oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy.

Zadne

ML 20. Sprzet kriogeniczny lub ,nadprzewodzacy” oraz specjalnie zaprojektowane jego elementy i akcesoria:
Zadne

ML 21. ”Oprogramowanie”.
Zadne

ML 22. ,,Technologia” — zgodnie z Uwaga ogdlna do technologii przytoczong na poczatku Listy — wszelka technologia stuzgca do
»rozwoju”, ,produkeji” czy ,,uzytkowania” produktéw umieszczonych na Liscie, inna niZ technologia okreslona w pozycjach
7i18.
Zadne

ML 23. Towary paramilitarne i zwiazane z bezpieczenstwem.

Zadne
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10.

DEFINICJE TERMINOW UZYWANYCH W WYKAZACH

W nawiasach, przy pojeciach zdefiniowanych, umieszczono odsylacze (nry Kkategorii)
wskazujace, gdzie uzywa si¢ danych pojeé.

" Adaptacyjny dynamiczny wybér trasy" (5)
Automatyczna zmiana trasy w ruchu na podstawie odbieranych i analizowanych informacji o biezacych
warunkach w sieci.

N.B.: Nie dotyczy to przypadkdéw decyzji o zmianie trasy podejmowanych na podstawie okreslonych wczesniej
informacyi.

“Algorytm asymetryczny” (5)

Znaczy algorytm kryptograficzny stosujacy rdzne, zwigzane matematycznie, klucze do szyfrowania
1 deszyfrowania.

N.B.: Powszechnym zastosowaniem “algorytmu asymetrycznego” jest zarzqdzanie kluczami.

“Algorytm symetryczny” (5)
Znaczy algorytm kryptograficzny stosujacy identyczne klucze do szyfrowania i deszyfrowania.

N.B.: Powszechnym zastosowaniem “algorytmu symetrycznego” jest utajnianie danych.

" Analizatory sygnaléw" (3)
Urzadzenia do pomiaru i pokazywania podstawowych parametréw sygnatéw o jednej czestotliwosci, bedacych
sktadowymi sygnatéw wieloczgstotliwosciowych.

" Analizatory sygnaléw dynamicznych" (3)

"Analizatory sygnatéw", w ktérych zastosowano techniki cyfrowego probkowania i przeksztalcania
w celu utworzenia obrazu widma Fouriera danej postaci fali, wilacznie z informacjami o jej
amplitudzie i fazie.

N. B.: Patrz takie "Analizatory sygnatow"

"Asynchroniczny tryb przesylania (ATM)" (5)

Tryb przesylania polegajacy na tym, ze informacja jest organizowana w komoérkach; asynchroniczno$¢
nalezy rozumieé¢ w tym sensie, ze rekurencja komoérek zalezy od wymaganej lub chwilowej szybkoéci
transmisji bitéw. (Zalecenia CCITT L. 113).

“ATM?” (5) — patrz “Asynchroniczny tryb przesylania”

"Atomizacja gazowa" (1)
Proces rozpylania strumienia roztopionego stopu metalowego na kropelki o $rednicy 500 mikrometréw lub
mniejszej za pomocg strumienia gazu o wysokim ci$nieniu.

" Atomizacja prézniowa" (1)

Proces rozpylania strumienia roztopionego stopu metalowego na kropelki o S$rednicy 500
mikrometréw lub mniejszej poprzez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach
podcis$nienia.

" Atomizacja rotacyjna' (1)
Proces rozpylania strumienia lub jeziorka roztopionego stopu metalowego na kropelki o $rednicy 500
mikrometréw lub mniejszej za pomocg sity od$rodkowe;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

" Automatyczne $ledzenie celu" (6)
Technika przetwarzania, umozliwiajaca automatyczne okre§lanie i podawanie ekstrapolowanej
warto$ci najbardziej prawdopodobnego potozenia celu w czasie rzeczywistym.

"Bicie promieniowe” (odchylenie od wlasciwego ruchu) (2)

Promieniowe przemieszczenie giownego wrzeciona w ciggu jednego obrotu, mierzone
w plaszczyZnie prostopadiej do osi wrzeciona w punkcie znajdujgcym si¢ na zewngtrznej lub
wewnetrznej badanej powierzchni obrotowej. (Patrz: ISO 230 czgs$é 1-1986, paragraf 5.61).

"Bicie osiowe" (przesunigcie osiowe) (2)

Przemieszczenic osiowe wrzeciona gléwnego podczas jednego obrotu, mierzone w plaszczyznie
prostopadlej do czota wrzeciona, w punkcie sasiadujagcym z obwodem czota wrzeciona (Patrz: ISO
230 Cz¢sé 1-1986, paragraf 5.63).

"Bezposrednie wytlaczanie hydrauliczne" (2)
Technika odksztalcania, w ktdérej stosowana jest napelniona ptynem odksztalcalna poduszka,
dziatajaca bezposrednio na powierzchni¢ obrabianego przedmiotu.

"Bedace wlasnos$cia publiczna" (UOdT UdTJ UOdO)

W odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza "technologi¢" lub "oprogramowanie" dost¢pne bez
zadnych ograniczen co do ich dalszego rozpowszechniania.

(Ograniczenia wynikajace z praw autorskich nie eliminuja uznania "technologii" lub
"oprogramowania" za "bgdace wlasnoscia publiczng").

wBiokatalizatory” (ML7)
Enzymy lub inne zwiazki biologiczne, ktére przylaczaja si¢ do chemicznych $rodkéw bojowych
i przyspieszaja ich degradacje.

N.B.: ‘Enzymy’:, biokatalizatory” dla specyficznych reakcji chemicznych lub biochemicznych.

,Biopolimery” (ML7)
Biologiczne makroczasteczki wedlug nastgpujacego wykazu:
a. Enzymy;

b. Przeciwciala monoklonalne, poliklonalne i antyidiotypowe;

c. Specjalnie zaprojektowane 1 przetworzone receptory;

N.B.1: ‘Enzymy’: ,, biokatalizatory” dla specyficznych reakcji chemicznych i biochemicznych;

N.B.2: ‘Antyidiotypowe przeciwciata’: przeciwciala, ktdre przylgczajq sie do specyficznego
antygenu, tqczqc inne przeciwciata ze sobq;

N.B.3: . Przeciwciata monoklonalne”: Biatka przylqczajgce sie do jednej strony antygenu
i produkowane przez jeden klon komorek;

N.B.4: ., Przeciwciata poliklonalne”: Mieszanina biatek przylqczajgcych sie do specyficznego
antygenu, produkowanych przez wigcej niz jeden klon komdrek;

N.B.5: ,, Receptory”: Biologiczne struktury makromolekularne zdolne do tqczenia ligandéw i przez
to wptywania na funkcje fizjologiczne.

“Calkowicie autonomiczny system cyfrowego sterowania silnikami” (“FADEC”) (7, 9)
Elektroniczny system sterowania turbing gazowsa lub silnikami o zlozonym cyklu, wykorzystujacy
komputer cyfrowy do kontroli parametréw niezbgdnych do regulacji sity ciagu silnika lub mocy
wyj$ciowej na wale w calym zakresie pracy silnika, od poczatku dozowania do odcigcia doptywu
paliwa.

"Calkowita gesto$é pradu" (3)

Catkowita liczba amperozwojéw w cewce (tj. suma liczby zwojéw pomnozona przez maksymalne
nat¢zenie pradu przenoszone przez kazdy zwéj) podzielona przez catkowity przekrdj poprzeczny
cewki (skladajagcej sie¢ z widkienek nadprzewodzacych, matrycy metalowej, w ktorej osadzone sa
widkienka nadprzewodzace, materiatu stanowigcego obudowg, kanatéw chlodzacych itp.).
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27.

28.

29.

30.

31.

"Calkowita szybko$¢ transmisji cyfrowej" (5)

Liczba bitéw, wlgcznie z bitami kodowymi linii, bitami nieinformacyjnymi i podobnymi,
przeptywajacych w jednostce czasu pomi¢dzy odpowiednimi urzadzeniami w cyfrowym systemie
transmisji.

N.B.: Patrz takze "szybkos¢ przesytania danych cyfrowych”.

“CE” — patrz “Element obliczeniowy”.

"Chwilowa szerokos¢ pasma'" (3, 5, 7)
Szeroko$é pasma, w ktérym moc wyjéciowa pozostaje na statym poziomie z doktadnoscia do 3 dB
bez regulacji innych parametréw roboczych.

“CTP” — patrz “Teoretyczna moc kombinowana”.

"Cyrkulacyjne uklady roéwnowazenia momentu Ilub cyrkulacyjne uklady sterowania
kierunkiem" (7)

Uktady, w ktérych przeptyw powietrza wokdét powierzchni aerodynamicznych jest wykorzystywany
do zwigkszenia powstajacych na nich sit albo do kierowania nimi.

"Czas przelaczania czg¢stotliwosci"” (3, 5)
Maksymalny czas (tj. opdZnienie), jakiego potrzebuje sygnal przy przetaczaniu si¢ z jednej wybranej
czestotliwosci wyjsciowej na inna, zeby osiggnad:

a. Czestotliwo$¢ réznigca si¢ o 100 Hz od czgstotliwosci konicowej; lub
b. Poziom wyj$ciowy rézniacy si¢ o 1 dB od koficowego poziomu wyjsciowego.

"Czas trwania impulsu" (6)
Czas trwania impulsu "lasera" mierzony na poziomie potowy nat¢zenia petnej szerokosci (FWHI).

""Czas ustalania" (3)
Podczas przelaczania przetwornika z jednego poziomu na drugi czas potrzebny do otrzymania na
wyj$ciu warto$ci rézniacej si¢ o potowg bitu od wartosci koncowe;.

"Dokladnosé" (2, 6)
Zazwyczaj okre$lana w kategoriach niedokladnosci; Jest to maksymalne odchylenie, dodatnie albo
ujemne, danej warto$ci od uznanej normy lub wartosci prawdziwe;.

""Element obliczeniowy" (,,CE”) (4)
Najmniejsza jednostka obliczeniowa, ktdrej dzialanie daje wynik arytmetyczny lub logiczny.

"Element o podstawowym znaczeniu" (4)

Dany element jest "elementem o podstawowym znaczeniu”, jezeli warto$¢ jego wymiany stanowi
ponad 35 % catkowitej warto$ci systemu, w ktérego sktad wchodzi. Warto$¢ elementu jest ceng
placona za element przez producenta systemu lub przez firm¢ montujaca system. Wartos¢ catkowita
jest zwykla ceng sprzedazy osobom postronnym w miejscu produkcji lub w miejscu
przygotowywania wysytek towardw.

“FADEC” — patrz “Catkowicie autonomiczne systemy cyfrowego sterowania silnikami”.
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33.

34.
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37.

38.

"Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej" (1)

Technika "gwaltownego krzepniecia" i ekstrahowania wyrobu stopowego podobnego do tasmy,
polegajaca na wktadaniu krétkiego segmentu wirujacego ochlodzonego bloku do wanny roztopionego
stopu metalowego.

N.B.: "Gwattowne krzepniecie": krzepnigcie roztopionego materiatu podczas chtodzenia z szybkosciq
powyzej 1 000 K/s.

"Formowanie rotacyjne z fazy stopionej' (1)
Technika "gwaltownego krzepnigcia" polegajaca na uderzaniu strumienia roztopionego metalu
o wirujacy ochtodzony blok, wskutek czego powstaje wyréb w postaci platkéw, wstegi lub precikow.

N.B.: "Gwattowne krzepniecie": krzepnigcie roztopionego materiatu podczas chtodzenia z szybko$ciq
powyzej 1 000 Ks.

"Formowanie w stanie nadplastycznym' (1, 2)

Technika odksztalcania termicznego metali, ktorych wydtuzenie catkowite, mierzone w temperaturze
pokojowej tradycyjnymi technikami badania wytrzymato$ci na rozcigganie, w normalnych
warunkach, jest bardzo male (ponizej 20%); jej celem jest co najmniej dwukrotne powigkszenie
wydluzen podczas obrébki.

»Gazy lzawigce” (ML7)

Gazy o tymczasowym dziataniu draznigcym lub obezwtadniajacym, ktére jednak znika kilka minut
PO usuni¢ciu przyczyny.

"Globalny czas oczekiwania na przerwanie" (4)

Czas potrzebny systemowi komputerowemu na rozpoznanie przerwania w przypadku jego nadejscia,

obstuge przerwania i realizacj¢ odpowiedniego przetaczenia kontekstowego na alternatywne zadanie
rezydujace w pamigci i oczekujace na przerwanie.

"Gram efektywny" (0, 1)
"Gram efektywny" "specjalnego materiatu rozszczepialnego" oznacza:

(a) dlaizotopéw plutonu i uranu-233 — mas¢ izotopu w gramach;

(b) dla uranu wzbogaconego do poziomu 1% lub wigcej izotopu uranu-235 — mase¢ pierwiastka
w gramach pomnozong przez kwadrat jego wzbogacenia wyrazonego w postaci utamka
dziesi¢tnego udzialu wagowego izotopu U-235;

(¢) dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu ponizej 1 procenta — masg
pierwiastka w gramach pomnozong przez 0,0001;

"Hybrydowy uklad scalony" (3)

Dowolna kombinacja uktadu(déw) scalonego(nych) lub uktadu scalonego z "elementami uktadu”
albo "skiadnikami dyskretnymi" polgczonymi ze sobg w celu realizacji okreslonej(nych) funkcji,
majgca wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. Posiada co najmniej jedno urzadzenie nieobudowane;
b. Zastosowano w niej typowe metody laczenia stosowane podczas produkcji uktadéw scalonych;
¢. Mozna ja wymieniaé tylko w catosci; oraz

d. W normalnych warunkach nie mozna jej rozmontowac na elementy sktadowe.
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N.B. 1: "Element uktadu”: pojedyncza czynna Ilub bierna funkcjonalna czes¢é uktadu
elektronicznego, na przyktad jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden
kondensator itp.

N.B. 2: "Sktadnik dyskretny": "element uktadu" w oddzielnej obudowie z wtasnymi koricéwkami
wyjsSciowymi.

“Immunotoksyna” (1)
Koniugat przeciwciala monoklonalnego i toksyny lub “podjednostki toksyny”, ktéry wplywa
selektywnie na komorki chorobowo zmienione.

"Instalacje do naprowadzania" (7)

Systemy scalajgce proces pomiaru i obliczania potozenia pojazdu i jego predkosci (tj. nawigacje)
z obliczeniami 1 wysylaniem polecent do systeméw sterowania lotem pojazdu w celu skorygowania
jego toru lotu.

"Instalacje produkcyjne' (9)
Oznacza sprzet i specjalnie do niego opracowane oprogramowanie, scalone w instalacje w celu
"rozwoju" jednej lub wigcej faz "produkcji”.

"Inteligentna karta osobista' (5)
"Karta inteligentna" zaopatrzona w mikrouktad, zaprogramowana do konkretnego zastosowania,
bez mozliwosci przeprogramowania przez uzytkownika do jakichkolwiek innych zastosowan.

"Izolacja" (9)

Pojecie stosowane do podzespotéw silnika rakietowego, tj. ostony, dyszy, wlotéw, zamknig¢ oston,
obejmujace utrwalone lub pétutrwalone maty kauczukowe zawierajgce material ogniotrwaty lub
izolacyjny. Mozna ja réwniez stosowaé na klatki lub klapy odprezajace.

"Izolowane zywe kultury" (1)
Zywe kultury w postaci u$pionej albo suchych preparatéw.

"Izostatyczne zageszcezanie na goraco' (2)

Technika ci$nieniowania odlewu w temperaturach powyzej 375 K (102°C) w zamknigtej formie za
pomoca réznych czynnikéw (gaz, ciecz, czastki state itp.), ktdérej celem jest wytworzenie
jednakowej sity we wszystkich kierunkach w celu zmniejszenia albo eliminacji jam wewngtrznych
w odlewie.

“Kable” (1)
Wiazki “wldkien elementarnych”, zazwyczaj w przyblizeniu réwnolegte.

"Klasy kosmicznej" (3, 6)

Odnosi sie¢ do produktéw projektowanych, wytwarzanych i testowanych w taki sposéb, zeby
spelnialy specjalne wymagania elektryczne, mechaniczne lub Srodowiskowe, zwigzane z ich
stosowaniem podczas wystrzeliwania i wykorzystywania satelitéw lub urzadzen latajacych na
duzych wysokosciach, od 100 km wzwyz.

“Kod wynikowy” (9)
Sprzetowo wykonywalna postaé dogodnego wyrazenia jednego lub wigcej proceséw (“kod
Zzrédtowy” albo jezyk zrédlowy), ktére zostaly przetworzone przez system programowania.

"Kod Zrédlowy (albo jezyk zrédlowy)" 4, 5, 6,7, 9)

Wygodny sposéb wyrazenia jednego lub kilku proceséw, ktéry moze by¢ przeksztatcony przez
system programowania w posta¢ dajaca si¢ wykonaé na urzadzeniu ("kod wynikowy" lub jezyk
wynikowy).
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“Kompleksowe sterowanie lotem” (7)

Automatyczne sterowanie zmiennymi stanu “samolotu” i toru lotu dla zrealizowania zadania

bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym danych dotyczacych celu,
J ks

niebezpieczenistwa lub innego “samolotu”.

"Kompresja impulséw" (6)
Kodowanie i przetwarzanie diugiego impulsowego sygnatu radarowego na krétki, przy zachowaniu
korzy$ci wynikajacych z wysokiej energii impulsu.

"Komputer cyfrowy" (4, 5)
Urzadzenie mogace, na postaci jednej albo kilku zmiennych dyskretnych, wykonywaé wszystkie
ponizsze funkcje:

a. Przyjmowanie danych;

b. Zapamigtywanie danych albo instrukcji na trwalych lub nietrwalych (zapis wymazywalny)
urzgdzeniach pamigciowych;

c. Przetwarzanie danych za pomocg zapamigtanej sekwencji instrukcji, ktére mozna modyfikowacd;
oraz

d. Wyprowadzanie danych na wyjscie.

N.B.: Modyfikacje zapamigtanej sekwencji instrukcji dotyczq wymiany trwatych urzqdzen
pamigciowych, ale nie fizycznych zmian przewodoéw lub potgczen.

"Komputer hybrydowy" (4)
Urzadzenie o nastepujacych jednoczesnych mozliwo$ciach:

a. Przyjmuje dane;
b. Przetwarza dane zar6wno w postaci analogowej, jak i cyfrowej; oraz
c. Wyprowadza dane wyjsciowe.

"Komputer neuronowy' (4)

Urzadzenie obliczeniowe przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do na$ladowania
dzialalnoéci neuronu Ilub zbioru neuronéw (tj. urzadzenie obliczeniowe odrézniajace sig
mozliwosécig sprzgtowego modulowania znaczenia i liczby polaczenn pomigdzy wieloma
elementami obliczeniowymi w oparciu o poprzednie dane).

"Komputer optyczny" (4)

Komputer zaprojektowany lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do uzywania $wiatla jako
noénika danych oraz taki, ktérego elementy obliczeniowo-logiczne dzialaja bezposrednio na
sprz¢zonych urzadzeniach optycznych.

"Komputer z dynamiczna modyfikacja tablic' (4)
Komputer, w ktérym przeptyw i modyfikacja danych sa dynamicznie sterowane przez uzytkownika
na poziomie bramek logicznych.
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"Komutacja optyczna" (5)
Przekazywanie lub komutacja sygnaléw w postaci optycznej bez przetwarzania na sygnaly

elektryczne.

"Krag Réwnego Prawdopodobienstwa" (7)
Jest to miara doktadno$ci wyrazana jako promien okregu ze Srodkiem w miejscu znajdowania si¢
celu, w ktéry wpada 50% tadunkéw uzytecznych, przy okre§lonym zasiggu.

"Kryptografia" (5)

Dziedzina wiedzy zajmujaca si¢ zasadami, narzg¢dziami i metodami przeksztalcania danych w celu
ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania mozliwosci tajnego ich modyfikowania lub
eliminacji dost¢pu do nich osobom niepowotanym. "Kryptografia" ogranicza si¢ do przeksztalcania
informacji za pomoca jednego lub wigkszej liczby "tajnych parametréw" (np. szyfréw) i (lub)
zwigzanego z tym zarzadzania kluczami.

N.B.: "Tajny parametr”: wartos¢ stata albo klucz trzymany w tajemnicy przed osobami
postronnymi albo znany wylgcznie pewnej grupie osob.

"Laser" (0, 2,3, 5,6, 7, 8, 9, ML9, ML10, ML19)
Zesp6t elementéw wytwarzajacy wiazke §wiatla spdjnego zardwno w przestrzeni, jak i w czasie,
wzmocniong za pomocg stymulowanej emisji promieniowania.

N.B.: Patrz réwniez:
"Laser chemiczny”,
"Laser modulowany dobrociq”,
"Laser o super wysokiej mocy”,
"Laser z przekazaniem energii”.

"Laser chemiczny" (6)
"Laser", w ktérym wzbudzanie czynnika nast¢gpuje za pomoca energii pochodzacej z reakcji
chemiczne;.

"Laser modulowany dobrocia" (6)
"Laser", ktérego energia, gromadzona w postaci odwrdcenia obsadzen, jest emitowana w postaci
impulsu wskutek szybkiej zmiany dobroci rezonatora optycznego.

"Laser o super wysokiej mocy (SHPL)" (6)
"Laser", ktéry moze dostarczyé energi¢ wyjsciowa (catkowitg lub czg¢éciowa) powyzej 1 kJ w ciagu
50 ms albo taki, ktérego moc przeci¢tna lub moc w przypadku fali ciaglej wynosi powyzej 20 kW.

"Laser z przekazaniem energii' (6)

"Laser", w ktérym czynnik emitujacy promieniowanie laserowe jest wzbudzany dzigki transferowi
energii wskutek zderzen atoméw lub molekut, niebioracych udzialu w akcji laserowej, z atomami
lub molekutami czynnika emitujagcego promieniowanie laserowe.

"Liniowos$¢" (2)

"Liniowo$¢" (zazwyczaj okre§lana w kategoriach nieliniowosci) stanowi maksymalne odchylenie
parametru rzeczywistego (przecig¢tnej wartosci gérnego i dolnego odczytu na skali) w kierunku
dodatnim lub ujemnym, od linii prostej poprowadzonej w taki sposdb, zeby maksymalne
odchylenia zostaly wyréwnane i zminimalizowane.

"Lokalna sie¢ komputerowa" (4)
System przesytania danych majacy wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:

a. Umozliwiajacy bezposrednie polaczenie dowolnej liczby niezaleznych "jednostek danych"; oraz
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b. Ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o niewielkim zasiggu (np. biurowiec,
przedsigbiorstwo, miasteczko studenckie, magazyn).

N.B.: "Jednostka danych": urzqdzenie majqce mozliwos¢ nadawania lub odbierania sekwencji
informacji cyfrowych.

"}.acznos$¢ kanalowa" (5)

Metoda przesylania sygnatéw, w ktérej pojedynczy kanal pomigdzy centralami telefonicznymi
przenosi, za pomoca komunikatéw etykietowanych, informacje sygnatowe dotyczace wielu
uktadéw lub rozméw oraz inne informacje, np. stosowane do obstugi sieci.

"Magnetometry" (6)

Stuza do wykrywania pél magnetycznych zrédet zewngtrznych wzgledem przyrzgdu pomiarowego.
Skiadaja si¢ z pojedynczego czujnika pola magnetycznego i odpowiedniego ukiadu
elektronicznego, na ktérego wyjsciu jest wartos¢ mierzonego pola magnetycznego.

sManipulatory ” (ML17)

,Manipulatory” obejmuja uchwyty, aktywne jednostki oprzyrzgdowania lub wszelkie inne
oprzyrzadowanie zamontowane na podstawowej (bazowej) ptycie koficzacej rami¢ manipulacyjne
,yobota”.

Uwaga techniczna
‘Aktywne jednostki oprzyrzqdowania’: urzqdzenia do przytoZenia mocy napedowej, energii
procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabianego.

"Material kompozytowy" (1, 2, 6, 8, 9)

"Matryca" oraz dodatkowa faza lub dodatkowe fazy, skladajace si¢ z czastek, widkienek, widkien lub
dowolnej ich kombinacji, dodawanych w okreslonym celu lub celach.

,Materialy odporne na korozyjne dzialanie UFs” (0)

Mogg nimi byé miedZ, stal nierdzewna, aluminium, tlenek aluminium, stopy aluminium, nikiel lub
stop zawierajacy 60% wagowych lub wigcej niklu oraz odporne na dzialanie UFs fluorowane
polimery weglowodorowe, stosownie do rodzaju procesu separacji.

"Materialy wlokniste lub wiékienkowe" (0, 1, 8)
Termin "wtdknisty i wiékienkowy" obejmuje nastgpujace pojgcia:

a. “W16kna elementarne” o strukturze ciaglej;

b. “Przedza” i “rowing” o strukturze ciaglej;

c. “Tasmy”, tkaniny, maty i oploty o strukturze beztadnej;

d. Wlékna pociete na drobne kawatki, wtdkna pocigte na dtuzsze odcinki oraz spdjne maty z widkien;
€. Wiskery monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej dtugosci;

f. Pulpa z poliamidu aromatycznego.

"Matryca" (1,2, 8,9)

W zasadzie faza o strukturze cigglej wypelniajaca przestrzen pomigdzy czastkami, wiskerami lub
widknami.
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"Mechanizmy robocze' (2)

Do "mechanizm6w roboczych" zalicza sie uch "a e zespoly narzedziowe" oraz wszelkie
2

inne narz¢dzia mocowane do plyty roboczej na koficu ramienia manipulatora "robota".

N.B.: "Aktywne zespoly narzedziowe": urzqdzenia przekazujgce obrabianemu elementowi naped,
energie potrzebng do obrébki lub okreslajqce parametry obrabianego elementu.

"Mierniki gradientu magnetycznego' (6)

Przeznaczone do wykrywania zmian przestrzennych pola magnetycznego zrddet zewngtrznych
w stosunku do przyrzadu pomiarowego. Sktadaja si¢ z wielu "magnetometréw" i odpowiednich
uktadéw elektronicznych, na ktérych wyjéciu jest mierzony gradient pola magnetycznego.

N.B. : Patrz réwniez "Miernik gradientu magnetycznego wtasnego".

"Miernik gradientu magnetycznego wlasnego' (6)
Pojedynczy element do pomiaru gradientu pola magnetycznego oraz zwigzane z nim urzadzenia
elektroniczne, stuzgcy do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

N.B.: Patrz réwniez "Miernik gradientu magnetycznego".

“Mieszanina chemiczna” (1) oznacza produkt staly, ptynny lub gazowy zrobiony z dwdch lub
wiccej sktadnikéw, ktére nie reaguja ze soba w warunkach, w ktérych mieszanina jest
przechowywana.

"Mieszanie'' (1)
Mieszanie widkien materialéw termoplastycznych z wtéknami materialéw wzmacniajacych w celu
wytworzenia mieszanki widkien wzmacniajacych z "matryca”, majacej w catosci form¢ widknista.

"Mikroorganizmy" (1, 2)

Bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamydie lub grzyby, naturalne, wzmocnione lub
zmodyfikowane, w postaci wyizolowanych zywych kultur lub materialu zawierajacego zywe
organizmy, ktéry rozmy$lnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami.

"Moc impulsu" (6)
Energia na impuls wyrazona w dzulach, podzielona przez czas trwania impulsu w sekundach.

"Modut wlasciwy" (0, 1)
Modul Younga w paskalach, réwnowazny N/m?, podzielony przez ciezar wlasciwy w N/m?,
mierzony w temperaturze (296 + 2) K, (23 + 2) °C i przy wilgotno$ci wzglednej (50 + 5)%.

"Monolityczny uklad scalony' (3)
Kombinacja czynnych lub biernych, albo obu, "elementéw uktadu" o nastgpujgcych cechach
charakterystycznych: .

a. Jest uformowany technika dyfuzyjna, technikami implantacyjnymi lub technikami osadzania
w albo na pojedynczym pélprzewodzacym kawalku materiatu, tzw. chipie;

b. Mozna go traktowaé jak element niepodzielny; oraz
¢. Realizuje funkcj¢(e) obwodu.

N.B.: "Element obwodu": pojedyncza czynna Iub bierna funkcjonalna czes¢ uktadu
elektronicznego, taka jak jedna dioda, tranzystor, rezystor, kondensator itp.

“Monospektralne czujniki obrazowe” (6)
Czujniki pozwalajace na zbieranie danych obrazowych z pojedynczego pasma widma dyskretnego.
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"Mozliwo$¢ programowania przez uzytkownika" (4, 5, 6)
Mozliwo$é wprowadzania, modyfikacji lub wymiany "programéw" przez uzytkownika na innej
drodze niz poprzez:

a. Fizyczne zmiany przewodéw lub potaczen; lub
b. Nastawianie regulatoréw funkcji, w tym parametréw wejsciowych.

"Nadprzewodniki" (1, 3, 6, 8)

Materialy: metale, stopy lub zwiazki, ktére moga catkowicie straci¢ swoja oporno$é, ktére moga
uzyska¢ nieskoriczong przewodno$é elektryczng i przewodzi¢ prad elektryczny o bardzo wysokich
nat¢zeniach bez wytwarzania ciepta Joule'a.

N.B.: "Nadprzewodzqcy" stan materiatu jest indywidualnie scharakteryzowany "temperaturq
krytyczng”, krytycznym polem magnetycznym, bedgcym  funkcjq ~ temperatury,  oraz
krytyczng gestosciq prqdu, ktéra jest funkcjq zaréwno pola magnetycznego, jak
i temperatury.

"Nadstopy" (2, 9)

Stopy na osnowie niklu, kobaltu lub Zelaza o bardzo wysokiej wytrzymatosci w poréwnaniu
z innymi stopami serii AISI 300 w temperaturach powyzej 922 K (694°C), w skrajnych warunkach
srodowiskowych i eksploatacyjnych.

"Niepewnos$¢ pomiarowa" (2)

Parametr charakterystyczny okreélajacy, na poziomie ufnosci 95 %, w jakiej odleglosci od warto$ci
prawidlowej lezy zmienna pomiarowa. W jego sktad wchodza niedajace sig skorygowaé odchylenia
systematyczne, niedajacy si¢ skorygowaé luz oraz odchylenia losowe (Patrz: ISO 10360-2 lub
VDI/VDE 2617).

"Niezbgdne'" (UOdT 1-9)

W odniesieniu do "technologii” lub "oprogramowania" dotyczy tylko tej czg¢éci "technologii" lub
"oprogramowania", ktéra jest szczegélnie odpowiedzialna za osiggnigcie lub przekroczenie
warto$ci parametréw, wlasciwosci lub funkcji objgtych kontrolg. Taka "niezbgdna" "technologia”
lub "oprogramowanie" moze dotyczy¢ réznych produktow.

"Ochrona informacji" 4, 5)

Wszystkie rodzaje sposobdéw i funkcji zapewniajacych dostgp, poufno$é lub nienaruszalno$é
informacji lub komunikacji, z wytaczeniem sposob6w i funkcji zabezpieczajacych przed wadliwym
dzialaniem. Obejmuje "rozszyfrowywanie", "kryptografi¢", ochron¢ przed przypadkowym
przekazywaniem sygnatéw odnoszacych si¢ do tajnych informacji oraz zabezpieczanie
komputerow.

N.B.: "Rozszyfrowywanie": analiza systeméw lqcznosci szyfrowej albo ich wejsé lub wyjsé¢é w celu
uzyskania tajnych informacji lub danych, wiqczajgc w to tajne teksty.

"Ochrona wielopoziomowa'" (5)

Klasa systeméw zawierajacych informacje o réznej wazno$ci, umozliwiajacych réwnoczesny
dostep uzytkownikom o réznym poziomie upowaznienia i potrzebach informacyjnych, natomiast
niedopuszczajacych do informacji uzytkownikéw, ktdrzy nie majg odpowiedniego upowaznienia.

N.B.: "Ochrona wielopoziomowa" dotyczy zabezpieczenia komputera, a nie jego niezawodnosci,
ktéra jest zwigzana z zapobieganiem awarii sprzetu lub ogdlnie z eliminacjq bledéw
ludzkich.
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"Odchylenie polozenia katowego" (2)

Maksymalna réznica pomig¢dzy polozeniem katowym a rzeczywistym, bardzo doktadnie
zmierzonym potozeniem katowym po obrdceniu stolu montazowego od jego poloZenia
poczatkowego. (Patrz: VDI/VDE 2617, Draft 'Rotary tables on coordinate measuring machines' —
Stoly obrotowe wspotrzgdno$ciowych maszyn pomiarowych).

"Odpornos¢ na uszkodzenia" (4)

Mozliwo$é systemu komputerowego, po dowolnym wadliwym zadziataniu czgsci jego sprzetu lub
"oprogramowania", do kontynuacji dziatalnosci bez interwencji cztowicka, na danym poziomie
ustug, zapewniajagcym: kontynuowanie dziatania, zachowanie danych bez ich naruszenia oraz
odzyskanie zdolno$ci ustugowych w okre§lonym czasie.

"Opéznienie sygnalu bramki podstawowej" (3)

Warto$¢ opéznienia sygnalu odpowiadajaca bramce podstawowej, uzywanej w "rodzinie"
"monolitycznych uktadéw scalonych". Mozna ja wyznaczy¢, dla danej "rodziny", jako opéZnienie
sygnalu na bramke typowa albo jako typowe opdZnienie na bramke.

N.B.1: Nie nalezy myli¢ "opéZnienia sygnatu bramki podstawowej" z opdZnieniem wyjscia/wejscia
ztozonego "monolitycznego uktadu scalonego”.

N.B.2: Do “rodziny” zalicza si¢ wszystkie uktady scalone, do ktdrych metodologii produkcyjnej
i danych technicznych, z wyjqgtkiem ich odpowiednich funkcji, stosuje si¢ nastepujgce
punkty:

a. Wspdlna architektura hardware’u i software ’'u;
b. Wspélna technologia projektowania i przetwarzania,
c. Wspélne charakterystyki podstawowe.

"Oprogramowanie" (Wszystko UOdO)
Zbiér jednego lub wigcej "programéw" lub "mikroprograméw", wyrazony w dowolny zrozumiaty
Sposob.

N.B.: “Mikroprogram” oznacza sekwencje elementarnych instrukcji, przechowywanych
w specjalnej pamigci, realizowanych po wprowadzeniu do rejestru instrukcji specjalnej
dla niej instrukcji odwotania.

"Optyczny uklad scalony" (3)

"Monolityczny uktad scalony" lub "hybrydowy ukiad scalony", zaopatrzony w jedng lub wigcej
czgéci przeznaczonych do dzialania w roli fotoczujnikéw lub fotoemiteréw albo do wykonywania
funkcji optycznych lub elektrooptycznych.

“Optymalizacja toru lotu” (7)
Procedura minimalizujaca odchylenia od czterowymiarowej (przestrzen i czas) planowanej
trajektorii lotu oparta na zasadzie maksymalizacji osiagdéw lub efektywnosci realizacji zadania.

"Pamigé operacyjna’ (4)

Podstawowa pami¢¢ na dane lub instrukcje szybko dostgpna dla jednostki centralnej. Sktada si¢
Z pamieci wewngtrznej "komputera cyfrowego" oraz jednej z dodatkowych pamigci o strukturze
hierarchicznej, takich jak pamieé podrgczna (cache) lub niesekwencyjnie dostgpna pamigé
dodatkowa.

“Panstwa (nie) b¢dace Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej” (1) s3 to te
Paristwa, w ktérych Konwencja o Zakazie Rozwijania, Produkcji, Skladowania i Stosowania Broni
Chemicznej (nie) weszta w Zycie (patrz www.opcw.org).

“Panstwo Uczestniczace” (7, 9)
Kazde z Panstw uczestniczacych w Porozumieniu z Wassenaar.
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100. "Pelzanie zera (zyroskopu)" (7)
Zmiana odchylenia wskazan od warto$ci pozadanej w funkcji czasu. Sklada si¢ z elementéw
przypadkowych i systematycznych i jest wyrazana jako ekwiwalentne wejsciowe przemieszczenie
katowe na jednostk¢ czasu w odniesieniu do pola inercyjnego.

101. ,,Pirotechnika wojskowa” (ML4, MLS)
Mieszaniny statych lub ciektych paliw i utleniaczy, ktére po zapaleniu wywolujg egzotermiczng
reakcj¢ chemiczng o kontrolowanej pregdkosci, ktérej celem jest zapewnienie odpowiednich
opéznierv w czasie oraz powstawania odpowiednich ilosci ciepla, hatasu, dymu, S$wiatta
widzialnego 1 podczerwonego. Pirofory stanowig podgrupe $rodkéw pirotechnicznych,
niezawierajacych utleniaczy, ale zapalajacych si¢ samoistnie na skutek zetknigcia z powietrzem.

102. "Plaski zespol ogniskowy" (6)
Ptaska warstwa o strukturze liniowej lub dwuwymiarowej albo kombinacja takich ptaskich warstw,
ztozonych z oddzielnych elementéw detekcyjnych, z elektronicznym urzadzeniem odczytujacym
lub bez, pracujaca w plaszczyznie ogniskowe;.

N.B.: Nie chodzi tu o stos pojedynczych -elementéw detekcyjnych ani dwa, trzy lub cztery
elementy detekcyjne opdZniajgce, ani o realizacje integracji wewnqtrz elementu.

103. '"Piksel aktywny" (6, 8)
Najmniejszy (pojedynczy) element sieci elementéw péiprzewodnikowych majacy mozliwoéé
realizacji  funkcji  fotoelektrycznych w  odpowiedzi na  promieniowanie $wietlne
(elektromagnetyczne).

104. "Pociski rakietowe" (1, 3,5, 6,7, 9)
Kompletne systemy rakietowe i bezzalogowe systemy pojazddw latajacych, zdolne do dostarczania
tadunku uzytecznego o masie co najmniej 500 kg na odlegtos¢ co najmniej 300 km.

105. “Podjednostka toksyny” (1)
Strukturalny i funkcjonalny oddzielny sktadnik “toksyny”.

106. '"Podloze" (3)
Ptytka materialu gléwnego z naniesionymi polaczeniami albo bez nich, na ktorej albo wewnatrz
ktdrej mozna umieszczaé ‘sktadniki dyskretne’ lub uktady scalone albo oba z nich.

UWAGI: 1. ‘Skladnik dyskretny’: ‘element obwodu’ w oddzielnej obudowie z witasnymi
koricowkami wyjsciowymi.
2. ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czesé uktadu
elektronicznego, taka jak jedna dioda, tranzystor, rezystor, kondensator itp.

107. "Podstawowe badania naukowe" (UOdT, UdTJ)
Prace do$wiadczalne lub teoretyczne prowadzone giloéwnie w celu uzyskania nowej wiedzy
o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach, nienakierowane bezposrednio
na konkretne cele lub zadania praktyczne.

108. “Podstawowe sterowanie lotem” (7)
Sterowanie stabilno$cia 1 manewrowoscia “samolotu” wykorzystujace generatory typu
sita/moment, tj. aerodynamiczne sterowanie powierzchnig lub wektorem sily ciagu.

109. '"Polaczone czujniki radarowe" (6)
Co najmniej] dwa czujniki radarowe sa ze soba polaczone, jezeli wymieniaja migdzy soba
informacje w czasie rzeczywistym.
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"Poziom szumu" (6)

Sygnat elektryczny rozumiany w sensie ggstoéci mocy widmowej. "Poziom szuméw" wyrazony
w wartodciach calkowitych (peak-to-peak) jest okre§lony zaleznoscig Szlt,p = 8N, (f; — f1), gdzie
Spp jest wartoécia catkowita (maksymalng) sygnatu (np. w nanoteslach), N, jest gestoscia mocy
widmowej (np. {nanotesle}*/Hz), a (f, — f1) okresla dang szeroko$¢é pasma.

"Poétprodukt podlozy" (6)
Materiat monolityczny o wymiarach umozliwiajacych wytworzenie z niego elementéw optycznych,
takich jak zwierciadla albo okienka optyczne.

"Prasy izostatyczne" (2)

Urzadzenia umozliwiajace ci$nieniowanie zamkni¢tych komér za pomoca réznych czynnikéw
roboczych (gazu, cieczy, czastek statych itp.) w celu wytwarzania w komorze we wszystkich
kierunkach réwnych ci$niefi dziatajacych na obrabiany element lub material.

,Preformy wlokien weglowych” (1)
Uporzadkowany uklad powlekanych lub niepowlekanych widkien przeznaczony do tworzenia
struktur sktadowych przed uzyciem ,,matrycy” do tworzenia ,,materiatu kompozytowego’.

LwPrekursory” (ML7, MLS)
Specjalistyczne zwigzki chemiczne stosowane do produkcji wojskowych Srodkéw toksycznych lub
wybuchowych.

"Produkcja" (Wszystkie UOdT, UdTJ)
Wszystkie etapy zwigzane z produkcja, takie jak: technologia mechaniczna, wytwarzanie, scalanie,
montaz (skladanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakosci.

"Profile o zmiennej geometrii' (7)
Profile, w ktérych zastosowano klapy lub inne ptaszczyzny na krawedzi sptywu albo sloty lub
osadzone przegubowo noski na krawgdzi natarcia, ktérymi mozna sterowaé w locie.

"Program" (2, 6)
Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, majgca postaé wykonywalng lub przeksztalcalng na
wykonywalna, za pomoca komputera elektronicznego.

"Przestrajalno$é" (6)
Zdolno$é¢ "lasera" do wytwarzania ciaglego sygnatu wyjéciowego we wszystkich dlugosciach fal

w przedziale kilku przej$é "laserowych". "Laser" z selekcja liniowa wytwarza dyskretne diugosci
fal w ramach jednego przejscia "laserowego" i nie jest uwazany za "przestrajalny”.

"Przetwarzanie sygnatéow' (3,4, 5, 6)

Przetwarzanie sygnaléw zawierajacych informacje, uzyskanych ze zrédel zewngtrznych, za
pomocg takich algorytméw, jak kompresja czasu, filtrowanie, wyciaganie, selekcja, korelacja,
splatanie lub przemieszczanie pomig¢dzy domenami (np. za pomocg szybkiej transformaty Fouriera
lub transformaty Walsha).

"Przetwarzanie w czasie rzeczywistym" (2, 4, 6, 7)

Przetwarzanie danych przez system komputerowy, zapewniajace zadany poziom realizacji zadan
w funkcji dostgpnych $rodkéw, w gwarantowanym czasie odpowiedzi, bez wzglegdu na jego
obciazenie, kiedy jest on stymulowany przez wydarzenia zewngtrzne.

“Przetwornik ci$nienia” (2)
Urzadzenie przetwarzajace pomiar ci$nienia na sygnat elektryczny.

“Przedza” (1)
Wigzka skrgconych ‘skretek’.

N.B.: ‘Skretka’ oznacza wigzke “widkien elementarnych” (zaiwyczaj ponad 200)
uporzqdkowanych w przyblizeniu réwnolegle.
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“Przydzielone przez ITU” (3, 5) oznacza przydzial pasm czgstotliwosci zgodnie z Przepisami
Radiowymi ITU (International Telecommunication Union — Migdzynarodowej Unii
Telekomunikacyjnej) (wydanie 1998) dla stuzb pierwotnych, dopuszczonych i wtémych.

N.B.:Nie obejmuje przydzialow dodatkowych i alternatywnych.

“Przystosowany do uzycia w dzialaniach wojennych” (1)

Dowolna modyfikacja lub dobdr (np. zmieniona czysto$¢, dopuszczalny okres magazynowania,
agresywno$¢, charakterystyki propagacji lub odporno$¢ na promieniowanie nadfioletowe)
przeznaczone do wzmocnienia efektéw wywolywania strat w ludnosci lub zwierzgtach,
unieszkodliwiania sprze¢tu lub powodujacych straty w uprawach rolnych lub §rodowisku.

"Radar o rozproszonym widmie" (6)
(Patrz "Rozproszone widmo radarowe").

"Reaktor jadrowy" (0)

Obiekt znajdujacy sie¢ wewnatrz lub bezposrednio przymocowany do zbiornika reaktora, ktdrego
wyposazenie steruje poziomem mocy w rdzeniu, a znajdujace si¢ w nim zazwyczaj skladniki
wchodzg w bezposrednia stycznoé¢ z chlodziwem pierwotnym rdzenia reaktora.

"Robot" (2, 8)
Manipulator wykonujacy ruchy w sposéb ciagly albo poruszajacy si¢ od punktu do punktu; moze
korzystaé z "czujnikéw" i ma wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:

a. Jest wielofunkcyjny;

b. Ma mozliwo$é ustawiania w odpowiednim polozeniu lub orientowania przestrzennego
materiatéw, czeSci, narzedzi lub urzadzeri specjalnych poprzez wykonywanie réznych ruchéw
w przestrzeni tréjwymiarowe;j;

c. Jest wyposazony w trzy lub wigksza liczb¢ mechanizméw wspomagajacych, pracujacych
w obwodzie zamknigtym lub otwartym, ktére moga by¢ poruszane silnikami krokowymi; oraz

d. Ma mozliwo$é programowania dostgpnego dla uzytkownika poprzez uczenie/odgrywanie lub za
pomoca komputera elektronicznego, ktéry moze by¢ programowanym sterownikiem logicznym,
tj. bez ingerencji mechaniczne;.

N.B.: Niniejsza definicja nie obejmuje nastgpujqcych urzqdzen:

1. Mechanizméw poruszanych wytqcznie recznie albo zdalnie przez operatora;

2. Manipulatoréw o  ustalonej  sekwencji  ruchéw, bedgcych  urzqdzeniami
zautomatyzowanymi, realizujgcymi zaprogramowane mechanicznie, z gory ustalone
ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocq ustalonych ogranicznikow,
np. sworzni lub krzywek. Kolejnos¢ ruchéw oraz wybor drogi albo kqtéw nie sq zmienne
ani zmienialne za pomocq srodkéw mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych.

3. Manipulatoréw o  zmiennej  sekwencji  ruchéw,  bedgcych  urzqdzeniami
zautomatyzowanymi, realizujgcymi zaprogramowane mechanicznie, z géry ustalone
ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocq ustalonych ogranicznikéw,
np. sworzni lub  krzywek. Kolejno$é ruchéw oraz wybdr drogi albo kqtéw sq zmienne
w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu
programowego (np. zmiany kotkéw lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach
wspétrzednych dokonuje wylgcznie na drodze dziatar mechanicznych;

4. Manipulatoréw bez sterowania ze sprzgzeniem zwrotnym, o zmiennej sekwencji ruchéw,
bedgcych  urzqdzeniami  zautomatyzowanymi,  realizujgcymi  zaprogramowane
mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wytqgcznie
za pomocq sygnatu binarnego z elektrycznych urzqdzeri binarnych o ustalonym
mechanicznie potozeniu lub regulowanych ogranicznikow;
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5. Zurawi do stertowania, definiowanych jako manipulatory dziatajgce w kartezjariskim
uktadzie wspotrzednych, produkowanych jako integralne czesci pionowych zespotéw do
siloséw, i stuzqcych do siggania po zawartos¢ tych siloséw w celu sktadowania lub
wyjmowania.

“Rowing” (1)
Wiazka (zazwyczaj 12 — 120 szt.) w przyblizeniu réwnolegtych ‘skretek’.

N.B.: ‘Skretka’ oznacza wiqzke “wibkien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200)
porzgdkowanych w przyblizeniu réwnolegle.

"Rozdrabnianie" (1)
Technika rozczlonkowania materialu na czastki przez miazdzenie lub rozcieranie.

"Rozdzielczos¢" (2)
Najmniejsza dzialka urzadzenia pomiarowego; w przypadku instrumentu cyfrowego jest to
najmniej znaczacy bit (Patrz: ANSI B-89.1.12).

"Rozproszone widmo radarowe" (6)

Dowolna technika modulacji stuzaca do rozpraszania energii sygnatu o stosunkowo waskim pa$mie
czestotliwoéci na duzo szersze pasmo czgstotliwosci, za pomoca kodowania losowego lub
pseudolosowego.

"Rozrzucanie czestotliwosci "' (frequency hopping) (5)
Forma "rozproszenia widma" polegajaca na krokowo-dyskretnej zmianie czgstotliwosci nosnej
pojedynczego kanatu telekomunikacyjnego, w sposéb losowy lub pseudolosowy.

"Rozrzucone geograficznie" (6)

Uwaza sie, ze czujniki sg rozrzucone geograficznie w przypadku, kiedy kazdy z nich znajduje si¢
w odlegtosci od innego wigkszej niz 1 500 m w dowolnym kierunku. Czujniki ruchome sg zawsze
traktowane jako rozrzucone geograficznie.

"Rozwdj" (UOdT, UdTJ, 3)

Odnosi si¢ do wszystkich etapéw poprzedzajacych produkcj¢ seryjna, takich jak: projektowanie,
badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projektowania, montaz i testowanie
prototypéw, plany produkcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych
projektowych w produkt, projektowanie konfiguracji, projektowanie montazu caloSciowego,
rozplanowanie.

"Ruchliwos$é czgstotliwosci w radarach" (6)

Dowolna technika zmiany, wg sekwencji pseudolosowej, czgstotliwoéci nosnej impulsowego
nadajnika radarowego pomig¢dzy impulsami lub pomigdzy grupami impulséw, o warto$¢ réwng lub
wigksza od szerokos$ci pasma impulsu.

"Samolot" (1, 7,9, ML10, ML14)

Napedzany silnikiem statek powietrzny cigzszy od powietrza o nieruchomo zamocowanych
skrzydtach, podtrzymywany w locie sitami dynamicznego oddziatywania powietrza na jego
skrzydta.

NB: Patrz réwniez "samolot cywilny".
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"Samolot cywilny" (1,7, 9)

Wylacznie "samoloty" majace §wiadectwa zdatnosci do lotu opublikowane 1 wydane przez zarzady
lotnictwa cywilnego, zezwalajace na ich uzywanie do celéw cywilnych na liniach wewngtrznych
i zewnetrznych lub zezwalajace na ich stosowanie do celéw cywilnych, prywatnych lub
zwigzanych z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarcze;.

NB: Patrz réwniez "samolot".
“SHPL” — patrz “Laser o super wysokiej mocy”.

"Specjalny material rozszczepialny" (0)
,»Specjalny materiat rozszczepialny” oznacza pluton-239, uran-233, "uran wzbogacony w izotopy
235 lub 233" oraz dowolny, zawierajacy go material.

"Stabilno$¢" (7)
Odchylenie standardowe (1 sigma) zmienno$ci danego parametru od jego wartosci wzorcowe;j
zmierzonej w ustalonych warunkach temperaturowych. Mozna jg wyraza¢ w funkcji czasu.

""Stala czasowa' (6)
Czas od chwili bodZca §wietlnego do wzrostu pragdu do wartosci stanowigcej 1-1/e-krotng warto§é
wielkosci koncowej (tj. 63 % wartosci koncowe;).

"Stapianie mechaniczne" (1)

Technika wykonywania stopéw polegajaca na mechanicznym lgczeniu, rozdrabnianiu i ponownym
laczeniu sproszkowanych pierwiastkéw i gléwnego skladnika stopowego. Jako skladnik stopowy
moze wystgpowaé substancja niemetaliczna dodawana w postaci odpowiedniego proszku.

"Statek kosmiczny" (7, 9)
Czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.

"Sterowanie adaptacyjne' (2)
System sterowania modyfikujacy reakcj¢ w zalezno$ci od warunkéw eksploatacji (Patrz ISO 2806-
1980).

"Sterowanie ksztattowe' (2)

Co najmniej dwa ruchy '"sterowane numerycznie", realizowane zgodnie z instrukcjami
okreSlajacymi nastgpne polozenie oraz potrzebne do osiagnigcia tego polozenia predkosci
posuwéw. Predkosci posuwdw nie sa jednakowe, dzigki czemu powstaje wymagany ksztalt (Patrz
ISO/DIS 2806-1980).

"Sterowanie numeryczne' (2)
Automatyczne sterowanie procesem wykonywane przez urzadzenie korzystajgce z danych
numerycznych zazwyczaj wprowadzanych podczas realizacji operacji (Patrz ISO 2382).

"Sterowanie moc3" (7)

Zmiana mocy sygnalu nadawanego przez wysoko$ciomierz w taki sposéb, zeby moc odbierana
w "samolocie" na danej wysoko$ci byta zawsze na minimalnym poziomie niezb¢dnym do
okreslenia wysokoSci.

"Sterowany elektronicznie uklad antenowy fazowany" (5, 6)

Antena ksztaltujaca wigzke za pomocg sprzg¢zenia fazowego, tj. kierunek wigzki jest utrzymywany
za pomoca elementéw promieniujacych o ztozonych wspétczynnikach wzbudzenia, przy czym
kierunek takiej wigzki (azymut i (lub) podniesienie katowe) mozna zmienia¢ za pomoca sygnatu
elektrycznego, zar6wno dla nadawania, jak i odbioru.



Dziennik Ustaw Nr 182 — 11673 — Poz. 1518

149.

150.

151.

152.

153.

154.

"Sterownik dostepu do sieci (4)

Interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Uzywa si¢ w nim wspdlnego nosnika dzialajacego z taka
sama "szybko$cia przesytania danych cyfrowych" w systemie transmisji z arbitrazem (np. w sensie
znacznika lub noénika). Niezaleznie od innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi
lub grupami danych (np. IEEE 802). Jest to zespdl, ktéry moze by¢ zintegrowany z komputerem
lub urzadzeniem telekomunikacyjnym, 2z zadaniem zapewniania dostgpu do laczy
telekomunikacyjnych.

"Sterownik toru telekomunikacyjnego" (5)

Interfejs fizyczny sterujacy przeptywem cyfrowych informacji synchronicznych lub
asynchronicznych. Jest to zespdl, ktéry moze stanowié podzespdt komputera lub urzadzenia
telekomunikacyjnego zapewniajacego dostgp do tacznodcei.

"St6t obrotowo-przechylny" (2)

Stét umozliwiajacy obracanie i przechylanie obrabianego przedmiotu wzgledem dwéch osi
nieréwnoleglych, ktére moga byé rdwnoczesnie koordynowane, co umozliwia "sterowanie
ksztaltowe".

"Strumieniowe wieloprzetwarzanie danych' (4)

Technika oparta na "mikroprogramie” lub architekturze sprzgtu, umozliwiajaca réwnoczesne
przetwarzanie dwoch lub wigcej sekwencji danych pod kontrolg jednej lub kilku sekwencji
instrukcji za pomoca takich narzedzi, jak:

a. Zespoly o architekturze opartej na jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (SIMD), np.
procesory wektorowe lub tablicowe;

b. Zespoly o architekturze opartej na wielokrotnym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu
danych (MSIMD);

c. Zespoly o architekturze opartej na wieloinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MIMD),
wlgcznie z procesorami  polaczonymi bezposrednio, potgczonymi silnie lub potaczonymi luzno;
albo

d. Elementy przetwarzajace o strukturze tablicowej, wlacznie z tablicami dynamicznymi.

N.B.: “Mikroprogram” oznacza sekwencje¢ elementarnych instrukcji, przechowywanych
w specjalnej pamieci, realizowanych po wprowadzeniu do rejestru instrukcji specjalnej dla
niej instrukcji odwolania.

""Syntetyzator czestotliwosci" (3)

Dowolny rodzaj Zrédia czestotliwosci lub generatora sygnatéw, bez wzglgdu na stosowang
technike, zapewniajacy uzyskanie wielu réwnoczesnych lub alternatywnych czgstotliwosci
wyjs$ciowych z jednego lub kilku wyj$¢ sterowanych lub regulowanych za pomoca mniejszej
liczby czgstotliwo$ci wzorcowych (lub gtéwnych).

"Systemy eksperckie' (4, 7) ‘
Systemy wypracowujace wyniki poprzez zastosowanie pewnych zasad do danych
przechowywanych w pamigci niezaleznie od "programu" i majace nastgpujace mozliwosci:

a. Automatyczna modyfikacja "kodu zrédtowego" wprowadzonego przez uzytkownika;
b. Dostarczanie informacji zwigzanych z klasa problemdéw w jezyku quasi-naturalnym; lub

¢. Rozszerzanie wiedzy potrzebnej do wlasnego rozwoju (szkolenie symboliczne).
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“Szczepionka” (1)
Preparat medyczny, ktéry wprowadzony do ustroju ludzkiego lub zwierz¢cego ma za zadanie
wytworzenie ochronnej odpornosci immunologicznej w celu zapobiegania chorobom.

"Szeroko$¢é pasma czasu rzeczywistego" (3)

W "dynamicznych analizatorach sygnaléw" — najwigkszy zakres czgstotliwosci, jaki analizator
moze przestaé na wyswietlacz lub do pamigci masowe;j, bez jakiejkolwiek przerwy w analizowaniu
danych wejsciowych. W przypadku analizatoréw o wigcej niz jednym kanale, obliczenia nalezy
przeprowadzié dla takiej konfiguracji kanaldéw, ktéra daje najwigksza "szeroko$¢ pasma czasu
rzeczywistego".

"Szybko$¢ przesylania danych" (5)

Szybkoéé, zgodnie z definicja podang w Zaleceniach 53-56 ITU, uwzgledniajgca fakt, ze
w przypadku modulacji niebitowej, szybkoéci w bodach i bitach na sekunde¢ sg rézne. Uwzglednia
bity do kodowania, kontrolne i synchronizujace.

N.B. 1: Przy okreslaniu "szybkosci przesytania danych" nalezy wyltqczyé kanaty do obstugi
technicznej i zarzqdzania.

N.B. 2: Jest to maksymalna szybkos¢ w jednym kierunku, tj. maksymalna szybkos¢ nadawania
albo odbioru.

"Szybko$¢ przesylania danych cyfrowych" (5)
Catkowita szybko$é informacji w bitach, przesytanych bezposrednio na dowolnym typie nosnika.

N.B.: Patrz takze "catkowita szybkos$¢ transmisji danych cyfrowych”.

"Szybko$¢ przetwarzania tréjwymiarowej grafiki wektorowej' (4)

Liczba generowanych na sekund¢ wektoréw typu poliline o dtugosci 10 pikseli, testowanych
dtugo$ciowo, zorientowanych losowo i majacych wspélrzedne X-Y-Z calkowite albo
zmiennoprzecinkowe (w zaleznos$ci od tego, ktdra z tych warto$ci daje szybko$¢ maksymalng).

"Sciezki systemowe" (6)

Przetworzone, skorelowane (potgczenie radiolokacyjnych danych o celu z polozeniem lecgcego
samolotu) i zaktualizowane dane dotyczace polozenia lecacego samolotu, przekazane kontrolerom
w osrodku Kontroli Ruchu Powietrznego.

,,Srodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania thumu w czasie rozruchéw” (ML7)
Substancje powodujace tymczasowy psychiczny efekt podraznienia lub unieszkodliwienia,
znikajgcy w ciggu kilku minut od usunigcia przyczyny. Nie sg zwigzane z powaznym ryzykiem
trwalego uszkodzenia ciata, a leczenie wymagane jest rzadko.

“Tasma” (1)
Materiat zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych “wtékien elementarnych”,
‘skretek’, “rowingdéw”’, “kabli” lub “przedz” itp., zazwyczaj impregnowany zywica.

N.B.: ‘Skretka’ oznacza wigzke “wibkien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200)
uporzqdkowanych w przybliZzeniu réwnolegle.

"Technologia" (UodT UdTJ Wszystko)
Specyficzny rodzaj informacji, niezb¢dny do "rozwoju", "produkcji" lub "uzytkowania" danego
wyrobu. Informacja ta ma postaé ‘danych technologicznych’ lub ‘pomocy technicznej’.

N.B.: 1. ‘Pomoc techniczna’ moze przybieral takie formy, jak: przekazanie instrukcji,
umiejetnosci, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat eksploatacji oraz ustugi
konsultacyjne i moze obejmowad transfer "danych technologicznych”.
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2. ‘Danymi technologicznymi’ mogq by¢ odbitki, plany, wykresy, modele, wzory, tabele,
projekty techniczne i opisy, podreczniki i instrukcje w formie pisemnej lub zarejestrowanej
na innych nosnikach lub urzqdzeniach, takich jak dyski, tasmy, pamieci wylqcznie do
odczytu.

"Temperatura krytyczna" (1, 3, 6)

"Temperatura krytyczna" (nazywana czasami "temperatura przemiany") danego materialu
"nadprzewodzacego" jest temperatura, w ktérej material catkowicie traci oporno$é dla przeptywu
elektrycznego pradu stalego.

"Teoretyczna moc kombinowana (CTP)" (3, 4)
Miara mocy obliczeniowej podawana w milionach operacji teoretycznych na sekund¢ (Mtops),
obliczana w oparciu o agregacj¢ "elementéw obliczeniowych (CE)".

N.B.: (Patrz Kategoria 4, Uwaga techniczna).

"Toksyny" (1, 2)

Toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatéw lub mieszanek, bez wzgledu na sposéb
produkcji, rézne od toksyn istniejacych jako zanieczyszczenia innych materialdéw, takie jak prébki
patogenne, plony, Zywnos¢ lub posiewy "mikroorganizméw".

"Uklad scalony warstwowy" (3)
Uktad "elementéw obwodu" i metalowych lacznikdéw, wytworzony technika osadzania grubej lub
cienkiej warstwy na "podtozu" o wlasciwosciach izolujacych.

N.B.: "Element obwodu": pojedyncza czynna Iub bierna funkcjonalna czesé uktadu
elektronicznego, np. pojedyncza dioda, tranzystor, rezystor, kondensator.

"Uklad mikrokomputerowy" (3)

"Monolityczny uklad scalony" lub "wielouktad scalony", w ktérego sklad wchodzi jednostka
arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukcji ogdlnych, zawartych w pamigci
wewngtrznej, na danych znajdujacych si¢ w pamig¢ci wewngtrzne;j.

N.B.: Pamiegé wewnetrzna moze by¢ wspomagana przez pamiec zewnetrzng.

"Uklad mikroprocesorowy" (3)

"Monolityczny uktad scalony” lub "wielouktad scalony", w ktérego sktad wchodzi jednostka
arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu instrukcji ogdlnych zawartych w
pamieci zewngetrzne;j.

N.B. 1: "Uktad mikroprocesorowy" zazwyczaj nie jest wyposazony w integralng pamiecé dostepng
dla uzytkownika, ale do realizacji jego funkcji logicznych moze by¢ wykorzystywana
pamigé istniejgca w mikrouktadzie.

N.B. 2: Definicja ta obejmuje zespoly ukladéw przeznaczone do pracy razem, w celu realizacji
funkcji "uktadu mikroprocesorowego”.

"Uklady aktywnego sterowania lotem' (7)

Uklady zapobiegajace niepozadanym ruchom lub obcigzeniom konstrukeji "samolotu" lub pocisku
rakietowego dzigki autonomicznemu przetwarzaniu sygnatéw z wielu czujnikéw i wydawaniu
niezb¢dnych poleceni do realizacji sterowania automatycznego.

“Uklady czujnikéw optycznych sterowania lotem” (7)
Uktad czujnikéw optycznych, wykorzystujacy promieri “lasera” do dostarczania w czasie
rzeczywistym danych sterowania lotem w celu ich przetwarzania na pokladzie.
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"Ultraszybkie chlodzenie" (1)
Technika "gwaltownego krzepnigcia" polegajaca na uderzaniu stopionego strumienia metalu
w ochtodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci platkéw.

N.B.: "Gwattowne krzepniecie": krzepnigcie roztopionego materiatu podczas chtodzenia
z szybkoscig powyzej 1 000 K/s.

“Ulamkowa szeroko§¢ pasma” (3) oznacza pasmo chwilowe podzielone przez czgstotliwos§é
srodkowa, wyrazone w procentach.

"Uprzednio separowane" (0, 1)
Oddzielone dowolng technikg wzbogacania kontrolowanego izotopu.

"Uran naturalny" (0)
Uran zawierajacy mieszaning izotopdw wystgpujacych w naturze.

"Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233" (0)

Uran zawierajacy izotopy 235 lub 233, albo oba, w takich ilo$ciach, ze stosunek tacznej zawartosci
tych izotopéw do izotopu 238 jest wigkszy niz stosunek zawartosci izotopu 235 do izotopu 238
wystepujacy w naturze (stosunek izotopowy 0,72 procenta).

"Uran zubozony" (0)
Uran, w ktérym zawarto$¢é izotopu 235 obnizono do iloSci mniejszej niz w warunkach naturalnych.

"Urzadzenia produkcyjne" (1, 9)

Oprzyrzadowanie, szablony, przyrzady obrobkowe, trzpienie, formy, matryce, uchwyty,
mechanizmy synchronizujace, urzadzenie testujace, inne maszyny i ich wyposazenie,
z ograniczeniem do urzadzen specjalnie przeznaczonych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem
do "rozwoju" lub jednej albo wigcej faz "produkcji”.

"Ustalony" (5)

Algorytm kodowania lub kompresji, ktéry nie moze akceptowal parametréw dostarczonych
z zewnatrz (np. zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie moze by¢é modyfikowany przez
uzytkownika.

"Uzytkowanie" (UOdT UdTJ Wszystko)
Praca, instalowanie (wlgcznie z montazem na miejscu), konserwacja (kontrola), naprawa, remonty
i odnawianie.

»Wektory Ekspresji” (ML7)
No$niki (np. plazmidy lub wirusy) stosowane do wprowadzania materialu genetycznego do
komorek-gospodarzy.

"Widmo rozproszone' (5)
Dowolna technika stuzaca do rozpraszania energii sygnatlu ze stosunkowo waskiego kanalu
telekomunikacyjnego na duzo szersze widmo energii.

"Wielouklad scalony" (3)
Dwa lub wigcej "monolitycznych uktadéw scalonych", powigzanych wspdlnym "podlozem™.

"Wielospektralne analizatory obrazowe" (6)

Umozliwiajag réwnoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych z dwéch lub wigcej
dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o wigcej niz dwudziestu dyskretnych pasmach
spektralnych sg czasami nazywane hiperspektralnymi analizatorami obrazowymi.
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“Wiékno elementarne” (lub - widkno) (1)
Najmniejszy inkrement wiékna, zazwyczaj majacy $rednicg kilku mikrometréw.

» Wojskowe $rodki wybuchowe” (ML8, ML18)

Stale, ciekle lub gazowe substancje lub mieszaniny substancji, ktére, w razie zastosowania jako
tadunki pierwotne, dodatkowe czy gtéwne w glowicach bOJowych niszczacych czy innych
urzadzeniach wojskowych, sa niezb¢dne dla zrealizowania detonacji.

"Wrzeciono wahadlowe' (2)
Wrzeciono na narzedzia, zmieniajace podczas procesu obrébki polozenie katowe swojej linii
centralnej wzgledem dowolnej innej osi.

"Wspélczynmk skalowania (zyroskopu lub przyspleszemomlerza)" )

Stosunek zmiany warto$ci wascmweJ do zmiany warto$ci wejéciowej, ktéra ma by¢ mierzona.
Wspolczynnlk skalowania jest na og6l szacowany jako pochylenie linii prostej, ktéra mozna
poprowadzi¢ metoda najmniejszych kwadratéw pomigdzy punktami okreslajqcyml parametry
wercmwe/wascmwe uzyskanymi poprzez cykliczng zmiang¢ parametréw wejsciowych w
przedziale ich warto$ci.

“Wszystkie dost¢gpne kompensacje” (2)

Oznacza, ze w celu zminimalizowania wszystkich systematycznych bl¢déw pozycjonowania dla
okre$lonej obrabiarki ostatecznie uwzgledniane sa wszystkie mozliwe do wykonania $rodki
dostepne dla producenta.

"Wychylenie wstgpne przyspieszeniomierza' (7)
Warto$¢ wskazywana przez przyspieszeniomierz w przypadku braku przyspieszenia.

"Wykladzina wewngtrzna'" (9)

Warstwa posrednia pomigdzy paliwem statym a oslona lub warstwg izolacyjng. Zazwyczaj jest to
plynna polimerowa zawiesina materialu ogniotrwalego lub izolacyjnego, np. wegiel
z wypelniaczem HTBP lub innym polimerem z dodatkiem $rodkéw utrwalajacych, rozpylonych lub
rozsmarowanych na wewngtrznej powierzchni ostony.

"Wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozciaganie" (0, 1)
Wytrzymalosc na rozcigganie w paskalach, r6wnowaznych N/m?, podzielona przez mas¢ wlasciwa
w N/m’, mierzona w temperaturze (296 + 2) K (23 + 2) °C i przy wilgotnosci wzglednej (50 + 5)%.

» Wzmacniacze obrazu pierwszej generacji” (ML15)
Lampy elektrostatyczne stosujace na wejSciu i wyjsciu plyty Swiatlowodowe lub szklane,
wieloalkaliczne fotokatody (S-20 lub S-25), ale nie mikrokanatowe wzmacniacze plytowe.

"Wzmacnianie obrazu" (4)

Przetwarzanie obrazéw zawierajacych informacje, uzyskanych ze Zrédet zewngtrznych, za pomoca
algorytméw, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, wyciaganie, selekcja, korelacja, splatanie lub
przemieszczanie pomi¢dzy domenami (np. za pomoca szybkiej transformacji Fouriera lub
transformacji Walsha). Nie obejmuje algorytméw, w ktoérych stosowane s3 wylacznie
przeksztalcenia liniowe lub obrotowe pojedynczego obrazu, takie jak przesunigcie, ekstrahowanie
jakiej$ cechy, rejestracja lub falszywe barwienie.

"Wzmacnianie optyczne" (5)

W telekomunikacji optycznej technika wzmacniania polegajaca na uzyskiwaniu sygnatéw
optycznych generowanych przez oddzielne Zrédlo optyczne, bez ich przetwarzania na sygnaly
elektryczne, tj. za pomocg péiprzewodnikowych wzmacniaczy optycznych lub §wiattowodowych
wzmacniaczy luminescencyjnych.
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"Zasieg przyrzadowy" (6)
Jednoznacznie okreslony zasi¢g radaru.

""Zespol elektroniczny" (3, 4, 5)

Pewna liczba elementéw elektronicznych (tj. "uktadéw elementarnych", "elementéw dyskretnych",
uktadéw scalonych itp.) potaczonych razem w celu realizacji okreslonej(ych) funkcji, wymienialna
w calodci, ktéra zazwyczaj moze by¢ demontowana.

N.B. 1: "Element obwodu": pojedyncza czynna albo bierna funkcjonalna czes¢é uktadu
elektronicznego, np. pojedyncza dioda, tranzystor, rezystor, kondensator.

N.B. 2: "Element dyskretny": oddzielnie obudowany 'uklad elementarny” z wilasnymi
koricéwkami wyjsciowymi.

"'Ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci' (2, 3, 5)
Sterowanie za pomoca instrukcji zaprogramowanych w pamigci elektronicznej, ktdre procesor
moze realizowaé w celu kierowania parametrami uprzednio okreslonych funkcji.

N.B.: Urzqdzenie moze by¢ urzqdzeniem "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci”, bez
wzgledu na to, czy pamigé elektroniczna jest wewngtrzna, czy tez zewnetrzna wzgledem
urzqdzenia.

"Zgrzewanie dyfuzyjne” (1, 2, 9)
Laczenie molekularne w stanie stalym co najmniej dwéch oddzielnych metali w jeden element,
przy czym wytrzymato$é miejsca polaczenia jest rtowna wytrzymatosci najstabszego z materialow.

"Zwierciadla odksztalcalne" (6)
(Okresla si¢ je réwniez adaptacyjnymi zwierciadtami optycznymi). Sg to zwierciadla majgce:

(a) jedna ciagla odbijajaca powierzchni¢ optyczna, ktéra mozna dynamicznie odksztatcaé za
pomocg pojedynczych momentéw lub sil, kompensujac w ten sposob znieksztalcenia fal
optycznych padajacych na zwierciadlo; lub

(b) wiele odbijajacych elementéw optycznych, ktére mozna oddzielnie i dynamicznie
przemieszczaé w inne polozenie za pomoca dzialajacych na nie momentéw lub sil,
kompensujac w ten sposdb znieksztalcenia fal optycznych padajgcych na zwierciadto.



